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Any statementaffearing in this catalog is intended as information and does not involve any responsability of SESCOSEM 

without its formal agreement. The material herein is believed to be accurate and reliable; however, some parameters spe· 

cified in preliminary data are derived from evaluation units and may change after full characterization. 
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Direction commercia Ie 

Circuits integres MOS 
1974/75 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - BP 120 - 92403 Courbevoie 
Teh~phone : (1) 788 - 50 - 01 Telex: Sescom 61 560 F 

Service commercial region Sud-Est: 38120 Saint-Egreve 
-Telephone: (76) 75 - 81 - 12 Telex: 25 731 F 

Service commercial Sud 
15, Avenue Camille Pelletan - 13602 Aix en Provence 
Telephone: (91) 27 - 98 - 15 Telex: 41 665 

THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS 



Notre reseau de distribution 

R6gion parisienne 

• Thomson-CSF 
Division Sescosem 
50, rue Jean Pierre Timbaud 6 
BP 120 - 92403 Courbevoie 
Tel: (1) 788 - 50 - 01 Telex 61560 F 

• Les Composants Electroniques 
64 - 70, Avenue Andre Morizet - 92100 Boulogne 
Tel: (1) 604 - 10 - 20 Telex : 27 191 

• Nardeux S.A. 
85, bd Gabriel Peri - 92240 Malakoff 
Tel: (1) 656 - 65 - 35 Telex: 68 461 

• Codirel 
105, rue Sadi-Carnot - 93170 Bagnolet 
Tel: (1) 287 - 49 - 99 

• Gedis 
165 - 169, rue Jean-Pierre Timbaud 
92400 Courbevoie 
Tel: (1) 788 - 67 - 70 

• Diel 
73, avenue Pierre Larousse - 92240 Malakoff 
Tel: (1) 656 - 70 - 44 

Distributeurs r6gionaux 

Nord 

• Side 
Avenue Robert Schuman 
C2 residence de l'Europe - 59370 Mons en Barreul 
Tel : (20) 51 ·32 - 42 

Ouest 

• Aufrav et Cie 
45, rue Gustave Nicolle 
BP 472 - 76057 Le Havre Cedex 
TeI:(35) 21-34-00 

• Aufray et Cie 
40, rue Pierre Semard - 76140 Petit Quevilly 
T ~I : (35) 72 - 84 - 07 

• Bellion et Cie 
40, quai de l'Ouest - BP 212 - 29271 Brest Cedex 
Tel: (98) 80 - 38 - 00 Telex: 74513 

Est 

• Selfeo 
31, rue du Fosse des Treize - 67000 Strasbourg 
Tel : (88) 32 - 59 - 33 
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Touraine 

• Nardeux S.A. 
72, rue Saint-Jacques - BP 36 - 37600 Laches 
Tel: (47) 59 - 08 - 10 Telex: 75808 

Centre 

• Centre E lectronique Diffusion 
2, rue de l'lndustrie, 
Z.I. de Cournon - BP 49 - 63002 Clermont Ferrand Cedex 
Tel: (73) 92 - 14 - 77 Telex: 39926 

• Sedre 
27, rue Voltaire - 42100 St Etienne 
Tel: (77) 62 - 84 - 75 

RhOne·Alpes 

• Sedre 
5, bd des Diables Bleus - 38000 Grenoble 
Tel : (76) 44 - 30 - 38 

• Sedre 
10 & 12, rue Jean Bourgey - 69100 Villeurbanne 
Tel : (78) 68 - 30 - 96 

COte d'Azur 

• Dimel 
ImmeuQle Marino, Av. Claude Farrere - 83100 Toulon 
Tel: (94) 41 - 49 - 63 Telex: 43093 

Provence 

• Cabus et Raulot 
59, rue de Village - 13291 Marseille Cedex 2 
Tel: (91) 47 - 97 - 76 Telex: 43387 

Midi·Pyr6nees 

• Sodimep 
8, rue Jean Suau - 31000 Toulouse 
Tel: (61)21 - 94 - 42 ; 21 - 41 - 88 Telex' 52251 (Sodimep) 

Sud· Est . ~ 
;~~~:s~~;;,:'m _ 38120 Saint-Egreve 
Tel: (76) 75 - 81 - 12 Telex: 25 731 F 

Sud 

• Thomson-CSF 
Division Sescosem 
15, Av. Camille Pelletan - 13602 Aix en Provence 
Tel: (91) 27 - 98 - 15 Telex: 41 665 



Thomson - CSF GmbH 

MOS Integrierte Schaltungen 
1974/75 

8000 Munchen 70, Postfach 701909 
Telephon : (089) 7675 - 1 Telex: 5 22 916 

ll-IOMSON -CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS 



Geschaffsstellen 

Geschiiffsst&lIan 

Zantrala: 

• Thomson-CSF GmbH 
Bereich Halbleiter Sescosem 
8 000 Munchen 70, Fallstrasse 42 
Telephon : (0891 7675 - 1 Telex: 5 22 916 

Berlin 

• Thomson-CSF GmbH 
1000 Berlin 31, Emserstrasse 2 
T ~Iephon : (03-01 86 - 70 - 17 Telex: 1 82 865 

Frankfurt 

• Thomson-CSF GmbH 
6000 Frankfurt, Rennbahnstrasse 6 
Telephon : (06-111 67 - 70 - 75 Telex: 4 13 059 

Hamburg 

• Thomson-CSF GmbH 
2000 Hamburg 39, Bilserstrasse 9 
Telephon : (04-01 5 - 11 - 97 - 14 Telex: 215 403 

Distributer 

Berlin 

• Distron oHG 
1000 Berl in 33, Mecklemburgischestrasse 24 b 
Telephon : (0301 82 - 33 - 064 Telex: 1 85478 

Braman 

• A +B Electronic 
2800 Bremen, Alten Wall 24 
Telephon: (04-21135-40-81 

Dortmund 

• RTG E_ Springorum KG 
4600 Dortmund, 8ronnarstrasse 7 

Telex: 2 44 383 

Telephon : (02-311 57 - 92- 52 Telex: 8 22 534 

Frankfurt 

• Spoerle electronic 
6079 Sprendlingen, Otto-Hahn-Strasse 1 
Telephon :(0-61-031 6- 20- 31 ___ 38 Telex: 417972 
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Hannover 

• Thomson-CSF GmbH 
3000 Hannover, Eichstrasse 43 
Telephon: (05-1113-245-95 

Munchan 

• Thomson-CSF GmbH 
8000 Munchen 70, Fallstrasse 42 

Telex: 9 22 306 

Telephon : (0891 7675 - 1 Telex: 5 22 916 

Nurnberg 

• Thomson-CSF GmbH 
8500 Nurnberg, Bessemerstrasse 16 
Telephon: (09-11156-33-92 Telex:6 25 361 

Stuttgart 

• Thomson-CSF GmbH 
7000 Stuttgart I, Rosenbergstrasse 164 
Telephon: (07-111_63-83-44/45 Telex: 7 21718 

Brannschwaig 

• Liedtke und Wiele 
3300 Brannschweig, Wallstrasse 2 - 5 
Telephon : (05311 46031 Telex: 092 235 

Munchan 

• Thomson - CSF GmbH 
8000 Munchen 70, Postfach 701909 
Telephon : (08917675 - 1 Telex: 5 22 916 

Stuttgart 

.« Elecdis» 
Ruggaber KG 
7250 Leonberg - Eltingen, Hertichstrasse 41 
Telephon : (0715217081 Telex: 7 24192 

Ausland 

Vertragshiindlar und Vertratung 

Osterraich 

• Transalpina 
Dr Max Vinatzer 
1011 Wien I, Elisabethstrasse 8 
Telephon : (02-22156-15-71 Telex: 12 717 



Sescosem Italiana Spa 

Circuiti integrati MOS 
1974/75 

Direz. Comm. - Ufficio Vendite et Deposito: 20 125 MI LANO 
Via M. Gioia, 72 - Tel: 6884 - 141 (5Iinee) Telex: 31042 

Ufficio Vendite: 00193 ROMA 
Lungotevere dei Mellini, 45 - Tele : 31 - 27 - 22 ; 35 - 30 - 05 
Telex: 61 173 Telonde 

Stabilimento : SERMONETA (Latina) 

THOMSON -CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS 





Export Division 

MOS integrated circuits 
1974/75 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - BP 120 - 92403 Courbevoie 
Telephone: (1) 788 - 50 - 01 - Telex: Sescom 61 560 F 

THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS 



Local distributors 
South Africa 

• Comtek 
PO Box 57, Alberton Transvaal 
Tel: 869 - 57 - 86 Twx: J - 43 - 76 - 34 

Argentina 

• Colmar S R L 
San Jose 83 Piso 12 - Buenos-Aires 
Tel: 37 - 5176 Twc: Colmar 

Australia 

• Pantechna Trading PTY Ltd 
570 Bourke street· G.P.O. Box 2647 X -
South Melbourne 3001 
Tel: 67 . 69 - 63 Tig : Pantechna Melbourne 
Twc : Thomaus-AA 31888 Melbourne 

Austria 

• Transalpina 
Elisabethstrasse 8 - 1010 Wien 
Tel: 56 - 15·71 Twx: Inland 12717 

Belgium 

• Thomson S.A. 
363, Avenue Louise B - 1050 Bruxelles 5 
Tel:49-29-54 Twx:23113 

Brazil 

• Thomson - CSF Componentes do Brazil 
Caixa Postal 4854 Sao Paulo 
Tel: 61 ·64 - 83 Twx: Tesafibra Sao Paulo 
Brazil via Embratel SP 309171 

Denmark 

• Scansupply 
20, Nannasgade - OK 2200 Copenhague 
Tel: Aegir 5090 Twx: 9037 

Finland 

• OY Sufra AB 
Ruusulankatu 20 A 12 . 00250 Helsinki 25 
Tel: 49 - 01 - 37 Tig : Pierrejoly Helsinki 
Twx: 121 394 TLSF Pierrejoly Helsinki 

West Germany 

• Thomson· CSF GmbH 
8000 Munchen 70 - Postfach 701909 
Tel: (089) 7675 - 1 Twx: 5 22 916 

Great Britain 

• Thomson - CSF UK Ltd 
8ilton House Uxbridge Road 
Ealing London W.5 
Tel: (01) 579 - 55 -11 Twx: 25 659 

West India 

• N.J. International Corporation 
65 Ashok Chambers Broach Street Bombay 9 
Tel: 328 - 509 Tig : Promptdeal Bombay 

East India 

• Kashinath and Co 
10- 2 - 289/71 Shantinagar 
Hyderabad 500 028 AP 
Tel: 369 - 42 Tig : Entec 
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Israel 

• Cidev 
47, Rothschild 80ulevard - P_O. Box 2024 - Tel·Aviv 
Tel: 225·588 Twx: 628 (R) 

Italy 

• Sescosem Italiana 
Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 Milano 
Tel: 68 - 84 - 141 Twx 36 301 

Japan 

• Thomson· CSF Japan K.K. 
Kyosho Building 
1 - 13 - 10 Hirakawa·Cho, Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel: 264 - 6341 Twx: Tesafipo TK 22756 

Mexico 

• Proveedora Electronica S.A 
Apartado postal M. 7607, Balderas 32108 
Mexico 1 OF 
Tel: 585 - 53 - 33 Twx: 017 - 72402 (Saul Me) 

Morroco 

• Ste de Fabrications Radioelectroniques Marocaines 
40, boulevard de la Resistance - BP 2118 
Palais Mirabeau - Casablanca 
Tel: 27 - 91 - 00 ou 27 - 91 - 23 Twx: 21 924 Telonde 
Casablanca 

Netherlands 

• Compagnie Generale d'Electricite 
Koninginnegracht 64 La Haye 
Postbus 1860 La Haye 
Tel: 60 - 88 - 10 Twx: 31 045 

Norway 

• Feiring AIS 
Nils Hansens Vei, 7 - P.O. Box 101 8ryn, Oslo 6 
Tel: (02) 68 - 63 - 60 Twx: 16435 

Portugal 

• Sd Com. Rualdo 
Rua S. Jose 15 - Lisbonne 2 
Tel: 33725 Tlg: Rualdo Lisbonne 2 
Twx : 16447 Rualdo Lisbonne 

Spain 

• Componentes Electronicos S.A. 
Poligono industrial Fontsanta, Call H sin 
San Juan Despi - Barcelona 
Tel: 319 - 46 - 50 Twx: 53 077 

Sweden 

• Elektroholm AB 
Dalvagen 12, 80x 3005, S-171 03 Solna 3 
Tel:82-02-80 Twx: 19389 

Switzerland 

• Modulator S.A 
Fischerweg 11 - 13 - 3000 Berne 9 
Tel: (031) 23 - 21 - 42 Twx: 32 431 

U.S,A 

• Nucleonic Products Co, Inc 
6660 Variel Avenue, Canoga Park - California 91303 
Tel: (213) 887 - 1010 Twx : 651 479 
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Genera/ites 
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Library"Sescosem" 
Bibliotheque "Sescosem" 

1971 Semiconductors mll'lUal 
Catalogue SsmiconductaJ" 1971 

1971 Semiconducteurs manual 
Catalogue Sllmlconductou,. 7971 

Field effect tran sistors 
Transistors.t sffBt dB champ 

Tome 1 Transistors 
Tom. 1 Trlll"i,tor, 

Tome 2: Diodes, rectifiers, thyristors 
Tom. Dlod ... rtJdrtlasull, thyristors 

1974-75 Active components for hybrid microelectronic 
Compolllnt'lICtifs pour micr.lectroniquB hybrid. 1974-15 

1975 Power transistors (to be published later) 
Trllllsi,tor, de pu;.."c. 1915 fot p •• 'tre) 

1974 Logic TTL integrated circuits 
Circuits intB,.,logiques 1974 

(to be published later) 
(il PIIrtl7lre) 

1972 Linear integrated circuits 
Circuits in"'"" liM.;r. 1972 

1974 Linear integrated circuits (supplement) 
Circuits intQ'" linthll,. 1974 (wppMmend 

1974-75 MaS integrated circuits 
Cin:uil:! inlBgres MOS 7974175 

1972 Radio TV Semiconductors (supplement) 
Semiconduc,.", Radio TV 7972 (lUpp/4manr) 

1974-75 Radio TV and car integrated circuits 
Circuil:! inl!lgres Radio TV.r BUtomobil. 7974-75 

Manuels d'application CI L 

(published in French only) 

Tome 1 

Tome 2 

Amplificateurs op6rationnels 

R6gulateurs de tension 

(2l1me 6dition) 

(28me 6dition) 

Tome 3 Filtres actifs ~ amplificateurs op6rationnels 

Manuel d'application Radio - TV - Automobile 1974 

(published in French only) 

Every SESCaSEM catalogue and manual are at your disposal, either at local "SESCaSEM" distributor, or at 
Editions Radio - 9, rue Jacob - 75006 PARIS FRANCE 

Tau. nos catJII •• , tit manuel, lont II vow dllPOIltlon, ,air chez IIJ dlnrlbutBUr "SESCOSEM" de votre "gion, wit BUX Edition, 
Radio- 9, 'ueJscob - 75006 PARIS FRANCE 
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Symboles 
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NOTICES CARACTERISTIQUES 

Analog switches 
Commutateurs analogiques 

Complementary MOS 
MOS complementaires 
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Registres dynamiques 

Static reg isters 
Registres statiques 

General purpose 
Usage gemiral 

Read only memories 
Memoires a lecture seule 

Standard codes of read only memories 
Codes standards des memoires a lecture seule 

Random acces memories 
MtJmoires a lecture - ecriture 
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Numerical index 
Index numerique 

Numbers Page Numbers Page Numko. Numlrru 

SF.C5OO26 453 SF.F 24013 149 

SF.F 104 61 SF.F 24015 157 

SF.F 121 63 SF.F 24016 165 

SF.F 122 65 SF.F 24017 175 

SF.F 123 67 SF.F 24018 185 

SF.F 150 69 SF.F 24023 141 

SF.F 151 69 SF.F 24024 195 

SF.F 153 77 SF.F 24025 125 

SF.F 154 69 SF.F 24027 203 

SF.F 155 69 SF.F 24029 211 

SF.F 156 77 SF.F 24030 223 

SF.F 157 77 SF.F 24049 229 

SF.F 160 85 SF.F 24050 229 

SF.F 1115 93 SF.F 31402 239 

SF.Fll16 93 SF.F 31402 A 249 

SF.Fll17 93 SF.F 31403 239 

SF.F 1118 93 SF.F 31403 A 249 

SF.F 1119 93 SF.F 31404 239 

SF.F 1122 103 SF.F 31404 A 249 

SF.F 5002 281 SF.F 40032 265 

SF.F 5009 287 SF.F 42064 273 

SF.F 5100 291 SF.F 70560 335 

SF.F 5110 301 SF.F 70611 343 

SF.F 5201 309 SF.F 70612 353 

SF.F 24000 125 SF.F 70660 363 

SF.F 24001 125 SF.F 70700 373 

SF.F 24002 125 SF.F 70701 381 

SF.F 24008 133 SF.F 70710 391 

SF.F 24011 141 SF.F 80102 443 

SF.F 24012 141 

STANDARD CODES OF READ ONLY MEMORIES 
CODES STANDARDS DES MEMO/RES A LECTURE SEULE 

Code SF.F 70560 401 Code SF.F 70660 427 

Code SF.F 70611 411 Code SF.F 70700 435 Code SF.F 70701 

Code SF.F 70612 415 Code SF.F 70710 439 
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MOS clock driver 
Commande d'horloge MOS 

MOS clock driver 
Comman,", d'hor/oge MOS 

MOS transistors 
Transistors MOS 

Case 

TO·100 
(CB·31 

Ptot VOS 

Selector guide 
Guide de selection 

Case 
BoTtier 

TO·l00 

10 

O"C, + 70"C 

SF.C 50026 

VGSY Type 

I I 
RGS I Y21s 

I Type Bairier (mWI (VI (mAl (V) (n) (mSI 

*SF.F 104 TO·72 

*SF.F 121 TO·72 

*SF.F 122 TO·72 

*SF.F 123 TO·72 

*Preferred device 
Dlsp06ltif ffICOmmsntM 

200 25 

200 20 

200 20 

200 20 

§Typical value 
VBlsur typlque 

max max min min 

50 5 109 

20 3,5 1010 0,7 

20 3,5 1010 0,7 

20 5 109 0,7 

I 
TO·72 
(CB·41 

ron 

I 
C12ss 

(ill (pFI 

max typ 

300 3 

1500 0,3 

1500 0,3 

1500 0,3 

• 

Page 

453 

tamb = 25°C 

I ton (n.1 Page 

max 

20 § 61 

63 

65 

67 
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~ ~ 
TO-l00 TO-116 TO-99 MP-117 TO-86 

(CB-31 (CB-21 (CB·ll1 (CB-791 (CB·51 

MOS Circuits - Switches - Transistors arrays 
Circuits MOS· Multiplexeurs - Reseaux de transistors 

I Care Baitier O'C, +70°C 
I 

-25'C, +85'C 1-550 C, + 125°C Page 

Dual differential switch TO·l00 SF.F 150 SF.F 150M 69 Double in terrupteur differentiel 

Four channel switch TO·l00 SF.F 151 SF.F 151 M 69 Mulriplexeur 4 voies analogique 

Six channel switch (six control) TO·116 SF.F 153 E 
77 Multiplexeur 6 voies (commandes separees) TO·116 SF.F153K SF.F 153 KM 

Two MOS transistor package TO·99 SF.F 154 SF.F154M 69 Double transistor MOS 

Three MOS transistor package TO·l00 SF.F 155 SF.F155M 69 Triple transistor MOS 

2 x 3 channel switch Mp·117 SF.F 156 E 77 Multiplexeur 2 x 3 voies Mp·117 SF.F156K SF.F 156 KM 

3 x 2 channel switch Mp·117 SF.F157E 77 Multiplexeur 3 x 2 voies MP-117 SF.F 157 K SF.F 157 KM 

Eight channel multiplex switch Mp·117 SF.F 160 K SF.F 160 KT SF.F 160 KM 85 Mulriplexeur 8 voies decode 

Six channel multiplex switch TO·116 SF.Fll15KT SF.Fll15KM 93 Multiplexeur iJ six canaux TO-86 SF.Fll15PT SF.Fll15PM 

Five channel multiplex switch TO·116 SF.Fll16KT SF.F 1116 KM 93 Multiplexeur a cinq canaux TO-86 SF.F 1116 PT SF.Fll16PM 

Five channel multiplex switch with inhibit TO·116 SF.F 1117 KT SF.F 1117 KM 93 Multiplexeur a cinq canaux avec inhibition TO-86 SF.Fll17PT SF.F 1117 PM 

Six channel multiplex switch TO-116 SF.Fll18KT SF.F 1118 KM 93 Multiplexeur a six canaux TO·86 SF.Fll18PT SF.F 1118 PM 

16 



TO-116 
(CB-2) 

TO-86 
(CB-5) 

MP-117 
(CB-79) 

MOS Circuits - Switches - Transistors arrays (continued) 
Circuits MOS - Multiplexeurs - Reseaux de transistors (suite) 

I Ca~ Boirier 

Triple differential switch 
Triple interrupteur differentiel 

Dual differential switch 
Double inrerrupreur differentiel 

MOS Circuits - Dynamic registers 
Circuits MOS - Registres dynamiques 

1024 bit dynamic shift register bare drain 
output stage 
Registre dynamique 1024 bits sortie a 

drain ouvert 

1024 (2x5121 bit dynamic shift register 
bare drain output stage 
Registre dynamique 1024 (2x512J bits, 
sortie a drain ouvert 

1024 14x256) bit dynamic shift register 
bare drain output stage 
Registre dynamique 1024 14x256J bits, 
sortie a drain ouvert 

MOS Circuits - Static registers 
Circuits MOS - Registres statiques 

TO-116 
TO-86 

TO-116 
TO-86 

MP-117 

CB-148 

CB-148 

O°C, +70°C 

SF.F 31402 AK 
SF.F 31402 K 

SF.F 31403 
SF.F 31403 A 

SF.F 31404 
SF.F 31404 A 

32 bit programmable static register MP-117 SF.F 40032 K 
Registrtl srarique 32 bits programmable 

Dual 64 bit static register (push-pull output) 
1 MHz TO-99 SF.F 42064 
~s~~~~'!ff,sr;,fztatique 64 bits (sortie 

Dual 64 bit static register (push-pull output) 
1,6 MHz TO-99 SF.F 42064H 
Double IfIgistlfl st.tique 64 bits (sortie 
push-pullJ ',6 MHz 

MOS Circuits - General purpose circuits 
Circuits MOS - Circuits d'usage general 

Seven stage frequency divider 
Divi6llUr de frflquence.t sept ~tages 

111 toper : -400 C, + 85° C 

TO-116 SF.F 5002 K 
ISAJ 180 E) 

I 

II 
CB-148 TO-99 

(CB-ll) 

-25°C, +85°C 1-55u c, + 125u C 

SF.Fll19KT SF.Fll19KM 
SF.Fll19PT SF.Fll19PM 

SF.F 1122 KT SF.F 1122 KM 
SF.F 1122 PT SF.F 1122 PM 

SF.F 40032 KM 

SF.F 42064 V 111 

SF.F 42064 HVI1I 

SF.F 5002 KT 

Page 

93 

103 

249 
239 

239 
249 

239 
249 

265 

273 

273 

281 
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MP·186 
(CB-681 

MOS Circuits· General purpose circuits (continued) 
Cirr;uits MOS - Cirr;uits d'usage fIIntlral (suite) 

MP·117 
(CB-79) 

I ease 
Soid.r O"C, +70"C I -25°C, +B5°C 1-550 C, +125uC 

Mestartane gen«stor 
SynthetilBUf d'ocmV6 MP-117 SF.F 5009 

Decimal counter/seven segment display 
driver 
ComptflUr dWflmal/commsnde de 
visualisation sspt IBgmflntl 

Ten channel liquid cristal display latch 
driver 
Commandll de crista! /iqulde IJ mlmoire 
dlxcansu1t 

Oscillator-frequency divida
OlCiIlBtflUr-d;IIi'BUr de frlqUflnctI 

MP-1B6 
MP-186 

MP-186 
MP-186 

TO-99 

MOS Circuits· Read only memories 
Circuits MOS - Mtlmoires a lecture seule 

2560 bit read only memory (512x5) 
~moire mortfl2560 bits (521x5) 

2048 bit read only memory 
1512x4 or 256xS) 
Mlmoire mOTte 2048 bits 
/512x4 au 256xB) 

4096 bit read only memory 
11024x4 or 512xS) 
M4moire morte 4096 bits 
11024x4 DU 512xB) 

2560 bit read only memory 
1512x5 or 256xl0) 
MfJmoire mom 2560 bits 
/512x5 au 256x10) 

3072 bit read only memory (256x12) 
Mlmoire mo"" 3072 bits /256xI2) 

3072 bit read only memory (256x121 
Memoirs morre 3012 bits (256x 12) 

1024 bit read only memory 

MP-1B6 

Mp·186 

MP-186 

MP-186 

MP-1B6 

SF.F 5100 E 
SF.F 5100 K 

SF.F 5110 E 
SF.F 5110 K 

SF.F 70700 K 

~i!~t.:':"~~'::~~4bits MP-186 SF.F 70710 K 
/256x4 au 12BxB) 

MOS Circuits· Random BCceS memory 
Cirr;uits MOS - Mtlmoire II lecture -kriture 

1024 bit static random acces memory 
Memoirs RAM ItstiquB 1024 bits 

II) toper: -4O"C, + BOaC 

lB 

MP-I17 SF.F B0102 K 

SF.F 5100 KT 

SF.F 5201111 

SF.F 70560 KT SF.F 70560 KM 

SF.F 70611 KT SF.F 70611 KM 

SF.F 70612 KT SF.F 70612 KM 

SF.F 70660 KT SF.F 70660 KM 

SF.F 70700 KT 

SF.F 70701 KT SF.F 70701 KM 

SF.F 70710 KT 

Page 
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301 

309 

335 

343 

353 

363 

373 

381 

391 

443 



MP-117 
(CB-79) 

Complementary MOS - Memories and Registers 
MOS comptementaires - Memoires et Registres 

I Cas. 
Bairier 

Dual four stage static shift reqister 
Double registre statique quatre Mages 

MP-117 
MP-117 

Complementary MOS - Decoders and Multiplexers 
MOS complementaires - Decodeurs et Multiplexeurs 

Quadruple bilateral switch 
Quadruple mulriplexeur . demultiplexeur 

TO-116 
TO-116 

Complementary MOS - Arithmetic circuits 
MOS comptementaires - Circuits arithmetiques 

4 bit full adder with parallel carry 
Additionneur 4 bits avec report acce/ere 

Complementary MOS - Counters 
MOS comptementaires - Compteurs 

Decade counter divider 
Compteur decimal avec decodeur 

Presettable divide by N counter 
Diviseur par N programmable 

Seven stage binary counter 
Compreur binaire sept etages 

Presettable up down counter 
Compteurldecompreur prepositionnable 

111 toper -4D"C, +85°C 

MP-117 
MP-117 

MP-l17 
Mp·l17 

MP·117 
MP-117 

Mp·117 
Mp·117 

MP-117 
MP-117 

TO-116 
(CB-2) 

-25°C, +85°C 1-550 C, + 125~C 

SF.F 24015 AEVllI 
SF.F 24015 AKM 

SF.F 24016 AEVI11 
SF.F 24016 AKM 

SF.F 24008 AEVI11 
SF.F 24008 AKM 

SF.F 24017 AEVI11 
SF.F 24017 AKM 

SF.F 24018 AEVI11 
SF.F 24018 AKM 

SF.F 24024 AEVllI 
SF.F 24024 AKM 

SF.F 24029 AEVI11 
SF.F 24029 AKM 

Page 

157 

165 

133 

175 

185 

195 

211 
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TO-116 
(CB·2) 

Complementary MOS - Gates and Schmidt Triggers 
MOS complementaires - Operateurs et Triggers de Schmidt 

Dual three Input NOR gate Inverter 
Double operateur aU-NON a trois entn§e$ 
+ un inverslJUr 

Quadruple two input NOR gate 
Quadruple optirateur OU-NON a deux 
entrees 

I Case 
Boitier 

TO·116 
TO-116 

TO·116 
TO·116 

Dual four input NOR gate TO-1l6 
Doubl6 operateur aU-NON 8 qUatfe entrees TO-116 

Quadruple two input NAND gate 
Quadruple operateur ET-NON a deux 
entrees 

TO·116 
TO·116 

Dual four input NAND gate TO-116 
Double optjrat8ur ET·NON a quatfs entrees TO-116 

Triple three input NAND gate TO-116 
Triple OiMrateur ET-NON if trois entreflS TO-116 

Triple three input NOR gate TO-116 
Triple o~rateur OU-NON II trois enrmfls TO-116 

Quadruple exclusive OR gate TO·116 
Quadruple operateur OU-exclusif TO-116 

Hex power inverter Mp·117 
Sexwple inverseur de puissance Mp.117 

Hex power gate MP-117 
Sex tuple o~rateur de puissance Mp.117 

(JOC, +70°C 

Complementary MOS - Flip-flops and Monostables 
MOS complementaires . Bascules bistables et Monostables 

Dual D type flip·flop with set and reset 
capability 
Double bascule type D avec remise ~ 1 
et~ 0 

Dual JK master slave flip-flop 
Double bBscule JK maitre esclave 

III toper: -400C, +85°C 
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TO·116 
TO·116 

Mp·117 
Mp·117 

I 

MP-117 
(CB·79) 

-25°C, +85°C 1-550 C, + 125"C 

SF.F 24000 AEVlll 
SF.F 24000 AKM 

SF.F 24001 AEVlll 
SF.F 24001 AKM 

SF.F 24002 AEVlll 
SF.F 24002 AKM 

SF.F 24011 AEVlll 
SF.F 24011 AKM 

SF.F 24012 AEVlll 
SF.F 24012 AKM 

SF.f 24023 AEVlll 
SF.F 24023 AKM 

SF.F 24025 AEVlll 
SF.F 24025 AKM 

SF.F 24030 AEVllI 
SF.F 24030 AKM 

SF.F 24049 AEVlll 
SF.F 24049 AKM 

SF.F 24050 AEVlll 
SF.F 24050 AKM 

SF.F 24013 AEVlll 
SF.F 24013 AKM 

SF.F 24027 AEVll) 
SF.F 24027 AKM 

Page 

125 

125 

125 

141 

141 

141 
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223 

229 

229 

149 

203 



Interchangeability guide 
Equivalences 

SWITCHES AND MULTIPLEXERS • 
COMMUTATEURS ET MULTIPLEXEURS 

SESCOSEM NS FAIRCHILD RCA SILICONIX 

Aluminium gate SF.F 150 MM450 
2,3 and 4 channel SF.F 151 MM451 multiplexers 
MultipleXBUfs 2,3 fit 4 vaies SF.F 154 

grille aluminium SF.F 155 MM455 

Aluminium gate SF.F 153 
6 channel multiplexers 

SF.F 156 
Mu/tip/eXtlUfS 6 vaies 

grille aluminium SF.F 157 

8 decoded channel 
mUltiplexers SF.F 160 MM 3705 MM 3705 DG 501 
Multiplexeurs 8 va;es SF.F 161 
dfJcodees 

SF.F 1115 G 115 

Silicon gate multiplexers 
SF.F 1116 G 116 
SF.F 1117 G 117 

Multiplexeurs, grille silicium 
SF.F 1118 G 118 
SF.F 1122 G 122 

C/MOS 
4 channel multiplexers 

SF.F24016A CD 4016A Mult;plexeur, 4 VO;8S 

CIMOS 
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COMPLEMENTARY MOS TRANSISTORS 
MOS COMPLEMENTAIRES 

SESCOSEM 

SF.F 24000 AEV 
SF.F 24000 AKM 

SF.F 24001 AEV 
SF.F 24001 AKM 

SF.F 24002 AEV 
SF.F 24002 AKM 

SF.F 24008 AEV 
SF.F 24008 AKM 

SF.F 24011 AEV 
SF.F 24011 AKM 

SF.F 24012 AEV 

SF.F 24012 AKM 

SF.F 24013AEV 

SF.F 24013 AKM 

SF.F 24015AEV 

SF.F 24015 AKM 

SF.F 24016 AEV 
SF.F 24016 AKM 

SF.F 24017 AEV 

SF.F 24017 AKM 

SF.F 24018 AEV 
SF.F 24018 AKM 

SF.F 24023 AEV 

SF.F 24023 AKM 

SF.F 24024 AEV 

SF.F 24024 AKM 

SF.F 24025 AEV 
SF.F 24025 AKM 

SF.F 24027 AEV 
SF.F 24027 AKM 

SF.F 24029 AEV 
SF.F 24029 AKM 

SF.F 24030 AEV 

SF.F 24030 AKM 

SF.F 24049 AEV 
SF.F 24049 AKM 

SF.F 24050 AEV 
SF.F 24050 AKM 
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RCA MOTOROLA 

CD 4000 AE MC 14000 CP 
CD 4000 AD MC 14000 CL 

CD 4001 AE MC 14001 CP 
CD 4001 AD MC 14001 CL 

CD 4002 AE MC 14002 CP 
CD 4002 AD MC 14002 CL 

CD 4008 AE MC 14008 CP 
CD 4008 AD MC 14008 CL 

CD 4011 AE MC 14011 CP 

CD 4011 AD MC 14011 CL 

CD 4012 AE MC 14012 CP 

CD 4012 AD MC 14012 CL 

CD4013AE MC 14013 CP 

CD 4013AD MC14013CL 

CD 4015 AE MC 14015 CP 

CD4015AD MC 14015 CL 

CD 4016 AE MC 14016 CP 

CD 4016AD MC 14016 CL 

CD 4017 AE MC 14017 CP 

CD 4017 AD MC 14017 CL 

CD 4018 AE MC 14018 CP 
CD 4018AD MC 14018 CL 

CD 4023 AE MC 14023 CP 

CD 4023 AD MC 14023 CL 

CD 4024 AE MC 14024 CP 

CD 4024 AD MC 14024 CL 

CD 4025 AE MC 14025 CP 

CD 4025 AD MC 14025 CL 

CD 4026 AE MC 14026 CP 
CD 4026 AD MC 14026 CL 

CD 4029 AE MC 14029 CP 
CD 4029 AD MC 14029 CL 

CD 4030 AE MC 14030 CP 

CD 4030 AD MC 14030 CL 

CD 4049AE MC 14049 CP 
CD 4049 AD MC 14049 CL 

CD 4050 AE MC 14050 CP 

CD 4050 AD MC 14050 CL 



MEMORIES 
MEMO/RES 

SE.SCOSEM 

NS 

TI 

SIGNETICS 

INTERSIL 

INTEL 

MOSTEK 

MIL 

AMD 

DYNAMIC REGISTERS 
REGISTRES 0 YNAMIQUES 

256 x 4 512 x 2 

SF.F 31402 SF.F 31403 

MM 1402 A MM 1403A 

1402 1403 

MF 1402 MF 1403 

AM 1402 AM 1403 

• STATIC REGISTERS 
REGISTRES STA TIOUES 

1024 x 1 32 x 1 prog. 64 x 2 

SF.F 31404 SF.F 40032 SF.F 42064 

MM 1404A 

1404 

MF 1404 

AM 1404 
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MEMORIES 
MEMO/RES 

SESCOSEM 

NS 

TI 

SIGNETICS 

INTERSIL 

INTEL 

MOSTEK 

MIL 

AMD 

1024 

SF.F 70710 

MM 4220 
MM 5220 

TMS 2800 

N 2420 
N 2421 
N 2425 

1M 7602 

STATIC READ ONLY MEMORIES 
II1EMO/RES A LECTURE SEULE 

2048 2560 3072 

SF.F 70611 
SF.F 70560 

SF.F 70700 
SF.F 70660 

MM 4230.31 MM 4240 MM 4277.28 
MM 5230.31 MM 5240 MM 5227.28 

TMS 2600 TMS 2500 TMS 2700 

N 2513 
N 2514 

1M 7603 

1302 

STATIC RAM 
MEMO/RE 
LECTURE· 
ECR/TURE 

4096 1024 X 1 

SF.F 70612 SF.F 80102 

MM 4232 
MM 5232 

TMS 4400 

, 

N 2602 

1M 7552 

2102 

MK 2500 P 

MF 2102 

The references listed in this table for read only memories do not ensure full interchangeability in certain cases, in 
perticular as concerns : 

supply voltages 
- output options (bare drain or three state outputs) 
- number of chip selects 

Les indications figurees pour les memoires a lecture seule dans ce tableau ne permettent pas dans certains cas une interchangeabilite 
rigoureuse,aux niveaux notamment : 

- des tensions d'alimentations 
- des options en sortie (drain ouvert ou sortie 3 etats) 
- du nombre de chips sslect 
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Principal characteristics 
Caraeteristiques prineipales 

DEVICES CHARACTERISTICS 

The metal - oxide semi conductor transistor (MOST) 
is a surface field-controlled device that exhibits a 

very high input impedance, without regard to the 
magnitude and the polarity of the voltage applied 

to the input gate. 

M 0 S transistors are particularly suited for large scale 

integrated circuits, since they are individually much 
smaller than bipolar devices and are self insolated. 
Further more, due to their high input impedance, 
they can be used to achieve dynamic circuitry, which 

is less area and power consumming than classical 

static circuitry. 

A schematic of a P channel M 0 S transistor is given in 

figure 1. This is a schematic representation to be used 

for discussion of the electrical characteristics only. 

Gate 
Grille 

This P channel M 0 S transistor is built on an N type 

silicon substrate and exhibits four terminals, as follow: 

- bulk, which is a potential reference, 

- source ailO drain, which are relatively high doped 

P regions, separated by the "channel area", 

- gate which is a conducting electrode covering 

an isolating layer. 

In conventional technology, the conducting electrode 

is made of aluminium and the isolating layer of 

thermally grown silicon - dioxide. 

w 

N silicon 
Si/icium N 

I 
Bulk 
Substrat 

Fig. 1 

CARACTERIST/QUES DES ELEMENTS 

Le transistor M 0 S (metal-oxvde semi-conducteur) 

est un dispositif contrale par Ie champ applique en 

surface et pnisente une impedance d'entree tres 
(j/evee que/que soit Ie sens et I'amplitude de la tension 

de commande. 

Les transistors M 0 S sont par eux-memes beaucoup 

plus petits que les transistors bipo/aires, et ne m?cess;
tent pas de caisson d'isolement. A ce titre ils se 
pretent particulierement bien a I'integration haut 
niveau. De plus, leur impedance d'entree tres elevee 
permet la realisation de circuits dynamiques beaucoup 
plus interessants que les circuits statiques, du point 
de vue de la place occupee et de la puissance consom
mee. 

La figure 1 represente une coupe schematique d'un 
transistor M 0 S a canal P, volontairement simplifiee 
pour les besoins de la discussion. 

Ce transistor M 0 S canal P est realise sur un substrat 

de silicium N. " presente quatre electrodes: 
-Ie substrat, (volume) qui est la reference de poten

tiel, 

- la source et Ie drain, constitues de regions P rela
tivement dopees, separees par la zone du "canal"" 

- la grille, electrode conductrice, surmontant une 
couche isolante. 

Dans la technologie conventionnelle, I'electrode con
ductrice est constituee d'une couche d'aluminium, 
I'isolant d'une couche de silice thermique. 

74-5 1/9 

27 

• 



At first glance, the MOST looks like a lateral PNP 
transistor, the base of which is isolated. Without 
any potential applied on the gate electrode, such a 
transistor is off. Let a negative voltage be applied on 
the gate : from fundamental laws of electrostatics, 
negative charge would appear on the gate electrode 
and an equal amount of positive charge at the 
silicon - silicon-dioxide interf.ace, in the channel area. 

The first effect of this positive charge is to compen· 
sate the negative charge inherent to the bulk (N 
type silicon) and eventually the effect of surface 
charges located near the silicon . silicon· dioxide 
interface. 

When all the negative charges are compensated, 
minority carrier are injected. The channel is said 

to be "inverted", and acts as if was P type silicon, 
allowing a conducting layer to take place between 
the P type source and drain. 

The gate voltage necessary to produce channel 
inversion is called the threshold voltage (VTO), 
and increase when increasing the potential botween 

the source and bulk silicon. 

When the potential between source and drain is suffi· 
ciently low, the device act as a voltage controlled 
resistor. The value of this resistor is proportional to 
the inverse of the gate voltage minus the threshold 
voltage: 

Where k is a constant of the device, depending of its 
geometry and of technological parameters. 

k is usually given as : 

Where W is the width of the channel, L the lenght 
and"t is a characteristic of the technology. With present 
technologies"t is in the range of 2.5 to 3.5 /lAI V2. 

When the drain-source voltage increases, the differen

tial resistance increases and reaches a very high value 
(constant current source) whenlVDsl reaches IVG-VTI. 
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Au premier abord, Ie transistor M 0 S se presente 
donc comme un transistor PNP lateral, dont la base 
serait isolee. En I'absence de potentiel sur la grille, un 
tel transistor est bloque. Appliquons une tension nega· 
tive sur la grille: en vertu des lois de I'electrortatique 
une charge negative apparait sur la grillfl, fit une 
charge positive (egale et opposee) a I'interface silice· 
silicium, dans la region du canal. 

Cette charge positive a pour premier r61e de compenser 
la charge negative inherente au caracrere N du substrat, 
et eventuellement, I'effet des ions parasites localises 
au voisinage de I'interface. 

Lorsque toutes les charges negatives sont compensees. 
des porteurs minoritaires sont injectes. On dit que Ie 
canal est "inverse". II se comporte alors comme une 
zone conductrice de type P, disposee entre la source 
et Ie drain (diffusions Pi. 

La tension grille necessaire pour provoquer I'inversion 
du canal est dite "tension de seuil" (VTO). Cette 
tension croit lorsqu'on fait croitre la difference de 
potentiel entre la source et Ie substrat. 

Lorsque Ie potentiel entre la source et Ie drain est 
suffisamment bas. L 'eltiment se comporte comme 
une resistance commandee, dont la valeur est inverse
ment proportionnelle a la tension grille, diminuee de 
la tension de seuil: 

k est une constante de I'tiltiment, fonction de ses 
dimensions, ainsi que de la technologie utilisee. 

k est generalement donne sous la forme : 

Ou West la largeur du canal, L sa longueur, et "t une 
caracttiristique de la technologie. Dans les technolo . 
gies actuelles,"t est de I'ordrede 2,5 a 3,5 p.AIV2. 

Lorsqu'on fait croitre lad.d.p.entre source et drain, 
la resistance differentielle de I'element croit, pour 
atteindre une valeur tres elevee (source a courant 
constant) lorsque IV Dslatteint IV G - VTI. 



In an integrated circuit, the MOST is generally used as 

an inverter device and as a load device. For this purpose, 

one can use either the same type of MOST (p channel 
in our example) or the complementary type. This 

second way of doing will be introduce with the C·MOS 
family presentation (see section V). 

The characteristics curves of a particular type of MOST 
are given fig 2 and fig 3, in the two configurations: 

inverter and load. 

The characteristics curves of an inverter device are very 
similar to those of a vaccum-tube, but they are fully 
symetrical about VD and Vs and exhibit no offset 
voltage. These properties allow the use of MOST for 

bidirectional serial gates, (working as a switch), 
and serial gating (NAND-AND gates) with the loss 

in speed as the only limitation, 

Id 

4-------~~~~--------~-V 

Dans un circuit integre, on utilise generalement Ie tran

sistor M 0 S 8 la fois comme element amplificateur et 

,Hement de charge. On peut pour cela utiliser soit Ie 

mOme type de transistor (canal P dans I'exemple choisi), 

soit un transistor de type complementaire. Ce deuxieme 

cas sera traite dans !'introduction iJ la famille C-MOS 

(voir section V). 

Les figures 2 et 3 donnent fes caracteristiques d'un 

meme element en configuration amplificateur ains; 
qu'en configuration charge. 

Les caracteristiques 10 (Vo) du M 0 S amplificateur 
sant tres voisines de celles d'un tube a vide, toute
fois drain et source jouent ici un r61e symetrique, et 

il n'existe aucune tension de deport. Ces proprietes 

permettent d'utiliser Ie MOST comme porte serie 

bidirectionnelle (interrupteur) et comme operateur 

logique a structure serie (porte ET - ET NON)avec 

pour seule limitation la perte en vitesse due a ce 
genre de structure. 

Fig. 3 
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Special attention should be given to the load device 

behaviour. Due to the threshold effect. the output 

low level (the more negative level for a P channel 

device) can never reach the VGG value. but only 
a lower value equal to : 

with: 

kT is in the range of 0.4 to 1.2 depending of the 

bulk resistivity. The output low voltage is equal to 

Vsat if VGG = VOD. The load is said to be a 
"saturated load". Very often the load drain is 

connected to a separate power supply VDD < Vsat. 
The load is said to be "non·saturated". This connexion 
gives a better power speed product and better output 
signal shaping. 

CIRCUIT CHARACTERISTICS 

The basic network of non-complementary M 0 S 
circuits is the logical inverter shown fig. 4 a. Its 
transfer curve is given fig. 4 b (for a P channel circuit). 

VOO 

J 
V I .. ML 

GGo----Jl ~ 
rOut 

,oo---ll' 
fig. 4 a 

Let {3 be the ratio of MI (inverter device) W/L to 

M L (load device) t!-. the gain in the linear portion 
of the transfer curve is very close to~ 
The higher {3, the higher the output level for a given 

low input. Values of {3 from 10 to 20 are typical in 
integrated circuits. 

Output low level voltage depends on the value of VGG 
compared to VDO as given above. 
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Le comportement du MOST de charge merite une 
attention particuliere. En raison de reftet de seuil.le 
niveau de sortie a /',itat bas (Ie plus migatif pour un 

element Ii canal PI ne peut atteindre VGG, mais seula
mentune valeur plus faible (en valeur absoluel egale a: 

avec: 

AU kT vaut de 0,4 Ii 1,2 selon la resistivite du subs· 
trat employe. 
La tension de sortie a l'etat bas est egale a Vsatsi 
VGG = Vaa· On dit alors que la charge est "saturee". 

Tn}s sou vent Ie drain est re/ie a une alimentation 
separee Vaa .;; Vsat. On dit alors que la charge est 
"non saturee". Ce mode de po/ariSCItinn permet 
d'obtenir un meilleur produit, vitesse x consomma
tion ains; qu'une meilleure forme des signaux de 
sortie. 

CARACTERIST/QUES DES CIRCUITS 

La structure de base des circuits M 0 S mono canal 
est I'inverseur logique represente figure 4 a. Sa carac

ttiristique de transfert est donnee figure 4 b (cas d'un 
circuit canal Pl. 

-VO 

_Low level (more negative) 
I Niveau bas (Ie plus negatif) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

High level (more positive) 
Niveau haut (Ie plus positif) 

VOHI --+----_.",.,---

Fig. 4 b 

Soit {3 Ie rapport des geometries (!1' I du MaS signal 
au MaS de charge. Le gain dans la fartie lim}aire de la 
courbe de transfert est tres voisin de .Jil 
Le niveau de sortie, pour une tension d'entn§e basse 
donnee est d'autant plus hautque {3 est eleve, les va· 
leurs de {3 couramment utilisees sont comprises entre 
10 et 20. Le niveau de sortie Ii I'Iitat bas depend des 
valeurs relatives de Vaa et VGG ainsi qu'iI a ete vu 
plus haur. 



Most of the logical static gates can be derived from 
the basic inverter by replacing the inverter transistor 

by a serial/parallel network of M OS transistors. 

Such a network is logically equivalent to a switch 
network. Fairly complex gates can be achieved in 

such a way, with relatively few components. 

However severe limitation on speed is the compro

mise of this structure, and generally the gate number 

of inputs is relatively small. For the same reason, the 

parallel structure (OR, NOR) is preferred to the serial 

structure. 

Replacing the fixed voltage V GG by a clocked voltage 
Vcp , the static inverter gives a dynamic ratio-inverter. 

The input inversion is performed during the low * state 

of the clock and held in the output capacitance during 

the high" state ofthe clock, since the load device is off 

in that case. 

Serial gating of the output gives complete insolation 
between input and output (fig. 5). 

If {3 = 1 (or if its value is of no importance) the inver
ter is said to be "ratioless". Such an inverter performs 
the logical inversion in two stages : first the output 
is unconditionally set to logical "one" (precharge 
time") during the low" state of the precharge clock. 

• For P channel circuits; for N channel, replace "low" 
by "high" and "high" by "low". 

La plupart des portes logiques statiques peuvent etre 
deduites de I'inverseur de base en remplaqant Ie M 0 S 
amplificateur par un reseau serie/paralJele de transis
tors MOS. 

Un tel reseau est logiquement equivalent a un reseau 
de contacts. On peut realiser de cette faqon des ope
rateurs tres complexes avec une grande economie 
de composants. 

Neanmoins une telle structure limite considerablement 
la vitesse perrnise et gemjralement Ie nombre d'entree 

des operateurs est limite a quelques unites. Pour la 
meme raison on prefere I'emploi de structure paralle· 
Ie (OU, OU·NON) plut(Jt que celles des structures 
series (ET, ET-NON). 

Le schema precedent devient celui d'un inverseur 
dynamique par simple remplacement de VGG par une 
tension pulsee VI{> . Le complement logique de I'entree 
est elabore durant retat bas" de I'horloge, et memorise 
dans la capacite de sortie durant I'etat haut" puisque 
I'elt!ment de charge est bloque. 

Une porte serie disposee en sortie permet d'isoler 
compJetement la sortie de I'entree a retat bas de 
I'hor/oge (fig. 5). 

II est possible de realiser un inverseur dont les deux 
/}/ements ont la memegeometrie (ou dont la geometrie 
n'intervient pas pour determiner les niveaux logiques). 
Un tel inverseur fonctionne en deux temps: 

1) la sortie est chargee inconditionnellement II "1" 
(temps de precharge) pendant I'etat bas' de I'horloge 
de precharge . 

• Pour circuits canal P ; dans Ie cas de circuits canal N 
remplacer "haut" par "bas" et inversement. 
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When the clock returns to its high" state, the output 
discharges conditionally, depending on the state of 
the input ("sample time"), two or four phases logic 
can be implemented in this way (fig. 6). 

In 

Lorsque thorloge revient a Ntat haut", la sortie se 
decharge ou non selon ntat de I'entree (temps 
d'echantillonnage). On peut realiser de cette maniere 

des logiques dynamiques Il 2 ou 4 phases. (fig. 6). 

VI{! 

Basic ratioless inve:> 
Inverseur de base a t;;;~~ __ "" 
siston de g,jometries ega/es 

I{!Precharge 

2 phases 
2 phases 

These two types of dynamic inverters are used, with 

some modification in almost all presently available 

MOST shift registers. 

* For P channel circuits; for N channel, replace " low" 

by "high" and "high" by "low". 
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Fig.6 

In 

4 phases 
4 phases 

Ces deux types d'inverseurs dynamiques sont la base, 
Il quelques variantes pres, de la plupart des registres a 
decalages M 0 S actuellement sur Ie marchl}. 

* Pour circuits canal P; dans Ie cas de circuits canal N 
remplacer "haut" par "bas" et inversement. 



APPENDIX 

Non saturated region 

Saturated region 

Initial threshold voltage 
N Bulk concentration 
QSS = Surface state density 

Threshold voltage 
Vo = Source bulk voltage 

Gain factor (P channel) 
IIp = Holes mobility 

fox = Oxide dielectric constant 
tax = Oxide thickness 

On· resistance 

Delay time 

ANNEXE 

Region non saturee 

Region saturee 

Tension de seuil a 0 v 
N Concentration du substrat 
QSS = Densite d'etats de surface 

Tension de seuil 
Vo = Tension source substrat 

k # IlP fox .!!.- # 3. ~ (IlA/V2) Facteur de gain (canal PI 
2.tox l l IIp =Mobilite des trous 

fOX = Constante dielectrique de /'oxyde 
tox = Epaisseur d'oxyde 

Resistance de conduction 

Temps de propagation 

50/50 delay time for non saturated load inverter 
(VDD ",,-10V, VGG "" -17 V) 

Temps de propagation 50150 pour un inverseur a char· 

ge non saturee (VDD""-10V.VGG,,,,-17 VI. 

tpd+ =ti+ + k+ (CO + Cl ) 

tpd- =ti- + k- (CO + Cl ) 

k+ "" 100 ns/pF • LlW 

k- ~ 25 ns/pF • lIW 

719 
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Absolute maximum ratings 
Valeurs limites absolues 

Operating temperature range 
Tompm.",,. de fonctIDnMtmlflt 

No spacification 
S.",6plt:fficlltlDn 

T range 
G"",,,,.T 

V range 
~V 

M range 
G_",.M 

Storage temperature range 
Tempi,.",,.,, de_.". 

Plastic package (D.E) 
Boltler pltmiquo (D.E) 

D. DT. DV or E. ET. EV range 
G.",,,,. D. DT. DVau E. ET. EV 

M range 
G"",,,,.M 

Metal glass or ceramic package (K.P) 
Boltler h_tiqu. (K.P) 

P. PT. PVor K. KT. KV range 
~P. PT. PVau K. KT. KV 

PM or KM range 
G"""".PMouKM 

-25·C, + 85·C 

-55·C, +125·C 

-55·C, +150·C 

-55·C, +l50·C 

--65·C, +175·C 



Type individualization code for M.O.S circuits 
Code d'appe//ation des circuits Mo.S 

Factory orders for circuits described in this catalog includes a eight part type number as explained in the following 
example. Some parts may be omitted. 

L 'appellation commerciale des circuits decrits dans ce catalogue comprend un numero de type 8 huit caracteres comme explique 
ci-dessous. Certains caracteres peuvent btre absents. 

SF.F DDDDD DDD 
fi' - Standard 
\..:J SESCOSE ~"'!J 

0-

ndard Prefixe sta 
Marque SE SCOSEM 

Ice MOS dev 
Circuit MO S 

Family 
Famille 

f family Version 0 
Version dan sIs famille 

f type Version 0 
Version dan 

Package 
Boitier 

sle type 

1. Multiplex switch 
Multiplexeur 

2. C·MOS logic circuits 
Circuits logiques C-MOS 

3. Dynamic shift register 
Regisrre a deca/age dynamique 

4. Static shift register 
Registre a deca/age statique 

5. General use circuits 
Circuits d'usages gene raux 

7. Read only memory 
Memoire morte 

8. Random access memory 
Memoires vives 

May be omitted 
Facultatif 

2 to 4 characters 
2 a 4 caracteres 

Nothing: Metal can 
Rien Boltier metallique 

D : MINIDIP 

E : DIL plastic 
DIL plastique 

K : DIL ceramic 
DIL ceramique 

p : Flat package 
Boitier plat 

Operating 
Gammede 

temperature range 
temperature 

Nothing: DOC, + 7DoC 
Rien 

T : -25°C, + 85°C 

V : -4DoC, + 85°C 

M -55°C, +125°C 

For read only memories family extra digits are used to identify the code. See corresponding section 
Pour la famille des memoires mortes des caracteres supp!ementaires sont utilises pour identifier Ie code. Se repor . 
lJ la section correspondante 

-

919 
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AND GATE 
OPERATEUR ET 

NAND GATE 
OPERATEUR ET·NON 

OR GATE 
OPERA TEUR OU 

NOR GATE 
OPERA TEUR OU·NON 

AMPLIFIER 
POWER GATE 
AMPLIFICATEUR 
OPERA TEUR DE PUISSANCE 

INVERTER 
INVERSEUR 

AND-OR-INVERT GATE 
OPERATEUR ET·OU·NON 

EXPANDABLE 
AND-OR-INVERT GATE 
OPERATEUR ET·OU-NON 
EXPANSIBLE 

S b I' t' {IEC 117-15 ym 0 Iza Ion according NFC 03-108 

S b r t· {CEI 117-15 ym Ollsa Ion suivant NFC 03-108 

Formerly symbolization Newly sym bolization 
AnciennB symbo/isstion NouveJle symboli$lltion 

=D- =0-

=D- ~ 

=D- =EJ-

=L>- ===§}-

-{>- --G-

-{>- ---8-

& 

E 
;;'1 

E 

& 
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EXAMPLES 
EXEMPLES 

SF.C 472 

1/2 SF.C 474 

SF.C 

RO(1) 

RO(2) 

R9(1) 

R9(2) 
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'fA 

K 

J1 

J2 

J3 
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'f 
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K1 

K2 

K3 

R1 

D1 

T1 
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Symbols Symbo/es 

MOS integrated circuits Circuits int6gres MOS 

Clock input capacitance CB4> Capaci~ de I'entree d'horloge 

Drain-substrate capacitance COB Capaci~ drain-substrat 

Drain-case capacitance CDC Capaci~ drain-boTtier 

Drain-source capacitance CDS Capaci~ drain-source 

Gate-substrate (input) capacitance CGB Capaci~ (d'entree) grille-substrat 

Gate-drain capacitance CGO Capaci~ grille-drain 

Gate-output capacitance CGO Capaci~ grille-sortie 

Gate-source capacitance CGS Capacittl grille-source 

I nput capacitance CI Capaci~ d'entree 

I nput-substrate capacitance CIB Capaci~ d'entree-substrat 

Load capacitance Cl Capaci~ de charge 

Logic input capacitance CllB Capaci~ d'entree logique 

Output-substrate capacitance COB Capaci~ de sortie-substrat 

Source-substrate capacitance CSB Capaci~ source-substrat 

Source-case capacitance Csc Capaci~ source-boTtier 

Reverse transfer capacitance C12ss Capaci~ de transfert inverse 

Clock frequency f FrtJquence d'horloge 

Maximum clock frequency f max FrtJquence maximale d'hor/oge 

Drain current 10 Courant de drain 

V DO power supply current per package 100 Courant de I'alimentation V DD par boTtier 

Quiescent device current 10l Courant d'alimentation au Tf1{JOS 

Output drive current, N channel IdN Courant de sortie, canal N 

Drain leakage current 10(off) Courant de drain au blocage 
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Output drive current, P channel IdP Courant de sortie, canal P 

Drain current at V GS = lOSS Courant de drain pour V GS 

V GG power supply current per package IGG Courant d'alimentation V GG par boirier 

Pull-up current IG on Courant MOS de charge 

Gate leakage current IGSB Courant de fuite grille-substrat 

Gate leakage current at V DS = IGSS Courant de fuite de grille a VOS = 

Input current II Courant d'entree 

Input current at VIH IIH Courant d'entree a VIH 

Input current at VI L IlL Courant d'entree a V/L 

I inputl leakage current IISB Courant de fuite lentree)-substrat 

Logic input leakage current IL ISB Courant de fuite entree logique-substrat 

Output leakage current ILO Courant de fuite de sortie 

Output current 10 Courant de sortie 

Output current at VOH 10H Courant de sortie a V OH 

Maximum output disable current 10HZ Courant maximal de sortie a !'etat haute impe-

dance 

Output current at VOL 10L Courant de sortie a VOL 

Short·circuit output current lOS Courant de sortie en cDurt-circuit 

Output leakage current 10SB Courant de fuite sortie·substrat 

PUll-Up current Ip Courant de MOS de charge 

Source current IS Courant de source 

Source leakage current IS(ott) Courant de source au blocage 

V SS power supply current ISS Courant de I'alimentation V SS 
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Clock input leakage current 

Quiescent device dissipation/package 

Power dissipation 

Gate-source (input) resistance 

Dynamic input resistance at V 1H 

Dynamic input resistance at V I L 

Drain-source leakage resistance 

On drain-source resistance 

Access time 

Ambient temperature 

Address to write set-up time 

Chip inhibit time 

Chip enable to output time 

Chip select time 

Data hold time 

Read set-up time 

Clock rise time 

Clock fall time 

Hold time 

Junction temperature 

Previous read data valid with respect to address 

IS</> B 

rOS(off) 

rOS(on) 

tA 

tamb 

Tamb 

t(A-W)set 

tel 

teo 

tes 

to hold 

tOset 

thold 

tj = t(yj) 

Tj = T(yj) 

toH 

Courant de fuite horloge-substrat 

Puissance dissipee par baitier au repos 

Puissance dissipee 

Resistance (d'enrn}e) grille-source 

Resistance dynamique d'ent",e a VIH 

Resistance dynamique d'ent",e a V/L 

Resistance drain-source au b/ocage 

Resistance drain-source a i',Uat passant 

Temps d'acces 

Temperature ambiante 

Temps de preetablissement de I'adresse par 

rapport a I'ecriture 

Temps de mise en inhibition 

Temps de levee d'inhibition 

Temps de levee d'inhibition 

Temps de maintien de f'information 

Temps de preetablissement de la lecture 

Temps de mon tee de I'horloge 

Temps de descente de I'horloge 

Temps de maintien 

Temperature de ionction 

Temps de validite de I'information precedente par 
rapport aux adresses 
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Operating temperature 

Propagation delay time (input signal to output 

signal) 

Propagation delay time high to low level output 

Propagation delay time low to high level output 

Read cycle time 

Read set-up time 

Clock rise time 

I nput set-up time 

Storage temperature 

Transition time high to low level 

Transition time low to high level 

Pulse width 

Write cycle time 

Chip enable to write set-up time 

Write pulse width 

Clock pulse width 

Substrate voltage 

Drain-source breakdown voltage 

Drain-source breakdown voltage, with V GS = 0 

and 10 specified 
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toper 

Toper 

tRC 

tRS 

tr</> 

tset-up 

tstg 
Tstg 

tTHL 

tTLH 

tw 

twc 

tws 

V(BR)DSB 

V(BR)DSS 

Temperature de fonctionnement 

Temps de propagation (entree signal a sortie 

signa/) 

Temps de propagation a la decroissance du signal 

de sortie 

Temps de propagation a la croissance du signal 

de sortie 

Temps de cycle de lecture 

Temps de preetablissement de la lecture 

Temps de montee de I'horloge 

Temps de preetablissement 

Temperature de stockage 

Temps de transition a la decroissance 

Temps de transition a la croissance 

Largeur d'impulsion 

Temps de cycle d'ecriture 

Temps de preetablissement de I'inhibition par 

rapport a I'ecriture 

Largeur de I'impu/sion d'ecriture 

Largeur d'impulsion d'horloge 

Tension de substrat 

Tension de claquage drain-source 

Tension de claquage drain-source, avec V GS = 0 

et I D specifie 



Gate-source breakdown voltage V(BR)GSB Tension de c/aquage grille-source 

Pull up-source breakdown voltage V(BR)PSB Tension de claquage de MaS de charge 

Source-drain breakdown voltage V(BR)SDB Tension de c/aquage source-drain 

(DC) supply voltage Tension d'alimentation (continue) 

Drain power supply voltage VDg'°te 1) Tension d'alimentation drain 

Drain-source voltage Tension drain-source 

Gate-case voltage Tension grille-boitier 

Gate power supply voltage Tension d'alimentation de grille 

Gate to source voltage Tension grille-source 

Gate-source threshold voltage VGS(TO) Tension de seuil grille-source 

I nput voltage Tension d'entree 

Noise immunity voltage Tension d'immunite au bruit 

High level noise immunity voltage Tension d'immunite au bruit a retat haut 

Low level noise immunity voltage Tension d'immunite au bruit a retat bas 

Output voltage Tension de sortie 

High level output voltage Tension de sortie a retat haut 

Low level output voltage Tension de sortie a rfitat bas 

Pull up-substrate voltage Tension MaS de charge-substrat 

Pull up-drain voltage Tension MaS de charge-drain 

Pull up-source voltage Tension MaS de charge-source 

Source to substrate voltage Tension source-substrat 

Notel: Supply voltage VDD-VSS is negative for P-MOS circuits and positive for C-MOS circuits. 
La tension d'alimentation V DD-VSS est negative pour les circuits a canal P, positive pour les circuits C-MOS. 
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Source power supply voltage VSS Tension d'alimentat;on de la source 

N channel threshold voltage V(TO)N Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage V(TO)P Tension de seuil du canal P 

High level clock voltage VHrp Tension d'horloge a /"itat haut 

Low level clock voltage VLrp Tension d'hor/oge a /,/itat bas 

Forward admittance Y21s Admittance de transfert direct 
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Guidelines for use of P channel 
logic MOS integrated circuits 
Regles d'emploi des circuits integres 
logiques MOS canal P 
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Guidelines for use of P channel logic MOS 
integrated circuits 
Regles demploi des circuits integn3s logiques MOS canal P 

M 0 S CIRCUITS COMPATIBILITY 

- TTL characteristics 

VIHmin =2 V 

VILmax =0,8 V 

VOHmin=2,4 V 

VOLmax=O,4 V 

V ee ~~~:::~':n ":':~luum = 7 V 

V I ~~~:::~':n ":.~~~"luum = 5,5 V 

COMPATlBILlTE DES CIRCUITS M 0 S 

- Caracteristiques TTL 

IIH .;; 4OI1A at V IH =2,4 V 
a 

IlL ;;.-1,6 rnA at V IL =0,4 V 
a 

IOH ';;-0,8 rnA at VOH =2,4V 
a 

IOL ;;. 16mA at VOL =0,4 V a 

- Input interface - Interface d'entree 

o Directly compatible circuits 0 Circuits directement compatibles 

M 0 S devices require only negligible De input current 
so the current available from the TTL output is of no 

interest for steady state conditions. VOL is perfectly 
compatible with the MOS. 

VOH is approximatively 1,5 V (two VSE drops) below 
Vee and the noise margin may be insufficient for MOS. 
I n this case a pull·up resistor to Vee as shown in figure 1 

assure a satisfactory level for MOS. 

Les circuits M 0 S sont caracterises par un courant 
d'entree negligeable. Les conditions de courant de la 
sortie du TTL n'ont doncaucune incidence sur Ie point 
de repos. Le niveau VOL est parfaitement compatible 
pour un circuit MOS. 

Le niveau VOH est approximativement 1,5 V (2 
coudes VBE) en dessous du VCC et la marge de bruit 
peut etre insuffisante pour Ie circuit MOS. Dans ce 
cas une resistance de tirage comme indiqutie sur /a 

figure 1 assure un niveau satisfaisant pour Ie circuit 

MOS. 

9-~~------~---------,----~VSS 

R 

TTL 

Fig. 1 

This resistor or its equivalent is sometimes on the chip 
of the M 0 S circuit. It is the case for following de
vices: 

SF.F 70560 

1 
M S 

Cette resistance ou son equivalent sont quelquefois 
integres sur Ie circuit M 0 S lui-meme. C'est Ie cas 
pour /es circuits suivants : 

SF.F 70660 

SF.F 70611 
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• Non directly compatible circuits 

F'or circuits, non directly compatible with TTL it is 

not possible to tie together VCc(TTL)andVss(M OS). 
In fact the step at the TTL output is (with no current) 
3,1 V (3,5 V . 0,4 V) and the step at the M 0 S input 
must be 6 V (7 V . 1 V). 

For this reason VSS is pulled up to +10 V and a resis· 
tor is pulled from TTL output to VSS (figure 2). 

In this case TTL output voltage must be guaranteed at 

10 V minimum. 

The R value depends on TTL 10L, power dissipation 

and speed requirements (constant time RCin). 

+5 V Vce 

• Circuits non directement compatibles 

Pour les circuits non directement compatibles,;1 n'est 
pas possible de reunir Vee (TTL) et Vss (M 0 S). 

En effet, I'excursion (sans debit de courant) de la 

sortie du TTL est 3, 1 V(3,5 V· 0,4 VI etl'p"curtion il 

I'entree du circuit M 0 S doit etre 6 V (7 V· 1 VI. 

Pour cette raison VSS est place a +10 Vet une resis· 

tance de tirage connectee entre la sortie du TTL et VSS 

(figure 21. 

Dans ce cas, la tenueen tension de lasortie du TTL doit 
etre garantie a + 10 V minimum. 

La valeur de R depend du courant IOL du TTL, et des 

conditions de puissance et de vitesse (constante de 
temps Rein). 

,.---------0+ 10 V 
VSS 

R 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fig.2 M OS 

• Output interface 

• Output structures 

Four basic kinds of output structures are used in M 0 S 

devices. 

- Bare drain 

- Internal resistor pull-down 

- M 0 S load pull·down 

- Push·pull and three state push·pull 

• Interface de sortie 

• Structures des sorties 

4 structures de base sont utilisees pour les sorties des 
circuits M 0 S. 

- Drain ouvert 
- Resistance interne de tirage 
- M 0 S de charge de tirage 

- Push'pull et push·pull trois etats. 

JVss JVSS jVss 

~L ~o~:r.ut o---Jt~ ~':;"' o.-Jj-- ~~:r."' 
VDD vGGr1VDD 

Fig.3 
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• Bare drain 

The bare drain output is the simplest output and requi

re an external pull-down resistor. 

The external resistor is chosen to sink the 1,6 rnA re

quired by low level TTL input_ 

• Drain ouvert 

La sortie drain ouvert est la plus simple et necessite 
une resistance de tirage exterieure. 

Cette resistance est choisie pour absorber Ie courant a 
i'etat bas de i'entree du TTL soit 1,6 rnA 

R =3,3 kl1 to -5 V 
a 

3,3 kl1 

TTL gate 
Operateur TTL 

Fig.4 -5 V 

"ON" bare drain device represents approximatively 

1 kl1 and high level TTL input is # 2,7 V. 

.1 nternal resistor or M 0 S load pull-down 

To sink 1,6 mA required by low level TTL input, in
ternal resistor or MaS load are generally no suffi

cient. An external pull-down resistor must be used. Its 
value depends on internal resistor or M 0 S load value. 

In figure 5, the internal resistor is 20 kl1, the external 
value of R is 4 kl1. 
(The two resistors are equivalent to 3,3 kill. 

VDD -5 V 

Output 
Sortie 

Fig. 5 -5V 

Quand Ie M 0 S a drain ouvert est conducteur, if re
presente approximativement 1 kl1 et Ie niveau "1" a 
i'entree du TTL est # 2.7 v . 

• ' Resistance au M 0 S de charge interne 

Pour absorber Ie courant a i'etat bas de i'entree du 
TTL 11,6 rnA) la resistance interne au Ie M 0 S de 
charge sont generalement insuffisants. Une resistance 
de tirage exterieure est necessaire. Sa valeur depend 
de la valeur de la resistance interne au du M 0 S de 
charge. 
Dans la figure 5, la resistance interne est de 20 kl1 
et la resistance externe de 4 kn. 
ILes deux resistances sont equivalentes a 3,3 kl1) . 

1,6mA 

3/5 
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• Push-pull 

I n push-pull configuration the gates of the two output 
devices are driven from complementary signals such 

that only one device is "on" at a time as shown in 
figure 6. 

Chip enable 
Inhibition 

The M 0 S tied to VDD sink 1,6 rnA required by low 

level TTL input. 

• Clock interface 

In order to obtain optimum performance from any 

M 0 S devices, they must be provided with clocks signals 

of the proper amplitude, shape and timing. This section 

will present simple driver schemes suitable for use with 

M 0 S devices. 

• Push-pull 

Dans /a configuration push-pull, les grilles des M 0 S 
de sorties sont commandees par deux signaux comple
mentes. Ainsi un seul transistor a la fois conduit 
(figure 6). 

& 

TTL - DTL gate 
O~rateur TTL - 0 TL 

Le M 0 S connecte a VDD absorbe Ie courant d'entree 
du TTL a r,Jtat bas (1,6 mA)_ 

• Interface d'horloge 

En vue d'obtenir les performances optimales des cir

cuits M 0 S, certains d'entre eux doivent etre pilotes 

par des hor/oges d'amplitude, de largeur et de forme 

donnees. Ce paragraphe donne quelques schemas uti

lisables pour Ie pilotage des circuits MOS. 

180n r 
Fig. 7 -VI 

Experimental performances 
Performances exptJrimentales 

V2 =+5V Vl =-10V 

1t =60 ns tr =80 ns CL = 1000 pF 
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r-__ ~+15~V ________________ -oVSS 

b-..... --r:=}-+--+------{: 2N 2907 
100 SJ 

2N 2907 

1,2 kSJ 

Fig.8 

.--------[ 2N 2907 

-VI r 
Experimental performances 
Performances experimentales 

-VI =-10 V 
!t=80ns t r =50ns CL=1000pF 

Clock high level is the more positive voltage near VSS. Le niveau haut de I'horloge est Ie niveau Ie plus positif 
voisin de VSS. 

ADVICE FOR USE CONSEILS D'UTILlSATlON 

SESCOSEM M 0 S circuits are input protected against Les circuits M 0 S SESCOSEM ont leurs entrees 
static charge damage. However following rules should protegees contre les risques de deteriorisation par 
be observed: charge statique. 1/ est toutefois conseil/e d'observer 

les regles suivantes : 
- Avoid unnecessary device handling and put it in 

last place on the equipments 

- Use low voltage welders 

- Connect carefully soldering and testing equipments 
to ground 

- Avoid nylon smocks wearing for operators. 

- Eviter toute manipulation inutile des dispositifs 
et les monter en dernier lieu sur /es equipements 
destines ales recevoir 

- Utiliser pour Ie cablage un fer II souder, basse 
tension 

- Mettre soigneusement II la masse Ie chassis des 
t!quipements de test ainsi que les pannes des fers II 

souder 
- Eviter Ie port de blouse en nylon par les operateurs. 
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Analog switching 
Commutateurs ana/ogiques 
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Analog switches 
Commutateurs ana/ogiques 

INTRODUCTION 

MOS transistors exhibit several characteristics tha~ 
make them very well suited for analog signal commu
tation, as well in low level range than relatively high 
(± 10 V with SF.F 150 family). 

Summary of these characteristics can be made as 
follows: 

- power dissipation is essentially zero in most 

applications. No DC power is consumed in the 
control gate, and practically no signal power is 
dissipated in the switch, 

- offset voltage is zero in a well-clesigned switch, 

- resistance is reasonably low when the channel 

is conducting, 

- resistance of an off channel is practically open 
circuit (Roff is on the order of 1010 to 1012 n), 

- analog signals are well isolated from switch 
control signal. 

For all these reasons, and due to the ease of 
making them as monolithic multichannel switch, 
eventually with their own control logic circuitry, 
MOS analog switch, are going to be very widely 
used in numerous applications, as data acquisition 

and transmission, telemetry and multiplexing. 

P-MOS INTEGRATED ANALOG SWITCH 
OPERATION 

MOS analog switches generally provide four or more 
channels in a monolithic chip (4 for SF.F 150 
family, 6 for SF.F 153, 8 for SF.F 160). 

Each channel is made with a MOS transistor, and 
all these MOST have their substrate in common. 
Note that this substrate is generally connected to the 
metal can (if any). 

Each MOST has separate input and gate electrodes, 
but the output electrodes may be paired, connected 
to a common output pin on the package (multiplexer) 
or connected to separated output pins on the package 
(see following data sheet). 

INTROOUCTION 

Les caracteristiques du transistor MOS en font un 
,Hement paniculierement bien adapte Ii la commuta· 
tion analogique, aussi bien pour des signaux de 
faible amplitude que pour des signaux d'amplitude 
relativement elevee (± 10 V avec la serie SF.F 150). 

En resume, ces caracteristiques sont les suivantes : 

puissance dissipee negligeable dans la plupart 
des applications : la grille de commande ne consom
me rien en continu et il n'y a pratiquement aucune 
dissipation dans Ie commutateur lui-meme, 

· tension de decalage nulle pour un commutateur 
bien COnt;U, 

· resistance du canal Ii I'etat passant relativement 
faible, 

· Ii I'etat bloque, Ie canal peut {}tre pratiquement 
assimile Ii un circuit ouvert (ordre de grandeur de 
Roft = 1010 n Ii 1011 n), 

· les signaux analogiques sont bien isoles du signal 
de commande. 

1/ faut noter de plus la possibi/ite de construire avec 
des transistors MOS des commutatEUrs multicanaux 
monolithiques, comprenanteventuellement leur propre 
log;que de commande. Pour routes ces raisons, les 
commutateurs analogiques MOS prennent une impor' 
tance croissante dans de nombreuses applications telles 
que transmission et acquisition de donnees, telemetrie 
et multiplexage. 

UTlLlSA TlON DES COMMUTATEURS 
ANALOGIQUES MOS CANAL PINTEGRES 

Les commutateurs analogiques MOS component sur 
un circuit monolithique quatre canaux ou plus 
(4 pour Ie SF.F 150, 6 pour Ie SF.F 153,8 pour Ie 
SF.F 160). 

Chaque canal est constitue d'un transistor MOS, et 
ces transistors ont un substrat commun. Dans Ie cas 
d'un boWer metallique, Ie substrat est generalement 
relie Ii celui-ci. 

Chaque transistor possllde des electrodes de grille et 
d'entrt!e separees, les electrodes de sortie peuvent 
etre connectt!es 2 par 2, reliees ensemble (multiple
xeur) ou possllder des broches difterentes sur Ie 
boWer (voir notices). 
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From a practical point of view, MOST are bilaterally 
symetrical. The drain (or source) can be either the 
input or output. In most analog switching applications, 
the signal contains AC components, so the direction 
of current flow frequently alternates. 

Operating voltages in a typical switch are illustrated 
below 

Dans Ie transistor MOS, drain et source sont equi
valents. Chacune de ces broches peut done etre 
soit une entree, soit une sortie. Dans la plupart 
des applications, Ie signal II commuter possilde une 
composante alternative, de sorte que Ie courant 
change de sens frequemment. 

Les tensions de fonctionnement d'un commutateur 
sont iIIustrees par la figure suivante. 

+ 1 0 V Substrate r Substrst 

Data input 
Ent'" du signal o--------Ic:::JI---------,j 1 
H'V<V,<+"V) 1 o Data output 

Sortie 

Switch control 
Commands du commutsttlUr 
Off =+10 V 
8loqu~ 

On =-20V 
P.".nt 

The indicated values are those that would be used 
at an analog signal range of ± 10 V with a SF.F 150 
circuit. 

In a more general case, the following rules apply : 

1 Substrate bias Vbulk must be equal or be more 
positive than the most positive excursion of the 
analog signal. This bias must be maintened at all 
time, so is taken from a DC supply, 

2 To turn the switch ON, the voltage applied to 
the gate should be at least 10 V more negative 
than the most negative excursion of the analog 
signal, 

3 To ensure that the switch turns off fully, VGG 
should be as positive as Vbulk. making VGB = O. 

The first rule must be followed to keep all the p - n 
junction reverse biased. If not, the performance 
would be very poor, signal may be clamped, and 
the device is likely to be destroyed. 

Rules 2 and 3 may be easily understood from 
equations giving the threshold voltage and the ON 
resistance (see MOS II, page 7). 
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Les valeurs indiquees sont celles utilisees pour com
muter des signaux dans la gamme ± 10 V avec un 
SF.F 150. 

Dans Ie cas general, les regles d'emploi sont les 
suivantes : 

1 La tension de substrat Vbulk doit etre supe
rieure ou egale II la tension la plus positive du 
signal analogique. Cette polarisation doit etre appli
quee constamment ce qui exige I'utilisation d'une 
alimentation continue, 

2 Pour rendre Ie commutateur passant, la tension 
grille II appliquer doit etre inferieure d'au moins 
10 V II la tension la plus negative du signal analogi
que, 

3 Pour bloquer complet:ement Ie commutateur , 
il faut appliquer une tension grille egale II la tension 
de substrat, de fBfon /I avoir VGB =0. 

La regie 1 doit 'tre suivie afin de polariser toutes 
les jonctions p - n (jonctions drain-substrat et 
source substrat) en inversa. Dans Ie cas contraire, 
les performances se degradent, Ie signal paut erre 
tkrlte et Ie circuit risque d'itre detroit. 

Les regles 2 et 3 se dtiduisent facilement des 
equations donnant la tension de seuil et la resistance 
/I I'etat passant (cf MOS II, page 7). 



As far as Ron is concerned, the worst case corres
pond to input signal more negative value. With 
± 10 V signal swing and -20 V on the control gate 
Ron could be 5 times higher at VI = -10 V than 
at VI = 10 V. 

The worst case for Roff correspond to the more 
positive value of input signal, as the threshold 
voltage is at its minimum value in this condition. 
In order to handle large signal swing it is necessa
ry to achieve very low threshold voltage, hence 
the control gate voltage must be kept very close to 
the substrate voltage to get a good isolation between 
source and drain. 

Both Ron and Roff vary with operating temperature. 
Ron increase slowly with temperature, since high 
temperature reduce the mobility of majority carrier. 
An order of magnitude of this variation is given in 
the following chart. 

tamb (OC) -55 

Ron 0,6 

The only significant DC contribution to Roff is 
leakage current. Typical channel leakage is in the or· 
der of 100 pA @ 25°C for SF.F 150 family. It rises 
more rapidly than Ron with increasing temperature, 
approximately doubling every 10° C rise in temperatu· 
reo 

GATE INPUT IMPEDANCE 

As gate input impedance is very high (> 109 n typ 
at 25°C), breakdown of gate oxide may occur be
cause static charge accumulation. Therefore, gates are 
protected by field controlled zener diodes connected 
between gate and bulk. Nethertheless, protecting 
diodes can dissipate only a few mA in zener region, 
hence when high spurious voltage may occur, it is 
convenient to introduce a serial resistor iri gate cir· 
cuit close to the device in order to limit zener current. 
This resistor cannot disturb device operation because 
of the very high gate input impedance. 

0 

0,85 

Quand on considllre la valeur de Ron, Ie pire cas 
correspond iI la valeur la plus n~tive du signal 
d'enrree. Avec une tension grille de -20 V, si Ie 
signal d'entree varie de + 10 Vii -10 V, la variation 
relative de Ron est de 1 II 5. 

En ce qui concerne Roff, Ie pire cas correspond II 
la valeur la plus positive du signal d'entree : en 
eftet dans ce cas la valeur absolue de la tension de 

seuil est minimale. Afin de pouvoir travailler sur des 
signaux de grande amplitude, il est necessaire d'avoir 
une tension de seuil trlls faible. Si ron veut un bon 
isolement entre source et drain, il faudra donc 
maintenir la tension grille trlls proche de la tension 
substrat. 

Ron et Roft varient tous deux avec la temperature. 
Ron augmente peu avec la temperature, cette varia· 
tion est due II la diminution de la mobilite des 
porteurs majoritaires quand la temperature augmen· 
te. Le tableau suivant donne ronke de grandeur 
de la variation relative de R 0'" 

25 70 125 

1 1,2 1,45 

En continu, Roff est uniquement determine par les 
couranrs de fuite. Le courant de fuite typique du 
canal est de rordre de 100 pA II 25°C pour la slirie 
SF.F 150. Ce courant augmente avec la temperature, 
sa valeur double Ii peu pres pour une elevation de 
temperature de 10 ° C. 

IMPEDANCE D'ENTREE DE LA GRILLE 

Cetteimpedanceesttn.selevee r> 109 n typ Ii 25°C J, 
et iI y a risque de claquage de roxyde de grille par 
suite d'une accumulation de charges statiques. C'est 
pourquui les grilles sont protegees par des diodes 
zener Ii champ contrlJle connectees entre grille et 
substrar. Toutefois ces diodes ne peuvent supporter 
que quelques mA en courant de zener. Dans les mon
tages ou peuvent apparaitre des tensions parasites 
importanres sur la grille, iI convient d'incorporer pres 
du circuit une resistance en slirie avec la grille. Cerre 
rtJsistance ne peut pas perfurber Ie fonctionnement du 
circuit du fait de la tn.s grande implidance d'entree de 
lagrille. 
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SWITCHING SPEED 

It is well known that switching speed of MOS 
integrated circuit is limited by RC constants. In the 
particular case of analog switch, the most important 
compromise concerns accuracy versus speed. 

From a OC point of view, accuracy depends on the 
ratio of loed impedance to Ron, but during commuta
tion, coupling capacitance between control gate and 
input or output must be accounted for. Effect of 

transients should ba estimated in each case, and may 
often ba reduced by simple technics. 

Let us consider for example a low level amplifier, with 
a shunt chopper input. Let R ba the source resistance, 
and E the control signal amplitude, transient voltage 
at each commutation is given by 

VITESSE DE COMMUTATION 

11 est biflfl connu que la vitesse de commutation des 
circuits intlgnls MOS est limitee par des constantes 
RC. Dans Ie cas particulier de la commutation analo
gique, if existe un compromis entre I. pnlcision lit I. 
wt_ 
En continu la pnlcision depend du rapport fIfItre la 
nlsistance de charge et Ron, mais pendant la commu
tation, la capacittl de couplage grilltHIntllle ou grille
sortie doit Itre prise en compte. L 'eftet des transi
tions doit I!tre examitll dens chaque cas et peut sou
vent Itre nlduit au moyen de techniques simples. 

Considerons par example un amplificateur bas niveau 
possidant en entllle un dtJcoupeur parallele. Soit R 
la nlsistanca de la source lit E ramplitude du signal 
de commande. 

A chaque commutation apparait une pointe de ten

sion dont la valeur est donnee par 

u'" E . CGO 
CI 

The mean value (offset voltage) is given by La valeurmoyenne (tension de deport) estdonnt1epar: 

U '" E. CGO. R. f 
where f is control signal repetition rate. oil f est la fnlquence de nlpetition du signal de 

commande. 

CONCLUSION 

I ntegrated MOST switching circuits make excellent 
analog commutators .They can handle very low and 
fairly high signal as well_ Channel switching can be 
controlled in the MHz range when conventional bipo
lar driversareused. All MOS monolithic multiplexers 
(control circuitry included on chip) are available too, 
(SF.F 160) and can ba used for signal in the range of 
±5 V with commutation rate ofa few hundred of kHz. 
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CONCLUSION 

Les circuits inttlgnls MOS destines" la commutation 
nlalisent d'excellents commutateurs analogiques. lis 
peuvent operer aussi biflfl sur des signaux de relative
ment de grande amplitude (± 10 V) que sur de petits 
signaux. La fnlquence de commutation peut I!tre de 
rordre du MHz avec les circuits de commande 
bipolaires usuels. Das multiplexeurs intlgres compor
tant leur propre circuit de commande monolithlque 
(cf SF.F ·160) sont .'ament disponibles. Ces circuits 
peuvent commuter des signaux dens la gamme ± 5 V 
1\ une fnlqUfIfICB de quelques centaines de kHz. 



C-MOS technology improves a certain number of 
characteristics of analog switchs (see section V and 
SF.F 24016 A quad analog gate specification). 

SOME APPLICATIONS 

Certaines caracteristiques peuvent etre encore amt!liorees 
par remp/oi de /a techn%gie MOS compiementaires 

(voir section V ains; que la specification du circuit 
SF.F 24016 AJ. 

~X~MPL~S D'APPLICA TlONS 

Sample and hold 
Echantillonnage et miJmorisation 

_____ ------.,~+t> ~l ----.<0 O~-----'li[----- T ~ 

'0J[ 
Note: Offset because of switching 

D4port continu dO a la commutation 

Multiplexing 
Multiplexage 

SF.F 151 

Demultiplexing 
Demultiplexage 

SF.F 151 

r--------------------, 
r-----------+--OVOI 

r----+~--r_+-_oV04 

-----~- -- -- _ ... 
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SERIES·PARALLEL CHOPPER (LOW DIRECT VOLTAGE AMPLIFICATION) 
DECOUPEUR SERIE·PARALLELE (AMPLIFICATION DE TENSIONS CONTINUES FAIBLES) 

H 

lJUU1J 

MODULATION· DEMODULATION 
MODULA TlON . DEMODULA TION 

SF.F 150 

r-----------., 

~-----
-V 

SF.F 150 

r------------, 

1..---- ____ I 



MOS TRANSISTOR P CHANNEL, ENHANCEMENT TYPE 
TRANSISTOR MOS, TYPE A ENRICHISSEMENT CANAL P 

* SFF 104 

LF and operational amplifiers 
Amplificateurs 8F et optjrationnels 

Analog and video switches 
Interrupteurs ana/ogiques et video 

The gate is protected from static charges build up by 
the incorporation of zener diode protective devices 
connected, between the gate input and device bulk. 

La grille est protegee con tre les charges electriques statiques 
par I'incorporation d'une diode zener connectee entre la 

grille et Ie substrat. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Plot 
ImW I 

600 

40 a 

200 

a 

l\ 
/1\ 
i~ ~ 

50 100 

G 

s 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Drain to source voltage 
Tension drain-source 

Gate to source voltage 
Tension grille-source 

--

Gate to case voltage 
Tension grille-baitier 

Drain current 
Courant de drain 

tease = 25°C 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 

tamb = 25°C 

Junction temperature max. 
Temp~rature de jonction 

Storage temperature min. 
Temperature de stockage max. 

* Preferred dev ice 
Disp'ositif recommande 

1010 n typo 

1 mS min. 

20 ns typo 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
Baitier Voir dessin cote CB·4 dernieres pages 

Weight: 0,7 g. 
Masse 

VOS 

VGS 

VGC 

10 

P tot (1) 

P tot (2) 

tj 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Electrodes OSG are isolated to case. 
B connection is connected to case. 
Les electrodes DSG sont isoMes du baitier. 
La connexion 8 est reliee au boitier. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

VSS -25 V 

VSS +0,3 V 
VSS -25 V 

VSS +0,3 V 
VSS -25 V 

50 mA 

200' mW 

-
600 mW 

i 125 °C 

-65 °C 
+150 °C 
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SF.F 104 * 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

Threshold voltage 
Tension de seujl 

On resistance 
Resistance de conduction 

I nput res istance 
Resistance d'entree 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Drain-source breakdown voltage 
Tension de claquage drain-source 

Drain current at V GS = 0 
Courant drain pour V GS = 0 

Forward adm ittance 
Admittance de transfert direct 

Reverse transfer capacitance 
Capacite de transfert inverse 

Source-case capacitance 
Capacite source-boitier 

Drai n-case capacitance 
Capacite drain-boitier 

Turn-on time 
Temps total d'etablissement 

* Pulsed 
Impulsions 
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tp =200 I1S o ,.;; 1 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VOS = VGS 
10 = - 1O I1A 

VGS = -15V 

10 =-1 mA 

VGS = -10V 

VOS ",-10V 

VGS = -15V 

VOS = 0 

VGS = 0 

10 = -1011A 

VGS = 0 

VOS = -15V 

VOS = -15V 

10 =-5mA 
f = 1 MHz 

VOS = -15V 

10 =-5mA 

f = 10 MHz 

VGS = 0 

VOS = 0 
f = 1 MHz 

VSC = -15V 

10 =0 
f = 1 MHz 

VOC =-15V 

10 =0 
f = 1 MHz 

VOS = -15V 
VGS =-15V 

CL = 18 pF 

Min. 

VGS(TO) 

rOS(on) 

rGS 

IGSS 

V(BR)OSS -25 

lOSS 

1 

Y21s 

1 

C12ss 

CSC 

CDC 

ton 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-3,5 -5 V 

150 300 n 

1010 n 

-0,5 -5 nA 

V 

-1 -10 nA 

2 mS 

mS 

3 pF 

2.7 pF 

2,2 pF 

20 ns 



MOS TRANSISTOR P CHANNEL, ENHANCEMENT TYPE 
TRANSISTOR MaS, TYPE A ENRICHISSEMENT CANAL P 

Electrometer, Ph meter 
Electrometres, Phmetres 

Unprotected gate input to acheve ultra high 
input impedance. 

La grille· est non protegee pour obtenir une impA
dance d'entree quasi infinie. 

Y21s 

* SEF 121 

* Preferred device 
Oisp'asitif recommandl! 

1012 n typo 

0,7 mS. min. 

0,5 pF max. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Case TO·72 - See outline drawing C8-4 on last pages 
Boitier Voir dessin cote C8-4 derni~res pages 

P tot ,-_-,-__ ,-_-,-_---, 
ImWI 

6001-...-+---+---t---1 

400~~~~-+----+-----1 

2001-~4---~----+-----1 

G 

o 50 100 ,50 tamblOCI 111 
tease (OC) (2) 

s 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Drain to source voltage 
Tension drain-source 

Gate to source voltage . 
Tension grilltrsource 

Gate to case voltage 
Tension grille-bairier 

Drain current 
Courant de drain 

tease = 25°C 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 

tamb = 25°C 

Junction temperature max. 
Temperature de jonction 

Storage temperature min. 
Temper~ture de stockage max. 

Weight: 0,7 g. 
Masse 

VOS 

VGS 

VGC 

10 

Ptot (1) 

P tot (2) 

I j 

t stg 

Bottom view 
Vue de deslOus 

Electrodes OSG are isolated to case. 
S connection is connected to case. 
Les electrodes DSG sont isoJees du bairier. 
La conneJc;on 8 est reliee au bairier. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontraires) 

VSS -20 V 

VSS +0,3 V 
VSS -25 V 

VSS +0,3 V 
VSS -25 V 

20 mA 

200 mW 

-

600 mW 

i 125 °C 

-65 °C 
+150 °C 
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SF.F 121 * 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

Threshold voltage 
Tension de seuil 

On resistance 
Resistance de conduction 

Total gate leakage current 
Courant de fuire total de grille 

Drain-source breakdown voltage 
Tension de c/aquage drain-source 

Drain current at VGS = 0 
Courant drain pour V GS = 0 

Forward admittance 
Admittance de transferr direct 

Reverse transfer capacitance 
Capacite de transferr inverse 

Source-case capacitance 
Capacite source-baitier 

Drain-case capacitance 
Capacire drain-baitie, 

* Pulsed 
Impulsions 
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b :s:;;;; 1 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VDS = VGS 
ID = -101lA 

VGS=-15V 

ID =-10IlA 

VGS = -15V 

VDS = 0 

VGS = 0 

ID =-10IlA 

VGS = 0 

V DS =-15V 

VDS = -15V 

ID = -5mA 

f = 1 MHz 

VGS = 0 

VDS = 0 
f = 1 MHz 

VSC=-15V 

ID =0 

f = 1 MHz 

V DC =-15V 

ID =0 

f = 1 MHz 

Min. 

VGS(TO) 

rDS(on) 

IGSS 

V(BR)DSS -20 

IDSS 

Y21s 0,7 

C12ss 

Csc 

CDC 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-2,2 -3,5 V 

6001500 n. 

5 50 pA 

-40 V 

-0,5 10 nA 

1,2 mS 

0,3 0,5 pF 

1,6 pF 

1,1 pF 



MOS TRANSISTOR P CHANNEL, ENHANCEMENT TYPE 
TRANSISTOR MOS, TYPE A ENRICHISSEMENT CANAL P 

LF and operational amplifiers 
Amplificareurs BF er operarionnels 

Choppers 
Oecoupage 

The gate is protected from static charges build up by 
the incorporation of zener diode protective devices 
connected, between the gate input and device bulk. 

La grille est protIJgtJe con rm 16. charges '/«tn"que, stStiqUBS 
par /'incorporation d'une diode zener connectes entre III 
grille et Ie substrat 

Y21s 

*Sf.F 122 

* Preterred dey ice 
OilPO,itif recommande 

0,7 mS min. 

0,5 pF max. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
P tot ,_-, __ ,--_-, __ , 
(mW) 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
BaTtier Voir deS$;n corl C84 dernitJ"" pages 

600~~+_--1_--~---1 

400r-+-~r-~----~--~ 
G 

200~~+_~~--~---1 

s 
o 50 100 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VA LEURS LlMITES ABSOLUES O'UTILlSATlON 

Drain to source voltage 
Tension drain-source 

Gate to source voltage 
Tension ,rills-source 

Gate to case "')~tage 
Ttmsion grille-boitier 

o rai n cu rrent 
COurant de drain 

tea .. = 25°C 
Power dissipation 
Dissipation de puil8ancB 

tamb = 25°C 

Junction temperature max. 
Temp'rature de jonction 

Storage temperature min. 
TemtHrBtul1l de stockll!Jll max. 

Weight : 0,7 g. 
M_ 

lamb = 25°C 

VDS 

VGS 

VGC 

ID 

Ptot (1) 

Ptot (2) 

tj 

t stg 

Bottom view 
Vue de deuous 

B 

GOD 
S 

Electrodes DSG are isolated to case. 
S connection is connected to tase. 
Les t!lectrodes DSG sont iso/ee, du bairier. 
La connexion 8 est relit!eau bairier. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrsires) 

Vss -20 V 

VSS +0,3 V 
Vss -25 V 

VSS +0,3 V 
VSS -25 V 

20 rnA 

200 mW 

.-

600 mW 

+125 °C 

-65 °C 
+150 °C 
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SF.F 122* 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES tamb = 25°C 

Threshold voltage 
Tension de $/lUil 

On resistance 
Rt§,;,tance de conduction 

I nput resistance 
Rtlsistance d'entnJe 

Total gate leakage current 
Courant de fuire total de grille 

Orain·source breakdown voltage 
Tension de claquage drain-source 

Drain current at VGS = 0 
Courant drain pour V GS :;:: 0 

Forward admittance 
Admittance de transfert direct 

Reverse transfer capacitance 
Capacitil de transferr ;ntlIJrsIJ 

Source-case capacitance 
CapacittllOurce-boitier 

Drai~case capacitance 
Capacite drain-baitier 

* Pulsed 
Impulsion, 
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Test conditions 
Condition. de mew,. 

VOS = VGS 
VGS(TO) 

10 =-IO/lA 

VGS =-15V 
rOS(on) 

10 =-IO/lA 

VGS =-IOV 
rGS 

VOS "'-IOV 

VGS =-15V 
IGSS 

VOS =0 

VGS =0 
V(BR)OSS 10 =-IO/lA 

VGS =0 
lOSS 

VOS = -15V 

VOS =-15V 

10 =-5mA Y21s 
f = I MHz 

VGS =0 

VOS = 0 CI2ss 
f = I MHz 

VSC = -15V 

10 =0 CSC 
f = I MHz 

VOC=-15V 

10 =0 CDC 
f = 1 MHz 

(Unless otherwise stated) 
(Saul ;ndicat;onscontrBires) 

Min. Typ. Max. 

-2,2 -3,5 V 

600 1500 n 

10'0 n 

-0,5 -5 nA 

-20 -40 V 

-0,5 10 nA 

0,7 1,2 mS 

0,3 0,5 pF 

1,6 pF 

1,1 pF 



MOS TRANSISTOR P CHANNEL, ENHANCEMENT TYPE 
TRANSISTOR MOS, TYPE A ENRICHISSEMENT CANAL P 

* SF.F 123 

LF and operational amplifiers 
Amplificateurs BF et operationnels 

Choppers 
Decoupage 

The gate is protected from static charges build up by 
the incorporation of zener diode protective devices 
connected, between the gate input and device bulk. 

La grille est protfJgfJe contre les charges (!lectriques statiques 
par !'incorporation d'une diode zener connectee entre la 
grille et Ie substrat 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 
Ptot 
(mW I 

600 

40 0 

200 

o 

l\ 

IT\ 
!~ ~ 

50 100 

G 

s 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES D'VTlLlSATION 

Drain to sou rce voltage 
Tension drain-source 

Gate to source voltage 
Tension grille-source 

Gate to case voltage 
Tension grille-boitier 

Drain current 
Courant de drain 

tease = 25°C 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 

tamb = 25°C 

Junction temperature max. 
Temp~rature de jonct;on 

Storage temperature min. 
Temperature de stackage max. 

* Pre(erred dev ice 
Dispositif recommande 

109 Q typo 

0,7 mS min. 

0,3 pF typo 

Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages 
Boitier Voir dflssin COM CB·4 dernilres pages 

Weight : 0.7 g. 
Masse 

tamb = 25°C 

VOS 

VGS 

VGC 

10 

Ptot (1) 

Ptot (2) 

t; 

tstg 

Bottom view 
Vue de deSIQu, 

B 

GOD 
S 

Electrodes OSG are isolated to case. 
S connection is connected to case. 
Les electrodes DSG sont iso/ees du bairier. 
La connexion 8 est reliee au bairier_ 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications conrraires) 

VSS -20 V 

VSS +0,3 V 
VSS -25 V 

VSS +0,3 V 
VSS -25 V 

20 mA 

200 mW 

-

600 mW 

-'·125 °C 

-65 °C 
+150 °C 

74· 6 1/2 
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SF.F 123* 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES tamb = 25°C 

Threshold voltage 
Tension de lIIuil 

On resistance 
Resistance de conduction 

Input resistance 
Resistance d'entree 

Total gate leakage current 
Courant de fuite total de grille 

Drain-source breakdown voltage 
Tension de claquage drain-source 

Orain current at VGS = 0 
Courant drain pour V GS = a 

Forward admittance 
Admittance de transfert direct 

Reverse transfer capacitance 
Capacite de transfert inverse 

Source-case capacitance 
Capacite $Ource-boitier 

Drain-case capacitance 
Capacitil drain-baitier 

* Pulsed 
Impulsions 

2/2 
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[} ~ 1 % 

Test conditions 
Condition, de mesure 

VOS = VGS 
VGS(TO) 

10 = -101lA 

VGS =-15V 
rOS(on) 

10 =-10IlA 

VGS =-10V 
rGS 

VOS ",-10V 

VGS = -15V 
IGSS VOS = 0 

VGS = 0 
V(BR)OSS 10 ;-10IlA 

VGS = 0 
lOSS VOS =-15V 

VOS=-15V 

10 = -5mA Y21s 
f = 1 MHz 

VGS =0 

VOS = 0 C12ss 
f = 1 MHz 

VSC = -15V 

10 =0 CSC 
f = 1 MHz 

VOC=-15V 

10 =0 COC 
f = 1 MHz 

Min. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-3,5 -5 V 

600 1500 Q 

109 Q 

100 nA 

-20 -40 V 

100 nA 

0,7 1,2 mS 

0,3 pF 

1,6 pF 

1,1 pF 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEURS LlM/TES ABSOLUES . 

Operating free-air 

SF. F 150, SF. F 151 
SF.F 154, SF.F 155 

ANALOG SWITCHES 
COMMUTATEURS ANALOG/OUES 

Gate voltage Analog input 
Type Package temperature range Storage temperature Tsn_lon de "mll Entri .. "./ogiquB Power dissipation 
Type BoTriflf Gamms de templrsture Ttlmp4r8ture de nock. 

VGG VI 
DI .. /prItion dB pul ... """ 

SF.F 150 

SF.F 150 M 

SF.F 151 

SF.F 151 M 

SF.F 154 

SF.F 154 M 

SF.F 155 

SF.F 155 M 

de fonctionnsmBnt 

TO-l00 O°C, + 70°C 

TO-l 00 -55°C, +125°C 

TO-l00 OOC,+ 700C 

TO-l00 -55°C, +125°C 

TO-99 OoC, + 700C 

TO-99 -55°C, +125°C 

TO-l 00 O°C, + 700C 

TO-l 00 -55°C, +125°C 

Schematic 
Schema e/ectrique 

Switch '* 1 inputs 

SF.F 150 
SF.F 150 M 

Toggle input.o-I--I---4.-..... --I-+---I--I 
EntrHde 
commands 

I 
I L ______ _ 

-55°C, 

-65°C, 

-55°C, 

-65°C, 

-55°C, 

-65°C, 

-55°C, 

-65°C, 

+ 125°C 

+ 1500C 

+ 125°C 

+ 1500C 

+ 125°C 

+ 1500C 

+ 125°C 

+ 150°C 

VSS -45V VSS -35V 

VSS -45V VSS -35V 

VSS -45V VSS -35V 

VSS -45V VSS -35V 

VSS -45V VSS -35V 

VSS -45V VSS - 35 V 

VSS -45V VSS -35 V 

VSS -45V VSS - 35 V 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Large analog input swing 

- Low supply voltage VBulk 
VGG 

200mW 

200mW 

200mW 

200mW 

200mW 

200mW 

200mW 

200mW 

± 10 V 

+ 10V 
-20V 

- Low ON resistance VI=+10V Ron= 75n 
VI =-10 V Ron = 400 n 

- Low leakage current 

Switch '* 1 output Switch '* 2 output - I nput gate protection 

II = 200pA 
tamb =25°C 

Interrupteur'* 1 sortie Ints"upteur '* 2 sortie 

r~-~~~({~,l SF.F 151 M I I l ___ _ ________ J 
SF.F 151 

""~ l~~~~ i~~~~~~1""~ 
SF.F 154 M1-11-r ~-n--rr1SF'F 155 M 

- Zero offset voltage 

- Grande excursion de Is tension d'entr. ±70 V 

- Faible tension d'alimBntation VSubrtrar= + 10 V 

VGG -20 V 

- Faiblsr8,iltBncedeconduction V, =+ 10 V 

VI =-70 V 

- Faible coursm de fuite 

Ron = 75!1 
R =400!1 on 

'I =200pA 
t =25°C Bmb 

- Entre grille prot~ 

- Tension de d8es1Bge nulle 

74- 3 liB 
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SEF 150, SEF 151 
SEF 154, SEF 155 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

SF.F 150 Top view 
SF.F 150 M V""dtldtIau. 

Input A1 Input A2 

Output 1 Output 2 

Pin 5 connected to case and device bulk 
Le brae"" 6 est COnfHlCtM au boTtler« aulUbnnlt du circuit 

SF.F 154 
SF.F 154 M N.C. 

Bulk 

Top view 
V""dtldtIau. 

Pin 4 connected to case and device bulk 
La broche 4 en conlHlCt.1IU boTtier «l1li IUbItnlt du circuit 

General description 

The SF.F 150, and SF.F 150 M series each contain 
four P channel M.O.S enhancement mode .transistors 
built on a single monolithic chip. Tha four transistors 
are arranged as follows : 

SF.F 150 M, SF.F 150 - Dual differential switch 
SF.F 151 M, SF.F 151 - Four channel switch 
SF.F 154 M, SF.F 154 - Two M.O.S transistor package 
SF.F 155 M, SF.F 155 - Three M.O.S transistor package 

Thase devices are useful in many airborne and ground 
support systems requiring multiplexing, analog trans· 
mission, and numerous signal routing applications. 

The use of low threshold transistors(VTH =-3 VI parmits 
operations with large analog input swings (± 10 VI at 
low gate voltage (-20 VI. 

Each gate input is protected from static charge build 
up by the incorporation of zener diode protective de
vices connected between the gate input and device 
bulk. 

2/8 
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SF.F 151 Top view 
SF.F 151 M Vwodede88ul 

Input 1 Input 4 

Input 2 Input 3 

Bulk 

Pin 5 connected to case and device bulk 
u bt'ochtI6 sst contHICtH au boTt. sf au sub.rrat du circuit 

SF.F 155 
SF.F 155M 

Drain 3 

Gate 3 

Bulk 

Top view 
Vue dB dessUI 

Source 1 

Gate 1 

Pin 5 connected to case and device bulk 
u broche 5 .r connect*l au boltillr fit IIU lUb8trat du circuit 

Description generale 

Chllcun dOl circuit, dtI ..... SF.F 150 M, lit SF.F 150 

contlllnt quat,.. M.O.S anal P .. tNlrich_mtlnt~ ,../ .. rur 
un circuit monolithiqUtl. Lft qustnl tf'BlUlston IOnt .,.,.. .. 

commewit: 

SF.F 150 M, SF.F 150 - Daub. Interrupteur dlfflren.ifli 

SF.F 151 M, SF.F 151 -Multipiflxeurqw'rtllIOl •• ""Io/liqUft 

SF.F 154 M. SF.F 154 - Doub. trtIMI,tor M.O.S 

SF.F 155 M. SF.F 155 - Trlpifl trtInrirtor M.O.S 

C. .lIfTHmtl ron. u.lII.blBl dtlIII d. no_x .yotImer 

_porrn ou non, _Iton. d. multlpifl_ lit trtInr

mil$iolJl .fIII/ogIqU"~ ./n,1 que dlJfI$ de nomblYlU,. eppl,. 

CIItlo", de tr.ltlH1Hll7t du ,;gl'llli. L 'utll/atlon de tnlMinor 

• ",lbifl_11 (VTH =-3 VI permIIt. ",.nlpu •• lon d. rillneux 

.""IOf/iquer d. grtlnd •• mplitudtl 1 ± 10 VI.""" d. ",lbl. 

tonrlonr dtI commondtl /lfllifl 1-20 VI. 

ChIIqUB /lfilifl BIt pro..". con'rtI IBI chIIlJIOI .I_rill"'" 
rtIIt/qu. ps, nncorporstlon d'ul7II d/odtl ZtlfHIr connllCtH 

ent,. Ie grille Sf III wlnttat. 



SF.F 150, SF.F 151 
SF.F 154, SF.F 155 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TIONS TYPIQUES 

Equivalent circuit 
Circuit «/u/va/ent 

r ( __ I( I-----;i------~-----~-----~-, 
! rd~ ~~ F~ ~~ ! 
L----J-----4--~.:'~"'-M------t-J 

DPDT ANALOG SWITCH 
OPOT INTERRUPTEUR ANALOGIQUE 

Video 
Input # 1 0 ....... ---+------, 
Entree 

Video 

...--------+-------<0 ~~:;.ut # 1 
SF.F 150 

Video c~----+-----~====~~~----!_----_f----_, Input #2 
Video 

,---1----+-----0 Output # 2 
Entree I 

I L __ 

DPST HIGH FREQUENCY SWITCH 
OPST INTERRUPTEUR HAUTE FREQUENCE 

SF.C 8800 Analog or digital 

:==B~-------:-A-~--log--~-U-.-O-U-log--~-U-e ________ ~---------J 
Analog or digital 

~~-------:-A-M--rog--~-U-.-o-U-m-g-~-U_. ________ ~ ________ _J 

SF.C 8800 Analog or digital 

:==B ________ ~A:M::/og::~:U:e:O:U:/og::~:U:·:;I------1_------~=r 
j Analog or digital 

~ I AMlogiqu.oulog~u. i SF.F 151 

~-------------LI-I -_-_-_-?---l ___ .:"!..2.5~~1 
4 CHANNEL MULTIPLEXER 
MULTIPLEXEUR 4 VOlES 

Sortie 

The expansion in the number of data input lines is possible by using multiple level series switches allowing the same de
code gates to be used for all lower rank decoding. 
Le nombre de/ignes d'entree peut 'tre ~t8ndu BU moyen d'interrupteurs montfls en s~rie II des niveaux multiples. A chaque niv9Bu de dti-
codll{/B correspond alors un seul enSilmble de portes de commands. ~ 
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SEF 150, SF.F 151 
SF.F 154, SF.F155 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Over operating free-air temperature range (unless otherwise specified). 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES (Note 1) Don.~utslBf1IImmodo tsmpi,.tureombisntoiJo fonctionnomont(_f indlcotion. 

contralrft}. 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Analog input voltage 
Timsion analog/que d'entrH 

Threshold voltage 
Tension de seuil 

On resistance 
R~sistanCB de conduction 

Off resistance 
RtJsistance de blocage 

Gate leakage current 
Courant de fuite grille substrat 

SF.F 150, SF.F 151 
SF.F 154, SF.F 155 

SF.F 150 M, SF.F 151 M 
SF.F 154 M, SF.F 155 M 

Input (drain) leakage current 
Courant de fuite entrtJe substrat 

SF.F 150, SF.F 151 
SF.F 154,SF.F 155 

SF.F 150 M, SF.F 151 M 
SF.F 154M,SF.F 155M 

Output (source) leakage current 
Courant de fufte sortie substrat 

SF.F 150,SF.F 151 
SF.F 154, SF.F 155 

SF.F 150, SF.F 151 
SF.F 154, SF.F 155 

SF.F 150 M, SF.F 151 M 
SF.F 154M,SF.F 155M 

SF.F 150 M, SF.F 151 M 
SF.F 154 M, SF.F 155 M 

* Typical values at 25°C 
Va/surs typiques B 25°C 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

VI 

VGS(TO) 

rOS(on) 

rOS(off) 

IGSB 

IGSB 

IISB 

I ISB 

10SB 

10SB 

10SB 

10SB 

TEST CONDITIONS 
CDNDITIONS DE 

MESURE 

VOG= 0 lOS = 10!,A 

VI = -10V lOS = -1 mA 

VI = +10 V IDS = -1 mA 

VOS= -25 V 
VSB =0 

tamb= +25°C 

VSB = 0 

VGS =-25 V tamb= +25°C 

tamb= +70 oC 

VGS =-25 V tamb= +25°C 
tamb= +125°C 

VIS =-25 V 
tamb= +25°C 

tamb= +70°C 

VIS =-25 V 
tamb= +25°C 
tamb= +125°C 

VOSB =-25 V tamb= +25°C 

VOSB =-25 V tamb= +70 oC 

VOSB =-25 V tamb= +25°C 

VOSB =-25 V tamb=+125°C 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP~ MAX. UNITES 

±10 V 

3,2 5 V 

400 800 n 

80 200 n 

1010 n 

100 nA 

1000 nA 

10 nA 
1000 nA 

100 nA 
1000 nA 

10 nA 
1000 nA 

100 nA 

1000 nA 

20 nA 

150 1000 nA 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Large signal transconductance 
TranlBdmittllnce, grBnds .igfJIIUX 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Y21s 

CAPACITANCE CHARACTERISTICS 
CAPACITES 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Analog input (drain) capacitance CIB Cspscit~ sntrfNll,ubstr.t 

Output (source) capacitance COB 
CapscittJ 8Drtie/lUb$ttat 

Gate input capacitance CGB CaptlCit.llrillBlrubltr.t 

Gate to output capacitance CGO Capoci .. grilmlrortio 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS OE 

MESURE 

VOS= -10V 

10 = 10mA 

f = 1 kHz 

(Note 2) 

DEVICE TYPE 
CIRCUIT 

All circuits 
Taul circuia 

SF.F 150· SF.F 150 M 

SF.F 151 • SF.F 151 M 

SF.F 154· SF.F 154 M 

SF.F 155· SF.F 155 M 

SF.F 150· SF.F 150 M 
SF.F 151 • SF.F 151 M 

SF.F 154· SF.F 154 M 

SF,F 155· SF:F 155 M 

All circuits 
Tau. circuit. 

VGSB= 0 

SF.F 150, SF.F 151 
SF.F 154, SF.F 155 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX. 

4000 "mhos 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

6,5 10 pF 

8 11 pF 

14 18 pF 

6 10 pF 

6 10 pF 

5,5 8 pF 

3 5 pF 

3 5 pF 

3 5 pF 

1,5 4 pF 

Notel: The resistance specification apply, VGG = -20 V,VBulk = +10 V,and a test current of 1 mAo Leakage current 
is measured with all pins held at ground except the pin being measured which is biased at -25 V. 

LuvalllUndBre,iDfICII.ontdon""'pour,VGG =-20 V,VSulk =+10 V,etuncourantdtllTlfltJUrflde tmA . Lftcoutantsde 
fult. IOnt mtJIUr4. fOutell. brochelj III ",.." , tlXCllfJtH III braehtl mtnUrH qui fin pow'_ ~ -25 v. 

Note 2 : All capacitance measurements are made at 0 V bias at 1 MHz 
Touta ,., mUll,.. de ClSPflCire IOnt efftictu_ '* 'MHz awe polllriution nul,.. 
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SEF 150, SFJ 151 
SEF 154, SEF 155 

TYPICAL DYNAMIC INPUT CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES TYPIOUES 

(Unless otherwise stated) 
(Ssuf indications contraires) 

CONDITION 1: ANALOG INPUT VOLTAGE AT +10 V 
TENS/ON O'ENTREE ANALOG/QUE A +10 V 

rOSlon 
In) 

) 

6 

4 

rOSlon) 
In) 

4 

4 
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-

o 

-
-

r-

II ImA) ,..-..,.----,--,---r--,----,-----,--,-,,.,..,,...,.,, 

VSulk =10 V -

V I=10V*VQ -

T -
1\,\ 

I-- VGG = 
"\ I I 
\~ t"--, ' = J< case 

"', ~:-r--. ~- - -+~::=t_O~ -- +25°C 
-~:'5!ToC 

SF.Fl50 Ron = 1 IVGS ) 

-
I VSj =10 VI 

i--- -

I I 
6 12 18 24 -VGS IV) 

CONDITION 2 : ANALOG INPUT VOLTAGE AT 0 V 
TENS/ON D'ENTREE ANALOG/QUE A 0 V 

VSulk =10 V 

~. VI=OV*VQ 

~\ T 
- -\: 

- ~ VGG 

,I ~+ \ '- , 

' ... "'- :. .... ......... ::e +125 O C - --~:oC -- ..!'50C 

SF.F 150 Ron =IIVGS) 

VSS = 10 V 

1 1 1 '1 I I 

IllmA) 

8 

6 

4 

2 

o 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

1 1 1 1 1 
VSulk =10 V 

VI=OV*VQ 
/ 

T / / 

7.- / /' VGG '" ".. 
VGS 

~ ~ ....--' .::: -16 --
_lS_ -~ r I 

-~ - ,,/ / 
'/-<, '" / 
~, / 

~ SF ,F 150 - Dynamic Ron 

I I 
Ron dVnamiqr-l 
VSS=10 V 

14 18 22 26 -1 -0,6 -0,2 0 0,2 



TYPICAL DYNAMIC INPUT CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES o YNAMIQ YES TYPIQUES 

SF.F 150, SF.F 151 
SF.F 154, SF.F 155 

(Unless otherwise stated) 
fSauf indications contraires) 

CONDITION 3: ANALOG INPUT VOLTAGE AT -10 V 
TENSION O'ENTREE ANALOGIOUEA -10 V 

rDS(on) 
Inl 

4 

4 

-IOlmAI 

40 

30 

20 

10 

o 

SF.F1SO Ron = f IVGB'_ 

\. 
VSB =2OV 

I~ "- tl~~ ......... 
case .. - _ +J25OC 

... -i-- +25 OC 

......... - -55°C - -._-
VBulk =10 V 

VI=-10V*VO 

1" 
VGG 

I I 
27 28 29 -VGB IVI 

SF.F , SO 10 -fIVoS' tease - +25 0 C 

I I VSB = 0 V 

VGS~ -,~~ --~.-

/ 
..-

,lv ," 

I ......... --r:-
V -,~V .---

/ /' -==t- " ", 

f/ -
t..--'I ~ --'" 

y ,..... -L " - -
~ 

,..... 
-4V / 

-' 
o 10 20 30 40 50 60 70 -VOS IVI 

IllmAI 

4 
SF.F 1SO Dynamic Ron 

- Ron dynsmique 

VSB =20 V V 
./' 

,/ 
2 

VGB 1. ~ ... 
~ -30 L ::--- --:t:- - "7 I -2B V -27 I 

o 

,.. V VBu1k =10 V 

vl=-'ov*vo 

-2 

6 
V 

I I I 
I GGI I 

-4 

-1 -D,6 -0,2 0 0,2 0,6 "VIIVI 

-IOlmAI 

I-

6 

4 

2 

o 
o 

SF.F 'SO 10 

VOS 
VSB 

2 

-f IVGS' 
= -20 V 

=OV 

/ 
II 

/ 
II 

/ 
./ 

4 6 -VGS IVI 
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SF.F 150, SF.F 151 
SF.F154, SF.F155 

TYPICAL INPUT CAPACITANCES 
CAPACITE O'ENTREE (VALEURS TYPIOUESJ 

SF.F 15O-SF.F 150M 
C,lpFI 

SF.F 150·SF.F 150M 
8 

C, vs V, 
4 IVSu'k =10 VI 

2 

101 J1 
8 

8 

4 

~ jiP 7 f..-VGG- 20V 

t.~"!.101 V V- I," 

'" , 
o~ V, 

-- .. L::-- --1--"10 V - -- -- -

-6 -2 0 2 6 VIIVI 

C,lpFI 

8 

4 

2 

101 

8 

6 

4 

2 

(Unless otherwise stated) 
(Saul indications contra;,..s) 

SF.F 151 • SF.F 151 M 

SF.F 151·SF.F 151 M 

CI VI VI 

IVBu'k =10 VI 

) 

~ 
, 

....-I 

VGG= 20V -::-' 
-;. .. - V 

Jov / ~,,,,, 

, , :;: ~~V - -- -- 1--" ,..., 

-6 -2 0 2 6 

SF.F 154·SF.F 154M 
SF.F 155-SF.F 155M 

CllpFI 

SF.F 154. SF.Fl54 M 

SF.F 155·SF.F 155M 
4 C, VI V, 

IV u'k ~IO VI 

2 

8 V 
14" 

= ~.1iiI' 8 G 
-,,", ..... 10;Y 20V -- .. -

Ov.' . 

BIB 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlMITES ABSOLUES 

SEF 153, SEF 156, SEF 157 

6 CHANNEL MULTIPLEXING MOS 
MUL TIPLEXEURS MOS 6 CANAUX 

Type Package 
Operating free-air 

Storage temperetura 
Gate voltage Analog input 

temperature range T_nde/lrll,. EntrN .... 1Di/ItIW Power dissipation 
TyPB BoTt/er Ge_de ,."",.._ T.""",.rutede_.,. 

VGG 
. V' PuiMlnctl dil$ipH 

SF.F 153 E TO·116 

SF.F 153 K TO· 116 

SF.F 153 KM TO-116 

SF.F 156 E MP-I17 

SF.F 156 K Mp·l17 

SF.F 156 KM Mp·117 

SF.F 157 E Mp·117 

SF.F 157 K MP-117 

SF.F 157 KM Mp·l17 

'For VBulk =0 V 
Pour VSubStnJt =0 V 

Ufo_lon".",."t 

O"C. + 70°C 

O"C. + 70"C 

-55°C. + 125°C 

O°C. + 70"C 

O"C. + 70"C 

-55°C. + 125°C 

O"C. + 70"C 

O"C. + 70"C 

-55°C. +125°C 

Schematic 
Sc".". IlectriqUtl 

-55°C. 

-55°C. 

-65°C. 

-55°C. 

-55°C. 

-65°C. 

-55°C. 

-55°C. 

-65°C. 

SF.F 153 E. K. KM 

Output 
Sortie 

SF.F 156 E. K. KM 

Ao-!!+ ...... +-...... j--J 

Bl B2 B3 

SF.F 157 E. K. KM 

r-~-~~-3--1--}-~ 
I rill r1i!i rtrS! 
Lt-n-t-=fH--nJ 

AI A2 ABI B2 BCl C2 C 

I 

+125°C -45 V -35 V 300mW 

+125°C -45 V -35 V 300mW 

+150"C -45 V -35 V 300mW 

+ 125°C -45 V -35 V 300mW 

+125°C -45 V -35 V 300mW 

+ 150"C -45 V -35 V 300mW 

+125°C -45 V -35 V 300mW 

+125°C -45 V -35 V 300mW 

+ 150"C -45 V -35 V 300mW 

Principal features 
Don'" princiPII"" 

- Large analog input swing ± 10V 

- Low supply voltage VBulk = + 10V 
VGG = -20V 

- ON resistance VI - +10V500n 
VI = -10V 2000n 

- Low leakage current = 200pA 
tamb=25°C 

- I nput gate protection 

- Zero offset voltage 

-G_."currionde_.."""" tr_ ±10V 

-F.ib_trmIiDntrell_tlon VSubmwt= + 10 V 

- R_tIIncs de conduction 

- Feib,. coun",t U fulte 

- Ent .. fll'II,. protIgH 

- T.",lon d.d4aIlIIgfI nul" 

VGG E -20V 

V, 
V, 

= + 10V 600n 
= -10V2000n 

=200pA 
t_=26°C 
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SFJ 153, SFJ 156, SF.F 157 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package: TO·116 (CB·2) 
Battier Inputs 

Grilles 

Package: Mp·117 (CB·79) 
Battier 

Output 
Sortie 

Package: Mp·117 (CB·79) 
Battier 

Top view 
Vue de dflSSUI 

SF.F 156 E, K, KM 
Top view 
Vue de deuuI 

SF.F 157 E, K, KM 

~ ~ Bulk 
Gates Output B Gates Output C SUb .. ",. 
Grilles Sortie B G111/", Sorti. C 

General description 

The SF.F 153 (E, K and KM) series each contain 6 p. 
channel MOS enhancement mode transistors, built 
on a single monolithic chip. The six transistors are 
arranged as follow : 
SF.F 153 E, K and KM : 6 channel multiplexer 
(separated control) 
SF.F 156 E, K and KM : 2 x 3 channel multiplexer 
SF.F 157 E, K and KM : 3 x 2 channel multiplexer 
These devices are useful in many airborne and ground 
support syttems requiring multiplexing, analog traml' 
mission, and numerous signal routing applications. 
The use of low threshold transistors (VTH = -2,8 V) 
permits operations with large analog input swings 
(t 10 II) at low gate· voltages (-20 V). 
Each gate is protected from static charge build·up by 
the incorporation of zener diode protective devices 
connected between the gate input and device bulk. 
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Description generale 

Chscun des circuits de .Ie stJrie SF.F 153 (E, K et KM) 
contient 6 traMI,ton MOS cansl P IJ snrlchlS88mt1nt, ,"Ii. 
sur un circuit monolith/que. La 6 t,."",i,to,., IOnt arrange, 
com",. lUit : 

SF.F 153 E, K fit KM : mu/tipltIXflUr 6 voles (commande. 
."."",.1 
SF.F 156 E. K et KM : multiplexeur 2 x 3 voiBs 
SF.F 157 E,· K et KM : mu!tiplsxfJUr 3 x 2 voles. 
ee, "4msnt, sont utilisablft dan. de nombreux syltM'J. 
IIfJropol't4, ou non, nktIaitant dill multlpltIXllf/BI tit fran""l,. 
,Ion, B""ogiqutJl, Bins' qutl dBm de nombrtlU •• applicBtlon, 
de trBitement du s/glJlll. L 'utili.tlon dB tranBin-or II 'lIibls 
MIll (VTH = -2~8 V) psrmtlt ill mllnipuilltion de BigMuX 
IIl111loglqulIB dB ".nds IImplitude IIVBC de ,.;6.B teM/onB dB 
commtlndellrille (-20 Vi. 
ChIIqUB grills .t pro~ contre I. Chsl'flllB ~lflCtrlqu .. 
at;qutM par r1ncorporation d~ufHI dlods until' contlflCtH 
fNJtre III grille Sf III BUlIn-rat. 
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SEF 153, SF.F 156, SEF 157 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TIONS TYPIQUES 

A, B, C : Sensors 
A, B, C: CsptrJurs 

SIMULTANEOUS SUPERVISION OF SEVERAL UNITS 
SURVEILLANCE SIMULTANEE OE PLUSIEURS ENSEMBLES 

A B C 

SIX INPUTS NOR GATE (NEGATIVE LOGIC) 
PORTE OU-NON A 6 ENTREES (LOGIQUE NEGATIVE) 

S=A+B+C+D+E+F 

D 

SF.F 157 

E F 

Surveyor unit 
Appareil dB surveillance 

With these devices, other logical functions may be realized: NAND gates, flip-flops, multivibrators ..... 
AV6C ces circuits, it fist possible de rUt/stir d'autrBs fonctlons log/ques .. portss ET-NON, bascules, multivlbrsteuTS. ...•• 
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SEF 153, SEF 156, SEF 157 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Over ~ing free.air temperature range (un_ O1herNise soacifiedl. 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES(Note 11 """10/1,."_.""""""'''_'''''. """'lIoIw_I/-' ~ .....-J. 

PARAMETERS 
PARAMETRE8 

Analog input voltage 
T_n .... /otI/qw d'Mtr* 

Threshold voltage 
T_n._11 

On resistance 
Rlo/ __ d. conduction 

Off ,esistance RIoI __ doblo_ 

Gate leakage current 
Cou,.nt ,. fuite ,III. IUbltRt 

SF.F 153 E, K 
SF.F 156 E, K· SF.F 157 E, K 

SF.F 153 KM 
SF.F 156 KM, SF.F 157 KM 

Input (drain) leakage current 
Coutant" fu/te ""trlelf.llnttwt 

SF.FI53E,K 
SF.F 156 E, K· SF.F 157 E, K 

SF.F 153 KM 
SF.F 156 KM, SF.F 157 KM 

Output (source) leakage current 
Coutant de fuite .ort;' IUbnrwt 

SF.F 153 E, K 
SF.F 156 E, K· SF.F 157 E, K 

SF.F 153 KM 
SF.F 156 KM, SF.F 157 KM 

*Typical values at 25°C 
ValBurs typiqU8S 8 2SOC 
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SYMBOLS 
8YMBOLES 

VI 

VGS(TOI 

'DS(on) 

'DS(off) 

IGSB 

IGSB 

IISB 

IISB 

10SB 

10SB 

TEST CONDIT(ONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEUR8 UNITS 

ME SURE MIN. TY!'!' MAX. UNITES 

±10 V 

VOQ-O IDS - 10 ItA -2,8 -5 V 

VI - +10V IDS = -1 mA 500 1000 n 

VI - -10V IDS - -1 mA 2000 4000 n 

1011 n 

VSB = 0 

VGS =-25 V tamb- +25·C 100 nA 

tamb- +70·C 1 IlA 

VGS =-25V tamb- +25·C 600 nA 

tamb- +125·C 1 IlA 

VIS --25V 
tamb- +25·C 100 nA 
tamb- +70·C 1 IlA 

VIS --25V tamb- +25·C 20 nA 

tamb- +125·C 1 IlA 

VOSB--25 V 
tamb- +25·C 100 nA 
tamb- +70°C 1 IlA 

VOSB=-25 V tamb- + 25°C 20 nA 
tamb'" + 1250 C 1 IlA 

I 



SFF15l SFF15~ SFF157 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES DYNAM/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Large signal transconductance 
Tranllldmittence, ,rand, ,igMux 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Y21s 

CAPACITANCE CHARACTERISTICS 
CAPAC/TES 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Analog input (drain) capacitance CIB C.Pllcit~ ent,N/,ub,tr.t 

Output (source) capacitance 
Capacit~ IOrti./,ub.tr.t COB 

Gate input capacitance CGB CaPllcitl grille/subsrf.t 

Gate to output capacitance CGO C.Pllcite grille/sortie 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

VDS= -10 V 

10 = 10mA 

f - 1 kHz 

(Note 2) 

DEVICE TYPE 
CIRCUIT 

All circuits J 

Taul circuiu 

SF.F 153 E, K, KM 
SF.F 156 E, K, KM 
SF.F 157 E, K, KM 

SF.F 153 E, K, KM 
SF.F 156 E, K, KM 
SF.F 157 E, K, KM 

SF.F 153 E, K, KM 
SF.F 156 E, K, KM 
SF.F 157 E, K, KM 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX. 

4000 /lmhos 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

2 pF 

6,7 pF 

4 pF 

3 pF 

2,5/3 pF 

2,5/3 pF 

2,5/3 pF 

0,8 pF 

0,8 pF 
0,8 pF 

Note1: The resistance specification applied, VGG = -20 V, VBulk = + 10 V,and a test current of 1 mAo Leakage current 
is measured with all pins held at ground except the pin being measured which is biased at -25 V. 

Les valeurs de resistance sont donMel pour .. VGG =-20 V. VSulk =+10 V .. et un courant de mfllUrtI de 1rnA . L8I COUfBnts de 
fuite sont mesu~s routes les broches IJ I. masse .. exceptlJe I. broche mesuree qui est polaristle.t -25 V. 

Note 2 : All capacitance measurements are made at 0 V bias at 1 MHz 
Toutes les mesures de C8pacitlJ sont effectuees IJ IMHz aVtIC polBrillltion nul/e. 
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SF.F 153, SEF 156, SEF 157 

TYPICAL DYNAMIC INPUT CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES TYPIOUES 

CONDITION 1 : ANALOG INPUT VOLTAGE AT +10V 
TENS/ON O'ENTREE ANALOG/DUE A + 10 V 

-40·C 
SF. 153 K 

2 ~ _Ron =1 IV GB)-+-+--+-If-+--I 
VSB =0 V 

102 L--L..-.:I,~_=~I_m_A~-'-_L--L..---I_..L..--' 
o 6 12 18 24 -VGB(V) 

) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

-0,2 

-0,4 

-0,6 

-0,8 

-1 

IlI/l V Bulk=10 V 
I 

V,=10 vo-Jr-ova 1/1 Wli 
6 ;,1-rJiJ 

I 
VGG 

& ~ /1: vGB - 1ft V- I 
-2 I 

----
V ~ 

~ p t;1 ~1 ./' 
,; lI;'l '/" ..». ,. 

I~' 1/ //SF.F 153 K Dynamic Ron 

V~ I !f~ /17 
Ron dynamlquB 

I, / /' VSB=OV 

-1 -0,6 -0,2 0 0,2 

rOS(on) 
In) 

CONDITION 2: ANALOG INPUT VOLTAGE AT 0 V 
TENS/ON D'ENTREE ANALDG/DUE A 0 V 

8 

6 

4 

8 

6 

4 

f--I---

VBulk=10 V 

! I 

V, =0 vo-Jr-ova I , 

l~ 6 
VGG 

\ .... 
t 1= 

\~ ..... ca .. , 
+!25·C ,.., 
~;c 't"-_ 

~·C 

SF.F 153 K Ron =1 (VGB) I--t--
VSB =10 V 

" 
=lmA 

20 

1,(mA) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

-0,2 

-0,4 

-0,6 

-0,8 

-1 

.~ II V:' 
V,=O V Va I ~I 

6 If ~I /' V 

I 
VGG 

l~' V .., 
v GB= 

~ V j... .... I-13 ........ I...-

p-- - ..,,; ffI 14 

)/ ~, I:I.W 
V,,~i/r/ /j 
V'I/~I SF.F 153 K Dynamic Ron 

f-~ Ron dYll8mlqulI 

ll~/ 0/ VSB =-10V 
I~'/ / 

-1 -0,6 -0,2 0 0,2 
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SEF 153, SEF 156, SEF 157 

TYPICAL DYNAMIC INPUT CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES TYPIOUES 

CONDITION 3 : ANALOG INPUT VOLTAGE AT -10 V 
TENS/ON O'ENTREE ANALOG/QUE A -70 V 

rOS(on) 
In) 

8 
6 

4 

10~ 
8 
6 

4 

10.1 
8 
6 

4 

-loslmAI 

15 

10 

5 

o 

VBulk -10 V 

VI=-10V~Vo 
T 

t VGG 

\' 

~'" tc.~=-
~S: - - - - +125 0 C 

..... t--- +25 O C 

40°C 

- - SF.F 1531< Ron =1 IVGBI - r---
- -

VSB =-20 V 
- r--II =1 mA 

I I i" I I 
28 

SF.F 153K V;SIVI 

i t amb=25°C ,....--
VSB =ov ~8 

---". 6 
// ---'I ...., 

-1 4 h --'!J i.;' ·\2 "/ --- I 

" .... 1--" V; =925 "V 

............-
10 

".-"'"" B 

--1 
~ 1-6 ... 4 

10 20 

IllmAI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

-0,2 

-0,4 
-0,6 

-0,8 

-1 

V Bulk=10 V V 
V I =-10 vo--J.r-ovo / V 

T ~ / " 
VGG 

b V 
I ;' ./ 

VGB = 

~ 
;' 

~ 
./ ) - -~ -23 

-24 ",; ~ 
-Y'r'" /. 7 
/J/ V 
~V SF.F 1531< Dynamic Ron 

/1 Ron dvnsmique 

VSB =-20 V 

-1 -0,6 -0,2 0 0,2 

SF.F 153 K 10 =IIVGSI / - VSB=OV 

VOS=-20V 

7 
/ 

0,5 
/ 

V 
/ 

/ 
V 

./ 
o 2 3 4 
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SF.F 153, SF.F 156, SF.F 157 

TYPICAL INPUT CAPACITANCE 
CAPACITE D'ENTREE (VALEURS TYPIQUES) 

SF.F 153K 

- f-- el vs VI -

4 

IV Bulk =10 VI / 

V 
/ 

........ ~ 

"IV t- ,1 - , II I 

I ' i I , II I 
l-l0V 

Ii 
10V 

"I I I 

6 

100 

I I ' 
I I I / I 

lt1 I 
I 
I 
I 

-....... ~ - - -~ 

-10 -6 -2 0 2 6 
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4 

SF.Fl56K I--I--

!'" 
VGG=-20V 

f--r-121 VGG=-10V 
V Bulk= 10 V 131 

VGG=O V f-- I--
141 VGG= 10 V 

I 

I 
I 
I 

A 
111 -- - - I ,- -

4 
I 

I~ /(21 
./ 141 

"." --

-5 o 5 10 



BASIC CHARACTERISTICS 
GARAGTERIST/QUES PRINGIPALES 

Operating free-air 

Type Package temperature range 
Baitier Gamme de temperature 

ambiante de fonctionnement 

SF.F 160 K MP-117 DoC, + 70°C 

SF.F 160 KT MP-117 -25°C, + 85°C 

SF.F 160 KM MP-117 -55°C, + 125°C 

The SF.F 160 is an eight-channel multiplex switch, 
with output enable control, and one out of eight 
decoder included on the chip. It is a monolithic 
integrated circuit utilizing P channel low threshold 
MOS technology. The logic input lines of the SF.F 
160 are TTL compatible. No level shifting interface 
is required. 
These devices are useful in many airborne and ground 
support systems requiring multiplexing, analog trans
mission, and numerous signal routing app1 icatians. 
The use of low threshold transistors (VTH· = -3 V) 
permits operations with large analog input swings 
I± 5 V ) at low gate voltage. 
Each gate input is protected from static charge build 
up by the incorporation of zener diode protective 
devices connected between the gate input and device 
bulk. 

Block diagram 
Schema logique 

--------Logic inputs 
Entrees logiques 

Logic inputs 
Entrees logiques 

20 21 22 

0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 0 1 
1 0 1 
0 1 1 
1 1 1 

X X X 

~ THOMSON· CSF 

0","5'0'"' SE"'CO,",OUCTEU~S 

~" 

CE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 

SFE 160 

MONOLITHIC 8 CHANNEL MULTIPLEX SWITCHES 
MUL T/PLEXEURS A 8 GANAUX 

Positive logic: 
Logique positive: 

- "1" more positive voltage - "1 n niveau Ie plus positif 

- "0" more negative voltage - "0" niveau Ie plus negatif 

Le circuit SF.F 160 est un multiplexeur 8 canaux, decode 
int(uieurement et muni d'une commande de validation 
generale. 
C'est un circuit integre monolithique realise en technologie 
MOS, canal P, faible seui/. Les entrees logiques sont compa
tibles avec les circuits TTL et ne necessitent pas de trans/a-
teur de niveau. 
Ces elements sont uti/isables dans de nombreux svstemes 
aeroportes ou non, necessitant des multiplexages et trans· 
missions analogiques, ains; que dans de nombreuses applica
tions de traitement du signal. L 'utilisation de transistor a 
faible seuil (VTH =-3 VJ permet la manipulation de signaux 
ana/ogiques de grande amplitude (± 5 V J avec de faibles ten
sions de commande grille. 
Chaque grille est protegee contre les chargeselectriques statiques 
par /'incorporation d'une diode zener connectee entre /a grille 
et Ie substrat. 

Principal features 
Donnees principales 

- TTUDTL compatible input logic levels 
- One out of eight decoder on the chip 
- Output enable control 
- I nput gate protection 
- Low leakage currents 
- Zero offset voltage 
- Large input signal range: +5 V, -5 V 
- Low On resistance : 150 n 

Channel "On" - Entrees /ogiques compatibles TTLIDTL 

Canal "on" - Oecodeur incorpore 
- ContrtJle d'inhibition general 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 

- Protection sur /es entrees 
- Faibles courants de fuite 
- Pas de tension d' offset 
- Grande excursion des tensions analogiques : 

+5V,-5V 
- Faible resistance de conduction; 150 f2 

S6 
S7 
S8 

off 
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SF.F 160 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: MP-l17 (CB·79) 
Bortier 

Top view 
Vue de dessus 

(52) (53) (54) 

CE V55 OUT V55 (58) (57) (56) (55) 

Pin 2 and 4 are internally connected to case and device bulk. 
Les broches 2 et 4 sont connectees inrerieurement au boTtier et au wbstrat du circuit. 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES 

- Voltage at pin 3 and 5 to 13 versus V55 
Tension sur lesbroches 3et5a 13parrapportIJ VSS········································· +0,3 V, -35 V 

- Voltage at pin 1 and 14to 16 versus V55 "V ....... ,., .............. " .............. +0,3 V, -15 V 
Tension sur les broches 1 st 141J 16 par rapport S8 

'~Operating temperature ........................................ SF.F 160 K 
Temperature de fonctionnement 

SF.F 160 KT 

SF.F 160 KM 

-~!~:ir~t:~~~:;:::~ .............................................. SF.F 160 K 
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5F.F 160 KT 

SF.F 160 KM 

Power dissipation . ................................................ . 
Puissance dissipee 

O°C, + 70°C 

-25°C, + 85°C 

-55°C, + 125°C 

-55°C, + 125°C 

-55°C, + 125°C 

-65°C, +l50°C 

. ... 500mW 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES (Note 1) 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

On resistance rDS(on) 
R~sist8nce de conduction 

Off resistance rOS(off) Resistance de blocage 

Output leakage current 
1058 Courant de fuite sortis-substrat 

Data input leakage. current IISS COurant de fuite enr. informlltion substfst 

SF.F 160 

Over operating free-air temperature range (unless otherwise 
specified). Typical values at 25°e 
Dans toute la gamme de temperature ambiante de fonctionnement 
(sau' indications contraires). Valeurs t,(piques a 25°C 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS OE VAL EURS 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

VI = VSS 80 
IO=-100/lA 

250 Q 

VI = -5 V 
160 400 Q 

10 = -100/lA 

VI = -5 V I tamb = 700 e 2S0 400 n 
10 = -100/lA 

tamb = 8SoC 400 n 
tamb = 12SoC SOO Q 

VOO=-lSV 10=- lOO /lA 120 n 
VI = SV VSS= S V 

VOO=-15V 10 = -100/lA 
200 n 

VI =OV Vss =5V 

VOO=-lSV 10 = -l00/lA 
300 n 

VI = -SV VSS = S V 

1010 n 

VSS-VO = 15V 100 nA 

f"mb= 70°C SOO nA 

VSS-VO = lS V tamb : 8S:C 500 nA 
tamb - 12S C SOO nA 

VSS-VI = lSV 100 nA 

I tamb = 70°C SOO nA 

VSS-VI = lSV tamb : 8S:C SOO nA 
tamb - 12S C SOO nA 
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SEF160 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES . (Note 1) 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Logic input leakage current ILISB Courant de fuire entrH logique substrat 

Logic input 
Ent,yje /ogique 

Low level input voltage V IL Tension d~BntrH a l"tBt bal 

High level input voltage V IH Tension d'entree B /'Iltst haut 

Channel switching time (see fig. 1) 
Temp& de commutation d'ufIfJ IIoill (voir fig. 1) 

Channel separation 
IsolBment entre tloies 

Output capacitance 
COB Capaci,. de IIJrtl.lsubrtrat 

Data input capacitance CIB CapacitfJ trentrtie information-wbstrllt 

Logic input capacitance CL IB ClI(JIICitrl d'entrH logique 

Power dissipation Ptot 
PuiIMnctI di .. ipH 

Over operatIng free.aor temperature range (unless otherwIse 
specified). Typical values at 25°C ran, toute /a gamme de temp4111turtt ambiants de fonctionnement 
sauf indication. contrairtlSJ. ValeuTl tVDiaues a 250C 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS DE VALEURS 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

VSS-VLI = 15 V 1 j1A 

ramb = 70·C 10 j1A 

VSS-VLI = 15 V tamb : 85:C 10 j1A 
tamb - 125 C 10 j1A 

VSS VSS V 
-15 -4,2 

VSS VSS V 
-2 +0,3 

Load: 10 Mn, 10 pF 1000 ns 
Charge 

f = 1 kHz 70 dB 

VSS-VO = 0 V f= 1 MHz 30 pF 

VSS-VI = 0 V f= 1 MHz 6,5 pF 

VSS-VLI=OV f = 1 MHz 5 pF 

VDD = -31 V VSS= OV 175 mW 

Notel: These specifications apply for 5 V O;;VSS'" 7 V and 20 V ..;;.. VDD'" 24 V ; unless otherwise specified 
(all voltages are referenced to ground). \ 

417 
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Ces spAcifications sont val.tJltls pour 5 V <V sS'" 7 V et 20 V E;-V DD<:" 24 V : 81f1Uf sptjcifiClltiOM eontraires (toutes les 
tensions sont nlf'",ncfJes par rapport·" Is millIe). 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYP/QUES 

~ VSS +O,3V 

dB VSS -2V 

L 

VSS -4,2 V 

Logic input 
Entree logique SF.F 160 

In P channel MOS integrated circuits, potential referen· 
ce VSS is the more positive voltage to be applied on 
the circuit terminals. The proper value of VSS is to 
be choosen to meet this requirement. 
Example below shows the proper polarization to 
handle ± 5 V analog signal, with standard TTL drive. 

Standard SF.C 400 TTL gate 
Operateur TTL standard SF. C 400 

VSS -12 V 

SF.F160 

I nput signal allowed range 
Excursion autorisee du signal 
sna/ogique 

La reference de potentisl VSS d'un circuit integre MOS a 
canal P, est la tension fa plus positive susceptible d'Itre 
appliquee aux diverses broches. La valeur convenable de 
VSS doit 'rfe choisie en fonction de certe necessitfj. 
L 'exemple ci-deSSDU$ indique les polarisations correctes pour 
transmettre des signaux ana/ogiques de ± 5 V, dans un 
environnement de fogique TTL. 

SF.F 160 

VOO=-22V 

Analog input 
Entree ana/ogiaue 

Analog output 
Sortie analogique 

+5V 

-5V 

Standard clamping techniques may be used on analog input. Clamping reference potential should be VSS. 
/I est possible d'utiliser les techniques de clamping habituelles au niveau des ent~es analogiques. La ref~rence de potentiel associee doit 
Itre VSS. 
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SF.F 160 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

ON RESISTANCE VERSUS ANALOG INPUT 
VOLTAGE 
Resistance de conduction en foncrion de la 

r OS(on) tension analogique d'entree 

In) Test points 
Points ~Cifies 

300 1\ 
i\. '\ 
"\ V OO =-20V 

VSS = 7 V 

'" 
10 =-100"A 
tamb = 25°C 

200 

"" ~ 100 -
o 
-5 -3 -1 0 3 

ON RESISTANCE VERSUS AMBIENT 
TEMPERATURE 
Resistance de conduction en fonerion 

r OS(on) ~_d_e~/_a_te_m~p_e_' ra_tru_re_a_mrb_ia_n_tre_~_~_-. 
In) 

500 

400 

Voo = -20 V 

VSS = 7 V 

10 = -100"A 

Test points 
Points specifies 

I 

300 f--+~+---+~--l-

200 f--+~¥--+~-+ 

100 

-50 -25 0 25 50 75 100 tamblOC) 

ON RESISTANCE VERSUS Voo SUPPLY VOLTAGE 
Resistance de conduction en fonction de la tension 
d'alimentation V DD 

617 
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rOS(on 
In) 

300 

200 

100 

) 

"-

o 
-10 

\ VSS = 5 V 
10 =-100"A 

\ 
tamb = 25°C 

1\ 
\ 
I'" 

~~ ............ 

~ o "'0 5 V t--

-15 -20 



SWITCHING TIME TEST CIRCUIT 
TEMPS DE COMMUTATION DUNE VOlE 

GND 

SV5S 

2° 

VSS 21 

Vss 22 

VSS OE 

Fig. 1 

51 
o Vl1 

S2 
VI2 

Input 
Enrrie 

I IV~ 
GND -------4. . 

1 I 
1 I 

---------~----t..----~~1 '"\ 
1 
1 
I 

t I 
s- I" 

SFF 160 

• 
10 pF 

10M" 

717 
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LIMITING VALUES 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES 

Operating free-air 

SF.F 1115, SF.F 1116, SF.F 1117 
SF.F 1118, SF.F 1119 

5 A 6 CHANNEL MULTIPLEXERS MOS 
MUL TlPLEXEURS MOS 5 A 6 VOlES 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Type Package temperature range Storage temperature VSB,V OB VGB,VpB 15,1 0 Ptot 
Gllmme de rem{»rllturtl Boitier remp.rstIJffI de .tockag. 

de fonct;onnemsnt 

SF.F 1115 KM Mp·117 -55°C, + 125°C -65°C, +150°C 

SF.Fll15KT Mp·117 -25°C, + 85°C -55°C, + 125°C 

SF.Fll15PM CB·134 -55°C, +125°C -65°C, 

SF.Fll15PT C8-134 -25°C, + 85°C -55°C, 

KM TO-116 -55°C, + 125°C -65°C, 
SF.F 1116 

KT TO·116 -25°C, + 85°C -55°C, to 
a 

SF.F 1119 
PM TO-86 -55°C, + 125°C -65°C, 

PT TO-86 -25°C, + 85d C 

General description 
Description gem}rale 

-55°C, 

The SF.F 1115 PM and PT series provide low Ron 
switches by using a low threshold P channel silicon 
gate technology. This technology achieve also low 
gate-drain and gate-source capacitance. 

Integrated MOS pull-up elements can supply a current 
source to the gate-driving circuits (except on 
SF. F 1118) by applying a minus voltage on a pull·up 
gate. These elements are off when the pull·up gate is 
connected to bulk. 

Les series SF.F 1115 PM et PT presentent des multiplexeurs 

a faible Ron obtenus par I'utilisation d'une technologie canal 

P grillesilicium a faible tension de seuil, qui permetegalement 

d'obtenir de faibles va/eurs de capac/tes grille-soufce et grille

drain. 

Des MOS de charge integres peuvent fournir une source de 

courant aux circuitl; de commande des grilles (sauf sur Ie 

SF.F 1118) en cas de besoin. 

~ 'HO""" ~ ,S< 
DIVISlON SE""CO"DLtCnLt~S 

~' 

+ 150°C 

+ 125°C 

+ 150°C 

+125°C 

+150°C 

+125°C 

r 
> > 
M M 
0 0 
+ + 

r r 
<{ 
E 
0 
~ 

> > 

1 0 '" M M 
I I 

Principal feature 
Donnees principales 

- Input gate protected 
- Large analog input swing : ± 10 V 
- Low on resistance (tamb = 25°C) 

VI = +10 V, Ron = 30 n typo 

VI = -10 V, Ron = 85 n typo 

- Integrated pull·up elements on gate 
inputs (except in SF.F 1118) 

- Low leakage current : 0,5 to 2,5 nA 
max (PM serie, tamb = 25°C) 

- Entree-grille protegee 

- Grande excursion de la tension d'entree 

r 
:;: 
E 

0 

'" .... 

1 

- Faible resistance de conduction (tamb=25°CJ 

VI = +10 V, Ron = 30 n typo 

VI =-10 V. Ron =85 n typo 

- MaS de charge inregres sur les entrees-grilles 

Isaufen SF.F 1118) 

- Faible courant de fuite : 0.5 a 2,5 nA 

(serie PM, tamb = 25°C) 
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SFJ 1115, SF.F 1116, SF.F 1117 
SFJ 1118, SF.F 1119, 

STRUCTURE 
STRUCTURE 

SF.F 1115 

SF.F 1116 

6 channel switch with pull·up 
Multiplexeur 6 voies avec MOS de charge 

5 channel switch with pull-up 
Multiplexeur 5 voies avec MDS de charge 

SF.F 1117 6 channel commutator and 1 channel sub-commutator with pull-up 
Commu tateur 6 voies plus sous-commutateur 1 voie avec MOS de charge 

SF.F 1118 6 channel without pull-up 
Multiplexeur 6 voies sans MOS de charge 

SF.F 1119 3 channel differential switch with pull-up 
Multiplexeur differentiel 3 voies avec MOS de charge 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package: MP-117 (C8-79) 
Baitier 

SF.F 1115 KM, KT 

Top view 
Vue de dessu$ 

Package: CB-134 
BoTtier 

SF.F 1115PM, PT 

Top view 
Vue de dessus 

Package: TO-116 (CB-2) 
Boitier 

Top view 
Vue de dessus 

Package: TO-86 (CB-5) Top view 
Boitier Vue de dessus 

SF.F 1116 KM, KT!O SF.F 1119 KM, KT SF.F 1116 PM, PT!O SF.F 1119 PM, PT 
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BASIC CIRCUITS 
SCHEMAS ELECTRIQUES 

G1 

51@ 

52@ 

53@) 

54@ 

55@ 

56@ 

SF.F 1116 G1 

P , 

51@) 

52@ 

53@ 

54@ 

550 

SF.F 1117 G1 

51@) 

52@ 

53@ 

54@ 

S50 

G2 G3 

G2 G3 

G2 G3 

SFF 1115, SFF 1116, SFF 1117 
SFF 1118, SFF 1119 

G4 G5 G6 B 

'6 D 

G4 G5 B 

,4 D 

G4 G5 G6 B 

e D 
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SFJ 1115. SFJ 1116. SFJ 1117 
SF.F 1118. SFJ 1119. 

BASIC CIRCUITS 
SCHEMAS ELECTR/OUES 

SF.F 1118 

Gl G2 

52@) 

53@ 

54@ 

55@) 

560 

SF.F 1119 Gl 

G3 

G3 
4 

G4 G5 G6 B 

H 

H 

G5 B 

L---~--------~------------+---~1 Dl 

53 13}---------+---------+---...J 

55 12~--------+---------+_--------+_--....J 

52 0--------..::.· -ITT '--------+_--------+_------------....-----<7 D2 

54@)----------------------J 

56@1--------------------------------' 

4/9 

96 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

On resistance 
Resistance de conduction 

I nput leakage current 
Courant de fuite d'entree 

Output leakage current 
Courant de fuite de sortie 

SF.F 1115 

SF.F 1116 

SF.F 1118 

SF.F 1119 

SF.F 1117 

Gate leakage current 
Courant de fuite de grille 

Pull·up current 
Couranr de MOS de charge 

SYMSOLS 
SYMBOLES 

Ron (1) 

IS(oft) 

IO(off) 

IO(off) 

IO(off) 

IO(off) 

IGSS 

IG on (2) 

SF.F 1115,SFF 1116,SFF 1117 
SFF 1118,SFF 1119 

SF.F 1115 KM, PM ~o SF.F 1119 KM,PM 

TEST CONOITIONS VALUES 
tamb VAL EURS UNITS 

CONDITIONS DE 
UNITE 

MESURE (OC) MIN. TYP. MAX. 

VOS = 0 
-55 100 n 

VGO =-30V 25 30 100 n 
IS = 1 mA 

125 125 n 

V OB =-10V 
-55 200 n 

VGO =-20V 25 200 S2 

IS = 1 mA 
125 250 n 

VOB =-20V 
-55 450 n 

VGO =-10V 25 85 450 n 
IS = 1 mA 

125 600 n 

25 -0,5 nA 
VSO = -20 V , 
VOS=VGO=VPO=OV 

125 -500 nA I 

25 -2,5 ' I1A 

125 -2500 nA 

VOS=-20V 25 -3 nA 
VSS = VGS =VPS= OV 125 300e nA 

25 -1,5 nA 
125 -1500 nA 

VOS=-20V 25 
VSB = VPS = 0 V 

-2,5 I nA 

VG6S=-30 V 

VGS = 0 V 125 -2500 nA 

VOS=-20V 25 -0,5 nA 
VSS=VPS=OV 

VG6S=0 V 
VGS = -30 V 125 -500 nA 

VGS =-20V 25 -0,5 nA 

VOS=VSS=VPS=OV 125 -500 nA 

VGB =VpB =-30V 
25 -2,4 mA 

VOB=VSB=OV 
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SF.F 1115, SF.F 1116, SEF 1117 
SEF 1118, SF.F 1119, 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

SF.F 1115 KM, PM ~oSF.F 1119 KM, PM 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE tamb VALEURS 

PARAMETRES SYMBOLES MESURE 1°C) MIN. TYP. MAX. 

Threshold voltage Inote 3) 
Tension de seuil 

VSB=VpS =OV 
Except SF.F 1117 VGSIT ) VGD=OV -1 -2,5 
Sauf 

IS = -101lA 

VSB = VPS - 0 V 

IS = -101lA 

VG1 .5D = 0 V -1 -2,5 

I 
VG6B = -20V 

SF.F 1117 VGS(T) 
I 

VSB - VPS - 0 V 
I 

IS = -101lA 

L VG60 =OV -1 -2,5 

VG1B = -20 V 

I 

BV OSB 
VGS=VSB=VPS=OV 

-30 
10 = -1001lA 

BVSOB 
VGO - VOB - VPO-O V 

-30 
I Breakdown voltages IS = -1001lA 

(note 3) 
Tensions de claquage VpB=VOB=VSB=OV BVGSB 

IG =-100IlA -35 

BVpSB 
VGB = V OB = VSB=O V 

-35 
Ip = -1001lA 

Capacitances CGS f = 1 MHz 1,2 Capacites CGO Bias OV 

COS 
Polarisation 

0,2 

VSB =-5V 

CSB f = 1 MHz 2.5 
Other pins : 0 V 
Autres broches 

SF.F 1115 
VOB = -5 V 

COB 
f = 1 MHz 

SF.F 1116 10 

SF.F 1118 
Other pins :0 V 
Autres broches 
VDB - 5V 
f = 1 MHz 

SF.F 1117 COB VG6B = - 20 V 12 
Other pins :0 V 
Autres broches 

VOB = -5 V 

SF.F 1119 CDB f = 1 MHz 
6 

Other pins OV 
Autres broches 

(1) For SF.F 1115 thiS IS resistance from each source or drain terminal to the common Internal mode 
Pour Ie SF. F 1115 cee; est /a resistance entre chaque source ou drain et Ie noeud interne commun 

-5 

-5 

-5 

UNITS 
UNITES 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

pF 

pF 

pF 

pF 

pF 

pF 

12) Not applicable to SF.F 1118 13) Over operating free·air temperature range,except typical values at 25°C 
Non applicable au SF.F 1118 Dans toute la gamme de temperature,sauf valeurs typiques a 25°C 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

On resistance 
Resistance de conduction 

I nput leakage current 
Courant de fuire d'entree 

Output leakage current 
Courant de fuile de sortie 

SF.F 1115 

SF.F 1116 

SF.F 1118 

SF.F 1119 

SF.F 1117 

Gate leakage current 
Courant de fuite de grille 

Pull·up current 
Courant de MOS de charge 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Ron (1) 

ISloft) 

IOloff) 

IOloff) 

IOloff) 

IOloff) 

IGSS 

IG on (2) 

SFF 1115. SFF 1116. SF.F 1117 
SFJ 1118. SFF 1119 

SF.F 1115 KT, PT ~o SF.F 1119 KT, PT 
-

TEST CONOITIONS VALUES 
tamb VALEURS UNITS 

CONDITIONS DE 
UNITEl 

MESURE 1°C) MIN. TYP. MAX. 

-20 30 125 n 
VOB = 0 f-- -- f--.- f-
VGO =-30V 25 30 125 n 
IS = 1 mA f---

85 150 n 

-20 250 n 
VOB =-10V 

VGO =-20V 25 250 n 
IS = 1 mA 

85 300 n 

VOB =-20V 
-20 85 500 l! 

VGO =-10V 25 85 500 n 
IS = 1 mA 

85 600 n 

25 -5 nA 
VSO =-20 V 

VOB = VGO = VPO = OV ! 
85 I -100 nA 

---f---. 

25 -10 nA 

85 -500 nA 

VOS=-20V 25 -10 nA 
.. -

VSB = VGS =VPS = 0 V 85 -500 nA 

25 -5 nA 

85 -250 nA 

VOS = -20V 25 -10 nA 
VS8=VPS=OV 
VG6S=-30V 
VGS = 0 V 85 -500 nA 

VOS =-20V 25 -5 nA 
VBS=VPS=OV 

VG6S=0 V 
VGS = -30 V 85 -100 nA 

VGB = -20V 25 -5 nA 

VOS = V BS = VPS = 0 V 85 -100 nA 

VGB =VpB =-30V 
25 -2,4 mA 

VOB=VSB=OV 
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SFJ 1115, SEF 1116, SEF 1117 
SEF 1118, SEF 1119, 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

SF.F1115KT,PT ~oSF.F1119KT,PT 

! 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE tamh VALEURS 

PARAMETRES SYMBOLES 
MESURE ("C) MIN. TYP. MAX. 

Threshold voltage (note 3) 
Tension de seuil 

VBS=VpS =OV 
ExceptSF.F 1117 
Sauf VGS(T) VOG=OV -1 -2,5 i 

IS' = -101lA i 
VSB =VPS=OV 

IS -101lA I 
I -1 -2,5 VG1 .50 = 0 V I 

VG6B = -20V ! 

SF.F 1117 VGS(T) 
VSB-VpS-OV 

IS -101lA , 
VG60 =OV 

I 

-1 -2,5 

VG1B = -20V 

BVOSB 
VGS=VSB=VpS=OV! -30 i 
10 =-100IlA I 

BVSOB 
VGO - VOB - VPO=O V . 

-30 
IS = -1001lA 

Breakdown voltages 
(note 3) Tensions de c/aquage VpB = VOB = VSB = 0 V 

BVGSB 
IG =-100IlA 

-30 

BVpsB 
VGB = VOB = VSB=O V 

-30 
Ip = -1001lA 

Capacitances CGS f = 1 MHz 1,2 Capacites CGO Bias :OV 

CDS 
Polarisation 

0,2 

VSB = -5V 

CSB f = 1 MHz 2,5 
Other pins :OV 
Autres broches 

SF.F 1115 
VOB =-5V 

COB 
f = 1 MHz 

SF.F 1116 10 

SF.F 1118 
Other pins :OV 
Au (res broches 

VOB - 5V 
f = 1 MHz 

SF.F 1117 COB VG6B = - 20 V 12 
Other pins :0 V 
Au tres broches 

VOB = -5 V 

SF.F 1119 COB 
f = 1 MHz 

6 
Other pins : 0 V 
Autres broches 

(1) For SF.F 1115 thIS IS resIStance from each source or draon terminal to the common onternal mode 
Pour Ie SF. F 1115 ceci est la resistance entre chaque source ou drain et Ie noeud interne commun 

I 

I 

-5 I 

I 
-5 

I 
! 

i 
-5 I 

UNIT~ 
UNITE 

V 

V I 
I 
I 

V 

V 

V 

V 

V 

pF 

pF 

pF 

pF 

pF 

pF 

(2) Not applicable to SF.F 1118 (3) Over operating free·air temperature range,except typical values at 25°C 
Non applicable au SF.F 1178 Dans toute la gamme de 'temperature,sauf valeurs typiques a 25°C 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

4 

C 
IpF 

12 

8 

4 

o 

I 

o 

I 
\ 

f----

\ 

\ 

ROS versus V GS 
en fOllcUI)" dt' 

SF.F 1119 

t amb = 25°C 

"-

~; 
" I'\.'\. v 
,,~,> , lOv 

r---:::: ~=-20V -

-8 -16 

CSB versus V SB 
en fone t/on de 

SF.F 1119 

"- ........ _~IVGD=O) 1--

-8 -16 

SF.F 1115, SF.F 1116, SF.F 1117 
SF.F 1118, SF.F 1119 

10 1 

o 

C 
(pF 

12 

8 

4 

I 

o 
o 

-

........ 

ROS VPI SliS V GS 
CII tOllet,O/l de 

SFF 1119 

tamb = 125°C 

\~ II 
'\~ Iv 

"'- SO' "0 

,,,,- 'lov 

........... V 
Sa =0 V_ 

r--r-

~. 

-8 -16 -24 

COB versus V DB 
en fonl~llull ue 

I SF.Fi 1119 

i 

I 

1,---- S,B1VGB =0) 

-8 -16 -24 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES 

Operating free-air 

Type Package temperature range Storage temperature 
Boitier Gamme de temperature Temp6rsturtJ de stock age 

SF.Fl122KM 

SF.F1122KT 

SF.F 1122 PM 

SF.Fl122PT 

de fonctionnement 

TO-116 -55°C, + 125°C 

TO-116 -25°C, ; 85°C 

TO-86 -55°C, + 125°C 

TO-86 -25°C, 85°C 

General description 
Description genera Ie 

-65°C, 

-55°C, 

-65°C, 

-55°C, 

The SF.F 1122 PM and PT contain 4 P-channel MOS 
designed to function as 2 channels differential 
switches. Low Ron is provided by using low threshold 

silicon gate technology which achieve also low gate
drain and gate-source capacitance. 

Integrated MOS pull-up elements can supply a current 
sourceto the gate-driving circuits by applying a minus 

voltage on a pull-up gate. These elements are off when 
the pull-up gate IS connected to bulk. 

Les SF. F 1122 PM et PT contiennent 4 MOS canal P destInes 

a fonctionner en multlplexeur differentie/ a 2 voies. Un faible 

Ron est obtenu par /'utilisation d'une techn%gie gnlle 

silicium a falble seuil, qui permet egalement I'obtention de 

faibles vJleurs de capacltfj grille·drain et gnlle·source. 

Des MOS de charge integres peuvent fourntr une source de 

courant aux circuits de commande des grilles en cas de besoin. 

-I 150°C 

-+ 125°C 

+150°C 

+ 125°C 

SFF 1122 

4 CHANNEL MOS MUL TlPLEXERS 
MVL TlPLEXEVRS MOS 4 VOlES 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

VSB,V OB 

> 
M 
6 
+ 

t 
> 
0 
M 
I 

VGB,V pB IS,IO 

> t M 
6 

t 
« 
E 

0 
0 

> 

J '" M 
I 

Principal features 
Donnees principales 

I nput gate protected 
Large analog input swing: ± 10 V 

Low on reSIstance (tamb .:=. 25°) 
VI ~+10V,Ron~25qtyp. 
VI ~ -10 V, Ron = 70 U typo 

Integrated pu II up elements on gate 
inputs 
Low leakage current (PM serie, 

Ptot 

t 
:;: 
E 

0 

'" r-

~ 

tamb = 25°C) 0,5 nA max 

- Entree·grille protegee 

- Grande excursIOn de fa tension d 'en tree : 

± 10 V 

- Faible resistance de conduction (tamb = 25°C) 

V, =+10 V, Ron =25 n typo 

VI =-10 V, Ron = 70 n typo 

- MOS de charge inregres sur les entrees·grilles 

- Faible courant de fuite (serie PM, 

t amb = 25°C) : 0,5 nA ",ax 

74- 7 117 

1.03 

• 



SEF 1122 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package: TO-116 (CB-2) 
Boitier 

Top view 
Vue de deuus 

Bulk 
54 53 52 51 D 1 Subst'.' 

P NC G2 NC G1 NC NC 

N. C : No con nection 
Non connecte 

SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

G2 

3 

Package: TO-86 (CB-5) 
BoWer 

Top view 
Vue de dessu$ 

N.C : No connection 
Non connect#1 

G1 

5 

Bulk 

r----1-------------.----~----~----~----~8 B 

P 

51@ L-----~------------------+_------~r_------~9 D1 

52 11 

5312 TTT 

S4@ Tn 
L----_I~@D2 

217 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

On resistance 
Resistance de conduction 

I nput leakage current 
Courant de fuite d'entree 

Output leakage current 
Courant de fu ire de sortie 

Gate leakage current 
Courant de luire de grille 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Ron 

'S(oft) 

'O(Off) 

'GSS 

TEST CONOITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

VDB =0 
VGo =-30V 

IS =1 rnA 

VDB =-10V 
VGO =-20V 

IS = 1 rnA 

VOB =-20V 

VGO =-10V 

IS = 1 rnA 

VSO = -20 V 

VGO=O 

VOS=-20V 

VGS= VSB = 0 

VGB =-20V 

tamb 
(OC) 

-55 

25 

125 

-55 

25 

125 

-55 

25 

125 

25 

125 

25 

125 

25 

125 

SF.F 1122 

SF.F 1122 KM 
SF.F 1122 PM 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

100 n 

25 100 n 

125 n 

200 n 

200 n 

250 n 

450 n 

75 450 n 

600 n 

-0,5 nA 

-500 nA 

-0,5 I nA 

-500 nA 

-0,5 nA 

-500 nA 
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SFJ 1122 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Pull-up current 
Couran t de MOS de charge 

Threshold voltage 
Tens/on de seu II 

(note 1) 

Breakdown voltages (note 1) 
T('tls/oIlS de c/aquage 

Capacitances 
Capacites 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

IG on 

VGS(T) 

BV OSB 

BVSOB 

BVGSB 

BV pSB 

CGS 
CGD 

COS 

CSB 

COB 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE tamb 

MESURE (C,C) 

VGB =-30V 

VpB = -30 V 25°C 

VGD = 0 

VSB = 0 

ID = -10flA 

VGD=VSB=O 

ID = -100flA 

VGO = 0 

IS = -100flA 

IS = -100 flA 

VGB = 0 

I P = -100 flA 

Bias OV 
Polarisation 

f = 1 MHz 

VSB = -5 V 

Other pins 
bias: 0 V 
Polarisation des 
au tres broches : 
OV 

V DB = -5 V 

(1) Over operating free-air temperature range,except typical values at 25 0 C 
Dans route la gamme de temperature,sauf valeurs typiques a 25°C 

4/7 

106 

I 

I 

SF.F 1122 KM 
SF.F 1122 PM 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

i 

2,4 mA 

-1 -2,5 -5 V 

-30 V 

-30 V 

-35 V 

-35 V 

1,5 pF 

0,2 pF 

3 pF 

, 

5 pF 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

On resistance 
Resistance de conduction 

Input leakage current 
Courant de fuite d'cntree 

Output lea kage current 
Courant de fuite de sortie 

Gate leakage current 
Courant de fuite de grille 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Ron 

IS(oft) 

ID(off) 

IGSS 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

MESURE 

VDB = 0 

VGD =-30V 

IS = 1 rnA 

VDB =-10V 
VGD = -20 V 

IS =1 rnA 

VDB =-20V 
VGD =-10V 

IS = 1 rnA 

VSD =-20V 
VGD = 0 

VDS =-20V 

VGS= VSB = 0 

VGB =-20V 

tamb 
(OC) 

-20 

25 

85 

-20 

25 

85 

-20 

25 

85 

25 

85 

25 

85 

25 

85 

SEF 1122 

SF.F 1122 KT 
SF.F 1122 PT 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

125 n 

25 125 n 

150 n 

250 n 

250 n 

300 n 

500 n 

75 500 n 

600 n 

-5 nA 

-500 nA 

-5 nA 

-500 nA 

-5 nA 

-500 nA 
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SF.F 1122 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES £LECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Pull·up current 
Courant de M@$decharge 

Threshold voltage (note 1) 
Tension de seuil 

Breakdown voltages (note 1) 
Tensions de claquage 

Capacitances 
CapacitfJs 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

IG on 

VGS(T) 

BVOSB 

BVSDB 

BVGSB 

BVpSB 

CGS 
CGO 

CDS 

CSB 

COB 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE tamb 

MESURE (OC) 

VGB = -30 V 
25°C VpB =-30V 

VGO=O 
VSB = 0 

10 =-10/lA 

VGO=VSB=O 

10 =-100/lA 

VGO=O 

IS =-100/lA 

IS =-100/lA 

VGB =0 

Ip =-100/lA 

Bias :OV 
Polarisation 
f = 1 MHz 

VSB = -5 V 

Other pins 
bias: 0 V 
Polarisation des 
au tres broches : 
OV 

VDB = -5 V 

(1) Over operating free-air temperature range.,except typical values at 25 0 C 
Dans route 18 gamme de temperature,sauf valeurs typiques 8 250C 
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SF.F 1122 KT 
SF.F 1122 PT 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN.I TYP. MAX. 
UNITES 

I 

2.4 mA 

-1 2,5 -5 V 

-30 V 

-30 V 

-30 V 

-30 V 

1,5 pF 

0,2 pF 

3 pF 

5 pF 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

- c:. 
- II> 

to 
- II 

I 

- ~ 
~ 

~ 
"" \.< 

~.se"'-10\.< 

-6 -12 

) 

10 

8 

6 1 
.... 

4 
......... "::GD'" 0 

r-
2 

o 

'ami> 25°C-

VSB ov 

o -5 -10 -15 -20 -25 VOB(V) 

CSB 
(pF) 

10 

8 

6 

4 

f--
f--

f--

\ 

H "'-

SF.F 1122 

RDS vers~s V GS 
fin toner/on de 

tamb 125°C 

f-'B> 
f- \I 

\ 

'Z> ,"'-
'~~, 

\.< 
.... .sa ""-'0 

.............. V 
VSB~OV -- -f-1-

-6 -12 -18 

CS8 versus V 58 
en tonet/on de 

2 
........... 

VGB 0 

o 
o -5 -10 -15 -20 -25 VSB(V) 
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Complementary MOS 
MOS comp/ementaires 
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General characteristics of C-MOS logic family 
Caracteristiques generales de la famJlle logique C-MOS 

TECHNOLOGY 

Complementary MOS technology put together p. 

channel and N-channel transistors on the same mono

lithic silicon crystal to achieve an ultra low consump

tion logic family (figure 1). 

Diffusion d';solement 

N-substrate 
Substrat N 

As in classical MOS technology P-MOS transistors are 

made on a high resistivity N-tvpe substrate (10 15 atl 
cm3 ) while f\J-MOS transistors need an extra slightly 

doped (2 x 1016 at/cm 3) P·type diffusion named 

P-well or N-MOS substrate. p+ and N + source and 

drain diffusions also act as stop-channel diffusions to 

avoid parasitic transistors. 

BASIC CIRCUITS 

THE INVERTER 

Figure 2 shows a C-MOS inverter and its equivalent 

circuit. A voltage equal to VDD applied at the input 

terminal switches on the N-channel transistor and 

switches off the P-channel transistor so that the out

put voltage is VSS. In the same way a voltage equal to 

VSS applied at the input terminal switches on the p. 

channel transistor and switches off the N-channel tran

sistor so that the output voltage is VO D' Thus this 

circuit is really an inverter and the output voltage 

swing equals the input voltage swing. Transfer and 

output characteristics are shown in figure 3. 

Figure 1 

TECHNOLOGIE 

La techn%gie MOS comptementaire reunit sur Ie 

meme crista! de silicium des transistors a canal P et a 
canal N dans Ie but d'obtenir une famille logique a tres 

faible consommation (figure 1). 

Les transistors a canal P sont realises sur un substrat N 
de haute resistivite (10 '5 atlcm3 ) comme pour une 

technologie MOS c/assique tandis~ue les transistors a 
canal N necessitent une diffusion P suppJementaire, 

faiblement dopee (2 x 10 '6 atlcm3 ) appetee caisson 
P ou substrat des transistors a canal N. Les diffUsions 
p+ ou N+ de source et de drain servent aussi de dif

fusions d'isolement evitant la creation de transistors 

parasites. 

MONTAGES DE BASE 

L 'IN VERSEUR 

La figure 2 montre un inverseur C-MOS et son schema 

equivalent. Une tension d'entree egale a v DO met en 
conduction Ie transistor a canal N et bloque Ie tran

sistor a canal P si bien que la tension de sortie est 

egale a VSS. De la meme fa,on, une tension d'entree 
egale a VSS rend conducteur Ie transistor a canal P et 

bloque Ie transistor a canal N si bien que la tension de 
sortie est egale a v DD' Le circuit est bien un inverseur 
et I'excursion de tension en sortie est egale a /'excur
sian de tension d'entree. Les caracteristiques de trans
fert et de sortie sont donnees figure 3. 
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V DD 

~''''O"'O 
",~---r---~"' 

L ____ t",o"" 
~VSS 

B - Equivalent circuit A - Electrical schematic 
Schema electrique 

Figure 2 - The inverter 
Circuit equivalent 

L'inverseur 

V DD VI 

VI = VDD IN·channel) 
{canal N} 

A - Transfer characteristic B - Output characteristic 
Caracteristique de sortie Caracteristique de transfert 

Figure 3 - Inverter characteristics 
Caracteristiques de l'inverseur 

TEMPERATURE DEPENDENCE 

Output currents decrease as temperature increases at 

the typical rate of 0,3 % per °C but transfer voltage 

VTR is very stable: only ± 1,5%ofvariationoverthe 

full military temperature range -55°C to + 125°C. 

2111 
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INFLUENCE DE LA TEMPERA TURE 

Les courants de sortie diminuent avec la temperature 
au rythme de 0,3 0-6 par °C (typique). Par contre, la 

tension de transition VTR est tres stable: ± 7,5 "S de 
variation dans la gamme de temperature milita;re 

-55°C a + 125°C. 



THE LOGIC GATES 

C·MOS gates are obtained by combining the same 

number of P-channel and N-channel transistors with 

corresponding gates tied together. The fundamental 

rule to be observed is that the P·MOS and N·MOS 

configurations must be dual so that a DC path could 

not exist between VDD and VSS when inputs are 

either at low or high logic level. (fig. 4) 

LES OPERATEURS LOG/DUES 

Les operateurs /ogiques C-MOS sont obtenus en cam

binant un nombre ega! de transistors a canal N et a 
canal P dont /es grilles sant reunies deux a deux. La 
regIe fondamentale a respecter est la suivante : les 

deux niseaux de transistors doivent etre "dual" de 

ACH~--+-' 

80---...... 

3 input NOR gate 
Operateur aU·NON a 3 entrees 

3 input NAND gate 
Operateur ET-NON a 3 entrees 

4 input AND/OR/INVERT gate 
Operateur ET-OU-NON iJ 4 entrees 

Figure 4 - Logic gates 
Operateurs /ogiques 

Unlike for the inverter, the logic gate exhibits several 

distinct transfer and output characteristics following 

the input logic configuration. (fig. 5) 

VI lo--.--------------~ 

·VI3 .. o-~----_4------._J 

A - 3 input NOR gate 
Operateur aU-NON a 3 entrees 

Contrairement a f'inverseur, la porte logique presente 

p/usieurs caracteristiques de transfert et de sortie 

distinctes suivant la configuration logique des entrees. 

(fig. 5) "----~ 
VI~VO CD 

10 

V'~vo 

8 - 3 cases of input configuration 
3 configurations d'entnJe 

Figure 5 - Characteristics ~f a 3 input NOR gate 
Caracter;stiquBs d'un operateur aU-NON a 3 entrHs 
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C - Transfer characteristics 
Caractedstiques de transfert 

10 

__ ------2 

~---------------3 

VI = VSS (P-MOS) 

o - Output characteristics 
earacttlristiques de sortie 

Figure 5 - Continued 
Suite 

THE TRANSMISSION GATE 

The C-MOS transmission gate consists of two MOS 
transistors, a P-channel and a N-channel, connected 
in parallel with opposite phase control signals (fig. 6). 
This circuit acts as an ohmic switch with a low ON 
resistance depending on transistors geometry and a 

very high off resistance (_ 10" Q). This bidirectional 

switch does not exhibit offset voltage even when the 
input signal equals the control signal. The transmission 
gate is usefull in digital (flip-flop etc ... ) and analog 
(multiplexers) applications. 

.---------+----oVO 

Control input 
Entree de commande ...... 

Invert~ V 
Intlfl":U~ 6 55 

Electrical schematic 
Schtlma "ecuiqutl 

LA PORTE DE TRANSMISSION 

La porte de transmission complementaire comprend 
deux transistors MOS, un canal P et un canal N, relies 
en parall,He et commandes par des signaux en opposi
tion de phase (fig_ 6). Ce circuit fonctionne comme 
un interrupteur ohmique dont la resistance " I'etat 
passant est fonction de la geometrie des transistors et 
dont la resistance " I't!tat bloque est tres elevee 
(- 10" fl.). Cet interrupteur bidirectionnel ne presen
te pas de tension de decalage m{!me lorsque Ie .signal 
d'entree est /!gal au signal de commande_ La porte de 
transmission est utili sable pour des applications logi
ques (bascules etc .. _) et analogiques (multiplexeurs)_ 

VI 0-------0----o----c:::::J---V 0 
I rOS(on)Nii rOS(on)P 
I 
I 
I 
I 

o-----.J 
Control input 
EntnJs de commandtJ 

Equivalent circuit 
Circuit tlquivalent 

Figure 6 - The transmission gate 
La ports dB trllfllfTlission 

4/11 



ON resistance rOS(on) 
RuiltanCII b r~tat"...""t 

\ I N-channel transistor 
\ fol.. ____ ~'"".::.".;,;.,=··c:;tor"_'fI:..;c::an=al..:N'__ 
\ I 

rOS(on)N 

\ I 
\ I 

~/ 

\.. I 
\ ; 
\ I 
'x I , 

/ , 
/.---.:. ...... 

P-channel transistor 
Trans/stat' j cllflai P rOS(on)P 

Ron transmission gate = rOS(on)N/1rOS(on)P 
POns de trllff,miuiOtf 

Figure 7 - ON resistance of the transmission gate 
R4,'mmcs , rtltllt psasnt de Is porte de trsnsmission 

INPUT PROTECTION 

C-MOS circuits have a very high input impedance 
(1015 0) and during handling or testing a low energy 
static charge can develop at the input a high voltage 
capable of break down an unprotected gate ox ide. 
Thus an input protection network is used in all 
SESCOSEM C-MOS integrated circuits. Figure 8 shows 
the more often used network: a parasitic input voltage 
will be attenuated by the input RC filter and clamped 
by the protection diodes. 

PROTECTION O'ENTREE 

Les circuits C-MOS ont une impedance d'entree trtls 

elewJe (10 '5 OJ et, durant leur manipulation ou leur 
contrfJle, une charge statique de faible energie peut 

suffire II creer une haute tension a I'entree capable de 
derruire un oxyde de grille non protege. Un circuit de 
protection d'entree est donc prtlvu sur tous les circwts 

inttigrtls C-MOS SESCOSEM. La figure 8 montre Ie 
schema Ie plus souvent employe: une tension d'entrtle 

parasiteseraatttJriuee par Ie filtre RC et son amplitude 

krlttie par les diodes de protection. 

~--------~~-----oVOO 

J ..-

J 
I--

1 

Figure 8 
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LOGICAL LEVELS AND NOISE-IMMUNITY 
DEFINITIONS 

The static noise-immunity voltages VNL and VNH are 

defined as the maximum input noise amplitude that 

will be attenuated during its propagation through the 

logical system. These voltages are guaranteed higher 

than 30 % of the power supply voltage VOO - VSS' 

Oefinitions : 

maximum low level input voltage 

DEFINITIONS DES NIVEAUX LOGIQUES 
ET DE L'IMMUNITE AU BRUIT 

Les tensions d'immunite au bruit statique V NL et 
V NH sont definies comme I'amplitude maximale de 
bruit a I'entree qui sera attenuee au cours de sa pro· 
pagation a travers Ie svsreme logique. Ces tensions 
sont garanties superieures a 30 % de la tension d'ali· 

mentation V 1)0 - V SS 

Definitions: 

VILmax = tension maximale d'entree permise a i'etat bas 

6/11 
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I minimum high level input voltage I 
VIHmin= ~ tensionminimaled'entreepermiseai'etathaut I =VOO-VNH 

1 maximum low level output voltage 
VOLmax = tension maximale garantie en sortie a i'etat bas 

\ minimum high level output voltage 
VOHmin = I tension minimale garantie en sortie a i'etat haut 

VOHmin 

VOLmax 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

------l----

IVILmax 
I 
I 

with worse case input configuration 

and logical levels VILmax or VIHmin' 
avec les entrees dans leur configuration 
la plus defavorable et les niveaux logi· 

ques V,Lmax au V,Hmin' 

Figure 9 - Minimum and maximum voltage transfer characteristics (gate) 
CsrsctiJristiqutll de tl'lIfIlferf minimllle tit maximale (~rsttlUr 'imp/e) 



Example: (VS 
Exempls 

S= OV) Logical gates Flip·flops and MSI 
Operareurs/og;ques Bascules et MSI 

VOO = 5 V VOO= 10V VOO = 5 V VOO= 10V 

V IL max l,5V 

VIH min 3,5 V 

VOLmax 0,95 V 

VOH min 3,6V 

DYNAMIC DEFINITIONS 

As shown on the following timing diagrams, rise and 

fall times and transition times are measured between 
10 % and 90 % of the signal amplitude, i.e. of the 

VOO power supply voltage. Set·up and hold times, 

and propagation delay times are taken at 50 % of the 
signals amplitude. Nominal output load capacitance is 
15 pF. 

3 V 

7 V 

2,9 V 

7,2 V 

l,5V 3V 

3,5 V 7V 

O,B V 1 V 

4,2 V 9V 

DEFINITIONS DYNAMIQUES 

Comme indiquti sur les diagrammes des temps ci-apres, 
les temps de monree etde descente ainsi que les temps 
de transition sont mesures entre 10 "'6 et 90 % de 
I'amplitude du signal, c'est·a·dire de la tension d'ali· 

mentation V DO' Les temps de pnititablissement et de 
maintien sont pris II 50 % de I'amplitude des signaux. 
La capacite de charge nominale en sortie est de 15 pF. 

COMBINATIONAL LOGIC CIRCUITS 
CIRCUITS LOGIOUES COMBINATOIRES 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

o 10% ... 

L r 

I 
£n90 % 

~f-50% 

tpHL 

90%'" 

tTHL 

VOO 

~O% 
10% 

1 
Inverting output 
Sortie invenee 

I 

"' ~ 

0 

.... 

tpLH 

,r--
} 

J tTLH 
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Clock input 
Entree d'horloge 

10% 0---"':';;'-"" 

Oata input 
Entree donnees 

Output 
Sow"e 

o 

tset-up 

twt/>H 

VOO 

tpLH 

10% 

o-------~~ 

tWt/>L 

thold tset-up 

tpHL 
VOO 

90% 

tTLH tTHL 

Set-up time, hold time, propagation delay times and transition times (positive edge triggered sequential circuit) 
Temps de pr~etablissement. de maintien, de propagation et de transition (circuit sequent;e' tJec/encM par un front positif) 
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SEQUENTIAL LOGIC CIRCUITS 
CIRCUITS LOGIOUES SEOUENTIELS 

VOO----9~0~'li~o '" 
Clock input 
Entree d'horloge 

Data input 
Entree donnees 

Output 
Sortie 

o 

tset-up 

10 ~b 

O------------~~ 

tset-up 

90 % 

Set-up time, hold time, propagation delay times and transition times (negative edge triggered sequential circuit) 
Temps de p"ietab/issement, de maintien, de propagation et de transition (circuit sequentiel dlk/enchl1 par un front negatif) 

DESIGN AND OPERATING CONSIDERA
TIONS 

- UNUSED INPUTS: 

All unused inputs must be connected to either V DO 
or VSS or tied to another like input_ On printed circuit 
boards, unused inputs, i.e. only connected when the 
board is inserted in the system, must be grounded 

with 200 kn resistor to prevent e!ectrostatical damage_ 

- INPUT SIGNALS AND POWER TURN-ON: 

Low impedance signals may be applied at the circuit 

inputs only after the power supply has been turned on_ 

RECOMMANDA T/ONS D'EMPLOI 

- ENTREES INUTILISEES : 

Toutes les entrees inuti!isees doivent etre reliees a 
v DO' a v ss ou reunies a une autre entree utilisee_ 
Sur un circuit imprime les entrees inutilisees, c'est-a

dire reliees uniquement quand Ie circuit imprime est 
enfiche dans son connecteur, doivent etre mises a la 

masse par une resistance de 200 kn afin d'eviter une 

d,Uerioration par charge electrostatique_ 

SIGNAUX O'ENTREE ET MISE EN ROUTE DE 

L'ALIMENTATION: 

Des signaux a basse impedance ne peuvent etre appli

ques sur les entrees qu'apres Ie branchement de la 

tension d'alimentation. 
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- OUTPUTS LOADING: 

C-MOS outputs may be shorted to VDD or VSS or 

connected with lamps or relays provided that maxi
mum power dissipation of 200 mW per package is not 

exceeded. 

- CLOCK INPUTS: 

To avoid erroneous logic state it is important to res

pect the specified maximum clock rise and fall times. 

- DEVICES HANDLING: 

Although a protection network exists at all C-MOS 

inputs these handling precautions should be followed: 

Soldering-iron tips (low voltage preferred) and tes· 

ting equipment should be carefully grounded. 

Devices should not be handled in insulated contai

ners like plastic snow. 

- Operators should not wear nylon smock. 

Devices should not be inserted or removed from 

circuit with power on. 

10/11 
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- CHARGE DES SORTIES: 

Les sorties C-MOS peuvent etre court-circuitees a v DD 

ou a v ss ou relilies a des lampes ou des relais a condi

tion que la puissance dissipee ne depasse pas 200 mW 

par boitier. 

- ENTREES D'HORLOGE : 

Afin d'eviter un fonctionnement logique errone, il est 

important de respecter les temps de montee et de 

descente maximum d'horloge donnes dans les feuilles 

de specifications. 

- MANIPULATION DES DISPOSITIFS : 

Bien que toutes les entrees des circuits component 

un reseau de protection interne les precautions d'utili

Si/tion ci-dessous doivent etre sui vies : 

Les fers a souder lsi possible basse tension) et les 

i!quipements de test doivent {Hre soigneusement 

mis a la masse. 

Les dispositifs ne doivent pas etre manipules, enfi

cMs dans un materiau isolant tel que la mousse 

plastique. 

Les operateurs ne doivent pas porter de blouse en 

nylon. 

Les dispositifs ne doivent pas etre mis en place ou 

enleve d'un montage sous tension. 



Absolute maximum 
Valeurs limites absolues 

ratings 

Operating temperature ................................... . 
Tem~,ature de fonctionnement 

Storage temperature ..................................... . 
TemptJrature de stockage 

Voo supply voltage ................................... . 
TensIon d'alimentBtion V DD 

Input voltage (any input) ................................. . 
Tension d'entree (toutes entrees) 

Power dissipation (per package) 
Dissipation de puiSSllnce par baTtier 

EV 
KM 

EV 
KM 

-40°C .. + 85°C 
-55°C .. + 125°C 

-55°C .. + 125°C 
-65°C .. t-175°C 

VSS -0,3 V';; VOO';; VSS + 15 V 

200mW 
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SFJ 24000 A, SF. F 24001 A 
SF. F 24002 A, SF. F 24025 A 

C-MOS NOR GATES 
OPERATEURS OU-NON C-MOS 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Type Package 
Boitier 

SF.F 24000 AEV 
·SF.F 24001 AEV TO-116 
SF.F 24002"'-EV 
SF.F 24025 AEV 

SF.F 24000 AKM 
SF.F 24001 AKM 

TO·116 
SF.F 24002 AKM 
SF.F 24025 AKM 

IDENTIFICATION TABLE 
TABLE D'IDENTlFICA TlON 

Type 

Operating free-air 
temperature range 

Gemme de tem~,..ruffl 
de fonctionnement 

-40°C, + 85°C 

-55°C, + 125°C 

Supply voltage 
Storage temperature Tension rraliment.tion 
rempmtuffl de 'tack.,. 

VDD - Vss 

-55°C, + 125°C 3V, 15 V 

-65°C, + 150°C 3 V, 15 V 

Function 
Fonction 

SF.F 24000 A Dual 3 input NOR gate plus inverter 

SF.F 24001 A 

SF.F 24002 A 

SF.F 24025 A 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Static operation 
Fonctionnement statique 

Only one power supply 
Une seule tension d'alimentation 

Ultra low power supply consumption 
Tres faible puissance dissipee 

Medium speed operation 
Vitesse de fonctionnement moy9nnfl 

Low output impedance 
Faible im~dance de sortie 

Double diode input protection 
Double diode de protection aux enrrees 

Double operateur aU-NON 8 3 entrees plus inverseur 

Quadruple 2 input NOR gate 
Quadruple optJrareur aU-NON a 2 entrees 

Dual 4 input NOR gate 
Double operareur aU-NON a 4 entrees 

Triple 3 input NOR gate 
Triple operareur aU-NON a 3 entrees 

10nW 

500 n at high level and 200 n at low level (typ.) 
500 n IJ I'etat hautet 200 n a rtJtlItbas (typ.) 

Input voltage 
T'nlion d'ant,.. 

min. 

VSS 

VSS 

typical at : 
typiquelJ 

max. 

VDD 

VDD 

VDD = 10 V 

tamb = 25°C 
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SF. F 24000 A, SF. F 24001 A 
SEF 24002 A, SEF 24025 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEURS LlM/TES A BSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'a/imentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'entrH (entr~e quelconqueJ 

Device dissipation (per package) 
Dissipation (par baiti.r) 

Operati ng temperature 
Temp4rature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stock. 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package : TO-116 (CB·2) 
BoTtier 

VDD F E 

NC NC A 

D 

B 

K 

C 

SF.F 24000 A 

Package: TO·116 (CB·2) 
BoTtier 

Top view 
Vue de deSlU' 

L G 

Top view 
VuedsdBUUS 

A. B C D NC VSS 

SF.F 24002 A 

2/7 
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SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VALEURS 

VDD VSS -0,3 V, VSS +15V 

V, VSS -0,3 V, VDD +0,3 V 

Ptot 

toper 
EV 
KM 

tstg EV 
KM 

Package: TO-116 (CB·2) 
BoTtier 

VDD H G 

200mW 

-40°C, 
-55°C, 

-55°C, 
-65°C, 

M L 

SF.F 24001 A 

Package: TO-116 (CB·2) 
BoTtier 

A B D E F 

SF.F 24025 A 

+ 85°C 
+ 125°C 

~ 125°C 
+150"C 

Top view 
Vue de dessus 

F E 

Top view 
Vue de dessus 

K VSS 



SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

Input 
Entree 

Inverter 
Inverseur 

IQ-1-----+-----.-Jr,p 

3 input NOR gate 
Operateur OU·NON a 3 entrees 

Inputs 
Entrees 

Inputs 
Entrees 

SF.F 24000 A, SF.F 24001 A 
SF. F 24002 A, SF. F 24025 A 

.---+-----1~-----o ~o~~f.ut 

L---------...... ------_O VSS 

2 input NOR gate 
Operateur aU-NON a 2 entrees 

.-t---1>-I--.... -t--+---o ~~~f.ut 

L-----+-----~----_+--~OVss 

4 input NOR gate 
Operateur aU-NON a 4 entrees 

r-------------~~-----oVDD 

~~~: O----..... ----C:R:::J----+---- ~~r;;:i~/e 
1 kfl (typ.) 

Input protection (all inputs) 
Protection d'entrfle fsur routes les entrees) 
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SF.F 24000 A, SF.F 24001 A 
SF. F 24002 A, SF.F 24025 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERlsnaVES STA naVES 

'" TEST CONDITIONS 

"'''' CONDITIONS DE -' .... 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES a"" ~~ Vo V DD >>-

"'''' Ivi IVI 

QUiescent device current 
Courant d'alimentation 'OL 
au repo$ 

10 

Quiescent device disSipation / 
package POL Puissance disslpee par baitier 
au repos 10 

Low level output voltage 
VOL 

V,=VOO 
Tension de sortie a 

'O=OmA rerat bas 
10 

HIgh level output voltage 
VOH 

V,=VSS 
Tension de sortie a 
retst haut 'O=OmA 

10 

N channel threshold voltage 
VITOIN 'O=10.A Tension de seui! du canal N 

P channel threshold voltage 
VITOI? 'O=-10.A Tension de seuiJ du canal P 

NOise immunity at Input 3,6 
low level V 'O=OmA Immunite au bruit. entree nL 
a retat bas 7,2 10 

(note 1) 

NOise immunity at input 0,95 

high level VnH IO=OmA Immunire au bruit, entree 
iJ retat haut 2,9 10, 

(note 1) 

Output drtve current 0,4 
N channel 

'dN V,=VOO Courant de sortie 
canal N 0,5 10 

Output dnve current 2,5 

P channel 
'dP V,=Vss Courant de sortie 

canal P 9,5 10 

Input current 

" Courant d'entree 

min. 

4,99 

9,99 

1,5 

3 

1,4 

2,9 

0,5 

1,1 

-0,62 

-0,62 

SF.F 24000 AKM, SF.F 24001 AKM 
SF.F 24002 AKM, SF.F 24025 AKM 

VALUES 
VALEURS '" "'''' ........ 

-55°C 25"C 125°C z;;; 
::J::J 

typo min. typo max. min. typo 

0.05 0,001 0,05 .A 

0,1 0,001 0,1 .A 

0,25 0,005 0,25 15 .W 

1 0,01 60 .W 

0,Q1 0 0,01 0,05 V 

0,01 0,01 0,05 V 

4,99 4,95 V 

9,99 10 9,95 V 

1,7 1,5 1,3 V 

-1,7 -1,5 -1,3 V 

1,5 2,25 1,4 V 

3 4,5 2,9 V 

1,5 2,25 1,5 V 

4,5 V 

0,4 0,28 mA 

0,9 2,5 0,65 mA 

-0,5 -2 -0,35 mA 

-0,5 -1 -0,35 mA 

10 pA 

Note 1 . For definition of these parameters see "General characteristics of C·MOS logic family". 
Voir la definition de pes parametres dans "CaractiJristiques generales de la famille logique C·MOS". 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

"> TEST CONDITIONS 
en'" CONDITIONS DE ...J.,J 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES COOl 

::;~ 
Vo VOO >" 

Vl"> IV) IV) 

Quiescent device current 
5 

Courant d'alimenration 'Ol 
au repos 

10 

QUiescent device diSSipatiOn I 5 

package POL Puissance disslpee par bairler 
au repos 10 

5 
Low level output voltage 

VOL 
V,=V OO 

Tension-de sortie a 
IO=DmA /'etat bas 

10 

5 
High level output voltage V,=VSS 
Tension de sortie a VOH 
f'erar haul IO=OmA 

10 

N channel threshold voltage 
VITO)N 'O=lO~A Tension de seuil du canal N 

P channel threshold vortage 
VITO)P 'D=- lO.u A Tension de seuil du canal P 

NOise Immunity at Input 3,6 5 
low level V 'O=OmA Immunite au bruit. entree nl 
a I'etat bas 7,2 10 

(note 1) 

NOise immuniTY at input 0,95 5 
high level V lo=OmA Immunite au bruit, entree nH 
a retat haut 2,9 10 

(note 1) 

Output drive current 0,4 5 
N channel 

'dN Courant de sortie V,=V OO 
canal N 0,5 10 

Output drive current 2,5 5 

P channel 
' dP 

V,=Vss Courant de sortie 
canal P 9,5 10 

Input current 

" Courant d'entree 

-40°C 

min. typo 

4,99 

9,99 

1,7 

-1,7 

1,5 

3 

1.4 

2,9 

0,35 

0,72 

-0,35 

-0,3 

SF.F 24000 A. SF.F 24001 A 
SF.F 24002 A. SF.F 24025 A 

max. 

0,5 

5 

2,5 

50 

0,Q1 

0,01 

SF.F 24000 AEV, SF.F 24001 AEV 
SF.F 24002 AEV, SF.F 24025 AEV 

VALUES 
VALEURS "> 

~~ 
25°C 85°C z;;; 

:0:> 
min. typo max. min. typo max. 

0,005 0,5 15 ~A 

0,005 5 30 ~A 

0,025 2,5 75 ~W 

0,05 50 300 pW 

° 0,Q1 0,05 V 

° 0,01 0,05 V 

4.99 5 4,95 V 

9,99 10 9,95 V 

1,5 1,3 V 

-1,5 -1,3 V 

1,5 2,25 1,4 V 

3 4,5 2,9 V 

1,5 2,25 1,5 V 

3 4,5 3 V 

0,3 1 0,24 mA 

0,6 2,5 0,48 mA 

-0,3 -2 -0,24 mA 

-0,25 -1 -0,2 mA 

10 pA 

Note t : For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family". 
Voir la definition de ces parametres dans "Caracreristiques generales de la famille logique C-MOS". 
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SFJ 24000 A, SEF 24001 A 
SFJ 24002 A, SEF 24025 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay time, high to low level output 
Temps de propagation a /a decroissance du 
signal de sortie 

Propagation delay time, low to high level output 
Temps de propagation .8 /8 croissance du signal 
de sortie 

Transition time, high to low level 
Temps de transition a la decroissance 

Transition time, low to hi'gh level 
Tsmps de transition a /a croissance 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay time, high to low level output 
Temps de propagation a la decroissance du 
signal de sortie 

Propagation delay time, low to high level output 
Temps de propagation a fa croissance du signal 
de sortie 

Transition time, high to low level 
Temps de transition a fa decroissance 

Transition time, low to high level 
Temps de transition a la croissance 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

NOTE 1: 

(Note 11 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tpHL 

tpLH 

tTHL 

tTLH 

CI 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tpHL 

tpLH 

tTHL 

tTLH 

C1 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

MESURE 

Any input 
routes entrees 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE 

MESURE 

Any input 
Toutes entnJes 

SF.F 24000 AKM. SF.F 24001 AKM 
SF.F 24002 AKM. SF.F 24025 AKM 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VDD UNITES 
(VI min. typo max. 

5 35 50 n, 

10 25 40 n, 

5 35 95 n, 

10 25 45 n, 

5 65 125 n, 

10 35 70 n, 

5 65 175 n, 

10 35 75 n, 

5 pF 

SF.F 24000 AEV. SF.F 24001 AEV 
SF.F 24002 AEV. SF.F 24025 AEV 

VALUES 

VDD 
VAL EURS UNITS 

UNITES 
(V) min. typo max. 

5 35 80 n, 

10 25 55 n, 

5 35 120 n, 

10 25 65 n, 

5 65 200 n, 

10 35 115 n, 

5 65 300 n, 

10 35 125 n, 

5 pF 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL = 15 pF. and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VDD = 0,3 "/oC. 
Cel splcifiestion. IOnt ..,.tablfll pour t.mb = 2SOC, CL = '5 pF, .t tem",_ CIOI,.nce .t de tMcro; •• nCfl' r.ntr_ = 20 nl. Coeffic;'nt '* hmJ· 
peratun typiqw pour toute ..,aleur de V DD = 0,3 % /oC. 

617 

130 



TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

o 10% 

SEF 24000 A, SEF 24001 A 
SFJ 24002 A, SEF 24025 A 

90% 

o 

TRANSITION TIMES AND PROPAGATION DELAY TIMES 
TEMPS DE TRANSITION ET DE PROPAGA TlON 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Type Package 
Boitier 

SF.F 24008 AEV Mp·117 

SF.F 24008 AKM Mp·117 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Operating free-air 
temperature range 

Gemme de tem~rature 
de fonctionnement 

_40°C, + 85°C 

-55D C, + 125°C 

The SF.F 24008 A is a 4 bit full adder realized with 
C·MOS technology. The circuit performs full binary 
addition for two words of 4 bit each (A 1 to A4 and 
81 to 84). It delivers the four sum bit ~1 to ~4 and a 
fast parallel "carry out" to permit high speed operation 

when using several SF.F 24008 A. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Static operation 
Fonctionnement statique 

Low static power consumption 
Faible puissance dissipee au repos 

- High speed operation 
Vitesse de fonctionnement elevee 

Carry-in to carry-out propagation delay time 
Temps de propagation de I'entree report a la sortie report 

Double diode input protection 
Double diode de protection aux entrees 

Supply voltage 

SFF 24008 A 

4 BIT FULL ADDER 
ADDITIONNEUR 4 BITS 

Input voltage 
Storage temperature Ten,ion rralimentation Tension d'entr" 
Temp~raruffl de ttockllfJII 

VOO - VSS min. max. 

-55°C, + 125°C 3 V, 15 V VSS VOO 

-65°C, + 150°C 3 V, 15 V VSS VOO 

LeSF.F 24008 A est unadditionneur 4 bits realise en techn%gle 

C·MOS. Le circuit effectue I'OOd/tion binaire de deux mots de 

4 bits chacun fA 1 a A4 et 81 a 84). /I fournit /a somrne sur 4 bits 

et une sortie "report" anticipl} permertant un fonctionnement a 
vitesse elevee avec plus/eurs SF.F 24008 A. 

10llW typical at : 
typique a 

VOO = 10 V 

CL 15 pF 

tamb = 25°C 
45 ns 

74·7 1/8 
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SF.F 24008A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'alimenr.tion continue 

Input voltage (all inputs) 
Ten.ion d'entrH fentn16 quelconqueJ 

Device dissipation (per package) 
Oissipation (par bottier) 

Operating temperature 
remp4ratur. ,. fanerionn"",,,nt 

Storage temperature 
remp4rBtureth stockDf/tl 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package MP-117 (CB-79) 
Boftier 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

VI 

Ptot 

toper 

~tg 

Top view 
Vue 1M dtlssUI 

Carry-out 
Sortie report 

VALUES 
VALEURS 

VSS -0,3 V , VSS +15V 

VSS -0,3 V, VDD +0,3 V 

EV 
KM 

EV 
KM 

Carry-in 
Entnle rtlfJOrt 

200mW 

-400C, + 85°C 
-55°C, + 125°C 

-55°C, +125°C 
-65°C, + 1500C 

A4 B3 A3 B2 A2 Bl Al VSS 
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LOGIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

B4 

A4 

B3 

A3 

B2 

A2 

B 1 

Al 

Carry-in 
Entree report 

15 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

TRUTH TABLE 
TABLE DE VER/TE 

,-- High speed carry look-akead 
Report anticipe 

A4 B4 C4 

L L L 

H L L 

L H L 

H H L 

L L H 

H L H 

L H H 

H H H 

I 

Carry-out 
Sortie report 

L 

L 

L 

H 

L 

H 

H 

H 

SEF 24008 A 

Sum 
Somme 

f 
C4 

Sum 
Somme 

t 
C3 

Sum 
Somme 

t 
C2 

Sum 
Somme 

t 

L4 

L 

H 

H 

L 

H 

L 

L 

H 

14 

~ 

f----® 

~ 

f----® 

Carry-out 
Sortie report 

L3 

L2 

Ll 

Sum 
outputs 
Sorties 
somme 
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SF.F 24008 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

~3 
TEST CONDITIONS 

CONDITIONS DE 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES III'" ::I!~ Vo VOO >).; 

"'''' (VI (VI 

Quiescent device current 5 

Courant d'alimBntation IOL 
8U rtlpOS 10 

Quiescent device dissipation I 5 
package 

POL Puissance dissip/Je par boTrier 
au repos 10 

Low level output voltage 5 
Tension de sortie a VOL 
I'etst bas 

10 

High level output voltage 5 

Tension de sortie iJ VOH 
retat haul 10 

N channel threshold voltage ~(TOIN IO=20"A Tension de stluil du canal N 

P channel threshold voltage r--(TOIP IO~20"A Tension de seuil du canal P 

0,95 5 

Noise immunity at input VnL 
high level 2,9 10 
Immunite au bruit, entrtle 
a I'etst haut -

3,6 5 
(note II VnH 

7,2 10 

Carry 0,5 5 
output 
Sortie 

Output drive current report 0,5 10 
N channel IdN 
Courant de sortie 
canal N Sum 3 5 

outputs 
SOrties 
somme 3 10 

Carry 4,5 5 
output 
Sortie 

Output drive current 
report 9,5 10 

P channel IdP 
Courant de sortie 
canal P Sum 2 5 

outputs 
Sorties 
somme 7 10 

Input current 
II Courant d'enrree 

VALUES 
VAL EURS 

-55"C 25"C 

min. typo max. min. typ. 

5 0.3 

10 0,5 

25 1,5 

100 5 

0,01 a 

0,01 a 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,31 0,25 0,5 

0,93 0,75 1,5 

0,012 0,01 0,2 

0,31 0,25 0,5 

-0,31 -0,25 -0,5 

-0,93 -0,75 -1,5 

-0,012 -0,01 -0,2' 

-0,185 -0,15 -0,3 

10 

Note1: For definition of these parameters see "General characteristiCS of C-MOS logic family" 
Voir la definition de ees parametres dans "CarsctBr;st;que, ginerales dB la 'smilie log;que C-MOS" 
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SF.F 24008 AKM 

'" ~~ 
125"C Z~ 

:l::> 
max. min. typo max. 

5 300 

"A 
10 600 

25 1500 

"W 
100 6000 

0,01 0,05 

v 
0,01 0,05 

4,95 
V 

9,95 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 

V 

2,9 

1,5 

V 

3 

0,175 

r--
0,53 

mA 

0,007 

0,175 

-0,175 

-0,53 
mA 

-0,007 

-0,105 

pA 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

.,13 TEST CONOITIONS 
CONDITIONS DE -' ... PARAMETERS 00 MESURE 

PARAMETRES "' .. :UI! 
>>- Vo Vo 
Ill", 

IVI IVI 

Qutescent device current 5 

Courant d'alimenr.rion 'OL 
au repO$ 10 

QUiescent deVice diSSipation f 5 
package POL Puissance disslpee par bairier 
au repos 10 

Low level output voltage 5 
Tension de sortie a VOL 
J'erarbas 

10 

High level output voltage 5 

Tension de sortie a VOH 
ret.r haut 10 

N channel threshold voltage 
V'TOI~ 'O=20"A TenSion de leu;/ du canal N 

P channel threshold voltage V,TOIP 'O=-20"A TenSion de seuil du canal P 

0,95 5 

NOise Immunitv al Input VnL 
high level 2,9 10 
Immunlte au bruit, entree 
if ret., haur -

3,6 5 
(note 11 VnH 

7,2 10 

Carry 0,5 5 
output 
Scxtie 

Output drive current report. 0,5 10 
N channel 'dN Courant de sortie 
canalN Sum 3 5 

outputs 
Sortie, 
somms 3 10 

Carry 4,5 5 
output 
Sortie 

Output drive current ,."or, 9,5 10 
P channel 'dP Courant de .orti, 
canlllP Sum 2 5 

outputs 
Sortie • 
.om",. 7 10 

Input current 

" Courant d'entrl!e 

VALUES 
VAL EURS 

-40°C 2SOC 

min. typo max. min. typo 

50 0.5 

100 1 

250 2,5 

1000 10 

0,01 0 

0,01 0 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,155 0,13 0,5 

0,6 0,5 1,5 

0,009 0,007 0,2 

0,24 0,2 0,5 

-0,155 -0,13 -0,5 

-0,6 -0,5 -1,5 

-0,008 -0,007 -0,2 

-0,12 -0,1 -0,3 

10 

Note1: For definition of these parameters see "General characteristics of C·MOS logic family" 
Voir III tMfinition de CflI parlltn~tf'll' dan. "Cllracreriltique. ge~rllles de la 'amille logique C·MOS" 

SF.F 24008 A 

SF.F 24008 AEV 

'" Ill'" ...... 
85°C z;;; 

:>::' 
max. min. typo max. 

50 700 

"A 
100 1400 

250 3500 

"W 
1000 14000 

0,01 0,05 

V 
0,01 0,05 

4,95 

V 

9,95 

1,3 V • -1,3 V 

1,4 

V 

2,9 

1,5 

V 

3 

0,105 

0.4 

mA 

0,005 

0,16 

0,105 

-0.4 
mA 

-0,005 

-O,os 

pA 

5/8 

131 



SF.F 24008 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES OYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay time at sum outputs 
Temps de propagation aux sorties samms 

From sum input 
D'une entree samme 

From carry input 
De rentr6e rtlport 

Propagation delay time at carry output 
Temps de propagation 8 Ia sortie report 

From sum inputs 
Des entries samme 

From carry input 
Dp I'entr~e report 

Transition delay time 
Temps de transition 

Sum outputs 
Sorties somme 

Carry output 
SOftie report 

Input capacitance 
CapacjttJ d'entree 

NOTE 1, 

(Note 11 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBDLES MESURE 

'PHL"PLH 

'PHL·'PLH 

'THL·'TLH 

CI 
Any input 
Toutes entree. 

SF.F 24008 AKM 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VOO UNITES 
IV) min. typo max. 

5 900 1300 ns 

10 325 500 ns 

5 900 1300 ns 

10 325 500 ns 

5 320 600 ns 

10 120 200 ns 

5 100 175 ns 

10 45 75 ns 

5 1250 2200 ns 

10 550 900 ns 

5 125 225 ns 

10 45 75 ns 

10 pF 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL = 15 pF. and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VOO = 0,3 %/oC. 

Ces specificationssontvalables pour tamb = 25°C. CL = 15 pF. et temps de croissance e't de decroissancea I'entree =20 ns. Coefficient de tem· 
perature typiquepour toute valeur de V DO = 0.3 %f>c. 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAM/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

PropB98tion delay time at sum outputs 
Temps de prolJll9Btion aux SOftieS somme 

o From sum input 
. D'une entree fomme 

From carry input 
Del'entrtlereporr 

Propagation delay time at carry output 
Temps de propagation b Ia sorriereport 

From sum inputs 
Des entrees somme 

From carry input 
Ot" I'entree report 

Transition delay time 
Te.nps de transition 

Sum outputs 
Sorties somme 

Carry output 
SOrtie report 

Input capacitance 
Cllpacite d'e~e 

NOTE " 

(Note 11 

TEST CON OITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

tpHL"PLH 

tpHL,tpLH 

tTHL·'TLH 

CI 
Any input 
Toutes 8ntrtles 

SEF 24008 A 

SF.F 24008 AEV 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

VOO UNITES 
IV) min. typo max. 

5 900 2000 ns 

10 325 650 ns 

5 900 2000 ns 

10 325 650 ns 

5 320 BOO ns 

10 120 240 ns 

5 100 200 ns 

10 45 90 ns 

5 1250 2900 ns 

10 550 1100 ns 

5 125 290 ns 

10 45 90 ns 

10 pF 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL ::;: 15 pF. and input rise and fall time::;: 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VOO::;: 0,3 %/oC. 

Ces specificarioossOlJtvalabiespour tamb = 25°C. CL = 15 pF. et temps de croissance et de dfkroissance a J'entree = 20 ns. Coefficient de rem 
peraftJre typique pour tau re valeur de V DD = 0,3 %JoC 
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SEF 24008 A 

DYNAMICAL WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIQUES 

Input 
EntrtJlI 

Output 
Sortie 

I 

1 
< 

\ 

o 

OO%n~ 
50%-'\ 

o 

~10% 0 

~-----------------------------

.I 
9O:~ 

I+-____ t-'--P'-'-H=-L ___ ~_ '0-l_~ ~"k-.;.110;...;.% ___ ~0 ..... ___ _ 

1} .... 90% 

5O%-¥-

10% 

PROPAGATION DELAY TIMES AND TRANSITION TIMES 
TEMPS DE PROPAGATION ET DE TRANSITION 
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SEF 24011 A, SFJ 24012 A, SEF 24023 A 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES PRINCIPALES 

Type Package 
Boitie' 

SF.F 24011 AEV 
SF.F 24012 AEV TO-116 
SF.F 24023 AEV 

SF.F 24011 AKM 
SF.F 24012 AKM TO-116 
SF.F 24023 AKM 

IDENTIFICATION TABLE 
TABLE D'IDENT/FICA T/DN 

Type 

SF.F 24011 A 

SF.F 24012 A 

SF.F 24023 A 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Static operation 
Fonctionnement statique 

Only one power supply 
Une seule tension d'alimentation 

Operating free-air 
temperature range 

&mmfl de tIImp4,..rure 
de fonctionnement 

-40°C, + B5°C 

-55°C, + 125°C 

Ultra low power supply consumption 
rnls faible puiSSllnce diuipee 

10nW 

Medium speed operation 
ViteSSfl de fonctionnement moyenne 

C-MOS NAND GATES 
OPERA TEURS ET-NON C-MOS 

Supply voltage 
Storage temperature Ten.ion trallm.nt.tlon 
rempnftJre d. 'tack.". 

VDD - VSS 

-55°C, + 125°C 3V 15 V 

-65°C, + 150°C 3V 15V 

Function 
Fonction 

Quadruple 2 input NAND gate 
Quadruple oplJrateur ET-NON IJ 2 entrees 

Dual 4 input NAND gate 
Double porte ET·NON ,8 4 entrees 

Triple 3 input NAND gate 
Triple operateur ET·NON B 3 entrHs 

Input voltage 
r.mion d'entrH 

min. 

VSS 

VSS 

typical at : 
typique ~ 

max. 

VDD 

VDD 

Low output impedance 
Faible impedsnce de sortie 

400 n at high level and BOO n at low level (typ.) 
400 n 8 /'6ro' h/IU," 800 n 8 1'6'0' bos (typ.) 

VDD = 10V 

tamb = 25°C 

Double diode input protection 
Double diode de protflCtion aux entnJe, 

74 - 2 1/7 
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SEF 24011 A, SEF 24012 A, SEF 24023 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'mlmentlltion continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'BntrH (sntrtJII quelconqus) 

Device dissipation (per package) 
Di"ip.tion f"., boTtisr) 

Operating temperature 
rtlmperature dII fonctionnement 

Storage temperature 
Tsmp4rstuffl de stockage 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

VI 

Ptot 

toper 

tstg 

VALUES 
VALEURS 

VSS -O,3 V, VSS +15 V 

VSS -O,3 V, VDD +0,3 V 

200mW 

EV -40"C .. + 85°C 
KM -55°C .. + 125°C 

EV -55°C .. +125°C 
KM -65°C .. +150"C 

Package: TO-116 (CB-2) 
BoTtier 

Top view 
Vue de dessus 

Package: TO-116 (CB-2) 
BaTtier 

Top view 
Vue de dessus 

2/7 
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SF_F 24011 A 

Package: TO-116 (CB-2) 
Boitier 

SF_F 24023 A 

K 

J A 

Top view 
Vue de deuus 

H G F E NC 

B C D NC VSS 

SF_F 24012 A 



SFF 24011 A, SF.F 24012 A, SFJ 24023 A 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

Inputs 
Entrees 

Inputs 
Entrees 

-------;iJ-p.-------~------~--O V DD 

I Output 
Sortie 

5' 
Input 
Entree o---------~------+-~ IN 

2 input NAND gate 
Operateur ET-NON a 2 entrees 

r------.-------.------~~O VDD 

L-+---_--+---_--I---4---o ~o~:;.ut 

~r 
~--------+-------r------~~N 

J :f 
':r ------------------------------1~~ovss 

4 input NAND gate 
Operateur ET-NON a 4 entrees 

~ 

3 input NAND gate 
Operateur ET·NON a 3 entrees 

I:f 
o Vss 

--_------...... --0 V DD 

R 
1 kD (typ.) 

~~~r~ 0-...... -..-:-~~t--~ ....... ;~r;:~i~/e 

----------..... -0 V SS 

Input protection lall inputs) 
Protection d'enm]e (sur routes !es entrees) 
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SF.F 24011 A, SF.F 24012 A, SF.F 24023 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES SF.F 24011 AKM. SF.F 24012 AKM. SF.F 24023 AKM 

'" TEST CONOITIONS VALUES "' ... CONDITIONS DE '" -'-.j VALEURS 
PARAMETERS 00 MESURE "' ... 
PARAMETRES "'''' 

1- .... 

:;;:!; 
Vo VOO 

-55°C 25°C 125°C Z'< 
>->- ::0:> 

"'''' IV) IV) min. typo max. min. typo max. min. typo max. 

Quiescent device current 
5 0.05 0.001 0.05 3 "A 

Courant d'alimenrarion IOL 
au repos 

10 0,1 0,001 0,1 6 "A 

Quiescent device dissipation I 5 0,25 0,005 0,25 15 "W 
package 

POL Puissance dissipee par baitier 
au repos 10 1 0,01 1 60 "w 

Low level output voltage VI=VOO 
5 0,01 0 0,01 0,05 V 

Tension de sortie a VOL 
retar bas IO=OmA 

10 0,01 0 0,01 0,05 V 

High level output voltage VI=VsS 
5 4,99 4,99 5 4,95 V 

Tension de sortie a VOH 
rerat haut IO=OmA 

10 9,99 9,99 10 9,95 V 

N channel threshold voltage VITO)N IO=10"A 1,7 1,5 1,3 V Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage 
VITO)P IO=-10"A -1,7 -1,5 -1,3 V Tension de seuil du canal P 

Noise immunity at input 3,6 5 1,5 1,5 2,25 1,4 V 
low level V nL IO=OmA 
Immunite au bruit, entree 
a !'erat bas 7,2 10 3 3 4,5 2,9 V 

(note 11 

Noise immunity at input 0,95 5 1,4 1,5 2,25 1,5 V 
high level VnH IO=OmA Immunire au bruit, entree 
a retat haut 2,9 10 2,9 3 4,5 3 V 

(note 1) 

0,5 5 0,31 0,25 0,5 0,175 mA 
SF.F24011A 
SF,F24023A 

Output drive current 0,5 10 0,62 0,5 1,2 0,35 mA 
N channel IdN Courant de sortie 
canal N 0,5 5 0,15 0,12 0,25 0,085 mA 

SF.F24012A 

0,5 10 0,31 0,25 0,6 0,.175 mA 

Output drive current 4,5 5 -0,31 -0,25 -0,5 -0,175 mA 
P channel IdP Courant de sortie 
canal P 9,5 10 -0,75 -0,6 -1,2 -0,4 mA 

Input current II 10 pA Courant d'entree 

Note1: For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family". 
Voir la definition de ces parametres dans "Caracterisriques generales de la (amille logique C-MOS". 
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SEF 24011 A, SEF 24012 A, SEF 24023 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA T10UES 

SF.F 24011 AEV, SF.F 24012 AEV, SF.F 24023 AEV 

., TEST CONOITIONS VALUES 
en'" CONDITIONS DE VALEURS ~~ ...J." 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES III'" -40"C 2SOC 85°C Z;!; :1;::1; 

Vo VOO >).. ::>:;j en., 
(V) (V) min. typo max. min. typo max. min. typo max. 

5 0,5 0,005 0,5 15 ~A 
Quiescent device current 

IOL Courant d'aliment.rion 
au repO$ 

10 5 0,005 5 30 ~A 

Quiescent device dissipation I 5 2,5 0,025 2,5 75 ~W 
package 

POL Puissance d;ss;plJe par boWer 
au repO$ 10 50 0,05 50 300 ~W 

5 0,01 0 0,01 0,05 V 
Low level output yoltage 

VOL 
VI=VOO 

Tension de sortie II 
I'/Jr.t bas IO=OmA 

10 0,01 0 0,01 0,05 V 

VI=Vss 5 4,99 4,99 5 4,95 V 
High level output voltage 

VOH Tension de sortie a 
IO=OmA ret.r haul 

10 9,99 9,99 10 9,95 V 

N channel threshold voltage VfTQlN IO=10~A 1,7 1,5 1,3 V 
Tension de seui! du canal N 

P channel threshold voltage 
VrrO)p IO~10~A -1,7 -1,5 -1,3 V 

Tension de seuil du canal P 

Noise immunity at input 3,6 5 1,5 1,5 2,25 1,4 V 
low level VnL IO=OmA 
Immunite au bruit, entree 
a retar bas 7,2 10 3 

(note 1) 
3 4,5 2,9 V 

Noise immunity at input 0,95 5 1,4 1,5 2,25 1,5 V 
high level VnH IO=OmA Immunitl1 au bruit, entrh/ 
a r/Jt.t haut 2,9 10 2,9 3 4,5 3 V 

(note 1) 

0,5 5 0,145 0,12 0,5 0,095 mA 
SF.F24011A 
SF.F24023A 

Output drive current 0,5 10 0,3 0,25 1,2 0,2 mA 
N channel IdN Couran t de sortie 
CBMIN 0,5 5 0,072 0,06 0,25 0,05 mA 

SF.F24012A 

0,5 10 0,155 0,13 0,6 0,105 mA 

Output drive current 4,5 5 -0,145 -0,12 -0,5 -o,09! mA 
P channel IdP 
Courant de sortie 
can.' P 9,5 10 -0,35 -0,3 -1,2 -0,24 mA 

Input current II 10 pA COUfllnt d'tmtrtltJ 

Notel: For definition of these parameters see "General characteristics of C·MOS logic family". 
Voir la definition de ees parsmtJtres dans "Caractrkistiques gfmerales de la famillelog;que C·MOS". 
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SF.F 24011 A, SF.F 24012 A, SEF 24023 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay time, low to high level output 
Temps de prO(JllgBtion a 's croiuBnCfl du signal 
.,ort;e 

SF.F 24011 A J 
SF.F 24023 A 

Propagation delav time, high to low level output 
Temp. dB p_tion " hi dlcroiuance du J 
Ii",.1 de $Ortill 

SF.F 24012 A 

Transition time, low to high tevel 
Temp, de tr""sition II I. croilS/lnce 

SF.F 24011 AJ 
SF.F 24023 A 

Transition time, high to low level 
Temp. dB tronsition " 10 dlcroissenoe J 

SF.F 24012 A 

Input capacitance 
Cspscitl d'entree 

(Note 11 

SYMSOLS 
SYMBOLES 

'PLH 

'PHL 

'TLH 

'THL 

CI 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

(Note 11 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Propagation delay time, low to 'high level output 
Temp. dtI propagation ilIa cro;ssBnCfJ du signal 'PLH 
dtI sortie 

SF.F 24011 A l 
SF.F 24023 A 

Propagation delay time, high to low level output 
Temps dB pro_tion " I. decroissance du J 'PHL 
lignal dtJ sortill 

SF.F 24012 A 

Transition time, low to high level 'TLH Tllmps de tflln,ition iJ I. crainanee 

SF.F 24011 A 
SF.F 24023 A 

Transition time. high to low level 'THL Temp' dB trlIfJ,ition ilIa rJecroiUIIfJce 

SF.F 24012 A 

Input capacitance CI Cspscitl d'.ntree 

NOTE 1: 

SF.F 24011 AKM, SF.F 24012 AKM, SF.F 24023 AKM 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE VDD UNITES 
(VI min. typo -. 
5 50 75 ns 

10 25 40 ns 

5 50 75 ns 

10 25 40 ns 

5 100 150 ns 

10 50 75 ns 

5 75 100 ns 

10 40 60 ns 

5 75 125 ns 

10 50 75 ns 

5 250 375 ns 

10 125 200 ns 

Any input 
5 pF Toutrl,ent •• 

SF.F 24011 AEV, SF.F 24012 AEV, SF.F 24023 AEV 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VDD 

VALEURS UNITS 
MESURE UNITES 

(VI min. typo ntlx. 

5 50 100 ns 

10 25 50 ns 

5 50 100 ns 

10 25 50 ns 

5 100 200 ns 

10 50 100 ns 

5 75 125 ns 

10 40 75 ns 

5 75 150 ns 

10 50 100 ns 

5 250 500 ns 

10 125 250 ns 

Any input 5 pF 
Taure, tlntrH' 

Th __ ifications apply for "mb = 26"C. CL = 16 pF, .. d input ri ... d fill time = 20 no. Typal temperature -"Iei .. t for III wi.. of 
Voo =0.3 'IIJOC. 
01. tp4ciflutlon. milt .. ,.,,,,, _r r"mb = 25"C. CL = 'IS pF • • t ,."". dB __ .t dBtIIcro".." .. • ron_ = 20 .... Oooff"'/ent dB ,."". 
plrorufW typiquo _r route vsleur dB V DO = 0,3 %t"C 
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TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

Input 
Entree 

SEF 24011 A, SEF 24012 A, SFF 24023 A 

o 10% 

Output 
Sortie 

90% 

o 

TRANSITION TIMES AND PROPAGATION DELAY TIMES 
TEMPS DE TRANSITION ET DE PROPAGA TlON 

717 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Operating free-air 

SF.F 24013 A 

DUAL "D" MASTER-SLAVE FLIP-FLOP 
DOUBLE BASCULE "0" MAITRE-ESCLA VE 

Supply voltage Input voltage 

Type Package temperature range Storage temperature r"",ion cr."menr.t#on T.mion d'entrH 
BoldiN &mmll dB temp4reruIW r."",...lJJfW de .tocIc.". 

SF.F 24013 AEV TO-116 

SF.F 24013 AKM TO-116 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERAL 

dB fonctionnerrHlflt 

-40°C, + 85°C 

-55°C, + 125°C 

The SF.F 24013 A is a C-MOS integrated circuit contai
ning two independent data-type master-slave flip·flops 
with set-reset capability. 

The data logical input is transferred to the Q output 
during the positive-going transition of the clock pulse. 
Set and reset inputs are active at high logic level indepen· 
dently of clock input state. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

- Static operation 
Fonctionnement statique 

Only one power supply 
Une $Bule tension d'alimentation 

VDD - VSS min. max. 

-55°C, + 125°C 3V, 15V VSS VDD 

-65°C, + 150°C 3V, 15 V VSS VDD 

Le SF.F 24013 A est un circuit inttigre C·MOS comprenant deux 

bascules "D" maitre-esc/ave independantes avec remise a "0" et 

a "1". 

L'information loglque de I'entree D est transferee en sortie Q 

pendant 18 transition positive de nmpulsion d'horloge. Les 

entrees "set" et "reset" sont actives au niveau haut ;ndependam

ment de I'etat de rentree hor/oge. 

Ultra low power supply consumption 
Trjs (aible puisssnce dissipee 

Medium speed operation 
ViteSSB de fonctionnement moyenne 

Low output impedance 
Faible impedance de sortie 

~~ I 
f max = 10 MHz 

400 !1 at high level and 200 !1 at low level (typ.) 
400 n a I'lJtBt haut et 200 n a I'etat bas (typ.) 

typical at : 
typiquea 

VDD = 10 V 
tamb = 25°C 

Double diode input protection 
Double diode de protection aux entrees 

74·2 1/8 
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SFF 24013 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'alimentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'entree (entree quelconque) 

Device dissipation (per package) 
Dissipation (par boirier) 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stackage 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: TO-116 (CB-2) 
Boitier 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

VI 

Ptot 

toper 

t stg 

Top view 
Vue de dessus 

2Q 2Q* 2</J 2R 

l __ . 
TRUTH TABLE 
TABLE DE VERITE 

2/8 

150 

lQ lQ* 

tn tn+ 1 

D Qn +1 

L L 

H H 

time interval prior to the positive 
clock pulse transition 
intervalle de temps pnicedant la 
transition positive du signal d'horloge 

time interval after the positive 
clock pulse transition 
intervalle de temps suivant la 
transition positive du signal d'horloge 

1</J 1 R 10 

2D 

lS 

VALUES 
VALEURS 

VSS -0,3 V , VSS +15 V 

VSS -0,3 V , V DD +0,3 V 

200 mW 

EV -40°C, I 85°C 
KM -55QC, + 125Q C 

EV -55 Q C, I 125Q C 
KM -65 Q C, + 150CC 

2S 
. ··--l 

VSS 

R S Q I Q* 

L L 
no change 
Inchange 

H L L I H 

L H H I L 

H H invalid condition 
interdit 

Rand S act independently of the 
clock level 
Ret S agissent independamment de 
I'etat de I'hor/oge 

I 

I 
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LOGIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

S o---------~----------------------------------------~ 

D 

Ro-------__ =---------*-----------------~ 

SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTR/QUE 

S 
Master 
Maitre 

(, 

R ~--------------------~------------------~ 

l \;::1- All P-substrates connected to VOD 
Substrats des P-MOS rtwnis a v DO 

J~ All N-substrates connected to VSS 
t-- Substrats des N-MOS reunis a v ss 

Slave 
Esc/ave 

SFJ 24013 A 

Outputs 
Sorties 

3/8 
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SF.F 24013 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STAT/OUES 

to TEST CONDITIONS 

"'''' CONDITIONS DE ..J..,J 
PARAMETERS 00 MESURE "'., PARAMETRES ::;:::1; 

>).. Vo VOO 
"'to (V) (V) 

Quiescent device current 
5 

Courant d'aJimenration IOL' 
au repaS 

10 

Quiescent device dissipation / 5 
package POL Puissance dissipee par boilier 
au repos 10 

5 
Low level output voltage 

VOL 'IO=OmA Tension de sortie a 
rerat bas 

10 

5 
High level output voltage 
Tension de sortie a VOH lo=OmA 
rerat haut 

10 

N channel threshold voltage 
V(TO)N IO=10"A Tension de seui! du canal N 

P channel threshold voltage 
VITO)P IO~10"A Tension de seui! du canal P 

Noise immunity at mput 0,8 5 
low level V IO=OmA Immunite au bruit, entree nL 
a retat bas 1 10 

(note 1) 

Noise immunity at input 4,2 ,5 

high level VnH IO=OmA Immunire au bruit, entree 
a retat haue 9 10 

(note 1) 

Output drive current 0,5 5 
N channel 

IdN Courant de sortie 
canal N 0,5 10 

Output drive current 4,5 5 

P channel IdP Cou ran t de sortie 
canal P 9,5 10 

I nput current 
II Courant d'entree 

VALUES 
VALEURS 

-55°C 2SOC 

min. typo max. min. typo 

1 0,005 

2 0,005 

5 0,025 

20 0,05 

0,01 ° 
0,Q1 ° 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,65 0,5 1 

1,25 1 2,5 

-0,31 -0,25 -0,5 

-0,8 -0,65 -1,3 

10 

Note 1 For definition of these parameters see "General characteristics of C·MOS logic family". 

max. 

1 

2 

5 

20 

0,01 

0,01 

Voir la definition de ces paramfltres dans "Carac~,;stiques ~n~rales de la famille logique C·MOS". 
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SF.F 24013 AKM 

to 
~~ 

125°C z~ 
::>;::, 

min. typo max. 

60 "A 

120 "A 

300 "W 

1200 "W 

0,05 V 

0,05 V 

4,95 V 

9,95 V 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 V 

2,9 V 

1,5 V 

:1 V 

0,35 mA 

0,75 mA 

-0.175 mA 

-0,45 mA 

pA 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIaVES STA TlaVES 

., TEST CONOITIONS 
(1)'" CONDITIONS DE ..J .... 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES ."., ::;;:1; 

VOO » Vo (1)., 
IV) IV) 

QUiescent device current 
5 

Courant d'ali~ntation IOL' 
au repos 

10 

QUiescent device diSSipation I 5 
package POL Puissance diuipee par bairier 
au repos 10 

5 
low leyel output voltage 

VOL 'O=OmA TenSion de sarrie a 
I'etatbas 

10 

High level output voltage 
5 

Tension de sortie a VOH 'O=OmA 
rets, haUl 

10 

N channel threshold voltage 
VlTO)N 'O=10"A Tension de sevil du canal N 

P channel threshold voltage 
VITO)P 'O~10"A Tension de seuil du cana' P 

Noise immunity at mput 0,8 5 
low level VnL 'O=OmA Immunite au bruit, entree 
a retat bas 1 10 

(note 1) 

Noise immunity at input 4,2 .5 
high level 

VnH 'O=OmA Immunittl au bruit, entrtle 
B I'etathaut 9 10 

(note 1) 

Output drive current 0,5 5 
N channel 

'dN Courant de sortie 
canalN 0,5 10 

Output drive current 4,5 5 
P channel 

' dP Couran t de sonie 
canalP 9,5 10 

Input current 
Courant d'entree " 

VALUES 
VALEURS 

-400C 25"C 

min. typo max. min. typo 

10 0,01 

20 0,02 

50 0,05 

200 0,2 

0,01 0 

0,01 0 

4,99' 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,35 0,3 1 

0,72 0,6 2,5 

-0,17 -0,14 -0,5 

-0,4 -0,33 -1,3 

10 

Note1: For definition of these parametars see "General characteristics of C-MOS logic family". 

max. 

10 

20 

50 

200 

0,01 

0,01 

Voir I. dBfinition de ellS pIIram~tres dans "Caractr1ristiques ~nerales de la famille /ogique C-MOS". 

SFF 24013 A 

SF.F 24013 AEV 

., 
I!!~ 

85°C z~ 
:>::> 

min. typo max. 

140 "A 

280 "A 

700 "W 

2800 "Vol 

0,05 V 

0,05 V 

4,95 V • 9,95 V 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 V 

2,9 V 

1,5 V 

3 V 

0,24 mA 

0,5 mA 

0,095 mA 

-0,27 mA 

pA 

5/8 
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SF.F 24013 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commsnde par I'horloge 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Transition times 
Temps de transition 

Minimum clock pulse width 
Largeur minima/e de I'impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de monme st de descente 
d'horloge 

Set-up time 
Temps de pnMtablissement 

Maximum clock frequency 
Frlquence maximals d'horloge 

Input capacitance 
Capacit6 d'entree 

Set & Reset operation 
Commsnde par Set & Reset 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Minimum set and reset pulse widths 
Largeur minima/e des impulsions set et reset 

NOTE 1: 

(Note 11 

TEST CONOITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE SYMBDLES 

MESURE 

'PHl"PlH 

'THL"TLH 

, 
wq,L,twrpH 

'r</>, 'I</> 

t set_up 

I max 

CI 
Any input 
Toutes entrees 

'PHl(R,QI' 

'PLH(R,Q·" 

'PHL(S,Q·" 

'PLH(S,QI 

'wH(SI' 

'wH(RI 

SF.F 24013 AKM 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

VOO UNITES 
(VI min. 'yp. max. 

5 150 300 n. 

10 75 110 n. 

5 75 125 n. 

10 50 70 n. 

5 125 200 n. 

10 50 80 n. 

5 15 ". 
10 5 "s 

5 20 40 n. 

10 10 20 n. 

5 2,5 4 MHz 

10 7 10 MHz 

5 pF 

5 175 300 ns 

10 75 110 ns 

5 125 250 n. 

10 50 100 n. 

These specifications apply for tamb = 25°C. CL = 15 pF. and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VOO=O,3%/OC, 

Ces spkificat;ons sont valable, pour tllmb = 2SOC. CL = 15 pF. tit temps de croi,.nCtltlt de dk«Ji,,.nos. rtlntriHJ =20 ns. Coefficiflnt de tem
perature typiqutl pour toute valflUr de V DD = 0,3 %1 0c. 

6/8 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par I'horloge 

Propagation delay ti mes 
Temps de propagation 

Transition times 
Temps de transition 

Minimum clock pulse width 
Largeur minimale de /'impulsion d'horloge 

Clock rise and fait times 
Temps de mantee et de descente 
d'horloge 

Set-up time 
Temps de preetablissement 

Maximum clock frequency 
Frequence maximale d'horloge 

I nput capacitance 
Capacire d'en tree 

Set & Reset operation 
Commande par Set & Reset 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Minimum set and reset pulse widths 
Largeur minimale des impulsions set et reset 

NOTE 1: 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS 

CONDITIONS DE SYMBOLES 
MESURE 

'PHL·'PLH 

'THL,'TLH 

, 
wtPL,twrpH 

t r¢· t1tP 

tset_up 

f max 

CI 
Any input 
Toutes entrees 

'PHLIR,O)' 

'PLHIR,O')' 

'PHLIS,O')' 

'PLHIS,O) 

'wHIS) , , 
wHIR) 

SF.F 24013 A 

SF.F 24013 AEV 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

VDO UNITES 
IV) min. typo max. 

5 150 350 ns 

10 75 125 ns 

5 75 150 ns 

10 50 75 ns 

5 125 500 ns 

10 50 100 ns 

5 15 "' 
10 5 "s 

5 20 50 n, 

10 10 25 ns 

5 1 4 MHz 

10 5 10 MHz 

5 pF 

5 175 350 n, 

10 75 125 ns 

5 125 500 ns 

10 50 125 ns 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL = 15 pF, and input rise and fall time = 20 nSo Typical temperature coefficient for all value of 
VOO = 0,3 "1°C. 
ess spkificBtions IDI7t ".Isbltn pour t.mb = 2SOC1 CL = 15 pFI .t temp. de Cl'Di .. nc. et dB d~C1'Dis,."ce • l'entrH = 20 ns. COefficient de tem
pMawre typiqw pour toute valeur de V DD = 0,3 %/0C. 
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SF.F 24013 A 

TIMING DIAGRAMS 
DIAGRAMMES DES TEMPS 

tret> ltet> 
V DD VDD 

90 % 
Clock input 
Entree hor/age 

10% 0 

twet>H twet>L 

tset-up t hold \et-up 
V DD 

Data input 
Entree donnees 

0 

tpLH tpHL 

VDD 

90 % 
Output 
Sortie 

0 10% 

tTLH tTHL 

SET-UP TIME, HOLD TIME, PROPAGATION DELAY TIMES AND TRANSITION TIMES 
(POSITIVE EDGE TRIGGERED SEQUENTIAL CIRCUIT) 

818 

156 

Set & Reset 

Output 
Sortie 

Output 
Sortie 

TEMPS DE PREETABLISSEMENT, DE MAINTlEN, DE PROPAGATION ET DE TRANSITION 
(CIRCUIT SEOUENTIEL DECLANCHE PAR UN FRONT POSITlF) 

10% 

o 

SET - RESET PROPAGATION DELAY TIMES 
TEMPS DE PROPAGATION REMISE A ZERO, REMISE A 1 

o 

o 



BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Type Package 
Bairier 

SF.F 24015AEV MPl17 

f.------

SF.F 24015 AKM MP-117 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERA LE 

Operating free-air 
temperature range 

Gamme de temperature 
de fonctionnement 

~40"C, , 85'C 

-55"C, + 125"C 

The SF.F 24015 A is a C-MOS Integrated cirCUit contai
ning two independent 4-stage shih registers. Each register 
exhibits serial "data" input, "clock" input and "reset" 
input. The four Q outputs are available. The logical 
content of a register is shifted over one stage at each 
positive-going clock transition. A high logical level on the 
reset input clears the register. 

SFF 24015 A 

DUAL 4-STAGE STATIC SHIFT REGISTER 
DOUBLE REGISTRE A DECALAGE STATIQUE A 4 ETAGES 

Supply voltage Input voltage 
Storage temperature Tension d'alimentarion Tension d'entree 
Temperature de stackage 

VDD - VSS min. max. 

-55-C, + 125"C 3 V, 15 V VSS VDD 

-65C, i 150-'C 3 V, 15 V 
I 

VSS VDD 
I 
I 

Le SF F 24015 A est un circuit integre C-MOS comprenanc deux 

regtHres a deca/ages stat/ques mdependants a 4 erages. Chaque 

registre comporte une entree "donnees" (data), une entree 

"hoT/oge" (clock) et une entree "remise a zero" (reset). Les 

quatre sorties Q sam disponibles. Le contenu du regisrre est 

d(jcate d'un etage apres chaque front pasitif de !'impulsion 

d'horfoge. Un niveau log/que haut sur I'enrree "reset" met Ie 

regis tre a zero, 

i 

I 
~ 
I 

I 

-------'-------------------------' 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Static operation 
Fonctionnement statique 

Low static power consumption 
Faible puissance dissipee all repos 

Medium speed operation 
Vitesse de fonctionnement moyenne 

Double diode input protection 
Double diode de protec tian aux entrees 

O'V'S'('N SE .. ,CONOUCTEURS 
~<J 

10 !lIN 

5 MHz 

typical at 
typique a 

V DD =10V 

tamb = 25°C 
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SFJ 24015 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'slimentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'entree (entree quelconque) 

Device dissipation (per package) 
Dissipation (par boitier) 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperawre de stockage 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package MP-l17 (CB-79) 
Boirier 

2/8 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

VI 

Ptot 

toper 

tstg 

Top view 
Vue dedeuus 

VALUES 
VALEURS 

VSS -0,3 V, VSS +15V 

VSS -0,3 V, VDD +0,3 V 

200mW 

EV -40°C, + 85°C 
KM -55°C, + 125°C 

EV -55°C, + 125°C 
KM -65°C, + 150°C 



SEF 24015 A 

LOGIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

Data 
Donnees 

Clock 
Horloge 

Reset 
Remise a zero 

01---1-----10 

O' 

R R 

01---1----10 01--4---10 a 

O' O' Q' 

R R 

TWO IDENTICAL 4-STAGE SHI FT REGISTERS 
DEUX REG/STRES A DECALAGE A 4 ETAGES /DENT/DUES 

TRUTH TABLE 
TABLE DE VER/TE 

tn tn + 1 

0 °An + 1 °Sn + 1 °Cn + 1 

L L °An °Sn 

H H °An °Sn 

(R at logical low level) 
(R a l'etat logiquebas) 

t,., + 1 

time interval prior to the fX>sitive 
clock pulse transition 
intervalle de temps precedant la 
transition positive du signal d'horloge 

time interval after the positive 
clock pulse transition 
intervalle de temps suivant la transition 
positive du signal d'horloge 

R 

°On + 1 
L 

°Cn 

°Cn 
H 

°A I as I °c I 
no change 
inchange 

L I L I L I 
R acts independently of the clock level 
R agit independamment de retst de I'horloge 

00 

L 
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SF.F 24015 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES STAT/OUES 

., TEST,CONOITIONS 

~~ CONDITIONS DE 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES III" ~:::E Vo Vo >). en., 

(V) (V) 

Quiescent device current 
5 

Courant d'alimentation 'OL' 
au repos 

10 

QUIescent device dissipation I 5 
package POL PuissanCf! dissipH par boirie, 
au repos 10 

5 
Low level output voltage 

VOL Tension de sortie • 
"etat bas 

10 

5 
High level output voltage 
Tension de sortie a VOH 
rerat haur 

10 

N channel threshold voltage 
V(TO)N '0=20 ~A Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage 
V(TO)P '0=-20~A Tension de seuil du canal P 

Noise immunity at input 0,8 5 
low level 

VnL Immunite au bruit, entree 
iJ !'erar bas 1 10 

(note 1) 

Noise immunity at input 4,2 5 
high level VnH Immunit6 au bruit, entree 
a retat haut 9 10 

(note 1) 

Output drive current 0,5 5 
N channel 

'dN Courant de sortie 
canal N 

0,5 10 

OutptJt drive current 4,5 5 

P channel 
' dP Courant de sorti" 

canalP 9,5 10 

Input current 
Courant d'entree " 

VALUES 
VALEURS 

-55°C 25"C 

min. typo mix. min. typo 

5 0,5 

10 1 

25 2,5 

100 10 

0,01 0 

0,01 0 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,15 0,12 0,3 

0,31 0,25 0,5 

-0,1 -0,08 -0,16 

-0,20 -0,25 -0,44 

10 

Note 1 For definition of these parameters see "General characteristics of C·MOS logic family". 

max, 

5 

10 

25 

100 

0,01 

0,01 

VOir la dtlfinition de ees paramltres dans "'Caracmristiqufls gtJntlrales de la famille logique C-MOS". 
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SF.F 24015 AKM 

., 
~~ 

125"C Z:l; 
,,::> 

min. typo max. 

300 ~A 

600 ~A 

1500 ~W 

6000 ~W 

0,05 V 

0,05 V 

4,95 V 

9,95 V 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 V 

2,9 V 

1,5 V 

3 V 

0,085 mA 

0,175 mA 

'-<l,05! mA 

-0,14 mA 

pA 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

'" TEST CONDITIONS ",,,-
CONDITIONS DE -'-.I 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES """ :n; 

)-).. Vo VOO 

"'''' (VI (VI 

QUiescent device current 
5 

Courant d'alimentation 'OL' 
au repas 

10 

QUiescent device dissipation I 5 
package POL 
Puissance diu/pee par boilier 
au repos 10 

5 
Low level output voltage 

VOL Tension de sortie a 
refst bas 

10 

5 
High level output voltage 
Tension de sortie A- VOH 
refat haut 

10 

N channel threshold voltage 
V(TOIN '0=20 ~A Tension de seuil du canal N 

P channel threshold vohage 
V(TOIP 10 =-20 ~A 

Tension de seuil du canal P 

Noise immunity at input 0,8 5 
low level V 
Immun;re au bruit, entree nL 

a refar bas 1 10 
!note 11 

Noise immunity at input 4,2 5 
high level 

VnH Immunite au bruit, entree 
a J'i~tat haul 9 10 

(note 11 

Output drive current 0,5 5 
N channel 

IdN Courant de sortie 
canal N 0,5 10 

Outptlt drive current 4,5 5 

P channel IdP Courant de sortie 
canal P 9,5 10 

1 nput current 
11 Courant d'entree 

VALUES 
VALEURS 

_40°C 25"C 

min. typo max. min. typo 

50 0,5 

100 1 

250 2,5 

1000 10 

0,01 a 

0.01 0 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,072 0,06 0,3 

0,12 0,1 0,5 

-0,06 --{J,05 --{J,16 

-0,12 --{J,1 --{J,44 

10 

Notel: For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family". 

max. 

50 

100 

250 

1000 

0,Q1 

0,01 

Voir la definition de ces parat7HJtres dans "Caracteristiques g(m#Jrales de la fsmille logJque C-MOS". 

SEF 24015 A 

SF.F 24015 AEV 

'" ~~ 
-85°C z;;: 

::>:;) 
min. typo max. 

700 ~A 

1400 ~A 

3500 ~W 

14000 ~W 

0,05 V 

0,05 V 

4,95 V • 9,95 V 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 V 

2,9 V 

1,5 V 

3 V 

0,05 rnA 

0,08 rnA 

--{J,04 rnA 

--{J,08 rnA 

pA 

5/8 

161 



SFF 24015 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par rhorloge 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Transition times 
Temps de transition 

Minimum clock pulse width 
Largeur minimale de /'impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de montee et de descente 
d'horJoge 

Set-up time 
Temps de preetabJissement 

Maximum clock frequency 
Frequence maximale d'horloge 

I nput capacitance 
Capacire d'entree 

Set & Reset operation 
Commande par Set & Reset 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Minimum set and reset pulse widths 
Largeur minimale des impulsions set et reset 

NOTE 1: 

(Note I) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

tpHL,tpLH 

tTHL,tTLH 

t wot>L,twq,H 

trtP' t f (/> 

t set-up 

f max 

CI 
Any input 
routes entrees 

tpHL(RI 

twH(R) 

SF.F 24015 AKM 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VDD UNITES 
(Vi min. typo max. 

5 3:)0 750 ns 

10 '100 225 ns 

5 150 3:)0 ns 

10 75 125 ns 

5 200 500 ns 

10 100 175 ns 

5 15 ps 

10 15 ps 

5 100 350 ns 

10 50 80 ns 

5 1 2,5 MHz 

10 3 5 MHz 

5 pF 

5 3:)0 750 ns 

10 100 225 ns 

5 200 500 ns 

10 100 175 ns 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL = 15 pF, and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VDD = 0,3 %/oC. 

Cesspkifications sont valables pour tamb = 2fjOC. CL = 15 pF, et ttlmps de croissance et ded~croisSIJnce a I'entree =20 ns. Coefficient de tem· 
perature typique pour route valeur de V DD = 0,3 %/ 0c. 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par I'hor/age 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Transition times 
Temps de transition 

Minimum clock pulse width 
Largeur minimale de !'impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de mantee et de descente 
d'horloge 

Set-up time 
Temps de pnMtablissement 

Maximum clock frequency 
Fniquence max/male d'horloge 

I nput capacitance 
Capacite d'en tree 

Set & Reset operation 
CommBnde par Set & Reset 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Minimum set and reset pulse widths 
Largeur minimale des impulsions set et reset 

NOTE 1, 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

tpHL,tpLH 

tTHL,tTLH 

t w¢L,tw¢H 

\11>' tfcP 

t 
set-up 

f max 

C , Any input 
Toutes entrees 

tpHLIRI 

t wHtR ) 

SEF 24015 A 

SF,F 24015 AEV 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

VDD UNITES 
(V) min. typo max. 

5 300 1000 ns 

10 100 300 ns 

5 150 400 ns 

10 75 150 ns 

5 200 830 ns 

10 '00 200 ns 

5 '5 "s 

'0 15 "s 

5 '00 500 ns 

'0 50 '00 ns 

5 0,6 2,5 MHz 

10 2,5 5 MHz 

5 pF 

5 300 1000 ns 

10 ,()() 3()() ns 

5 2()() 830 ns 

10 '00 200 ns 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL = 15 pF, and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VDD = 0,3 %/oC. 

Ces spkifications sont valables pour tamb = 2fiOC, CL = 15 pF, et temps dtlcroissance tit de d~croissanCfl S l'entr{Je =20 ns. Coefficient de tem
p6rature typ;que pour toute valeur de V DO = 0,3 %/ °C 
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SF.F 24015 A 

DYNAMICAL WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIQUES 

Clock input 
Entree horfoge 

Data input 
En tree donnees 

01 output 
SortieQ1 

o 

tset-up 

o 

90 % 

SET-UPTIME, HOLD TIME, PROPAGATION DELAY TIMES AND TRANSITION TIMES 
TEMPS DE PREETABLISSEMENT. DE MAINTIEN. DE PROPAGATION ET DE TRANSITION 

Reset 
Remise a zero 

10% 

QA.QS.QC.OD outputs 
Sorties QA,OB,OC,OO 
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RESET PROPAGATION DELAY TIME 
TEMPS OE PROPAGA TlON DE REMISE A ZERO 

o 

o 



BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Operating free-air 

SEF 24016 A 

QUADRUPLE BILATERAL SWITCH 
QUADRUPLE COMMUTATEUR BIDIRECTIONNEL 

Supply voltage Input vo Itage 

Type Package temperature range Storage temperature ren.ion ~alim.nt.tion Ten.ion d'.ntrH 
Bairier 

SF.F 24016 AEV TO·116 

SF.F 24016 AKM TO·116 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Gemme de temp4l71wre 
de fonctionnement 

-40°C, + 85°C 

-55°C, + 125°C 

The SF.F 24016 A is a C·MOS integrated circuit contai· 
ning four independent bilateral switches. This circuit is 
useful for analog or digital applications (multiplexing, 
A/D conversion, etc ... 1. The input signal voltage swing 
may equal the full supply range. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINGIPALES 

rempMlIture de ,rock.., 
VDD - VSS min. max. 

-55°C, + 125°C 3V, 15V VSS VDD 

-65°C, + 150°C 3V, 15V VSS VDD 

Le SF.F 24016 A est un circuit inregre C·MOS comprenant 
quarre commutateuf'S bidirectionnels independants. Ce circuit est 
utilisable pour des applications ana/ogiques au digita/es (multi· 
plexage, conversion AID, etc . . . J. L'excursion du signal d'entree 
commute peut erre egale a la tension d'alimentarion. 

Digital and analog signal range equals full supply voltage (15 V maxi 
Amplitude des signaux analogiques et digitaux egaJe A- la tension d'alimentation 

Low "on" resistance 
Faible resistance de conduction 

Low Ron difference between switches 
Faible difference de resistance de conduction entre commutateurs 

Very low "off" leakage current 
Tres faible courant de fuite A- J'etat bloqu~ 

High "on/off" attenuation ratio at the outputs 
Rapport d'attenuation eleve en sortie entre les etats passant et 
bloque 

Low signal distorsion 
Faible distorsion 

Low crosstalk between switches 
FaibJe diaphonie entre commutateurs 

High switching frequency 
Frequence de commutation ele....ee 

Double diode protection at control inputs 
Double diode de orotection aux entmes "commande" 

300n 

J 40 n 

10pA 

-65dB 

<0,5% 

-50 dB 

10 MHz 

typical at : J VDD : 15
0
V typique A-

tamb - 25 C 

typical at : J VDD : 100 V typ;que A- t amb - 25 C 

typical at : 
{ ~L = 10 kHz 

typique A- = 10kn 

typical at : 

~ 
VDD >10V 

typique A- RL = 10 kn 
f = 10 kHz 

typical at : { RL = 1 kn 
typique A- f = 0,9 MHz 

typical at : 

~ 
VDD =10V 

typique A-
tamb = 25°C 
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SEF 24016 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
r.".ion d'.limentlltion continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'enrrH (ent'" qUlllconque) 

Device dissipation (per package) 
Di$lipetion (par boitie,) 

Operating temperature 
Temp4ratuTfI de fonctionnement 

Storage temperature 
Temper.true de stock.,. 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: TO-116 (CB-2) 
Boirier 

2/10 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOO 

VI 

Ptot 

toper 

tstg 

Top view 
Vue dB dBssus 

VALUES 
VALEURS 

, 
VSS -O,3V, VSS +15 V 

VSS -O,3 V, VOO +0,3 V 

200mW 

EV -40"C, + B5·C 
KM -55°C, + 125·C 

EV -55·C, +125·C 
KM -65°C, + 150·C 



SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTRIQUE 

VI 

1 
I-- -l 

T 
Va 

Switch A 
Commutateur A 

VI VI 

1 1 
I---l t-- -l 

T 7 T 
Va Vss Va 

Switch B Switch C 
Commutateur 8 Commutateur C 

NOTES: All switches P-channel substrates are internally connected to terminal nO 14 
Substrats des commutateurs il canal P rBlifts interieurement au nO 14 

All switches N-channel substrates are internally connected to terminal nO 7 
Substrats des commutateurs il canal N refills in terieurement au nO 7 

r-------~~----------oVDD 

L--------*----------OVSS 

CONTROL INPUT PROTECTION 
PROTECTION OES ENTREES OE COMMANOE 

Control input high (= VD D) 
Entree "commande" haute 

Control input low (= VSS) 
Entree "commande" basse 

SEF 24016 A 

VI 

1 
.... --l 

T 
Va 

Switch D 
Commutateur D 

switch "ON" 
commutateur passant 

switch "OFF" 
commutateur bloqul! 
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SFF 24016 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

'" ",,,- TEST CONOITIONS 
-l...J CONDITIONS DE 

PARAMETERS 00 MESURE 

""" PARAMETRES ::;;::;; 
>-,. VOO Vss 

"'''' IV) IV) 

Quiescent device dissipation/ 
pacbge 
Puissance dissipee par boi tier 
au 'epas 

All switches" off" 
Taus les commutateurs POL VC=VSS 10 GNO 
bloques 

All sWitches "on" 
Taus les commutateurs POL 
passants 

VC= VOO 10 GNO 

Signal mputs and outputs 
Entrees et sorties signal 

+7,5 -7,5 

+5 -5 

"on" resistance 'OS VC=VOO Resistance de conduction (on) 

+15 a 

+10 a 

Ron difference betvwen 
1I,OS 

+7,5 -7,5 
2 switches VC=VOO 
Difference de Ron entre Ion) +5 -5 2 commu tateu rs 

Distortion factor RL = 10 kn +5 -5 
Taux de distorsion f = 1 kHz 

Input or output leakage 
current (switch "off") +7,5 -7,5 

Courant de fuite.d'enrree VC=VSS 
au de sortie (commuu~ +5 -5 
teur b/oque) 

Frequency response 
(sine wave) 
Reponse en frequence 
(signal sinusoii:JaI) 

VC=VOO 
frequency at : 

Switch "on" 
frequence a +5 -5 

Commutateur passant Vo 
20 10910 iii ~3dB 

VC=VSS 

Swi tch "off" frequency at : 
+5 -5 

Commutateur b/oque frequence a 
~ 20 10910 VI ~50dB 
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VI 
IV) 

+7,5 

-7,5 

:!O,25 

+5 

-5 

±0,25 

+15 

+0,25 

9,3 

+10 

+0,25 

5,6 

±7,5 

±5 

5 
IPP) 

+7,5 

-7,5 

+5 

5 

5 
IPP) 

5 
IPP) 

SF,F 24016 AKM 

VALUES 
VALEURS ~I 

"''''I 
!:::: FIG 

-55°C 25°C +12S"C z< 
:J:J 

min. typo max. min. typo max. min. typo max. 

I 
i 

5 0,1 5 300 I}JW : 

I I 

5 0,1 I 5 I 300i pW i 
I , I I 

I 
I ! 

I 
120 360 200 1400 300' 600 " I 

120 360 200 400 300 600 !l 

130 775 280 850 470 1230 " 130 600 250 660 400 960 n 
130 600 250 660 400 960 n 

325 1870 580 2000 900 2600 n 
120 360 200 400 300 600 n 

120 360 200 400 300 600 n 

150 775 300 850 490 123C n 

130 600 250 660 400 960 n 

130 600 250 660 400 960 n 

300 1870 560 2000 880 26001 n 

10 n 

15 n 

0,4 % 

±100 nA 

±100 nA 

125 nA 

125 nA 

40 MHz 

1,25 MHz 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

V) TEST CONDITIONS 
Vl'" CONDITIONS DE -'-J 

PARAMETERS OQ MESURE 
PARAMETRES """ :;;::;; 

VOO Vss >->-
VlV) IV) IV) 

Signal inputs and outputs 
En trees et sorties signal 

VCIA)=V OO 
VcIB) = Vss 

Crosstal k between 2 switches V,IA)=5V pp 
Diaphonie entre 2 commuta- f requen cy at : +5 -5 
teurs fn!!quence a , 

20 '09 10 V OIB)=_50dB 
V,IA) 

Capaci tance 
Capacites 

I 
Input C'S V C = VSS +5 -5 
Entree 

Output 
COS +5 -5 Sortie 

Input/output C,OS +5 -5 Entree/sortie 

VC=V DO 

I Propagation delay time CL = 15 pF 
(input signal to output I npu t signal square 
signal) tp wave +10 GND 
Temps de propagation tr = tf = 20 ns 
(entree signal a sortie signal d'entffJe 
signa/) carre 

10 Vpp 

Control inputs 
Entrees de commande 

15 GNO 
Switch threshold voltage 
Tension de seu il du 10 GNO 
commutateur 

5 GNO 

Input leakage current 
Courant de fuite entree/ "SB 10 GNO 
substrat 

Input capacitance 
C'B Capacire d'entree/substrat 

VC= 10V 
Crosstalk (control input square wave 
to signal output) signal carre 

10 GNO Diaphonie (d'entree com- tr = tf = 20 ns 
mande a sortie signal) 

RL = 10 kn 

Vc = 10 V 
Turn on propagation SQuare wave 
delay time signal carre 10 GNO Temps de mise en 

tr= tf = 20 ns conduction 
CL = 15pF 

Vc = 10 V 

Maximum control input square wave 

repetition rate signal carre 
GND Frequence maximale t r =tf=20 ns 10 

entree de commande CL = 15 pF 
RL = 1 kn 

SFF 24016 A 

SF.F 24016 AKM 

VALUES 
VALEURS V) 

Vl'" 
f-f-

F'G 
-55°C 25°C +125{)C Z~ 

V, ::0:0 

(V) min typ rnax min typ 

~r 
tvp max 

.--.-r- -- -

, I 1·",1, I 
09 

I 

+-f ,-+-
I 

I ' I 
I ' 

i 4 -+- I '+_ 
! 4 -t ~PF i 

.. - f---t--

! I pF i i 02 I 

I 
I 

I I i 

I 
! 10 

I 
ns B 

I 
, 

: 

i I 

I J 0,7 2,9 0,5 1,5 2,7 0,2 V C 

0,7 2,9 0,5 1,5 2,7 , 0,2 2,4 V C 

0,7 2,9 0,5 1,5 2.7 0,2 2,4 V C 
, 

±1O pA 

5 pF 

50 mV 0 

20 ns E 

10 MHz F 

5/10 

169 



SF.F 24016 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

'" to", 
TEST CONDITIONS 

...J..J CONDITIONS DE 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES ")Co :;:::; 

".>- VOO Vss 
to", IV) IV) 

Quiescent device dissipation! 
package 
Puissance dissipee par baitier 
au repos 

All switches "off" 
Tousles commutateurs POL VC=VSS 10 GNO 
bloques 

All swi tches "on" 
Taus les commu tateurs POL 
passants 

VC= VOO 10 GNO 

Signal inputs and outputs 
Entrees et sorties signal 

+7,5 -7,5 

+5 -5 

"on" resistance rOS VC=VOO Resistance de conduction (on) 

+15 0 

+10 0 

Ron difference bet......een 
L\rOS 

+7,5 -7,5 
2 switches Vc = VOO 
Difference de Ron entre (on) 
2 commu tateU rs +5 -5' 

Distortion factor RL = 10 kn +5 -5 
Taux de distorsion f = 1 kHz 

Input or output leakage 
current (switch "off") +7,5 -7,5 

Courant de fuite d'entree VC=VSS 
ou de sorrie (commuttr +5 -5 
teur bloqueJ 

Frequency response 
(sine wave) 
RtJponse en frequence 
(signal sinusoiiiaJ) 

VC=VOO 
frequency at: 

Switch "on" 
frequence 3 +5 -5 

Commutateur passant Ys!. 2010910 VI =-3dB 

VC=VSS 

Swi tch "off" frequency at : 
+5 -5 

Commutateur bloque frequence a 
Vo 

20 10910 17I~50d8 

6/10 

-40°C 
VI 
IVI min. typo 

i 

+7,5 130 

-7,5 130 

±o,25 160 

+5 150 

-5 150 

±O,25 370 

+15 130 

+0,25 130 

9,3 180 

+10 150 

+0,25 150 

5,6 350 

±7,5 

±5 : 

5 
IPPI 

+7,5 

-7,5 

+5 

-5 

5 
(PPI 

I 

i 

<'J 

SF.F 24016 AEV 

"- ----,----" "-
VALUES 
VALEURS '" to'" >-"-

z;, FIG 
25°C +85°C 

:00) 

max. min. typo max. mon typo mox 

5 0,1 5 80 "w 

5 0,1 5 
i 

80 "W 

370 2001 400 260 520 !! 

370 200 400 
26; \1520 " 790 280 850 400 1080 !! 

610 250 660 340 i 840 " 610 250 660 340 i 840 " 1900 580 2000 
f--" 

770 2380 !! 

370 200 400 260 520 " 370 2001 400 260 520 5! 

790 300 850 400 1080 !! 

610 250 660 340 840 ! ~ 

610 250 660 340 2380 !! 

1900 560,2000 750 2380 !! 

10 i " 
15 I 

I 
I l! 

0,4 

±10a nA 

±lOO nA 

125 nA 

125 nA 

I 

I 
I 

I 
40 MH, 

I 
1,25 MH, 

I 

i 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

'" "''" 
TEST CONOITIONS 
CONDITIONS DE ...J-oJ 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES "n" :0::; 

~,. VOO Vss 

"'''' IV! IV! 

Signal inputs and outputs 
Entrees et sorties signal 

VCIA!=VDD 

V CI8! = Vss 

Crosstal k between 2 switches VilA! = 5 Vpp 
Diaphonie entre 2 commuca- frequency at : +5 -5 
reun; frequence a 

V o 18! 
2010910 v;-w=-50d8 

Capaci tance 
Capacites 

Input CIS Vc = VSS +5 -5 
Entree 

Output 
COS +5 -5 Sortie 

Input/output CIOS +5 -5 Entree/sortie 

VC-VDD 
Propagation delay time CL = 15 pF 
(input signal to output Input signal square 
signal) tp wave +10 GND Temps de propagation tr = tf = 20ns 
(entree signal a sortie 
signal) signal d'entree 

carre 
10Vpp 

Control inputs 
En trees de com man de 

15 GND 
Switch threshold voltage 
Tension de seui! du 10 GND 
commu taeeur 

5 GND 

Input leakage current 
Courant de fulle entree/ IIS8 10 GND 
subsrrar 

Input capacitance 
CIS Capacire d'enrree/subsrrat 

Vc 10V 
Crosstalk (control input sqU.Jre wave 
to signal output) signal carre 

10 GND Diaphonie (d'enrree com-
mande a sortie s;gnal) 

tr::::: tf = 20 ns 

RL = 10 kl! 

Vc = 10 V 
Turn on propagation square wave 
del,N time signal carre 10 GND Temps de mise en 
conduction tr= tf :::::20 ns 

CL = 15pF 

Vc - 10 V 

Maximum control input square wave 

repetItIon rate signal carre 

Frequence maximale tr = tf = 20 ns 10 GND 

entree de commande CL = 15 pF 
R L ::::: 1 kH 

SEF 24016 A 

SF.F 24016 AEV 

VALUES 
VALEURS '" ",," 

f->-
-40°C 25°C +85°C z~ 

FIG 

VI :0:0 

IV! min. typo max. min. typo max min. typ max 

0,9 MHt A 

4 "F 

4 pF 

0,2 pF 

10 ns S 

0,5 1,5 2,7 V C 

0,5 1,5 2,7 V C 

0,5 1,5 2,7 V C 

±10 pA 

5 pF 

50 mV D 

20 ns E 

10 MHz F 

7/10 
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SF.F 24016 A 

TEST CIRCUITS 
MONTAGES DE TESTS 

Figure A 

Figure B 

VC(A) = vooO---...... ----l 

VI(A)o---_---t-------~ 

I kl1 

Crosstalk between switches in the same package 
Diaphonie entre commutateurs d'un m~me boitier 

Voo= IOV 

I kl1 

J 
~J~ VC= IOV....----------- IOV L 

~ IT Vo VI ..... ---.---...... ~--...... D Signal output 
Signal input 1 Sortie signal 
Entme signal 

Propagation delay time "signal input" to "signal output" 
Temps de propagation entre "entree signa'" et "sortie signs/" 



SF.F 24016 A 

TEST CIRCUITS 
MONTAGES OE TESTS 

Figure C 

N.B. Pins 5, 6,12 to GND 
Broches 5, 6, 12 ~ la masse 

Vc 
'3~--------~----------------------1--------~r-~~1 

Switch threshold 
voltage 
Tension de seuil du 
commutateur 

Figure 0 

Switch threshold voltage - N channel test circuit 
Montage de test de la tension de seuil du commutateur (canal N) 

~OV V C 0---....... -----; & 1>-------, 
o 

T Va 
Vlo----.... t----=-_----, 

i 

10 kn 

1 kn 

Crosstalk control-input to signal output 
Diaphonie de rentree "commande" a /a sortie "signal" 

9/10 
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SEF 24016 A 

TEST CIRCUITS 
MONTAGES DE TESTS 

Figure E 

o~ 
tr ~ t f ~ 20 ns 

Figure F 

o~ 
tr = t f = 20 ns 

10/10 
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vco---..... --.. 

Turn-on propagation delay time (control input) 
Temps de mise en conduction par l'entr(Je commande 

T min = I/fmax 

Maximum control input repetition r~!tf~ 
Frequence maximale SlIr I't!ntrr'e commiJrJrle 



BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Operating free-air 

SF.F 24017 A 

DECADE COUNTER/DIVIDER 
COMPTEUR DECIMALIDIVISEUR 

Supply voltage Input voltage 

Type Package temperature range Storage temperature Tension d'alimentation Tension d'entree 
BoWer 

SF. F 24017 AEV MP-117 

SF.F 24017 AKM MP-117 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Gamme de tem~nlture 
de fonctionnement 

-40°C, + 85°C 

-55°C, -, 125°C 

The SF. F 24017 A is a Johnson decade counter with 
decoded outputs realized with C-MOS technology. This 
counter exhibits a clock input, a reset input, a clock 
enable input and a carry output useful for device casca
ding. The internal Johnson code is converted to decimal 
number. The 10 decoded outputs are normaly at low 
level: only the output wich corresponds to the decimal 
state of the counter is at high logical level. The counter 
change of state on the positive going clock pulse tran
sition provided the clock enable input is at low level. A 
high level on reset input clears the counter. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Static operation 
Fonctionnement statique 

TBmpt1rllturtJ de stocksge 

VOO - VSS min. max. 

-55°C, + 125°C 3 V, 15V VSS VDO 

-65°C, ~ 150°C 3 V, 15V VSS VOO 

Le SF.F 24017 A est une decade Johnson decodee en dec/fnal 
realisee en techn%gle C-MOS. Cette decade comprend une 
entree d'horloge (clock), une entree de remise a zero (reset). 
une entree de validatIon de I'horloge (clock enable) et une sortie 
de report (carry out) permettant la mise en cascade de plusieurs 
circuits. Les sorties du compteur Johnson sont decodees en 
decimal: parmi les 10 sorties decodees, seule la sortie correspon· 
dant a !,Mat decimal du compteur est au niveau logique haue 
La decade change d'etat apres chaque transition posllive de 
/';mpulsion d'horfoge si I'entree "clock enable" est a I'eta( bas. 
Elle est remise a zero par un niveau logique haut sur {'entree 
"reset". 

Low static power consumption 
Faible puissance dissipee au repos 

5 I1W typical at : 
typique a 

Medium speed operation 
Vitesse de fonctionnement moyenne 

Double diode input protection 
Double diode de protection aux entrees 

5 MHz 
VOO=10V 
tamb = 25°C 

74 - 7 1/9 
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SFF 24017 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/rES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
TenSion d'alimentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'enrree (entree quelconque) 

Device dissipation (per package) 
Dissipation (par baitier) 

Operating temperature 
Temperature de fonctlonnemenr 

Storage temperature 
Temperarure de srackage 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
Boitier 

MP-l17 ICB-791 

Top view 
Vue de dessus 

SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VALEURS 

VDD VSS -0,3 V , VSS +15V 

VI VSS -0,3 V , VDD +0,3 V 

Ptat 200 mW 

toper 
EV -40'C, + 85'C 
KM -55'C, + 125'C 

tstg EV -55'C, + 125°C 
KM -65°C, + 150'C 

Clock Carry out 
Hor/age Sortie de report 

Reset I enable I Sorties decodees 
I Clock ~ Decoded outputs 

V DO :~;:~e + ~,~~~:~~~n "9"" 4" "8" 

"5" "1" "0" "2" "6" "7" "3" VSS --- --
Decoded outputs 
Sorties decodees 



LOGIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

Clock 
Horloge 

Clock enable 
Validation d'horloge 

Reset 
Remise a zero 

SEF 24017 A 

Decoded outputs 
Sorties cJecodees 

------------------------~------------------------
"5" "1" "7" "3" "9" 

01 01 02 02 03 03 04 04 
<1>1 <1>2 <;)3 <;)4 ,>5 

0'1 0'2 0*3 0'4 0'5 
R1 R2 R3 R4 R5 

"0" "6" "2" "8" "4" 

--------------~-----------Decoded outputs 
Sorties cJecodees 

Carry 
out 
SortIe de 
report 

3/9 

177 



SFF 24017 A 

TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

Clock 
Hor/age 

Reset 
Remise a zero 

Clock enable 
Validation d'horloge 

"0" 

"1" 

"2" 

"3" 

"4" 

"5" 

"6" 

"7" 

"8" 

"9" 

Carry out 
Sortie de report 

I 
I 

I I 
I I I I 

: I : I I 

I I ILL' I I I I I I I I 
_LI --+1 --r---r----l--i---+--+---+--+-----1If-- I I 

I : I I I I I 

~\----i---+---1----1----1----1--_7_-_7_---1jol : : i 

i h i i: 'I: 
I I I I, I 
I I I I 
I I I 
I I 2 I 

I 

~~h~' ~~_____:______<~:__I, 
I : I 

ill 
-r--f-~~--Ir-~ ~I ---i---L--L-~---I--__I_-~-~-,_ __ 

I I I 

: /sl 
-r-~--T--TI---r--~I ~, __ ~ __ 4-__ +-__ ~ __ L-~ __ ~ __ -+ __ 

I I I 

i /sl -T--~-~-~I ---i---+-~ ~,-~, -~---i----i----i----i---L--
I I I : n 
I ~'--+--'-~--'~-~-T--
I I I 

i /sl I ~I-~--r--+--~--T--
I I I 

i /sl 
I ~,--~--r-~---r--

I i 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

'" "'''' ..J ... 
PARAMETERS 00 
PARAMETRES """ :n! >-,. 

"'''' 
QUIescent device current 
Courant d'alimentation IOL 
au repos 

QUiescent device diSSipation ,I 

package POL 
PUissance dlss/pee par boUier 
au repos 

Low level output voltage 
TenSion de sortie a VOL 
refal bas 

High level output voltage 
TenSion de sortie a 
retcH haut 

VOH 

N channel threshold voltage fvITOI~ TenSion de seuil du canal N 

P channel threshold voltage V(TO(P 
TenSion de seulf du canal P 

Noise immunity at input 
low level 
Immunire au bruit, entree V nL 
a I'tHat bas 

(note 1) 

Noise Immunity at input 
high level 
Immunite au bruit entree VnH 
a /'(Hathaut 

(note 1) 

Output drive current 
N channel (dN 
Courant de sortie 
canal N 

Output drive current 
P channel IdP 
Courant de sortie 
canal P 

I nput current 
I( Courant d'entree 

TEST CONOITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Vo VOO 

Ivi IVI 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

IO=20)JA 

IO=-20}JA 

0,8 5 

1 10 

IO=OmA 

4,2 5 

9 10 

Decoded 0,5 5 
outputs 
Sorties 
decodees 0,5 10 

Carry 0,5 5 
output 
Sortie 
report 0,5 10 

Decoded 4,5 5 
outputs 
Sorties 
decodees 9,5 10 

Carry 4,5 5 
output 
Sortie 
report 9,5 10 

VALUES 
VALEURS 

-55°C 25°C 

min. typo max. min. typo 

5 0.3 

10 0,5 

25 1,5 

100 5 

0,01 ° 
0,01 ° 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,06 0,05 0,1 

0,12 0,1 0,4 

0,185 0,15 0,4 

0,45 0,35 1 

-0,0375 -0,03 -0,075 

-0,12 -0,1 -0,2 

-0,185 -0,15 -0,4 

-0,45 -0,35 -1 

10 

Note1: For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family" 
Voir la deFinition de ces parametres dans "Caract(uistiques generales de la famille logique C-MOS" 

SF.F 24017 A 

SF.F 24017 AKM 

'" "'''' .-1-
125°C z;;;: 

::>::. 
max. min. typo max. 

5 300 

"A 
10 600 

25 1500 

"W 
100 6000 

0,01 0,05 

V 

0,01 0,05 

4,95 

V 

9,95 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 

V 

2,9 

1,5 

V 

3 

0,035 

0,07 

mA 

0,105 

0,25 

-0,021 

-0,07 

mA 

-0,105 

-0,25 

pA 
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SEF 24017 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/DUES STAT/DUES 

TEST CONDITIONS VALUES ~tl CONDITIONS DE VALEURS 
PARAMETERS oc! MESURE 
PARAMETRES CD III 

:::n! Vo VD 
-400C 25"C 

>); III., 
(V, (V, min. typ, max. min. typ, max. 

Quiescent device current 5 50 0.5 50 

Coo,"', d'.Umentiltion 'DL 
au "POI 10 100 1 100 

Quiescent deVice dissipation I 5 250 2.5 250 
package POL Pu;,unCB d;U;PH par boft;", 
IIU TepOS 10 1000 10 1000 

Low level output voltage 5 0.01 0 0,01 
TenJion de sortie B VOL ret., bas 

10 0,01 0 0,01 

High level output voltage 5 4,99 4,99 5 

Tension de sortie a VOH 
ret., haul 10 9,99 9,99 10 

N channel threshold voltage V(TOI~ 'O=20.A 1,7 1,5 Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage V,TOIP 'O~20.A -1,7 -1,5 Tension de ,euil du canal P 

Noise immunity at. input 
0,8 5 1,5 1,5 2,25 low level 

Immunitil au bruit, entree VnL 
" I'etstbas 1 10 3 3 4,5 

Inote 1) 

Noise immunity at input 
IO=OmA 

high level 4,2 5 1,4 1,5 2,25 

ImmuniM au bruit, entree VnH 
al'etathaut 9 10 2,9 3 4,5 Inote U 

Oecoded 0,5 5 0,03 0,025 0,1 
outputs 
Sorti. 

Output drive current dk_ .. 0,5 10 0,085 0,07 0,4 
N channel 'dN Coo,.", de sortie 
cllnalN Carry 0,5 5 0,095 0,08 0,4 

output 
Sortie 
rllPort 0,5 10 0,3 0,25 1 

Decoded 4,5 5 0.018 -0,015 -0,075 
outputs 
Sorti", 

Output drive current dticodl!lII 9,5 10 0,085 -0,07 -0,2 
P channel 

' dP COUnJIJt de ,orrie 
.."., P Carry 4,5 5 0,095 -0,08 -0,4 

output 
Sortie 
report 9,5 10 -0,3 -0,24 -1 

Input current 
II 10 Courant dltmtr. 

Notel: 'For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family" 
Voir III dlfinition dtI ctII ".ramlttYI' dBn, uCBfBCtBri,tique, _MrslB, dB III famillelogique C-MOSu 

6/9 

SF,F 24017 AEV 

., 
~~ 

85°C Z~ 
:l:) 

min. typo max. 

700 

.A 
1400 

3500 

.W 
14000 

0,05 

V 
0,05 

4,95 
V 

9,95 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 

V 

2,9 

1,5 

V 

3 

0,02 

0,055 

mA 

0,085 

0,2 

0,012 

0,055 
mA 

0,085 

-0,20 

pA 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commandll par rhorlogs 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Carry output line 
Sortie dB report 

Decoded outputs lines 
Sortis. decodes, 

Transition timBS 
TemPI dll tran.ition 

Carry output line 
Sortie dB report 

Decoded outputs lines 
Sorties dtlcod6es 

Minimum clock pulse width 
Laf{JIJur minims/s de /'impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Tllmp$ de montee etde descente 
d'horloge 

Clock enable set-up time 
Temp. de prHtBblil$sment entree 
"clock finable" 

Maximum clock frequency 
Fr«iuence maxima/II d'horloge 

I nput capacitance 
Cspacirr! d'enrree 

Reset operation 
Commande par remilll a zero 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

To carry output line 
de Ia !lNtie de report 

To decoded outputs lines 
des sorties dlcocMlII 

Minimum reset pulse width 
Largeur minimale des impulsions de fIImise IJ 
zero 

1---. 
Minimum reset removal time 
Tem,. de recup4ration minimum aptss 
remise iJ z~ro 

NOTE 1: 

(Note 11 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

'PHL"PLH 

'THL"TLH 

'w,pL''w!/>H 

"!/I"'!/> 

f max 

CI 
Any input 
Toutfll entrtles 

'PHLIRI, 

'PLHIRI 

'wHIR) 

SEF 24017 A 

SF.F 24017 AKM 

VALUES 

IVDD 
VALEURS UNITS 

UNITES 
IV) min. typo max. 

5 350 1000 
n. 

10 125 250 

5 500 1200 
n. 

10 200 400 

5 100 300 
n. 

10 50 150 

5 300 900 
n. 

10 125 350 

5 200 500 
n. 

10 100 170 

5 15 

•• 
10 15 

--
5 175 500 

n. 
10 75 200 

5 1 2,5 
MHz 

10 3 5 

5 pF 

5 350 1000 
n. 

10 125 250 

5 450 1200 
ns 

10 200 400 

5 200 500 
ns 

10 100 165 

5 300 750 
ns 

10 100 225 

These specifications apply for tamb = 25°C. CL = 15 pF. and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VOO =O,3%lo C. 

Ces specifications son r tlalable, pour tamb = 25°C, CL = 15 pF, er temp .. de croissance et de dt}crO;'$8fIce iJ /'enrree = 20 n& Coefficient de tem
perarure rypique pour route valeur de V DO = 0,3 %J:'C 
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SEF 24017 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CIJ,RACTERISTIOUES DYNA""OUES 

PARAMETERS 
"ARAMETRES 

Clocked operation 
Command. /JIlT ,.har'oge 

Propagation delay times 
Tem". de propsgation 

Carry output linE 
Sortie de r600rt 

Decoded outputs lines 
Sorties cMcOt:Nes 

Transition times 
Temps de transition 

Carry output line 
SOrtie de report 

Decoded outputs lines 
Sorties tMcodHS 

Minimum clock pulse width 
Lalflllur minimiJlp. de "impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de montt§e .rde dsscente 
d'horloge 

Clock enable .set·up time 
Temps de preetBblilSement entree 
"clock enableP 

Maximum clock frequency 
Frflquence maxima/II d'horloge 

Input capacitance 
CapaciM d'entrfJe 

Reset operation 
Commands par remise ~ zero 
Propagation delay times 
Temps de propagation 

To carry output line 
de Is sortie de report 

To decoded outputs lines 
des sOTties dkodles 

Minimum reset pulse width 
Largeur minimal. ties impulsions de tflmiltlB ,'ra 
Minimum reset remoyai time 
Temps de recuptJrlltion minimum apr,), 
remise B zlro 

NOTE 1; 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBDLES MESURE 

'PHL';'LH 

'THL''TLH 

'w"L''vv<pH 

"""'" 

f max 

CI 
Any input 
Toutesentr.s 

'PHLIRI 

'PLHIRI 

'wHIRl 

SF.F 24017 AEV 

VALUES 
VALlfURS UNITS 

rOO UNITES 
(VI min. typo max. 

5 350 1300 n. 
10 125 300 

5 500 1600 n. 
10 200 500 

5 100 350 n. 
10 50 200 

5 300 1200 

" 10 125 450 

5 200 830 n. 
10 100 250 

5 15 
~. 

10 15 

5 175 700 n. 
10 75 300 

5 0,6 2.5 
MHz 

10 2 5 

5 pF 

5 350 1300 n. 
10 125 300 

5 450 1600 
ns 

10 200 500 

5 200 830 
ns 

10 100 250 

5 300 1000 
n. 

10 100 276 

These specifications apply for tamb :;:;; 25°C, CL :;:;; 15 pF. and mput rise and fall time:;:;; 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VOO ~ 0,3 %/oC. 
Ces spedficatjon,sontvalables pour tamb = 25°C, CL = 75 pF, et temps de croissance et de dkroissance Ii !'entree = 20 ns Coefficient de tem
perarure tvpiquepour toute valeur de V DD = 0.3 %JOc. 



SF.F 24017 A 

DYNAMICAL WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIOUES 

Clock input 
Entree hor/age 

Clock enable 
input 
Entree 
validation hor/age 

Decoded or 
carry output 
Sortie decodtJe 
et sortie report 

Reset input 
Entree remise 
a zero 

Decoded outl>uts 
(except "0") 
Sorties cJecodees 
(excepre "0") 

0 

0 

o 

Decoded "0" output 
and carry output 
Sortie decodee "0" et 
sortIe report o 

SET·UP TIME, PROPAGATION DELAY TIMES AND TRANSITION TIMES 
TEMPS DE PREETABLISSEMENT, DE PROPAGA TlDN ET DE TRANSITION 

\vH(R) 

tpLH(R) 

RESET PROPAGATION DELAY TIME 
TEMPS DE PROPAGATION REMISE A ZERO 

o 

9/9 

183 





BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Type Package 
801ti'" 

SF.F 24018 AEV MP-117 

SF.F 24018 AKM Mp·117 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Operating free-air 
temperature range 

&m",. de temp4reture 
de fonctlonnement 

-40°C, + 85°C 

-55°C, + 125°C 

The SF.F 24018 A is a presettable Johnson counter 
realized with C-MOS technology. This counter includes a 
"clock" input, a "data" input and five "jam" inputs 
controlled by a "preset enable" input. The five comple
mentary counter outputs are also provided: when feeded 
back to the "data" input, they allow the implementa
tion of various divide by N configuration. Several units 
may be cascaded for N > 10. 

The counter changes its state on the positIVe going 
transition of the clock input pulse. It is cleared by a high 
level on the "reset" input. A high level on the "preset 
enable" input presets the counter according to the state 
of the" jam" inputs. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINelPALES 

Static operation 
Fonctionnement statique 

SEF 24018 A 

PRESETTABLE DIVIDE-BY-N COUNTER 
COMPTEUR PREPOSITIONNABLE-DIVISEUR PAR N 

Supply voltage I nput voltage 
Storage temperature T.".ion d'allm.nt.tion r.",ion cr.ntrN 
r"",pIn"',. de nockllflll 

Voo - Vss min. max. 

-55°C, + 125°C 3 V, 15V VSS VOO 

-65°C, +150°C 3V, 15V VSS VOO 

L8 SF.F 24018 A est un compteur Johnson prepos;tionnable 
realise en techno/ogle C-MOS. ee compteur comporte une enrme 
d'horloge (clock), une entree de remise a zero (reset), une 
entme "donnees'; (data) et cinq entrees de prepositionnement 
(jam) validees par une entree '''preset enable". Les cinq sorties 
compMmentfles du compteur sont ega/ement disponibles : elles 
permettent de realiser un diviseur de rang N variable par rebou
c/age sur /'entree "data". Pour N > 10 plusieurs dispositifs 
peuvent 'tre mis en cascade. 

Le compteur change d;~tat aprIJs chaque transition positive de 
!'impulsion d'horloge. /I est remis a zero par un niveau haut sur 
I'entree "reset". Les entrees "jam" sontprises en compte lorsqu' 
un niveau haut est present sur I'entree "preset enable". 

Low static power consumption 
Faible puissance dissi~e au repos 

Medium speed operation 
Vitesse de fonctionnement moyenne 

5p.W 

5 MHz 
} 

Typical at: 
typique a 
VOO=10V 
tamb = 25°C 

Oouble diode input protection 
Double diode de protection aux entrees 

74-6 119 
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SEF 24018 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'.,imenration continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'entrH tentre. quelconqueJ 

Device dissipation (per package) 
O;ui,ution (pa, boitie,) 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
TemiHfarure de srockage 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
BoTtier 

MP-117 (CB-79) 

Reset 
Remise a z4ro 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

VI 

Ptot 

toper 

tstg 

Top view 
Vue dI Maul 

VALUES 
VALEURS 

VSS -O,3 V, VSS +15 V 

VSS -O,3 V, VDD +0,3 V 

200mW 

EV 
KM 

EV 
KM 

Preset enable 
Validation de 
prepositionnemenr 

-40"C, + 85°C 
-55°C, + 125°C 

-55°C, +125°C 
-65°C, + 150"C 

I Clock 
V DO t HorlogeQ*5 J5 Q*4 t J4 

Data Jl 
Donnees 

J2 Q*2 Q* 1 Q*3 J3 VSS 



LOGIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/OUE 

Preset enable 
Validation de 
pnJpositionnement 

Clock 
Harloge 

Data 
Donms 

Reset 
Remiss 
Bzf!ro 

Jam 1 Jam 2 

0'1 

EXTERNAL CONNECTIONS FOR DIVIDE BY 2TO 10 
CONNEXIONS EXTERIEURES POUR OIVISER PAR 2 A 10 

N 
To data input Implementation Vs,.sntm 
donnfle. Rlaliution 

2 0'1 0'1 data 

3 0'1. 0'2 0'1~ 0*2 & t> data 

4 0*2 0*2 data 

5 0'2. 0'3 0'2~ 0'3 & t> data 

6 0'3 0'3 data 

SEF 24018 A 

Jam 3 Jam 4 Jam 5 

0'2 0'3 . 0'4 0'5 

To data input Implementation N Vensntree 
don"", Rhlisation 

7 0'3. 0'4 0'3~ 0'4 & t> data 

8 0'4 0*4 data 

9 0*4. 0'5 0'4~ 0'5 & t> data 

10 0'5 0'5 data 

3/9 
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SEF 24018 A 

TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

Clock 

Reset 

1 

Preset ~~-+~-r~+-~~~-+~~~~~nn~~~~
I 

Jam 1 

Jam 2 

Jam 3 

Jam 4 

Jam 5 

a"1 

a"2 

a*3 

a"4 

a"5 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 I 

Don't care until "preset" goes high 
Sans .Het rant que renttH "pre",t" at 
IIU niveau'" 

iI!--+--+---I--L........J 
1 I 
1 I 
1 I 
I I 
I 1 
I I 

I 

Divide by 10 configuration (a5 tied to "data" input) 
ConfipJf8';on d. diY_BUr par 10 (05 "";16 I'sn"' ... da .... ) 

1 

JJ 
iJ 

1 

1 

-I 

-I 

1 

1 

I 

1 1 

W
I ~I 
1 

I 
1 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

'" TEST CONOITIONS 
11)'" CONDITIONS DE -' .... 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES .11" 

~:I! 
>>- Vo Vo 
11)", 

(VI (VI 

Quiescent device current 5 

Courant d'alimen(Btion 'Ol 
au repos 10 

Quiescent device dissipation I 5 
package 

POL Puissance dissipee par baitier 
au repos 10 

Low level output voltage 5 

Tension de sortie " VOL 
refst bas 

10 

High level output voltage 5 

Tension de sortie B VOH 
refat haut 10 

N channel threshold voltage V(TOI~ 'D=20.A Tension de seui/ du canal N 

P channel threshold voltage V(TOIP 'D~20.A Tension de seuil du canal P 

0,8 5 

Noise immunity at input Vnl 
high revel 1 10 
Immunire au bruit, entree 
"retst haut - 'O=OrnA 

4,2 5 
(note 11 VnH 

9 10 

0,5 5 

0"5 

Output drive current 0,5 10 
N channel 'dN Courant de sortie 
canalN 0,5 5 

0"1,0"2, 
0"3,0"4 

0,5 10 

4,5 5 

0"5 

Output drive current 9,5 10 
P channel 'dP Courant de sortie 
canalP 4,5 5 

0"1,0"2, 
0"3,0"4 

9,5 10 

Input current 

" Courant d'entree 

VALUES 
VALEURS 

-55°C 25"C 

min. typo max. min. typo 

5 0,3 

10 0,5 

25 1,5 

100 5 

0,01 0 

0,01 0 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,18 0,15 0,4 

0,45 0,35 1 

,0,06 0,05 0,1 

0,25 0,2 0,4 

-0,185 -0,15 -0,4 

-0,45 -0,35 -1 

-0,075 -0,06 -0,15 

-0,25 -0,2 -0,4 

10 

Notel: For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family" 
Voir la definition de ees pararmJtres dans "Caraeteristiques generales de la famille logique C-MOS" 

SFJ 24018 A 

SF.F 24018 AKM 

'" ~~ 
125"C zli! 

:>::> 
max. min. typo max. 

5 300 

.A 
10 600 

25 1500 

.w 
100 6000 

0,01 0,05 

V 

0,01 0,05 

4,95 

V 

9,95 

1,3 V • -1,3 V 

1,4 

V 

2,9 

1,5 

V 

3 

0,105 

0,25 

rnA 

0,035 

0,14 

-0,105 

-0,25 

rnA 

-0,04 

-0,14 

pA 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par {,hor/age 

Propagation delav time 
Temps de propagation 

To 0*5 output 
A la sortie Q *5 

To other outputs 
Aux autres sorties 

Transition time, 
Temps de transition 

To Q*5 output 
A la sortie Q *5 

To other outputs 
Aux autres sonies 

Minimum clock pulse width 
Largeur minimale de !'impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de montrje et de descents 
d'horloge 

Data input set-up time 
Temps de prMJtablissement 
des donnees 

Maximum dock frequency 
Frequence maximale crhorloge 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

Preset or reset operation 
Commande par preset ou reset 

Propagation delay time 
Temps de proPagation 

To 0*5 output 
A la sortie 0*5 

To other outputs 
Aux au tres sorties 

Preset or Reset pulse width 
Largeur des impulsions de prepositiannement 
ou de remise a zero 

Preset or reset removal time 
Temps de recuperation minimum 
apres prepositionnement ou remise 8 z~ro 

NOTE 1, 

(Note 1) 

I SYMBOLS 
TEST CONDITIONS 

CONDITIONS DE VOO ISYMBOLES MESURE 
IV) 

I 

5 

10 
tpHL,tpLH 

5 

10 

5 

10 
ITHL,ITLH 

5 
1--

10 

5 
IwrpL.'w¢H 

10 

5 
I"",I,</> 

10 

5 

10 

5 
I l----max 

10 

C, Any input 
Toutes entrees 

5 
IpLHIR)' 

10 

IpHLIPR)' 5 

IpLHIPR) 10 

IwHIR), 5 

IwHIPR) 
10 

5 

10 

SEF 24018 A 

SF.F 24018 AKM 

I 
---

VALUES 
VALEURS U~~ ---,- UNITES 

min. typo max. 
-- f-- ------j 

I 
350 1000 ns I 

-- - - f---------, 
125 250 ns 

---
500 1200 ns --
200 ~L----"s~ --

100 300 
I 

ns I 

50 150 ns 
! ------300 900 

I 
ns 

---- f----- -
125 350 i ns 

200 500 ns 
---1----1-----

100 170 ns 
-. __ .. --._- --- -.~-- j----

15 .s 
-~ 

15 .s 

175 500 ns 
---

75 200 ns 

1 2,5 MHz 
1------1------ -,- --

3 5 MHz 

5 pF 

350 1000 ns 

125 250 ns 

500 1200 ns 

200 400 ns 

200 500 ns 

100 165 ns 

300 750 ns 

100 225 ns 

These specifications apply for tamb = 250 C, CL ::-· 15 pF, and input rise and fall time=20 ns. Typical temperaturecoeffbent fOf aU vaille of 
VOO =O,3%/OC, 

Ces ~cificatjons son t valables pour tamb = 25°C, CL = 15 pF, et temps de croissance et de decroissance a I'entree = 20 ns. Coeft;cient de tr.m· 
perature typique pour tau te valeur de V DD = 0,3 %J=lC. 
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SEF 24018 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par I'horloge 

Propagation delay time 
Temps de prOp8fJ1tion 

To 0*5 output 
A Is sortie Q *5 

To other outputs 
Aux aurres sorties 

TransitIon time, 
Temps de transition 

To 0*5 output 
A /s sortie Q*5 

To other outputs 
Aux aurres sorties 

Minimum clock pulse width 
Largeur minimale de /'impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de montee et de descente 
d'hor/oge 

Data input set-up time 
Temps de preetab/issement 
des donnees 

Maximum clock frequency 
Fr/Jquence maximaJe d'horloge 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

Preset or reset operation 
Commande par preset au reset 

Propagation delay time 
Temps de propagation 

To 0*5 output 
A /8 sortie Q *5 

To other outputs 
Aux autres sorties 

Preset or Reset pulse width 
Largeur des impulsions de prepositionnemenr 
ou de remise a zero 

-
Preset or reset removal time 
Temps de nlcu~ration minimum 
apms prilpositionnement ou remise 8 zero 

NOTE 1. 

(Note 11 

SYMBOLS 
TEST CONDITIONS 

CONDITIONS DE SYMBOLES 
MESURE 

tpHL,tpLH 

'THL.'TLH 

'w<I>L.'w¢H 

'r¢' 'I¢ 

I max 

CI 
Any input 
Toutes entrees 

'PLH(R)' 

'PHL{PR)' 

'PLH(PR) 

'wHIRl. , 
wH(PR) 

SF.F 24018AEV 

VALUES 

VDD 
VAL EURS UNITS 

UNITES 
(V) min. typo max. 

5 350 1300 ns 

10 125 300 ns 

5 500 1600 ns 

10 200 500 ns 

5 100 350 ns 

10 50 200 ns 

5 300 1200 ns 

10 125 450 '" 
5 200 830 ns 

10 100 250 r.s 

5 15 "s 
--

10 15 "s 

5 175 700 ns 

10 75 300 ns 

5 0,6 2,5 MHz 

10 2 5 MHz 

5 pF 

5 350 1300 ns 

10 125 300 ns 

5 500 1600 ns 

10 200 500 ns 

5 200 830 ns 

10 100 250 ns 

5 300 1000 ns 

10 100 275 ns 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL = 15 pF, and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VOO = 0,3 %/oC. 

Ces specificationssontvalables pour tamb = 25°C, CL = 15 pF. et temps de croissance et de decroissance 8 rentree =20 ns. Coefficient de tem
perature typique pour toute valeur de V DD = 0,3 %fOC. 
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SF.F 24018 A 

DYNAMICAL WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIQUES 

Clock input 
Entree hor/age 

Data input 
Entree donnees 

Outputs 
Sorties 

o 

o 

SET·UP TIME, PROPAGATION DELAY TIMES AND TRANSITION TIMES 
TEMPS DE PREETABLISSEMENT, DE PRDPAGA TlDN ET DE TRANSITION 

Preset' input or 50% ,i 
reset input 0 
Entree de preposition- -;..----"" 
nement*oude remise 
a zero 

twH(P) g~ twH(R) 

tpHL 

~~50% ~,-_______________________________ O __ 

Outputs 
Sorties 

o 

* Preset enable or jam inputs 

PRESET AND RESET PROPAGATION DELAY TIMES 
TEMPS DE PRDPAGA TlDN DE PREPDSITlDNNEMENT ET DE REMISE A ZERO 

Validation de prepositionnement au entrees jam 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Type Package 
Boitill' 

SF.F 24024 AEV TO·116 

_. 

SF.F 24024 AKM TO-116 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Operating free-air 
temperature range 

Gemme de temp4rt1tuffl 
de fonctionnemMlt 

-40°C. + 85°C 

-55°C. +125°C 

The SF.F 24024 A is a static 7'stage binary counter 
realized with C·MOS technology. The Q outputs of the 
seven stages are accessible and the counter exhibits a 
reset input wich is active at high logical level. The 
counter state changes on the negative going transition of 
each input pulse. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Static operation 
Fonctionnement statique 

Low static power supply consumption 
Faible puissance d;ss~e au repos 

5J.1W 

Storage temperature 
Temp".ru,. d" ,rockllflll 

-55°C. + 125°C 

-65°C. + 150°C 

SF.F 24024 A 

7-STAGE BINARY COUNTER 
COMPTEUR BINAIRE 7 ETAGES 

Supply voltage Input voltage 
Ten,ion d'slimllntstion Temion d'ener" 

VDD - VSS min. max. 

3V. 15 V VSS V DD 

3V. 15 V VSS V OD 

Le SF. F 24024 A est un compteur binaire statique a 7 erages 
realise en techno/ogle C-MOS. Les soraes 0 des septetagessont 
accessibles et Ie compteur comporte une entree de remise a zero 
(reset) active au niveau haut. L 'erat du compteur cliange apres 
chaque transition negative de nmpulsion d'entree. 

Mediu m speed operation 
Vitesse de fonctionnement moyenne 

f max = 7 MHz 

1 
typical at: 
typique a 

Low output impedance 
Faible'impedance de sortie 

Double diode input protection 
Double diode de protection aux entrees 

~ '.......,..·CSF 
-r-~~v 

700 n at high level and 500 n at low level (typ.) 
700 n lJ I'etathaut et 500 n B I'etatbas (typ.) 

V DD = 10 V 
tamb = 25°C 

74· 7 1/7 
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SEF 24024 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/rES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

OC supply voltage 
Tension d'a/imentlltion continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'entrfle (entfH quelconqueJ 

Oevice dissipation (per package) 
Dill;pation (par boitie,) 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
TempiJ,atute de stockage 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: TO-116 (CB·2) 
Boitier 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOO 

V, 

Ptot 

toper 

tstg 

Top view 
Vue de d#lssu, 

al 

Input pulses Reset a7 a6 a5 a4 VSS 
Impulsions Remise 

FUNCTIONAL DIAGRAM 
SCHEMA SYNOPTIOUE 

R 

2/7 
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u'entree a zero 

a1 

VALUES 
VALEURS 

Vss -0,3 V, VSS +1SV 

VSS -O,3 V, VOO +0,3 V 

200mW 

EV -40"C, + BS·C 
KM -SS·C, + 12S·C 

EV -SS·C, + 12S"C 
KM -6S·C, + 150"C 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIaVES STA TlaVES 

"> TEST,CONOITIONS 

"" .. CONOITIONS OE -' ... 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES CDCI> 

~~ Vo VOO >).. 
"'''> IVI IV) 

Quiescent device current 
Courant d'alimentlltion 

5 

IOL' 
au repos 

10 

Quiescent deVice dissipatIon I 5 

package POL Puissance dissipee par baitier 
au repm 10 

5 
Low level output vortage 

VOL IO=OmA Tension de sortie B 
rllrsr bas 

10 

5 
High level oulP.uf voltage 

VOH Tension de sortie 8 IO=OmA 
retilt haut 

10 

N channel threshold vortage 
VITOIN ID=20~A Tension de seuil du cana' N 

P channel threshold voltage 
VITOIP IO=-20~A 

Tension de seuil du canal P 

Noise Immunity at input 0,8 5 
low level 

VnL IO=OmA Immunite au bruit, entree 
IJ retat bas 1 10 

(note 1) 

Noise immunity at input 4,2 5 
high level 

VnH IO=OmA Immunire au bruit, entree 
a reest haut 9 10 

(note 11 

Output drive current 0,5 5 
N channel 

IdN Courant de sortie 
canal N 

0,5 10 

Output drive current 4,5 5 
P channel IdP Courant de sortie 
canal P 9.5 10 

Input current 
II Courant d'entree 

VALUES 
VALEURS 

-55°C 25"C 

min. typo max. min. typo 

5 0,3 

10 0,5 

25 1.5 

100 5 

0.01 ° 
0,01 0 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1.5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1.4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,31 0,25 0,5 

0,62 0,5 1 

-0,19 -0,15 -0,3 

-0,45 -0,35 -0,7 

10 

Notel: For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family". 

max. 

5 

10 

25 

100 

0,Q1 

0,Q1 

Voir la definition de ees psram#ltres dans "CaractrJristiquIIs ~neral8s de la 'smilie logique C-MOS". 

SFF 24024 A 

SF.F 24024 AKM 

'" ~~ 
125"C z;;; 

:::J:::J 
min. typo max. 

300 ~A 

600 ~A 

1500 ~W 

6000 ~W 

0,05 V 

0,05 V 

4,95 V • 9,95 V 

1,3 V 

-1,3 V 

1.4 V 

2,9 V 

1,5 V 

3 V 

0,175 mA 

0,35 mA 

-0,105 mA 

-0,25 mA 

pA 
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SF.F 24024 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

., TEST CONDITIONS Ill'" CONOITIONS DE .... .., 
PARAMETERS 00 MESURE 

""" PARAMETRES :;); 
>>- Vo VOO Ill., 

IVI IVI 

QUiescent device current 
5 

Courant d'alimentation IOL 
au repas 

10 

QUiescent device diSSipation I 5 
package POL Puissance dl$.S/pee par bailier 
au repos 10 

5 
Low level output voltage 

VOL Tension de sorrie a 
l'erar bas 

10 

5 
High level output voltage 
Tension de sortie a VOH 
i'etat haul 

10 

N channel threshold voltage 
VITOIN IO=20jJA 

TenSIon de seuil du canal N 

P channel threshold voltage VrrolP IO=-20"A 
Tension de seulf du canal P 

NOise Immunity at mput 0,8 5 
10'111 level V IO=OmA Immunite au bruit, entree nL 

a refat bas 1 10 
(note 1) 

NOise Immunity al Input 4,2 5 

high level VnH IO=DmA Immunire au bruit, entree 
a retat haul 9 10 

(note 1) 

Ou'pu\ dnve current 0,5 5 
N channel 

IdN Courant de sortie 
canal N 0,5 10 

Output drive current 
4,5 5 

P channel IdP Courant de sortie 
canal P 9,5 10 

Input current 
II Courant d'entree 

VALUES 
VALEURS 

-400C 25"C 

mm. typo max. min. typo max. 

50 0.5 50 

100 1 100 

250 2.5 250 

1000 10 1000 

0.01 0 0.D1 

0,01 0 0,01 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1.4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,15 0,12 0,5 

0,31 0,25 1 

-0,145 -0,12 -0,3 

-0,31 -0,25 -0,7 

10 

Note 1 For definition of these parameters see "General characteristics of C·MOS logic familv"· 
Voir /a definition de ees paranlfltres dans uCaractfJristiques generales de la famille logique C·MOS". 
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SF.F 24024 AEV 

., 
Ill'" ........ 

85cC z~ 
::J::> 

min. typo max. 

700 "A 

1400 "A 

3500 "W 

14000 "W 

0.05 V 

0,05 V 

4,95 V 

9,95 V 

1,3 V 

-1,3 V 

1.4 V 

2,9 V 

1,5 V 

3 V 

0,095 mA 

0,2 mA 

0,095 mA 

-0,2 mA 

pA 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par I'hor/age 

Propagation delay times (Q1 output) 
Temps de propagation (Sortie at) 

TranSition times 
Temps de transition 

Minimum clock pulse width 
Largeur minimale de /,impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de manree et de 
descente d'horloge 

Maximum clock frequency 
Fnjquence maximale d'horloge 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

Reset operation 
Commande par Reset 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Minimum reset pulse width 
Largeur minimale des impulsions reset 

NOTE 1 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYM80LES 

'PHLIR.Q) 

'wHIR) 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Any Input 
Tau tes entrees 

SFF 24024 A 

SF.F 24024 AKM 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

VDD f----.---.... -----i UNITES 
(V) min. typo max. 

175 350 

10 80 125 

175 225 

10 80 125 

200 330 

10 100 125 

15 "$ 

10 10 "$ 

1.5 2.5 MHz 

10 MHz 

pF 

500 700 

10 250 350 

375 500 

10 200 300 

0~~e ;p~~d(~~/~,~~ns iJPply for tamb = 25u C, C L = 15 pF, and Input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 

Ces specificatIOns son tvalables pour lamb --:: 25()C CL = 15 pF, et temps de croissance et de df!crOissance a I'entree = 20 ns. Coefficient de tem
perature tvplque pour toute valeur de V DO = 0,3 %/)C 
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SF.F 24024 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES OYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par I'hor1oge 

Propagation delay times (Q1 output) 
Temps de propagation (Sortie Q ,J 

Transition times 
Temps de transition 

Minimum clock pulse width 
Largeur minimale de "impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de montee et de 
descenre d'horloge 

Maximum clock frequency 
Frequence maximale d'horloge 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

Reset operation 
Commande par Reset 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Minimum reset pulse width 
Lar{JBU' minimBle des impulsions 'flset 

NOTE 1 

(Note 11 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

'PHL·'PLH 

'THL"TLH 

tV\A1>L,tWPL 

·rl/l,tt4> 

f max 

C, Any input 
Toutft entnle, 

'PHLIR) 

'wHIRl 

SF.F 24024 AEV 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VDD UNITES 
IV) min. typo max. 

5 175 400 ns 

10 80 150 ns 

5 175 250 ns 

10 80 150 ns 

5 200 500 ns 

10 100 165 ns 

5 15 ~s 

10 10 ~s 

5 1 2,5 MHz 

10 3 7 MHz 

5 pF 

5 500 800 ns 

10 250 400 ns 

5 375 600 ns 

10 200 350 ns 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL :;;: 15 pF, and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
V DO = 0,3 %IOC. 

Ces specificationssOIltvaJabies pour tamb = 25°C. CL = 15 pF. et temps de croissance et de c/ecroissance a rentree =20 ns. Coefficient de tem· 
perature typique pour route vaJt!fJr de V DO = 0,3 %/OC 
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DYNAMICAL WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIQUES 

Pulse input 
En'" 
impulsion, 

Q outputs 
Sorties 0 

o 

\",pH 

tpLH 

90% 

PROPAGATION DELAY TIMES AND TRANSITION TIMES 
TEMPS DE PROPAGA TION ET OE TRANSITION 

Reset input 
Entree fflmisB 
az~ro 

Q OUtputs 
Sonie.Q 

o 

1wH(R) 

RESET PROPAGATION DELAY TIME 
TEMPS DE PROPAGA TlON DE LA REMISE A ZERO 

SF.F 24024 A 

tlM/>L 

tpHL 

• 

717 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Type Package 
Bolti.,. 

SF.F 24027 AEV MP-117 

SF.F 24027 AKM MP-117 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Operating free-air 
temperature range 

Gemme dtJ rem",,..ture 
de fonctionntH7HIIIt 

-40°C, + 85°C 

-55°C, + 125°C 

The SF.F 24027 A is a C-MOS integrated circuit contai
ning two independent JK master-slave flip-flops with set 
and reset capability. 

The circuit is derived from the SF.F 24013 AD-type 
flip-flop (two additionnal gates). The Q outputs change 
after a positive-going clock pulse. Set and reset inputs 
are active at high logic level independently of clock input 
state. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Static operation 
Fonctionnemtmt statique 

Only one power supply 
Une seule tension d'a/imtlntBtion 

Ultra low power supply consumption 
TnJs faible puissance diniINtI 

50nW 

SFF 24027 A 

DUAL JK MASTER-SLAVE FLIP-FLOP 
DOUBLE BASCULE JK MAITRE-ESCLA VE 

Supply voltage Input voltage 
Storage temperature rtm.ion d'all",."r-tion rension d'snt'. 
r"",pltarufW dtlnock.". 

VOO - VSS min. max. 

-55°C, + 125°C 3V. 15V VSS VOO 

-65°C, +150°C 3 V, 15V VSS VOO 

Ltl SF.F 24027 A est un circuit integre C·MOS comprenant deux 

bascules JK martre-esclave independBntes avec remise a "0" et a 

"I". 

Ltl circuit est derivtJ de la double bascule D par adjonction de 

deux operateurs logiques. Les sorties Q changenr d'etat apres Ie 

fronrpositif de /'impulsion d'horloge. Les entrees "set" et "reset" 

sont actives au niveau log/que haut (independamment de rerat 

de I'entree hor/oge. 

Medium speed operation 
Vinrsse dtJ fonctionnement mayenne 

f max = 8 MHz 

typical at : 
typiques 

VOO= 10V 
tamb = 25°C Low output impedance 

Faible imp#§dance de sortie 

Double diode input protection 
Double diode de prottJction BUX entrees 

700 n at high level and joo n at low level (typ.) 
700 n 8 rlltar hauter 300 n Brltat bas (typ.) 
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SEF 24027 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'alimentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'enrree (entree que/conqueJ 

Device dissipation (per package) 
Dissipation (par bait;e,) 

Operating temperature 
Tem~rature de fonctionnement 

Storage temperature 
Tem~ratuf1! de stockage 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: Mp·117 (CB-79) 
Boitier 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDO 

VI 

Ptot 

toper 

tstg 

Top view 
Vue dB dsSSU$ 

VALUES 
VALEURS 

VSS -0,3 V, VSS +15V 

VSS -0,3 V, VOO +0,3 V 

200mW 

EV -40"C + + 85°C 
KM -55°C + + 125°C 

--
EV -55°C + +125°C 
KM -65°C + + 150°C 

20 20' 2R 2K 2J 2S 

TRUTH TABLE 
TABLE DE VERITE 

tn 

J K 

L L 

L H 

H L 

H H 

2/8 
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tn+l 

°n+l 

On 

L 

H 

an 

10 10' 1¢ lR lK lJ 

time interval prior to the positive 
clock pulse transition 
intervall6 de temps precedent la 
transition pos;tiV6 du signal d'horlogtl 

time interval after the positive 
clock pulse transition 
interval/e dB temps wivsnt I. 
transition positillfl du signal d'horloge 

IS VSS 

R S a I a' 

L L 
no change 
inchange 

H L L I H 

L H H I L 

H H invalid condition 
inrerdit 

Rand S act independently of the 
clock level 
R Bt S lIfIisunt independemment de 
rllBt de rhOf!oge 



LOGIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

Master 
Maitre 

Slave 
Esc/ave 

SF.F 24027 A 

SetD-~~--------------~~--~----------------+----------------r. 

K D-----L.::J 

Reset o-----------~~~----------~----+-------~~--------~ 

~~ 
SCHEMATIC DIAGRAM 

KO-----l-...... 

1:;:: All P-substrates connected to VDD 
l-- Substrats des P-MOS rtJunis a VDO 

Reset o-..... --------------1f-J 

J ~ All N-substrates connected to VSS (except *) 
..- Substrats des N-MOS reunis a Vss (excepttJ *) / 

o 

0* 
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SEF 24027 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STAT/OUES 

CIli:l 
TEST CONOITIONS 

..J .... CONDITIONS DE 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES all', 

::;;:=;; 
Vo VOO >:>. 

"'''' (V) (V) 

QUiescent device current 
5 

Courant d'allmentarion IOL 
au repos 

10 

QUIescent device disSipation I 5 
package 

POL Puissance dissipee par boitier 
au repos 10 

5 
Low level output voltage 

VOL IO=OmA Tension de sortie a 
!'etar bas 

10 

5 
High level output voltage 
Tension de sortie a VOH 'o=OmA 
relal haul 

10 

N channel threshOld voltage 
V(TO)N IO=10"A Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage 
V(TO)P IO~10"A Tension de seui! du canal P 

NOise Immunity at Input 0,8 5 
low level VnL IO=OmA Immunire au bruit, entree 
B "etal bas 1 10 

(note 1) 

Noise immunity at input 4,2 .5 

high level VnH IO=OmA Immunite au bruit, entree 
a refst haUl 9 10 

(note 11 

Output drive current 0,5 5 
t4 ct'Ianne\ 

IdN Courant de sortie 
canalN 0,5 1O 

Output drive current 4,5 5 

P channel IdP Courant de sortie 
canlllP 9,5 1O 

Input current I 
Any input 

Courant d'enrree I Toutes 
entrees 

VALUES 
VALEURS 

-55°C 25"C 

min. typo max. min. typo max. 

1 0,005 1 

2 0,005 2 

5 0,025 5 

20 0,05 20 

0,Q1 a 0,Q1 

0,01 a 0,Q1 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1.4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,63 0,5 1 

1,25 1 2,5 

-0,31 -0,25 -0,5 

-0,8 -0,65 -1,3 

10 

Note1: For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family". 
Voir I. dlJfinition de ces paramtJtres dans "C8rsctlristiques generales de Is 'smilie logique C-MOS". 
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SF.F 24027 AKM 

'" ~~ 
125°C z;;; 

:>::> 
min. typo max. 

60 "A 

120 "A 

300 "W 

1200 "W 

0,05 V 

0,05 V 

4,95 V 

9,95 V 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 V 

2,9 V 

1,5 V 

3 V 

0,33 mA 

0,7 mA 

-0,175 mA 

-0.45 mA 

pA 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERlsnaUES STA naUES 

"> TEST CONDITIONS 
Ill'" CONDITIONS OE ...J .... 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES a"" :;::;; 

Vo VOO >). 
Ill"> IVI IVI 

Quiescent device current 
5 

Courant d'alimentation 'OL 
au rep os 

10 

QUIescent deVice disSipation / 5 
package POL Puissance diss/pee par bailier 
au repos 10 

5 
Low level output vOltage 

VOL IO=OmA Tension de sortie a 
refat bas 

10 

5 
High level output vOltage 
Tension de sortie a VOH IO=OmA 
refal haUl 

10 

N channel threshold voltage 
VITOI N 'O=10~A Tension de seuil du canal N 

P channel threshOld voltage 
VITOIP IO=-10/.lA 

Tension de seuil du canal P 

NOise immunity at Input 0.8 5 
low level V IO=OmA Immunite au bruit, entree nL 
a refar bas 1 10 

(note 1) 

Noise immunity at input 4.2 5 
high level 

VnH IO=OmA Immunite au bruit, entree 
a J'tUat haut 9 10 

(note 1) 

Output drive current 0.5 5 
N channel 

'dN Courant de sortie 
canal N 

0.5 10 

Outptlt drive current 4.5 5 

P channel 
' dP Courant de sortie 

canalP 9.5 10 

Input current 

" 

Any input 
Courant d'entree Toutes 

entrees 

VALUES 
VALEURS 

-40°C 25°C 

min. typo max. min. typo 

10 0.01 

20 0.05 

50 0.05 

200 0.02 

0.01 0 

0.01 0 

4.99 4.99 5 

9.99 9.99 10 

1.7 1.5 

-1.7 -1.5 

1.5 1.5 2.25 

3 3 4.5 

1.4 1.5 2.25 

2.9 3 4.5 

0.3 0.3 1 

0.72 0.6 2.5 

-0.17 -0.14 -0.5 

-0.4 -0.33 -1.3 

10 

Notel: For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family". 

max. 

10 

20 

50 

200 

0.01 

0.01 

Voir /a definition de ces paramtJtres dans "Caracmristiqu8s generales de la famille logique C-MOS". 

SF.F 24027 A 

SF.F 24027 AEV 

"> 
~~ 

85°C z~ 
::0::;' 

min. typo max. 

140 ~A 

280 ~A 

700 ~W 

2800 ~W 

0.05 V 

0.05 V 

4.95 V 

9.95 V 

1.3 V 

-1.3 V 

1.4 V 

2.9 V 

1.5 V 

3 V 

0,24 mA 

0.5 mA 

-0.063 mA 

-0.27 mA 

pA 
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SF.F 24027 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (Note 1) SF.F 24027 AKM 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE 
VOO UNITES 
IV) min. typo max. 

Clocked operation 
Commande par I'horloge 

5 150 300 n, 
Propagation delay times 

'PHL"PLH Temps de propagation 
10 75 110 n, 

5 75 125 n, 
Transition times 

'THL"TLH Temps de transition 

10 50 70 n, 

5 165 330 n, 
Maximum clock pulse width tw<PL,tW</lH 
Largeur maximale de /'impulsion d'horloge 

10 65 110 n, 

Clock rise and fall times 
5 15 "' 

Temps de mantee et de descente 'r</>, 'f</> 
d'horloge 

10 5 I "' 
I 

5 70 150 n, 
Set-up time tset_up 
Temps de preetablissement I 

10 25 50 n, ! 

5 1,5 3 MHz 
, 

Maximum clock frequency f max Frequence maximale d'horloge 
10 4,5 8 MHz 

Input capacitance CI 
Any input 

5 pF 
Capacite d'entree Toutes entrees 

Set & Reset operation 
Commsnde par Set & Reset 

'PHLIR,O)' 
5 175 225 n, 

Propagation delay times 'PLHIR,O·)' 
Temps de propagation 'PHLIS,O·)' 

'PLHIS,O) 
10 75 110 n, 

5 125 200 n, 
Minimum set and reset pulse widths 'wHIS) , 
Largeur minimsle des impulsions set et reset 'wHIR) 

10 50 80 n, 

NOTE 1: 

These specifications apply for tamb = 26°C. CL = 16 pF. and input rise and fall time = 20 os. Typical temperature coefficient for all value of 
VOO = 0,3 %loC. 
c:.. ",kific.tion'lOIIt valllb,., pour t.mb = 2fiOC, CL = 15 pF, .t rem"." croi.."C/let tHdIcroi,,.,,,,. j r.ntrH = 20 nl. CofIfficklnt dB rem-
pketuffl rypiqUfl pour toute valeur de V DD = 0,3 %/oC 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par I'horloge 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Transition times 
Temps de transition 

Minimum clock pulse width 
Largeur minimale de !'impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de mantee et de descente 
d'horloge 

Set-up time 
Temps de pre~tablissement 

Maximum clock frequency 
Frequence maximale d'horloge 

I "put capacitance 
Capacite d'entrl!e 

Set & Reset operation 
CommBnde par Set & Reset 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Minimum set and reset pulse widths 
Largeur minimale des impulsions sst et reset 

lOTE 1: 

(Note 11 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS 

CONDITIONS DE 
SYMBOLES 

MESURE 

tpHL,tpLH 

'THL·'TLH 

twt,bL,twq,H 

trt,b,tft,b 

tset_up 

f max 

C, Any input 
Toutes entrees 

'PHL(R,O)' 

'PLH(R,O*)' 

'PHL(S,O*)' 

'PLH(S,O) 

'wH(S), , 
wH(R) 

SEF 24027 A 

SF.F 24027 AEV 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VDD UNITES 
(V) min. typo max. 

5 150 400 ns 

10 75 150 ns 

5 75 250 ns 

10 50 140 ns 

5 165 500 ns 

10 65 165 ns 

5 15 "s 

10 5 "S 

5 70 200 ns 

10 25 75 ns 

5 1 3 MHz 

10 3 8 MHz 

5 pF 

5 175 350 ns 

10 75 150 ns 

5 125 300 ns 

10 50 120 ns 

These specifications apply for tamb = 25°C. CL = 15 pF. and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VDD = 0,3 %1°C. 
Ces spkificllrions sont tlillables pour tllmb = 2SOC, CL = 15 pF, fit tflmp$ t» croi,.nctlflt t»tHcroisanCfl • I'entr" =20 ns. COfIfficiflnt de ttIm, 

pkllrure rypique pour toute valeur de V DD = 0,3 %/ °C 

7/8 
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SF.F 24027 A 

TIMING DIAGRAMS 
DIAGRAMMES DES TEMPS 

Clock input 
Entree horloge 

J,K inputs 
Entrees J,K 

Output 
Sortie 

10% 

Isel-up 

o 

Iset-up 

o 

90 % 

SET-UP TIME, HOLD TIME, PROPAGATION DELAY TIMES AND TRANSITION TIMES 
(POSITIVE EDGE TRIGGERED SEQUENTIAL CIRCUIT) 

8/8 
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Set & Reset 

Output 
SOftie 

Output 
Sortie 

TEMPS DE PREETABLISSEMENT, DE MAINTlEN, DE PROPAGATION ET DE TRANSITION 
(CIRCUIT SEOUENTIEL DECLANCHE PAR UN FRONT POSITIF) 

10% 

o 

o 

SET - RESET PROPAGATION DELAY TIMES 
TEMPS DE PROPAGA TlON REMISE A ZERO, REMISE A 1 

o 



BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Operating free-air 

SF.F 24029 A 

PRESETTABLE UP/DOWN COUNTER 
COMPTEURIDECOMPTEUR PREPOSITIONNABLE 

SupplV voltage Input voltage 

Tvpe Package temperature range Storage temperature Ttm.ion d'.limentatlon Tension d'entrH 
Boitie' Gammtl d. tem~l'IItu", Temp"""'''' de ItOckage 

VOO - VSS 

SF.F 24029 AEV Mp·117 

SF.F 240"9 AKM MP·117 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

de fonctionntm'Hlflt 

-40°C, + 85°C 

-55°C, + 125°C 

The SF.F 24029 A is a C·MOS four·stage up·down 
counter with two counting modes: 

binary counting when the "binary/decade" input is 
"high" and decimal couting when the "binarv/decade" 
input is "low': 

Others inputs are "clock" input, "carrv·in" (clock enable) 
input, "up-down" input, "preset enable" input and four 
"jam" inputs. 

The circuit provides the four Q outputs of the counter 
and a fast "look ahead" carrV output for circuit casca· 
ding. 

A "high" logic level on the "preset enable" input presets 
the counter following the logic state of the four "jam" 

. inputs independent IV of the clock input state. 

The counter is advanced one count on the positive·going 
transition of the clock input pulse when "carrv·in" and 
"preset enable" inputs are at "low" level. It counts up 
when the "up·down" input is "high" and down when the 
"up-down" input is "low". 

Several packages mav be cascaded with parallel clocking 
swing to "carrv·in" and "carrv·out" signals. 

The "carrv·in" signal is in fact a "clock enable" signal 
wich must be connected to VSS when not in use. The 
"carry-aut" signal is normaly "high". It goes "low" when 
the counter reaches its maximum count (counting up) 
or its minimum count (counting down) provided the 
"carry-in" signal is low. 

~ THOMSON-CSF 

DIVISlDN SEMICONDIICTEUAS 

~. 

min. max. 

-55°C, +125°C 3V, 15 V VSS VOO 

-65°C, + 150°C 3V, 15 V VSS VOO 

Le SF.F 24029 A est un compteurldecompteur a quatre etages 
realise en technologie C-MOS. 

Deux modes de fonctionnement sont possibles: comptage bina;
re lorsque I'entree "binaireldecima'" (binary/decade) est areta' 
haut et comptage d8cimallorsque C8tte entree est 8 retat bas. 

Le circuit comporte egalement une entree d'horloge (clock), une 
entree de report (carry-in) ou entree de validation d'horloge 
(clock enable), une entree de comptageldecomptage (up-down). 
une entree de chargement paralMle (preset enable) et quatre 
entrees de prepositionnement paralllJle (jam). 

Les quatre sorties Q du compteur sont disponibles ainsi qu'une 
sortie de report antici"A permettant la mise en cascade de 
plusieurs circuits. 

Unniv8iJu logique haut sur I'entreede chargement (preset enable) 
prepositionne Ie compteur suivant refat /ogique des quatre 
entrees "jam" independamment de retat logique de rentree 
d'horloge. 

Le contenu du compteur change apres chaque transition positive 
de /'impulsion d'horloge quand les entrees report et chargement 
sont a retat bas. Le compteur compte quand rentree "up-down" 
est a retat haut et dkompte dans Ie CBS contraire. 

Plusieurs boiriers peuvent titre mis en cascade avec un signal 
d'horloge commun grace aux entrees et sonies de repon. 

Le signal d'entree report (carry-in) est en fait un signal de 
validation d'horloge et doit 'tre.1 a Vss s'jJ n'est pas uti/istJ. 
La sortie repon (carry-out), normalement a retat haut, passe a 
rfltat bas quand Ie compteur atteint son etat maximum (en 
comprag9) ou son etat minimum (en decomptsge) a condition 
que rentree report soit .. retst bas. 
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SF.F 24029 A 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINelPALES 

Binary or decade up/down counting 
Comptage ef decomptage en binaiffl au en dBcimal 

Static operation 
Fonctionnement statique 

Low static power consumption 
Faiblepuissance dissipt}eau repa, 

Medium speed operation 
Vitesse de fonctionnement moyenne 

High speed multi-package parallel clocking 

5 MHz 

Fonctionnement de plusieurs baTriers en cascade IJ frequence tJlevee 
(horloge parallele) 

Double diode input protectipn 
Double diode de protection aux entrees 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEURS L1.MITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'alimentation continue 

Input voltage (all inputs' 
Tension d'entree (entrfhl quelconqueJ 

Device dissipation (per package' 
DiSlipation (par boitier) 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temp(Jrarutrl de srockage 

2112 

212 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

VI 

Ptot 

toper 

tstg 

typical at : 
typiqU8B 

VDD= 10 V 
tamb = 25°C 

VALUES 
VALEURS 

VSS -0,3 V, VSS +15 V 

VSS -0,3 V, VDD +0,3 V 

200mW 

EV -40°C, + 85°C 
KM -55°C, + 125°C 

EV -55°C, +125°C 
KM -65°C, + 150°C 



PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package MP-l17 (CB-79) 
Boitier 

Chargement 
paTal/Me 

FUNCTIONAL TABLE 
TABLE DE FONCT/ONNEMENT 

Control input 
Entree de commande 

Binary/decade 
Blnaire/decimal 

Up/down 
Comptageldecomptage 

Preset enable 
Chargement paralJele 

Carry-in (clock enable) 
Entree report (validation d'horloge) 

Clock 
HOT/age 

Top view 
Vue de dessus 

Carry-in 
Entree report 

Logic level 
Niveau log/que 

H 

L 

H 

L 

H 

L 

H 

L 

Up/down 
Comptagel 
decomptage 

Carry-out 
Sortie report 

SEF 24029 A 

Action 
Action 

Binary count 
Comptage binaire 

Decade count 
Comptage decimal 

Up count 
Camptage 

Down count 
Decomptage 

Jam in 
Chargetnflnt paTal/llle 

No jam 
Chargement insctif 

Clock input inhibited 
EntriJe hor/oge inhiIM6 

Clock input enabled 
E ntrefl hor/og8 active 

3/12 

213 



SF.F 24029 A 

TIMING DIAGRAMS 
DIAGRAMMES DES TEMPS 

BINARY MODE 
MODE BINAIRE 

Inputs 
Entrtles 

clock I 
hor/oge I 

I 
- I carry-In I 

report Ir--r--t--l---t----1f--7--+-+.-+-I--l---t--1r-+-j--l--+-l-~__l 

u p/down If---+---+_-l---+----;_-L--l-_+.---L-I_-i.. 
compragel I 
dl!comprage I 

I 
binarY/decadelr---!---t-+--+~--7--l--+-+-t-+--t--1,.-+--j--f---t----!--!--+--t---l-
binaire/decimal I 

I 
I 

preset enable I 
chargement parallele I 

4/12 
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I 
I Jlrl~f-T--T--I-+--r-t--~+-+--r-4--+~r-+--T~--T--+-4--+-+--
I 
I 
I 
I 

J2ri-r-4--+-+'-~-I-+--+--f--~-+-+-~~-+--t--~~-+-~~~--
I 

carry-out 
",rtie report I 

counter state I 
Ita' du compreur I 5 6 

I 
I 
I 
I I 

8 9 10 11 12 13 I 14 I 15 9 8 
I 

6 5 o I 15 



SF.F 24029 A 

TIMING DIAGRAMS 
DIAGRAMMES DES TEMPS 

DECADE MODE 
MODE DECIMAL 

clock 
hor/age I 

Inputs , 
Entn}es I I I 

carry-in I :n, 
report I 

r,~--L-~-r~--~~-+~--+-~-+~--7-~~~~1 IL-~L-+-_ 
I I I 

up/down I 1 
comp"'gel , 1 , 

decomptage I 
, 1 
, I 

binarY/decade: ' 
binaire/decimal rl ---!---+--t---+--+-..-l--+--.l---I---+--T---l--T--~-l----1..--L-...L--I-1 -J--+---+--

I , 

Preset enable I 
Chargement paralliJle I 

I 
I 
1 

I 
I 

J1r: -i--+--b-i--+---I---+--r--r-+--T--~-+--r--l---r~r-...L-t--l--T----+-
I 
I 
I 1 

J2~-l---+--~-l--~~--+--r~--...L~~--+-~-l--.l-~-l--~~~ , 
: I I 

I rr-
J3, I' I 

, I I 
1 , 1 
, I , 

J4: ' 1 

I ' , , I 
, I 

Ql , 
I 
I 

02' 
I , 
I 

03 'r---!--+---1r--t' 

carry-o·ut I 
sortie report I 

I 
cou nter state I 
erat du compteur I 0 

I , I , 
I I I I 
I , I I 
I 7 , 6 I 5 I 4 
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SF.F 24029 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

.,tl TEST CONOITIONS 

.J .... CONDITIONS DE 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES III'" lE~ Vo Vo >). .,'" (VI IVI 

Quiescent device current 5 

Courant d'aliment.tion IOL 
au repos 10 

Quiescent device diSSipation 5 
package 

POL Puissance dissipee par boWer 
au repos 10 

Low level output voltage 5 
Tension de sortie .; VOL 
retar bas 

10 

High level output voltage 5 

Tension de sortie a VOH 
reta, haut 10 

N channel threshold voltage ~ITOIN IO=20.A Tension de seu;' du canal N 

P channel threshold voltage VITOIP 10~2o,.A Tension de seuil du canal P 

0,8 5 

Noise Immunity at input VnL 
high level 1 10 
Immunite au bruit. entree 

'-a retat haut 
4,2 5 

(note 1) VnH 

9 10 

0,5 5 
Qoutputs 
$ort;e,Q 

Output drive current 0,5 10 
N channel IdN 
Coursn t de sortie 
cana/N Carry 0,5 5 

output 
Sortie 
report 0,5 10 

4,5 5 o outputs 
Sorrier a 

Output drive current 9,5 10 
P channel IdP 
Courant de sortie 
canalP Carry 4,5 5 

output 
Sortie 
report 9,5 10 

Input current 
II 

Any input 
Courant d'enrree TautB' BfI tnJe. 

VALUES 
VALEURS 

-55°C 2SOC 

min. typo mix. min. typo 

5 0.3 

10 0,5 

25 1,5 

100 5 

0,01 

0,01 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1.4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,6 0,4 0,8 

0,74 0,6 1,2 

0,1 0,08 0,16 

0,4 0,32 0,64 

-0,18 -0,12 -0,24 

-0,3 -0,2 -Q.4 

-Q,09 -Q,06 -0,12 

-0,15 -{),1 -0,2 

10 

Note 1: For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family" 
Voir la dflfinition de ee. paramfltres dans "CaractBrisr;ques ""erales de la 'smilie logique C-MOS" 
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SF.F 24029 AKM 

'" ~~ 
125°C z~ 

:;,::> 
max. min. typo max. 

5 300 

.A 

10 600 

25 1500 

.w 
100 6000 

0,01 0,05 

V 
0,01 0,05 

4,95 

V 

9,95 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 

V 

2,9 

1,5 

V 

3 

0,28 

0,42 

mA 

0,06 

, 
0,22 

-Q,06 

-Q,14 

mA 

-0,04 

-Q,07 

pA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

0) TEST CONOITIONS 

""" CONDITIONS DE ..J-J 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES "'., :;::i! 

Vo Vo >).. 
<nO) IV) IV) 

Quiescent device current 
5 

Courant d'alimentation 10L 
au repos 10 

Quiescent device dissipation J 5 
package 

POL Puissance dissipee par baitie, 
au repos 10 

low level output voltage 5 
Tension de sortie a VOL 
refat bas 

10 

High level output voltage 5 

Tension de sortie a VOH 
refat haut 10 

N channel threshold voltage 
VI TO)N I 0=20" A Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage VITOIP 10~20"A Tension de seuil du canal P 

0,8 5 

Noise immunity at input 
V nL 

high level 1 10 
Immunite au bruit, entree 
a refat haur -

4,2 5 
(note 1) VnH 

9 10 

a outputs 
0,5 5 

Sorties Q 

Output drive current 0,5 10 
N channel IdN 
Courant de sortie 
canal N Carry 0,5 5 

output 
Sortie 
report 0,5 10 

4,5 5 
o outputs 
Sorties Q 

Output drive current 9,5 10 
P channel IdP 
Courant de sortie 
canal P Carry 4,5 5 

output 
Sortie 
report 9,5 10 

Input current 
II 

Any input 
Courant d'entrf!e Toutes entrees 

VALUES 
VALEURS 

-40°C 25°C 

min. typo max. min. typo 

50 0.5 

100 1 

250 2.5 

1000 10 

0,01 0 

0,01 0 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1,7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,24 0,2 0,8 

0,36 0,3 1,2 

0,05 0,04 0,16 

0,19 0,16 0,64 

-0,07 -0,06 -0,24 

-0,14 -0,1 -0,4 

-0,04 -0,03 -0,12 

-0,07 -0,05 -0,2 

10 

Note 1: For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family" 
Voir la definition de ces parametres dans "Caracreristiques generales de la famille logique C·MOS" 

SF.F 24029 A 

SF.F 24029 AEV 

'" <n'" ........ 
85°C z;;;: 

::J::> 
max. min. typo max. 

50 700 

"A 
100 1400 

250 3500 

"W 
1000 14000 

0,01 0,05 

V 

0,Q1 0,05 

4,95 

v 
9,95 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 

V 

2,9 

1,5 

V 

3 

0,16 

0,24 

rnA 

0,03 

0,13 

-0,05 

-0,08 

rnA 

-0,02' 

-0,04 

pA 
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SEF 24029 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par rOOf/age 

Propagation delay times: 
Temps de propagation 

o outputs 
Sorties Q 

Carry o~tput 
Sortie report 

Transition times 
Temps de transition 

o outputs 
Sorties Q 

Carry output 
Sortie report 

Minimum clock pulse width 
Largeur minimale de i'impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de montee et de descente 
d'horloge 

Set-up times (yp/down, binary/decade, 
carry-in-) . 
Temps de preetablissement (comptagel 
decomptage, binaire/decimal, entree report) 

Maximum clock frequency 
Frequenc8 maximale d'hor/oge 

I nput capacitance 
Capacite d'entree 

8/12 
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(Note 1) 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

tpHL,tpLH 

tTHL·'TLH 

twct>L,tw¢H 

tr(/), t f¢ 

\et-up 

f max 

C, Any input 
Toutes entrees 

SF.F 24029 AKM 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VDD UNITES 
IVI min. typo max. 

5 325 650 ns 

10 115 230 ns 

5 425 850 ns 

10 150 300 ns 

5 100 200 ns 

10 50 100 ns 

5 200 400 ns 

10 100 200 ns 

5 200 340 ns 

10 100 170 ns 

5 15 "s 

10 15 "s 

5 325 660 ns 

10 115 230 ns 

5 1,5 2,5 MHz 

10 3 5 MHz 

5 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Preset enable 
Chargement paralltJ/e 

Propagation delay times ~ 
Temps de propagation 

o outputs 
Sorties Q 

Carry output 
Sortie report 

Minimum preset enable pulse width 
Largeur minimale de /'impulsion apres 
remises zko 

Minimum preset enable removal time 
Temps de rkuptjration minimal apres 
chargement parallele 

Carry input 
Entree report 

Propagation delay time: 
Temps de propagation 

Carry output 
Sortie report 

NOTE 1 : 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

I <~,.<,," 

'wH(P) 

'PHV'PLH 

SF.F 24029 A 

SF.F 24029 AKM 

VALUES 

VDD 
VAL EURS UNITS 

UNITES 
(V) min. .yp. max. 

5 325 650 ns 

10 I 115 230 ns 

5 425 850 ns 

10 150 300 ns 

5 115 330 ns 

10 80 160 ns 

5 325 650 ns 

10 115 230 ns 

5 175 350 ns 

10 50 100 ns 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL = 15 pF, and input rise and fall time = 20 ns. TYPical temperature coefficient for all value of 
V DD -.:: 0,3 %/uC. 

Ces specifications son tvafables pour tamb = 25°C, CL = 15 pF, et temps de croissance et de decroissance a I'entree = 20 ns. Coefficient de rem
perature typique pour toute valeur de V DO = 0,3 %fOC. 
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SEF 24029 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clocked operation 
Commande par rOOf/age 

Propagation delay times: 
Temps de propagation 

Q outputs 
Sorties 0 

Carry output 
Sortie report 

TranSition times 
Temps de tranSition 

Q outputs 
SortiesQ 

Carry output 
Sortie report 

MInimum clock pulse WIdth 
Largeur minimale de !'impulsion d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de mantee ee de descente 
d'horfoge 

Set-up times (up/down, binary/decade, 
carry-in) 
Temps de preerablissement (comptagel 
decomptage, bina/fe/decimal, entree report) 

Maximum clock frequency 
Frequence maximale d'horloge 

I nput capacitance 
Capacite d'entree 

10/12 

220 

(Note 11 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBDLES MESURE 

tpHL,tpLH 

tTHL,tTLH 

t wct>L,twrpH 

tr.p·tfcJ> 

\et-up 

f max 

CI 
Any input 
Toutes entrees 

SF.F 24029 AEV 

VALUES 

VOO 
VALEURS UNITS 

UNITES 
IV) min. typo max. 

I 

5 325 1300 ns 

10 115 460 ns 

5 425 1700 ns 

10 150 600 ns 

I 
I 

5 100 400 ns i 

10 50 200 ns I 

5 200 800 ns 

i 

10 100 400 ns I 

5 200 500 ns 
, 

10 100 250 ns I 
I 

5 15 ps 

10 15 ps 

I 
5 325 1300 ns 

i 

10 115 460 n5 
i 

5' 1 2,5 MHz 
I 

10 2 5 MHz 

5 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Preset enable 
Chargement paralltJle 

Propagation delay times : 
Temps de propagation 

o outputs 
Sorties Q 

Carry output 
Sortie report 

Minimum preset enable pulse width 
Largeur minimale de rimpu/sion apres 
remise a zero 

Minimum preset enable removal time 
Temps de recuperation minimal apres 
chargement parallele 

Carry input 
Entree report 

Propagation delay time: 
Temps de propagation 

Carry output 
Sortie report 

NOTE 1 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

'PHL·tpLH 

• wHIPI 

'PHL·'PLH 

SF.F 24029 A 

SF.F 24029 AEV 

VALUES 

VDD 
VALEURS UNITS 

UNITES 
(VI min. typo max. 

5 325 1300 ns 

10 115 460 ns 

5 425 1700 ns 

10 150 600 ns 

5 115 660 ns 

10 80 320 ns 

5 325 1300 ns 

10 115 460 ns 

5 175 700 ns 

10 50 200 ns 

These specificatiOns apply for tamb :.:0- 25uC, CL = 15 pF. and mput rise and fait time = 20 ns. Typical temperature coeffiCient for all value of 
V DO ~ 0,3 %f°C. 

Ces specifications son t valables pour lamb = 25"C, CL = 15 pF, er temps de croissance et de decroissance a I'entree = 20 ns. Coefficient de tem
perature typlquepour route valeur de VOO::O" O~3 %/"C. 

11112 
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SF.F 24029 A 

DYNAMICAL WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIQUES 

PROPAGATION DELAY TIMES AND TRANSITION TIMES 
TEMPS DE PROPAGA TION E TOE TRANSI TION 

trq, 
VDD 

Clock input 90% 

Entree hor/age 

° 
tpLH 

Q outputs or 90 % 
carry output 
Sorties Q ou 
sortie report ° 10% 

tTLH 

tfq, 

~''"' ,. 
\ 

V DD 

I "J\ 
----.----------------------------------------------------------------------
CONTROL INPUT SET·UP TIME 
TEMPS DE PREETABLISSEMENT DES ENTREES DE COMMANDE 

VDD 

Clock input 
Entree hor/oge 

Control input 

° 

(up/down, binary/decade or carry· in) 
Entree de commande 50 % 
(comptageldecomptage,binaireldecimal 0 I 

DU entree report) --------------- ------- ___ J 

PRESET PROPAGATION DELAY TIMES AND REMOVAL TIME 

r----------------------
/ 

TEMPS DE PROPAGATION ET DE RECUPERA TlON DU CHARGEMENT PARALLELE 

Clock input 
Entree hor/age 

Preset enable input 
Entree chargement parallele 

Q outputs or 
carry-out (C/O) 
Sorties Q ou 
sortie report (C/O) 

12/12 
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° 

VDD 

° Removal time 
Temps de recuperation 

tpLH(P,Q) or tpLH(P,C/O) 

t---i,:::=====~~-------..------- -------VDD 

50% 
'-_______ ..-:O:.... ________ .L ___________ _ 

State change due to clock 
Changement d'etat dO a I'hor/age 



BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Operating free-air 

SF.F 24030 A 

QUADRUPLE EXCLUSIVE-OR GATE 
QUADRUPLE OPERATEUR OU-EXCLUSIF 

Supply voltage Input voltage 

Type Package temperature range Storage temperature Tension d'alimentation Tension d'entrh 
Baitiflr 

SF.F 24030 AEV TO·116 

SF.F 24030 AKM TO·116 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Gamme de remptjrtltuf'fl 
de fonctionnement 

-40°C, + 85°C 

-55°C, + 125°C 

The SF.F 24030 A is a C-MOS integrated circuit wich 
contains four exclusive-or gates. All inputs are protected 
against electrostatic effects. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Ultra low power supply consumption 
Tres 'aible puissance dissi~e 

l00nW 

Tllmplrlltuffl de stockage 

VOO - VSS min. max. 

-55°C, + 125°C 3V, 15 V VSS VOO 

-65°C, + 150°C 3V, 15 V VSS VOO 

Le SF.F 24030 A est un circuit inregre C·MOS comprenant 

quatfe operateurs ou-excJusif. Toutes les entrees du circuit sont 

protegees cootre les effers electro-srariques. 

typical at 
typique a 

Medium speed operation 
Viresse de fonct;onnement moyenne 

tpLH = tpHL = 40 ns (C L = 15 pF) 

VOO= 10V 
tamb = 25°C 

Low output impedance 
FaibJe impedance de sorUe 

Oouble diode input protection 
Double diode de protection aux entrees 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: TO-116 (CB-2) 
Boitier 

..,"'""""'-c'" 
DMIIION SEM'CQNOlIClEUII3 
~. 

500n 

Top view 
Vue de dft8Us 

TRUTH TABLE 
TABLE DE VERITE 

(Four identical gates) 
(quatfe operateurs identiques) 

A B J 

L L L 

H L H 

L H H 

H H L 

74- 6 1/6 
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SF.F 24030 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEURS LlM/TES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

OC supply voltage 
Tension d'alimentation continue 

Input voltage lall inputs) 
Tension d'entree (entree quelconque) 

Device dissipation (per package) 
Dissipation (par boirier) 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTRIQUE 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOO 

VI 

Ptot 

toper 

tstg 

VALUES 
VALEURS 

VSS -0,3 V , VSS +15 V 

VSS -0,3 V , VOO -'-0,3 V 

200mW 

EV -40°C " + 85°C 
KM -55°C, + 125°C 

EV -55°C, + 125°C 
KM -65°C, + 150°C 

,-------iJ~J 0 

215,9,12) 
Input B IC,F,G) 
Entree B 

116,8,13) 
I nput A I D ,E ,H) 0---+---+-----' 
Entree A 

r 314,10,11) 
Output J I K,L,M) 
Sortie 

~--------------------------~--------~~--OVss 

N.B. All P·channel substrates connected to VDD 
Taus les substrats canal P connecres a v DO 

All N·channel substrates connected to VSS 
Taus les substrats canal N connectes a Vss 

INPUT PROTECTION lall inputs) VDD 
PROTECTION D'ENTRE£ (sur routes les entrees) 

~~ ~~ 
! ~~~~0------4>-----7-kl1""c:R=lt}-y-P-' )-----<1 ....... ------., .. ~~rsg;;I~/e 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

., TEST,CONOITIONS 

""" CONDITIONS DE -'.., 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES "" .. ~~ Vo VOO >). "'., (VI IV) 

Quiescent device current 
5 

Courant d'alimenr.rion IOL 
au repOl 

10 

Quiescent device dissipation / 5 

package POL 
Puissance dissipee par boitier 
au repos 10 

5 
Low level output voltage 

VOL Tension de sortie a 
retat bas 

10 

5 
High level output voltage 

VOH Tension de sortie a 
retar haut 

10 

N channel threshold voltage 
VITO)N IO=10"A Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage 
VITO)P IO~10~A Tension de seuil du canal P 

Noise immunity at mput 0,95 5 
low level VnL 'O=OmA ImmunitIJ au bruit, entree 
Aret.t bas 2,9 10 

(note 11 

Noise immunity at input 3,6 5 
high level 

VnH 'O=OmA Immunite au bruit, entree 
a ret.t haut 7,2 10 

(note 11 

Output drive current 0.5 5 
N channel 

IdN Courant de sortie 
canalN 0,5 10 

Output drive current 4,5 5 

P channel IdP Courant de sortie 
canlllP 9,5 10 

Input current I 
V,=OVor 

ou Courant d'entree I VI=VOO 

VALUES 
VAL EURS 

-55°C 25"C 

min. typ, max, min. typo 

0.5 0,005 

1 0,01 

2,5 0,025 

10 0,1 

0,01 0 

0.01 0 

4.99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1.7 1,5 

-1.7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2.9 3 4,5 

0.75 0,6 1,2 

1,5 1,2 2,4 

-0,45 -0,3 -0,6 

-0,95 -0,65 -1,3 

10 

Note 1 For definition of these parameters see "General characteristics of C-MOS logic family". 

max. 

0,5 

1 

2,5 

10 

0,01 

0,01 

Voir la definition de ees paramtltres dans "Caracteristiqu8s generales de la {amille logique C-MOS". 

SFF 24030 A 

SF.F 24030 AKM 

., 
~~ 

125°C z:;; 
:>::> 

min. typ. max. 

30 ~A 

60 ~A 

150 ~W 

600 ~W 

0,05 V 

0,05 V 

4,95 V 

9,95 V 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 V 

2,9 V 

1,5 V 

3 V 

0,45 rnA 

0,9 rnA 

-0,21 rnA 

-0,45 rnA 

pA 
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SF.F 24030 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/DUES STAT/DUES 

co TEST CONDITIONS 
~~ CONDITIONS DE 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES co'" ::I!:E Vo VOO >:>. ",co 

(VI (VI 

Quiescent device current 
5 

Courant d'alimentation IOl 
au repos 

10 

Quiescent device dissipation! 5 
package POL Puissance dissipee par boitier 
au repos 10 

5 
Low level output voltage 

VOL Temion de sortie B 
refst bas 

10 

5 
High level output voltage 
Tension de sortie a VOH 
refat haut 

10 

N channel threshold voltage 
V(TOIN IO=10~A Tension de 5eui/ du canal N 

P channel threshold voltage 
V(TOIP IO~10~A Tension de seuil du canal P 

Noise immunity at input 0,95 5 
low level VnL IO=OmA Immunite au bruit, entree 
a I'IIrat bas 2,9 10 

(note 1) 

Noise immunity at input 3,6 5 

high level VnH IO=OmA Immunirl1 au bruit, entrl1e 
a refat haut 7,2 10 

(note 1) 

Out.9u1 d(i.\le cunent 0,5 5 
N channel 

IdN Courant de sortie 
canal N 0,5 10 

Output drive current 
4,5 5 

P channel IdP Courant de sortie 
canal P 9,5 10 

I nput current 
II 

V,=DV ci~ 
Courant d'entree V'I=VOD 

VALUES 
VAL EURS 

-40"C 25"C 

min. typo max. min. typo max. 

5 0.05 5 

10 0,1 10 

25 0.25 25 

100 1 100 

0,01 0 0,01 

0,01 0 0.01 

4,99 4,99 5 

9,99 9,99 10 

1.7 1,5 

-1,7 -1,5 

1,5 1,5 2,25 

3 3 4,5 

1,4 1,5 2,25 

2,9 3 4,5 

0,35 0,3 1,2 

0,7 0,6 2,4 

-0,21 -0,15 -0,6 

-0,45 -0,32 -1,3 

10 

Note 1 For definition of these parameters see "Genera' characteristics of C-MOS logic family". 
Voir 18 definition de ces paramtJtres dans "Caracmristiques generales de la famille logique C-MOS". 
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SF.F 24030 AEV 

co 
~~ 

B5°C Z~ 
::>::> 

min. typo max. 

70 ~A 

140 ~A 

350 ~W 

1400 ~W 

0,05 V 

0.05 V 

4,95 V 

9,95 V 

1,3 V 

-1,3 V 

1,4 V 

2,9 V 

1,5 V 

3 V 

0,25 mA 

0,5 mA 

-0,12 mA 

-0,25 rnA 

pA 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Transition time, high to low level 
Temps de transition a la decroissance 

TranSition time, low to high level 
Temps de transition a la croissance 

Input capacitance 
CapaciM d'entn}e 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay times 
Temps de propagation 

Transition time, high to low level 
Temps de transition a fa d/kroissance 

Transition time, low to high level 
Temps de transition a la croissance 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

NOTE 1 : 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tpHL,tpLH .. 

tTHL 

tTLH 

CI 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBDLES 

tpHL' tpLH 

tTHL 

tTLH 

CI 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 
VOD 

IV) 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

V DD MESURE 
IV) 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

SF.F 24030 A 

SF.F 24030 AKM 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

UNITES 
min. typo max. 

100 200 ns 

40 100 ns 

70 150 ns 

25 75 n, 

80 150 ns 

30 75 ns 

5 pF 

SF.F 24030 AEV 

VALUES 
VALEURS 

-'~ 
UNITS 
UNITES 

min. typo max. 

100 300 ns 

40 150 ns 

70 300 ns 

25 150 ns 

80 300 ns 

30 150 ns 

5 pF 

These specifications apply for lamb = 25u C, CL = 15 pF, and Input rise and fall time = 20 ns. Typic<ll temperature coefficient for ;)11 vnlue of 
VOO ==-= 0,3 'Yo/DC. 

Ces specifications son t va/abIes pour tamb' 25°C, 
perature typique pour toute valeur de V DD -- 0,3 

= 15 pF, et temps de croissance et de dtkroissance a rentree .. : 20 ns. Coefficient de mm· 
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SF.F 24030 A 

TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

V DD 

90% 

0 10% 

tpHL 

VDD 

90 % 

10% o 

tTHL 

TRANSITION TIMES AND PROPAGATION DELAY TIMES (second input at high levell 
TEMPS DE TRANSITION ET DE PROPAGA TlON fdeuxieme entree au niveau haut) 

VDD 

90% 

0 10% 

tPLH 

VDD 

90 % 

0 10% 

_iLI:L 

TRANSITION TIMES AND PROPAGATION DELAY TIMES (second input at low level) 
TEMPS DE TRANSITION ET DE PROPAGA nON (deuxieme entree au niveau bas) 



SF.F 24049 A, SF.F 24050 A 

HEX BUFFER/LOGIC LEVEL CONVERTERS 
SEXTUPLE OPERATEURS DE PUISSANCEICONVERTISSEURS DE NIVEAU LOGIQUE 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Type Package 
Boitier 

SF.F 24049 AEV 
Mp·117 

SF.F 24050 AEV 

SF.F 24049 AKM 
Mp·117 

SF.F 24050 AKM 

IDENTIFICATION TABLE 
TABLE D'IDENTIFICA TlON 

Type 

Operating free-air 
temperature range 

Gamme de temf)f!f1Iture 
de fonctionnement 

-40°C, + 85°C 

-55°C, + 125°C 

Storage temperature 
Tllmp4l'IIwre de stock.., 

-55°C, + 125° C 

-65°C, + 150°C 

Function 
Fonction 

Supply voltage 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Input voltage 
Tension cralimentation Tension d'entfH 

VCC - VSS min. max. 

3 V, 15 V VSS VSS +15V 

3 V, 15 V VSS VSS +15V\ 

SF.F 24049 A 
Hex inverting buffer 
Sextuple op(Jrateur de puissance inverseur 

SF.F 24050 A Hex non-inverting buffer 
Sextuple opthateur de puissance non inverseur 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

The SF.F 24049 A and 24050 A are respectively inver· 
ting and non-inverting hex buffers with logic level con

version capability. The input high level logical signal can 

exceed the Vee power supply so these devices are useful 
to interface a high C·MOS or P·MOS output voltage (up 
to 15 V) to a low TTLlDTL input voltage. Sink capabili· 

ty is two standard TTL loads. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

- Static operation 
Fonctionnement statique 

Only one power supply 
Une seule tension d'alimentation 

Ultra low power supply consumption 
Tres faible puissance dissipee 

100nW 

Le SF.F 24049 A et Ie SF.F 24050 A sont des sexruples 

operateursdepuissance respectivement inverseur et non inverseur 

pouvantetre utilises cornme convertisseur d'amplitude. Le niveau 

haut du signallogique d'entree peut en effet ,jtre superieur a/a 

tension d'alimentation V CC si bien que ces dispositifs peuvent 

servir d'interface entre sortie haute tension de circuit C-MOS ou 

P-MOS (jusqu'a 15 V) et entree basse tension TTL au DTL 

(deux charges TTL standard). 

typical at : 
rypique a 

Medium speed operation 
Vitesse de fonctionnement moyenne 

tpLH = 50 ns, tpHL = 15 ns 
VCC=10V 

tamb = 25°C 

low output impedance 
Faible impedance de sortie 

Capable of driving 1 TTL load (worst case) 

Diode input protection 
Diode de protection aux entrees 

~ ,"0.'0,·", 

OMSION SEMICONDUCTEURS 

~. 

Peut commander 1 charge TTL (pire cas) 

74·2 1/7 
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SF. F 24049 A, SF. F 24050 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VAL EVRS LlM/TES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'alimentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'entree (entree quelconque) 

Dissipation 
Puissance dissipee 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package: MP-117 (CB-79) 
BoTtier 

NC 

SF.F 24049 A 

217 

230 

per package 
par baitier 

per buffer 
par operateur 

Top view 
Vue de dessus 

SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VALEURS 

VCC VSS -0,3 V , VSS +15V 

VI VSS -0,3 V, VSS +15V 

Ptot 200mW 

100mW 

EV -40°C ~ + 85°C 
toper 

KM -55°C ~ + 125°C 

EV -55°C ~ + 125°C 
t stg 

KM -65°C ~ +1500C 

Package: MP-117 (CB-79) 
BoWer 

Top view 
Vue de dessus 

SF.F 24050 A 



SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTR/OUE 

SF.F 24049 A 

TYPICAL APPLICATION 
APPLICA TlON TYP/OUE 

---------------, 

C·MOS 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~:~e~~ ~:.i~~ I ______ ______ -.J 

C·MOS 

SF.F 24049 A 
(~: SF.F 24050 AI 

SEF 24049 A, SFJ 24050 A 

SF.F 24050 A 

r-------------

I 
I 
I 

VCC = +5 V 

I r~;~~si~~ L ___________ _ 
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SF.F 24049 A, SEF 24050 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STA TIOUES 

",::1 T~ST CONDITIONS 

PARAMETERS 
..J.,J CONDITIONS DE 
00 MESURE 

PARAMETRES co'" ::;;:1; 
Vo 'Vce >>-

en", (V) (V) 

Quiescent device current 5 

Courant d'alimentation IDL VIH=Vee 
au repos 10 

Quiescent device dissipation I 5 
package 
Puissance dissipee par boWer POL VIH=VCe 
au repos 10 

Low level au tput voltage 5 

Tension de sortie a VOL 'O=OmA 
I'etat bas 10 

High level output voltage 
5 

Tension de sortie a VOH 'o=DmA 
I'etat haur 10 

N channel threshold voltage 
V(TOIN IO=10,uA Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage 
VITOIP 'O=-lO}.lA 

Tension de seuiJ du canal P 

3,6 5 

SF.F 24049 A! 
NOise immunity at Input 7,2 10 
low level V nL IO=OmA 
Immun;te au b,"", en"ee ! 
a f'etat bas 0,95 5 

SF.F 24050 A 

2,9 10 

7,2 10 

SF.F 24050 A I 
Noise immunity at input 3,6 5 
high level VnH IO=OmA 
Immun;te au b'u;t, en"ee I 
a rerat haut 2,9 10 

SF.F 24049 A 

0,95 5 

0,4 4,5 
Output drive current 
N channel IdN Courant de sortie 0,4 5 

canal N 
0,5 10 

4,5 5 

Output drive current 
P channel IdP 2,5 5 
Cou ran t de sortie 
canal P 

9,5 10 

Input current II VIH=Vec Courant d'entree 

4/7 

-55°C 

min. typo 

4,99 

9,99 

1,7 

-1,7 

1 

2 

1,5 

3 

2,9 

1,4 

2,9 

1,4 

3,3 

3,75 

10 

-0,62 

-1,85 

-1,85 

SF.F 24049 AKM, SF.F 24050 AKM 

VALUES 
VALEURS '" ~~ 

25°C 125°C z;;; 
::>::> 

max. min. typo max. min. typo max. 

0,3 0,Q1 0,3 .20 "A 

0,5 0,Q1 0,5 30 "A 

1,5 0,05 1,5 100 "W 

5 0,1 5 300 "W 

0,01 ° 0,Q1 0,05 V 

0,01 ° 0,01 0,05 V 

4,99 5 4,95 V 

9,99 10 9,95 V 

1,5 1,3 V 

-1,5 -1,3 V 

1 2,25 0,9 V 

2 4,5 1,9 V 

1,5 2,25 1,4 V 

3 4,5 2,9 V 

3 4,5 3 V 

1,5 2,25 1,5 V 

3 4,5 3 V 

1,5 2,25 1,5 V 

2,6 5,2 1,8 mA 

3 6 2,1 mA 

8 16 5,6 mA 

-0,5 -1 -0,35 rnA 

-1,25 -2,5 --0,9 mA 

-1,25 -2,5 --0,9 mA 

10 pA 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STAT/OUES 

'" TEST CONOITIONS 
en ... CONDITIONS DE .J .... 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES all" ::;;l!! 

Vo VCC >:>. en", 
IVI IVI 

5 Quiescent device current 
IOL Courant d'alimentation VIH=VCC 

au repas 10 

Quiescent devite dissipation I 5 
package 

POL VIH=VCC Puissance dissipee par baitier 
au repos 10 

5 Low level output voltage 
VOL IO=OmA Tension de sortie B 

retar bas 10 

5 High level output voltage 
VOH IO=OmA Tension de sortie a 

retat haut 10 

N channel threshOld voltage 
VITOIN IO=10~A Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage 
VITOIP IO=-10"A Tension de sevil du canal P 

3,6 5 

SF.F 24049 AI 
Noise immunity at input 7,2 10 
low level VnL IO=OmA 
Immunit' au bruit, entree I 
B rerat bas 0,95 5 

SF.F 24050 A 

2,9 10 

7,2 10 

SF.F 24050 AI 
Noise immunity at input 3,6 5 
high level VnH IO=OmA 
Immunit. au bruit, entree I 

2,9 10 a retar haur 
SF.F 24049 A 

0,95 5 

0,4 4,5 
Output drive current 
N channel IdN 0,4 5 Courant de sortie 
canalN 

0,5 10 

4.5 5 
Output drive current 
P channel IdP 2,5 5 
Courant de Jonie 
canalP 

9,5 10 

Input current II VIH=VCC COUfllnt d'entrlle 

min. 

4,99 

9,99 

1 

2 

1,5 

3 

2,9 

1,4 

2,9 

1,4 

3,1 

3,6 

9,6 

-0,6 

-1,5 

-1,5 

SF.F 24049 A, SF.F 24050 A 

SF.F 24049 AEV, SF.F 24050 AEV 

VALUES 
VAL EURS '" ~~ 

-40°C 25"C 85°C Z~ 
:>:::. 

typo max. min. typo max. min. typo max. 

3 0.03 3 42 ~A 

5 0.05 5 70 ~A 

15 0,15 15 210 ~W 

50 0,5 50 700 ~W 

0,01 0 0,01 0,05 V 

0,01 0 0,01 0,05 V 

4,99 5 4,95 V 

9,99 10 9,95 V 

1,7 1,5 1,3 V 

-1,7 -1,5 -1,3 V 

1 2,25 0,9 V 

2 4,5 1,9 V 

1,5 2,25 1,4 V 

3 4,5 2,9 V 

3 4,5 3 V 

1,5 2,25 1,5 V 

3 4',5 3 V 

1,5 2,25 1,~ V 

2,6 5,2 2,1 mA 

3 6 2,5 mA 

8 16 6,6 mA 

-0,5 -1 -0,4 mA 

-1,25 -2,5 -1 mA 

-1,25 -2,5 -1 mA 

10 pA 
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SF.F 24049 A, SFJ 24050 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay time, high to low level output 
Temps de propagation a la decroissance du 
signal de sortie 

Propagation delay time, low to high level output 
Temps de propagation a la croissance du s;gnal 
de sortie 

Transition time, high to low level 
Temps de transition a la decroissance 

Transition time, low to high level 
Temps de transition a fa croissance 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay time, hIgh to low level output 
Temps de propagation a la decroissance du 
signal de sortie 

Propagation delay time, low to high level output 
Temps de propagation if fa croissance du signal 
de sortie 

Transition time, high to low level 
Temps de transition a la d(§Croissance 

Transition time, low to high level 
Temps de transition if fa croissance 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

NOTE 1 : 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tpHL 

tpLH 

tTHL 

tTLH 

e l 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tpHL 

tpLH 

tTHL 

tTLH 

CI 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

V IH = Vee 

VIH=Vee 

VIH=VeC 

VIH=Vee 

Any input 
Toutes entrees 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE 

MESURE 

VIH=Vee 

VIH=VCe 

V IH =Vee 

VIH=VCC 

Any input 
Toutes entrees 

SF.F 24049 AKM, SF.F 24049 AEV 

VALUES 
VALEURS UNITS 

Vee UNITES 
(VI min. typo ~ax. 

5 15 55 ns 

10 10 30 ns 

5 50 80 ns 

10 25 55 ns 

5 20 45 ns 

10 16 40 ns 

5 50 100 ns 

10 30 60 ns 

15 pF 

SF.F 24050 AKM, SF.F 24050 AEV 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

Vec UNITES 
(VI min. typo max. 

5 55 110 ns 

10 25 55 ns 

5 90 140 ns 

10 40 85 ns 

5 20 45 ns 

10 16 40 ns 

5 50 100 ns 

10 :<0 60 ns 

5 pF 

These specifications apply for tamb = 25°C, CL = 15 pF, and input rise and fall time = 20 ns. Typical temperature coefficient for all value of 
VDD = 0.3 %loC. 
Ces spkifications sont valables pour tamb = 2SOC. CL = 15 pF. fit temps de croiS$BnCB et de d4croissance j rentru = 20 ns. Coefficient de tem
perarurB rypique pour toute valeur de V DD = 0,3 % / ac. 
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SEF 24049 A, SEF 24050 A 

TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

o 10% 

o 

90 % 

o 

TRANSITION TIMES AND PROPAGATION DELAY TIMES (SF.F 24049 A) 
TEMPS DE TRANSITION ET DE PROPAGATION (SF.F 24049 A) 

90% 

TRANSITION TIMES AND PROPAGATION DELAY TIMES (SF.F 24050 A) 
TEMPS DE TRANSITION ET DE PROPAGA TlON (SF.F 24050 AI 
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Dynamic registers 
Registres dynamiques 
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SF.F 31402, SF. F 31403, SF.F 31404 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES PRINCIPALES 

Type Package Structure Boirier 

SF.F 31402 K Mp·117 4·256 

SF.F 31403 CB·148 2· 512 

SF.F 31404 CB·148 1 • 1024 

Operating free·air 
temperature range 

Gamme de temperature 
ambiante de fonctionnement 

DoC, +70 0 C 

DoC, +70°C 

DoC, +70 O C 

General description 
Description generale 

The SF.F 31402, SF.F 31403, SF.F 31404 1024 bit shift 
registers consist of normally off P channel MOS devices integra
ted on a monolithic chip. 

Use of low threshold silicon gate technology allows high speed 
(5 MHz guaranteed), minimizes power dissipation and facilitates 
interfacing with bipolar integrated circuits. 

Two phases are necessary to drive these circuits. Due to "on 
chip" mUltiplexing, data rate is twice the clock rate. Data is 
shifted one bit on each clock pulse (both "'1 and "'21. 

The input to the shift register can be driven by standard bipolar 
integrated circuits (TTL and DTL). 

The output stage provides driving capabi lity for both MOS and 
bipolar IC's. 

These circuits are perfectly suited for use in low-cost high speed 
serial memories or delay line application. 

Les registres dynamiques 1024 bits SF.F 31402, SF.F 31403, SF.F 
31404 sont des circuits integres monolithiques realises en techn%gie 
MOS, canal P a enrichissement. 

L 'utilisation de fa techn%gie grille silicium permet d'obtenir de gran des 
vitess8s (5 MHz garantiJ, une faible dissipation et une bonne compatibi
fite avec les logiques bipolailes. 

Ces circuits necessitent deux phases entrelacees. En raison du multi· 
plexage interne, la cadence de /'information est double de celie de 
I'horloge. L'information est decalee d'un bit a chaque impulsion d'hor
foge (qu'jJ s'agisse de rP, ou de rP2)' 

L'entree des registres peut 6tre commandee par les circuits bipo/aires 
classiques (TTL au DTL). 

Les etages de sortie permettent de commander aussi bien des circuits 
integres MOS que bipolaires. 

Ces circuits sont particulierement adaptes pour 18 realisation de memoir 
res serie rapides et de lignes a retard digitales economiques. 

1024 BIT DYNAMIC SHIFT REGISTERS 
REGISTRES DYNAMIOUES 1024 BITS 

VDD - VCC(VI V", L - VCC(VI 

min 

-9,5 

-9,5 

-9,5 

max min 

-10,5 -15 

-10,5 -15 

-10,5 -15 

Principal features 
Donnees principales 

- Guaranteed 5 MHz operation 

- Low power dissipation 
- DTL, TTL compatible 

max 

-17 

-17 

-17 

- Low clock capacitance « 140 pF 1 
- Low clock leakage « 1 /lAI 
- I nput protected against static charge 
- Standard packaging 8 lead metal can 

and 16 pin ceramic dual in line 
- Three standard configurations; 

Quad. 256 bit SF.F 31402 
Dual 512 bit SF.F 31403 
Single 1024 bit SF.F 31404 

- Fonctionnement garanti a 5 MHz 

- Faible dissipation 

- Compatible DTL, TTL 

- Faible capacite d'horloge « 140 pF) 

- Faible fuite d'entree d'horloge f< 1 J.JA) 

- Entreesprotegeescontre les charges statiques 

- Boitiers standards, metalliques 8 passages, 

ceramiques enfichables 16 passages 

- Trois configurations standards: 

Quadruple 256 bits SF.F 31402 

Double 512 bits SF.F 31403 
Simple 1024 bits SF.F 31404 

74· 6 1110 

239 

• 



SEF 31402, SFF 31403, SEF 31404 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAG£S 

2/10 

240 

Package: CB-148 
BoTtier 

A input 
Entr{JeA 

SF.F 31403 

Package: MP-117 (CB-79) 
Bortier 

SF.F 31402 K 

Top view 
Vue de dsssus 

B input 
EntmeB 

121 512 bit register 
Registre 512 bits 

D output 
Sortis D 

A input 
EntnJeA 

Package: CB-148 
BoWer 

SF.F 31404 

B output 
Sortie B 

N.C No connection 
Non connecte 

Top view 
Vue de dessus 

1111024 bit register 
Registre 1024 bits 

Top view 
Vue de dessus 

131 256 bit register 
Registre 256 bits 



SF.F 31402, SFJ 31403, SF.F 31404 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Operating free-air temperature range 
Gamme de temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

Voltage at any pin 
Tension sur une broche quefconque 

Power dissipation (21 
Puissance dissipee 

(1) 

CONDITIONS 
CONDITIONS 

VCC = a V 

tamb = 25°C 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. MAX. 
UNITES 

a + 70 °c 

-55 + 150 °c 

-20 +0,3 V 

600 mW 

NOTE1: Stresses above those listed under "Absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. 

This is a stress rating only and functional operation of the device at these or at any other condition above 
those indicated in the operational sections of this specification is not implied. 

Exposure to absolute maximum ratings conditions for extended periods may affect device reliability. 

L 'application de contraintes superieures aux "Valeurs limites absolues" peut causer des dommages irreversibles a la piece. 

Ce sont uniquement des valeurs de contraintes et tout fonctionnement dans ces conditions ou depassant les valeurs 

indiquees dans les sections "caracteristiques electriques au dynamiques" est deconseilte. 

L 'application des valeurs limites absolues pour une duree importante peut affecter la fiabilite du produit. 

NOTE 2: For operating at elevated temperature the device must be derated based as shown on page 8 . When 

operating at VOO = -5 V ± 5 % the maximum duty cycle is 33 %. 

In applications, the duty cycle should be a minimum to reduce power diSSipation. 

Duty cycle = Clock rate x [tW1> + -t (tr1> + tf1> IJ 
Dans Ie cas d'un fonctionnement a temperature ambiante I}levee, la puissance maximum dissipee daft etre corrigee selon 

Ie diagramme de la page 8 . Pour un V DO de -5 V ± 5 %, Ie facteur de forme maximum de I'horloge est de 33 %. 

En pratique, Ie facteur de forme pourra lUre reduit au minimum afin de reduire la puissance dissipee. 

Facteur de forme = 
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SEF 31402, SEF 31403, SEF 31404 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS tamb = ooe, + 70°C Vce = 5'V ± 5 % Unless otherwise specified 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES VOO = -5 V ± 5 % Sauf indications cont,ai,es 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VAL EURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP~ MAX. UNITE~ 

I nput leakage current 
"SB 

V , =VCC -l0V 
10 500 nA Courant de fulte entree-substrat tamb = 25°C 

Leakage current of "false" output 
'OSB Vo = 0 V, tamb = 25°C 10 1000 nA Courant de fulte de sortie bloquee 

Clock input leakage current 
'S¢B V¢Lmin ,tamb = 25°C 10 1000 nA Courant de fulte horloge-substrat 

Low level input voltage V,L Vce Vec V Tension d'entree a retst bas -10 -4,2 

High level input voltage V,H Vee Vee V Tension d'entree a retst haut -2 + 0,3 

V¢L -Vee=-17V 

"0" logic outputs , 
Sorties au "0" log/que 

Data frequency: 5 MHz 
Frequence d'information 

V DD power supply current per package 
Duty cycle :33 % 

'DD Facteur de forme 
Courant de I'alimentation V DO par boitier 

Continuous operating 
Fonctionnement continu 

tamb = 25°e 40 50 rnA 

tamb = ooe 56 rnA 

Low level clock voltage 
VL¢ Vce Vee V Tension d'horloge a I'etat bas -17 -15 

High level clock voltage VH¢ Vce Vec V Tension d'horloge a I'fJtat haut -1 +0,3 

Low level output voltage 
VOL 

RLl =3kn~ovDD 
-0,3 0,5 V Tension de sortie a I'tHat bas 'OL = 1,6 rnA 

Output high voltage driving TTL 
VOH 

RLl =3kn~ovDD 
Tension de sortie a retst haut 2,4 3,5 V 
MOS-TTL 'OH =-100J.lA 

Output high voltage driving MOS 
Vce Vee Tension de sortie a retat haut VOH RL2 = 4,7 kn ~o VDD V 

MOS-MOS -1,6 -1 

* Typical values are about at tamb = 25°e and at nominal voltages 
Les va/eurs typiques correspondent approximativement iJ tamb = 25°C, aux tensions nominales 
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SEF 31402, SEF 31403, SFJ 31404 

TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

Bit 1 Bit 2 

10%-
¢1 , 

J 90% 
~ 

td¢ 

tw¢ I 
i 

10% , 
¢2 

90% -
tset·up thold 

Bit 3 Bit N 

~; 

\ / , 
........ 

td¢ 

1\ I 
r~ 

tw¢ tf<{> t r¢ 

----. r r-----------------------------
\ , 

-1\ 1\ 
~---.. 
In bit 1 In bit 2 

Data input tAH 
Entree des donntJes 

-----------------------------------------
S 

Data output 
Sortie des donMes 

Bit N + 1 
(Bit 1) 

/ ........ 

\ 

Bit N + 2 
(Bit 2) 

/ 
~ 

\ 

Bit N + 3 
(Bit 3) 

/ ........ 

\ 
~ 

-------- ---------------------

tAL 

\~ 
, r------------------

\ ,\ \ , 
,,------'" 

Out b,t I Out bIt 2 

N = 256 forSF.F 31402 ; 512 for SF.F 31403; 1024 for SF.F 31404. 
256 pour SF. F 31402; 512 pourSF.F 31403; 1024 pour SF.F 31404. 

DYNAMIC TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE TEST DYNAMIQUE 

Output load is 1 TTL gate 
1 porte TTL en sortie 

TEST LOAD 
CHARGE DE TEST 

So--__ ---1 

~ Ctotal = 10 pF 

VDD = -5 V ± 5% 
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SF.F 31402, SEF 31403, SEF 31404 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

t = DoC + 70°C VCC = 5 V ± 5 % Unless otherwise specified 
amb ' VDD = -5 V ± 5 % Sauf indications con"aires 

SYMBOLS TEST CONDITIONS PARAMETERS 
CONDITIONS DE PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE 

Clock frequency f Frequence d'horJoge 

twl/! = 130 ns 

Data rep rate f data Frequence d'informat;on 

Clock pulse width twl/! Largeur de !'impulsion d'horloge 

Clock delay tdl/! Retard d'horloge 

Clock rise and fall times 
trl/!' tfl/! 

See timing diagram 

Temps de mantee et de descents de I'horloge and dynamic test 
conditions 
Voir Ie diagramme des 

Input set·up time 
tset·up 

temps et les conditions 
Temps de prefJtablissemen t de test dynamique 

I nput hold time t hold Temps de maintien 

Access time 
t AH, tAL Temps d'acces 

CAPACITANCES* tamb = 25°C, VCC = 5 V ± 5 %, VDD = -5 V ± 5 % 
CAPACITES 

-

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE 

I nput capacitance CIB VI = VCC f= 1 MHz 
Capac;te d'entree 

Output capacitance 
COB Vo = VCC f = 1 MHz 

Capacite de sortie·substrat 

Clock input capacitance 
CBI/! VI/! = VCC f= 1 MHz 

Capacite de I'entree d'horloge 

Clock to clock capacitance 
CI/!I' 1/!2 VI/! = VCC f= 1 MHz 

Capacite interphase 

*These parameters are periodically sampled and are not 100 % tested. 
Ces parametres sont mesures par pre/(}vement et ne sont pas testes a 100 %. 
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VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

0,005 2,5 MHz 

5 MHz 

0,13 10 J1S 

10 ns 

1000 ns 

30 ns 

20 ns 

90 ns 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

5 10 pF 

5 10 pF 

110 140 pF 

11 16 pF 



SFJ 31402, SFJ 31403, SFF 31404 

TYPICAL CHARACTER ISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

P 
tot 

(mW) 

0,6 
LcatJOf5L 

I 
- Fn§quence d'information 

VLQ - VCC-=-17V I 

'DD 
(mA) 

40 

10 ' 

-- tam~ = aoc 
0,5 

I I 

r-~J~~rdutY cyc!e 33 % 

f--~ Taux de remplissage constant _ I--- I--

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
1"'< 

/ ........ 
/ Constant pulse width 

Largeur d'horloge con stante 

tWf;~ = 130 ns / VLo - VCC=-17 V 
V DD = -5 V 

Data rate I MHz) 
FnJquence d'information 

Ptot 
(mW I 

DL rate 10f 5 MIHZ I 
0,6 - Frequence d'information 

VDD - VCC =-10,5V 

0,5 

-- tamb =25°C- -0,4 0,4 -- I I -r- tamb = 70°C --0,3 
tamb = DOC ~ 
tamb = 25°C --tamb = 70°C 

0,3 

0,2 0,2 

0,1 0,1 

" ° " ° 

V~ 

~ 

° -9 -10 -11 -12 -13 -14 ° 12 13 14 1.5 16 17 

7/10 

245 



SEF 31402, SEF 31403, SEF 31404 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

Ptot max 
(mW) 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

J 
"'~~/ ....... o~_..,-f---

40. ~' 

A
6 1. ".,.,."~ 6>o,_~O' {1.4J"f 
t'}"~I~l ~~~$ 

'I>~"""~ ~"" 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Hz 

103 

400 

.~ 102 

~ 
~ 101 

100 

10-1 

10-2 

--
,.,. 

.-

.... ,. 

I I 

I 
90\~"\S~ 

~,eeO""Y (,oa( gSC 

poi~ ....... 
;;>"I"'"- -t"- ---- --

"'t~9\~:~e/' 
f~ 

I 

I V OO =-5V 

o 10 20 25 30 40 50 60 70 

8/10 

10-4 

10-3 
>-.. 
0; 

10-2 ~~ :;1: 
0..:1 

10-1 ~~ " , 
E-§ 

100 :J ~ 
Eo 

101 

'x 'iii ia 

Ptot/bit 
(mW) 

0,14 

0,12 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

MHz 

8 

6 

4 

2 

o 

r---_ r-- - -- ---- ----r------
o 10 20 30 40 50 60 70 

Specified operating 
range for: 

~=~::en:,;~::cf~;~- -ff'->h'+-+--+--I 
pour: 

VOO =-5 V ±5 % 

o -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYPIOUES 

TWO PHASE CLOCK GENERATOR 
GENERATEUR D'HDRLDGE DEUX PHASES 

ClOCK 
., +5V 1l"!! 

HOT/age "''' t::S o ~ g g 
::d +5V 

tw</> control 
R~glBge de tWl/J 

WRITE/RECIRCULATION LOGIC 
LDGIDUE D'ECRITURE ET DE RECIRCULATION 

+ 5V 

I~,~ & L2 

;;>1 

J & 
E1 

~ ~--l & 
~ 

E2 

..--. 

;~;;'lf 
~--l & 
~ 

E3 

~ 

~~~;;'lf 
I & 

E4 

H 

K 

[ 

~ 
Write/recirculation 
Ecritufe!reciI'culation 

SFJ 31402, SEF 31403, SEF 31404 

N 
0 .,. 
M 
u. 
u: 
en 

VCC 

) rJ:;b~t ;e::I~ 
I Registre 256 bits I 

1256 bit Register 1 I Reg;stre 256 bits I 
SF.F 31402 

1256 bit Registerl l Regisrre 256 bits I 

1256 bit Register 1 
I Registre 256 bits I 

L ____ ___ .J 
VDD RLl 

</>1 

N 
0 .,. 
M 
u. 
u: 
en 

</>2 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Clear 
Remise ~ ztJro 

RLl =3k 

RL2 = 3,3 

51 

S2 

S3 

54 

f! 
kf! 
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SF.F 31402, SEF 31403, SF.F 31404 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TIONS TYPIQUES 

Multiplexed 4 bit MOS shift register 
Regi.tre. _. 4 biD multlp.", 

Input 
Entr. 

Output 
SOrtie 

-

-

Bit 1 

U 

r--=r:-
El 

Bit 2 Bit 3 

W 

W 
"0" "0" 

E2 E3 

Bit4 

---.J 

---.J ---.J 
.....::.!:.. 

E4 

~ 
"0',. 

SI S2 

---.J U --.J J 

---.J ---.J ---.J 

"0" ....::.!.:.. 

53 54 

This figure is a simplified illustration of the timing of a 4 bit multiplexed register showing input-output relationships 
with respect to the clocks. If data enters the register at 411 time, it exits at 411 time (beginning on 411' s negative going 
edge and ending on the succeeding 412' s negative going edge). . 
Cette figure illultt'tI de f~n ,Imple m configuration dB, ';gnllUx rrun ,...tt'fI4 bir. multiple",. E'le montnl_ position, f'II'.riVII,."ttN
"'rtie .f ,ilJflllUx d·horlogtll. SI rinfor",.tlon err prIIJ8nte. I'tIntnle "."dtmt ." .IM«N'tpendtmt .,. (.,Ie .",.,..1t MIt Ie front n4tJatif de 
41, .f di",.,..ir IIIf I. front nlglltil willllllt de ,pi. 

DTLlTTL to MOS to DTLlTTL interface 
InttlrfllCfl DTLITTL Ii MOS. OTLITTL 

3,3kn Vee 

.. I SF.F 31402 I 
I I 

VDD 

10/10 
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RL2 ) 

Vee 

Vee 
I SF_F 31402 I 
I I 

VDD 
RU 

.. 

R =3kn u 
RL2 =4,7kn 



SEF 31402 AK ,SEF 31403 A,SEF 31404 A 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Type Package 
Structure Boitier 

Operating free·air 
temperature range 

Gamme de temperature 
ambiante de fonctionnement 

SF.F 31402 AK Mp·117 4.256 O°C, +70°C 

II SF.F 31403 A CB·148 2.512 O°C, +70°C 

~ SF.F 31404 A CB·148 1.1024 

General description 
Description generale 

O°C, +70°C 

The SF.F 31402 A, SF.F 31403 A, SF.F 31404 A 1024 bit 
shift registers consist of normally off P channel MOS devices 
integrated on a monolithic chip. 
Use of low threshold silicon gate technology allows high speed 
(5 MHz guaranteed). minimizes power dissipation and facilitates 
interfacing with bipolar integrated circuits. 

Two phases are necessary to drive these circuits. Que to "on 
chip" multiplexing, data rate is twice the clock rate. Data is 
shifted one bit on each clock pulse (both <1>1 and <1>21-

The input to the shift register can be dri·,e, by standard bipolar 
integrated circuits (TTL and DTLi. 

The output stage provides driving capability for both MOS and 
bipolar IC's. 

These circuits are perfectly suited for use in low·cost high speed 
serial memories or delay line application. 

Les rBIJistres dynamiquBs 1024 bits SF.F 31402 A, SF.F 31403 A, 
SF.F 31404 A IOnt des circuits intflgrtk monolithiques realises en 
tBchno/ogie MOS, canal P" enrichissement. 
L 'utilisation de la technologie grille silicium permet d'obtenir de grandes 
vitesses (5 MHz garantO, une faible dissipation et une bonne compatibi
lite avec les log/ques bipolaires. 

Ces circuits neCtlssitent deux phases entrelacess. En raison du multi
plexagll interne, la cadence de /'information est double de celie de 
I'horloge. L'inforfTllltion est decalee d'un bit a chaque impulsion d'hor
loge (qu'iI s'agisse de fIJ, ou de tP2)· 

L 'entre. des registres peut '(re commandee par les circuits bipolaires 
c/sssiqutls (TTL au D TL). 

Les etafllls de sortie permettent de commander aussi bien des circuits 
integres MOS que bipo/IJires. 

Ces circuits sont /HIrticulitJrement adaptes pour /a realisation de memoi
res serie rapides et de /ignes a retard digitales economiques. 

1024 BIT DYNAMIC SHIFT REGISTERS 
REGISTRES DYNAMIQUES 1024 BITS 

VDD - VCC IVI V¢ L - VCCIVI 

min 

-9,5 
-13,3 

-9,5 
-13,3 

-9,5 
-13,3 

max min 

-10,5 -15 
-14,7 -12,6 

-10,5 -15 
-14,7 -12,6 

-10,5 -15 
-14,7 -12,6 

Principal features 
Donnees principales 

~ Guaranteed 5 MHz operation 

- Low power dissipation 
- DTL, TTL compatible 

max 

-17 
-14,7 

-17 
-14,7 

-17 
-14,7 

- Low clock capacitance « 140 pF I 
- Low clock leakage (",; 1 pAl 
- Input protected against static charge 
- Standard packaging 8 lead metal can 

and 16 pin ceramic dual in line 
- Three standard configurations: 

Quad. 256 bit SF.F 31402 A 
Dual 512 bit SF.F 31403 A 
Single 1024 bit SF.F 31404 A 

- Fonctionnement garanti II 5 MHz 

- Faible dissipation 

- Compatible DTL, TTL 

- Faible capacite d'horloge « 140 pF) 

- Faible fuite d'entree d'horloge (:s;;;;, 1 pAl 

- Entreesprotegeescontre les charges statiques 

- Boitiers standards, metalliques 8 passages, 

ceramiques enfichables 16 passages 

- Trois configurations standards: 

Quadruple 256 bits SF.F 31402 A 

Double 512 bits SF.F 31403 A 

Simple 1024 birs SF.F 31404 A 

74· 7 1/13 
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SFJ 31402 AK ,SEF 31403 A,SEF 31404 A 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package: CB·148 
Boitier 

A input 
Entree A 

SF.F 31403A 

Package: MP·117 (CB·79) 
Boftier 

SF.F 31402AK 

Top view 
Vue de dessus 

121512 bit register 
Regisrre 512 bits 

D output 
Sortie D 

A input 
Entree A 

Package: CB·148 
BoTtier 

SF.F 31404 A 

B output 
Sortie B 

N.C No connection 
Non connecte 

Top view 
Vue de dessus 

(111024 bit register 
Registre 1024 bits 

Top view 
Vue de dessus 

131 256 bi t register 
Registre 256 bits 



SEF 31402 AK ,SF.F 31403 A,SEF31404 A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES 

(1) 

PARAMETERS CONDITIONS 
VALUES 
VALEURS UNITS 

PARAMETRES CONDITIONS 
MIN. MAX. 

UNITES 

Operating free-air temperature range 0 + 70 "C 
Gamme de temperature de fonctionnement 

Storage temperature -55 +150 "C Temperature de srackage 

Voltage at any pin VCC = 0 V -20 +0,3 V 
Tension sur une broche quelconque 

Power dissipation (2) tamb = 25"C 600 mW 
PUissance dissipee 

NOTE 1 Stresses above those listed under "Absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. 
This is a stress rating only and functional operation of the device at these or at any other condition above 
those indicated in the operational sections of this specification is not implied. 

Exposure to absolute maximum ratings conditions for extended perioos may affect device reliability. 

L'application de contraintes super/eures aux "Valeurs limites absolues" peut causer desdommages irreversiblesa lapiece. 

Ce sont uniquement des valeurs de contraimes et tout fonctionnement dans ces conditions ou depassant fes vafeurs 

indiquees dans les sections "caracteristiques efectriques ou dVnamiques" est deconsei/Je. 

L 'application des valeurs limltes absolues pour une duree importante peut affecter la fiabilite du produit. 

NOTE 2: For operating at elevated temperature the device must be derated based as shown on page 10. When 
operating at VDD = -5 V ±5 % the maximum duty cycle is 33 % and at VDD = -9 V ±5 % the 
maximum duty cycle is 26 %. 

In applications, the duty cycle should be a minimum to reduce power dissipation. 

Duty cycle = Clock rate x [tw¢ + + ( tr¢ + tf¢ ] 

Dans Ie cas d'un fonctionnement a temperature ambiante elevee, la puissance maximum dissipee doit ~tre corrigee selon 

Ie diagramme de la page 10. Pour un VDD de -S V ±S %, Ie facteur de forme maximum de I'horloge est de 33 % tandisque 

pour un VDD de -9 V ±S%,le facteurde forme maximum de I'horloge n'est que de 26 %. 

En pratique, Ie facteur de forme pourra f1tre reduit au minimum afin de reduire la puissance dissipee. 

Facteur de forme = Frequence d'horloge x [rw¢" ~ (tr¢ + 'f¢ ~ 
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SFJ 31402 AI< ,SF.F 31403 A,SFJ 31404 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS t b = O°C, + 70°C VCC = 5 V ± 5 % Unless otherwise specified 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES am V DD = -5 V ± 5 % Saul ;nd;cat<ans contra;res 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP~ MAX. 
UNITES 

I nput leakage current 
IISB 

VI = Vee - 10 V 
10 500 nA 

Courant de fuire entree-substrat tamb = 25"e 

Leakage current of "false" output 
, 

Courant de fuite de sortie bloquee 10SB Vo = 0 V , tamb = 25"e 10 1000 nA 

Clock input leakage current 
ISt/>B Vt/>Lmin ,tamb = 25°C 10 1000 nA 

COurant de fuite horloge-substrat 

Low level input voltage VIL Vee Vee V Tension d'entree a rerat bas -10 -4,2 

High level input voltage VIH Vee Vee V Tension d'entree a retst haut -2 + 0,3 

Vt/>L - Vee = -17 V 

"0" logic outputs 
Sorties au "0" logique 

Data frequency: 5 MHz 
Frequence d'information 

V DO power supply current per package 
Duty cycle : 33% 

100 Facteur de forme 
Courant de I'alimentation V DO par baitier 

Continuous operating 
Fonctionnemenr continu 

tamb = 25°C 40 50 mA 

tamb = ooe 56 mA 

Low level clock voltage 
VLt/> Vee Vee V ,-ension d'horloge a rerat bas -17 -15 

High level clock voltage 
VHt/> Vee Vee V Tensinn d'horloge a retat haut -1 +0,3 

Low \evel output voltage 
VOL 

Rll=3kn~ovDD 
-0.3 0,5 V Tension de sOftie a rerat bas 10L = 1,6 mA 

Output high voltage driving TTL 
Rll =3kn~ovDD Tension de sortie B !'etat haut VOH 2,4 3,5 V 

MOS-TTL IOH = -1001lA 

Output high voltage driving MOS 
RL2 = 4,7 kn ~o VDD Vee Vee Tension de sortie iJ I'fitllt hsut VOH V 

MOS-MOS -1,6 -1 

* Typical values are about at tamb = 25°C and at nominal voltages 
Les valeurs typiques correspondent approximativement j tamb = 25°C, aux tensions nominales 
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SF.F 31402 AK ,SF.F 31403 A,SF.F 31404 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ta b = O°C, + 700 e Vee = 5 V ± 5 % Unless otherwise specified 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES m VOO = -9 V ± 5 % Sau' ind'ca'ion, conrra,"" 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP~ MAX. UNITES 

Input leakage current 
IISB 

VI =VCC -10V 
10 500 nA Courant de (uire enrrtJe-lubstrat tamb = 25°C 

Leakage Current of "false" output 
, 

Courant de tuite de sortie bloquee 10SB Va = 0 V, tamb = 25°C 10 1000 nA 

Clock input leakage current 
ISI/>B VI/>Lmin ,tamb = 25°C 10 1000 ' nA 

, 
Courant de (uire hOT/age-substrat 

i 
Low level input voltage VIL Vee Vee V Tension d'entree i1 retsr bas -10 -4,2 

High level input voltage VIH Vee Vce V Tension d'entree a retat haut -2 + 0,3 

VI/>L - Vee = -14,7 V 
"0" logic outputs 
Sorties au "0" logique 

Data frequency: 5 MHz 
Fnlquence d'jnformation 

V DD power supply current per package 
Duty cycle :33 % 

IDD Paeteur de forme 
Courant de I'alimentation V DO par boirier 

Continuous operating 
Fonctionnemenr continu 

tamb = 25°C 30 40 rnA 

tamb = coe 45 rnA 

low level clock voltage 
Vll/> Vee Vee V tension d'horloge B retst bas -14,7 -12,6 

High level clock voltage VHI/> Vee Vee V TBn,;nn d'horloge a rerat haut -1 +0,3 

Low level output voltage 
Val 

Ru = 4,7 kn ~o VDD 
Tension de sortie a retsr bas 10l = 1,6 rnA 

-0,3 0,5 V 

Output high voltage driving TTL RU = 4,7 kn ~o VDD 
Tension de IOnia B retllt hsut VOH 

IOH = -1001lA 2,4 3,5 V 
MOS-TTl 
~ 

Output high voltage driving MOS 
Rl2 = 6,2 kn l"VDD Vee Vce TBflsion de 80rtitJ II I'tltIIt haut VOH V 

MOS-MOS 
RL3 = 3,9 kn ~o Vce -1,9 -1 

"Typical values are about at tamb = 25°C and at nominal voltages 
Les valeurs rypiques correspondent approxitrllltiveml1nt II tamb = 250 C. aux ten,ion, nomifUl/es 
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SFJ 31402 AI< ,SEF 31403 A ,SFJ 31404 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clock frequency 
Frequence d'horloge 

Data rep rate 
Frequence d'information 

Clock pulse width 
Lar~ur de /'impulsion d'horloge 

Clock delay 
Retard d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de montee et de c/escente de I'horloge 

Input set·up time 
Temps de preerablissemenr 

Input hold time 
Temps de mainrien 

Access time 
Temps d'acces 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Clock frequency 
Frequence d'horloge 

Data rep rate 
Frequence d'information 

Clock pu lse width 
Largeur de /'impulsion d'horloge 

Clock delay 
Retard d'horloge 

Clock rise and fall times 
Temps de montee et de descente de I'horloge 

Input set-up time 
Temps de preerablissement 

Input hold time 
Temps de maintien 

Access time 
Temps d'acres 

* See page 11 for guaranteed points 
Voir IBspoinrr garantis page 11 
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tamb = O°C, + 70°C VCC = 5 V ± 5 % Unless o!herwise specified 
VOO = -5 V ± 5 % Sauf indications contralres 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

f 0,005 2,5 MHz 

twl/> = 130 ns 

fdata * 5 MHz 

twl/> 0,13 .10 j1S 

tdl/> 10 * ns 

t r\,>, tfl/> See timing diagram 1000 ns 
and dynamic test 
conditions 

tset-up Voir Ie diagramme des 30 ns 
temps et les conditions 
de test dynamique 

thold 20 ns 

tAH , tAL 90 

tamb = O°C, + 70°C VCC = 5 V ± 5 % Unless otherwise specified 
VOO = -9 V ± 5 % Sauf indications contraires 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX . 

UNITES 

• 
f 0,005 1,5 MHz 

twl/> = 130 ns 

fdata * 3 MHz 

~I/> 0,17 .10 j1S 

tdl/> 10 * ns 

t r \,>, tfl/> See tim ing diagram 
1000 ns and dynamic test 

conditions 

tset-up 
Voir Ie diagramme des 

60 ns 
temps et les conditions 
de test dynamique 

t hold 20 ns 

t AH, tAL 110 ns 



SFJ 31402 AI< ,SF.F 31403 A,SF.F 31404 A 

TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit N Bit N + 1 Bit N + 2 Bit N + 3 
IBit 1) IBit 2) IBit 3) 

10%- V1>H 

1>1 , 

J \ / , / \ / 90% "--' - - - V1>L 

td1> 

tw1> 

I 
td1> 

i 
V1>H 10 % , 

~ \ / \ </J2 I 90% 
!""- r--r......, ~ - V</JL 

tw1> tf1> tr1> 

tset-up thold 

--, :r-l r-----------------------------
, , t ___ J\~~~ ________________________ +-______ -+ __________________ __ 
I n bit 1 I n bit 2 

Data input tAH 
Enrme des donnees -""-''-+H-o 

I/---.. ,Ir------------------ VOH 

S lir----.------------l.5V 
------__________________________________ J\ ______ J\~~~----~----~- VOL 

Data output Out bit 1 Out bit 2 
Sortie dBS donnlJes 

N = 256 for SF.F 31402 A; 512 for SF.F 31403 A; 1024 for SF.F 31404 A. 
256 pour SF.F 31402 A; 512 pour SF.F 31403 A; 1024 pour SF.F 31404A. 

DYNAMIC TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE TEST D YNAMIQUE TEST LOAD 1 

CHARGE DE TEST nO 1 

I nput rise and fall times: 10 ns 
Temps de montAe et de descente a 
/'entree: 10 ns 

S 0----_ _<1>-----1 

Output load is 1 TTL gate 
Charge de SOftie: 1 porte TTL 

3 kr1 
.J.. _ 
~ Ctotal- 10 pF 

VDD = -5 V ± 5% 

TEST LOAD 2 
CHARGE DE TESTno2 

S 0----_ _<1>-----1 

4,7 ill ~ Ctotal = 10 pF 

VDD = -9 V± 5% 
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SEF 31402 AK ,SEF 31403 A,SEF 31404 A 

CAPACITANCES· t-mb = 25"C, Vec = 5 V ± 5 %, Dour VOO = -5 V ± 5 % Unless otherwise specified 
CAPAC/TES -a VOO = -9 V ± 5 % s.uf indication. contTOi,... 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES UNITES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

Input capacitance CIB VI = VCC f = 1 MHz 5 10 pF Capacite d'entrrIB 

Output capacitance 
COB Vo = VCC f = 1 MHz 5 10 pF 

Capac;t' de sortie-substrat 

Clock input capacitance C</lB V</l = VCC f = 1 MHz 110 140 pF 
Capacit' dB rentrl!e d'horloge 

C lock to clock capacitance 
C</lI'</l2 V</l =VCC f.= 1 MHz 11 16 pF 

Capacittl interphase 

*These parameters are periodically sampled and are not 100 1(, tested. 
Ce. parametrtls sont me,um. par pre'tJWlment et ne lont p_ .,nI, It tOO %. 
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SFJ 31402 AI( ,SEF 31403 A,SFJ 31404 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IDD 
(rnA I 

5 

30 
- Co~st!nt ~utv ~vc!e J6 % I 

Taux de rempJissage constant 

V 
V 

~ 
V 1""-

V 

lI" 

:Onstant pulse width V -f-~ 

/ 
Largeur d'horloge constante 

Ptat 
(mW/bit 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

I 

o 

tW</J = 170 ns 

/ Vl4> - Vee = -14,7 V , iDiT9 i I I 

Data rate (M Hz) 
Frequence d'information 

... Data rate of 5 MHz 
FrlJquence d'information 

Vl4>-Vee =-17V 1 i _~ f--
tambl=oor -~ f--I .f':':: 
tamb = 25°C -f--

Il...--
tamb = 700 e 

-9 -10 -11 

I 

MHz 

IDD 
(mAl 

40 l-

,-
Constant duty cycle 33% 

I-- TaJx de remplissage constant -
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/. 
1/ ...... 

Constant pulse width 

V Largeur d'horloge constante 

PtOt 

(mW/bit 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

I 

twp = 130 ns 1/ Vl4> - Vee = -17 V 
V DD =-5 V 

Data rate (MHz) 
Frequence d'information 

Data ram of 3 MHz 
FrtJquence d'information 

r--V l4> -Vee =-14,7V 

I I 

tamJ =001 

I 1 I 

tamb = 25°C I i i 
I I 

tamb= 700 e I ( 

I I 
I J 

I I 
I 

I I 
i 

il 

o 
-12 -13 

! i 
-14 -15 

l 

MHz 
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SF.F 31402 AK ,SF.F 31403 A,SF.F 31404 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

Ptot 
ImW/bit 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

I 

o 
-12 

Ptot max 
ImWI 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

oat~ rate ~f 3 M~z 
Frequence d';nformarion 

VOO - Vee =-14,7 V 

..., tamb = ooe 

./ V V "'l 'amb = 250 e 

c::. ,/" f..-
--i tamb = 700C 

I- ...- I 
I 

I 
i 

I 
I 

I I 
I 

II I 

-13 -14 -15 

VL¢ - Vee IVI 

0.1 
~ .. ~/~--" "~"'~. ~6t. ",_". 

o}'~tr ~1.~Clf 
~4-";;:'e/ ts~ ~ 

~"""~ 9 .... 

10 20 30 40 50 60 70 80 
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Ptot 
ImW/bit 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

I Data rate of 5 MHz I 

-t l Jooc 
Frflquence d'information_ 

Voo -Vee =-10,5V ~mb I 

-' V 
.J.mbJ25oe 

,./" V V T I 
I-"" f--~mb=1700e i,....-

o 
-14 -15 -16 -17 

Ptot/bit 
ImWI 

0,14 

0,12 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

VLq> - Vee IVI 

Data rate = 1 MHz 

r Frequence d'information 

--- Voo - Vee = -14,7 V 
1"--- V Lqi -Vee=-14,7V - --1'--_ 

1"-- ---r--r---r--
h-""-Data rate = 1 MHz 

Frequence d'information ~ 
Voo - Vee = -10,5 V 
V Lqi -Vee=-17V 

I I I 
o 10 20 30 40 50 60 70 



SEF 31402 AK ,SEF 31403 A,SEF 31404 A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

! I I 
90\"U.~ 

1II",.e6~ Gua( gal's 
/poi"~ 

" P" -r 
"-..... 

..... 
"(~9\~:~e ........ 
wP' 

..... I 

voo 5V 
or-ou 

1 
VOO =-9V 

10" 2. 

o 10 20 25 30 40 50 60 70 

Data rate 
Fr4qulJflce d';nformation 

MHz 

10"4 
8 

10"3 
> .. 
0; 

6 
10-2 ~& 

"5i 
!~ 

10-1 u" .2e 4 u' 
E-§ 

10° 
::o~ 
E e 
.~!§ 

2 
101 

:;a 

o 
o -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 
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SEF 31402 AK ,SEF 31403 A,SEF 31404 A 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYP/QUES 

TWO PHASE CLOCK GENERATOR 
GENERATEUR o 'HDRLDGE DEUX PHASES 

., +5V Clock ::C.!! 
Horloge «>'" t;!! 

o 1l 
c: ~ 
00 

::;;:!; +5V 

tw</l control 
Reg/age de tW(/J 

WRITE/RECIRCULATION LOGIC 
LOG/OUE D'ECR/TURE ET DE REC/RCULA TlDN 

+5 v 

~}~CEfrO[ 
J & 
~ 

E1 

~ ;;'1 

>-~ 
E2 

~~"f .J & 
~ 

E3 

E4 ;~~;;'1~ 
J & 

~ 

H 

K 

Write recir tion cula 
Ecritureirecifcu/ation 
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VCC r---- ---, 
1256 bit register 1 I 
1 Regi",e 256 bit> 1 I 

I 

1256 bit Register 1 

I 
I 

1 Regi"," 256 bit> 1 I 
5F.F 31402 A I 

1256 bit Register 1 

I 
I 

I Registre 256 bits l I 
I 
I 

1256 bit Register 1 

I 
I 

! I Registre 256 bits I I 
L ____ .-___ -.l 

VOO RLl 

l 

</11 

< < 
N N 

~ ~ 
M M 
u. u. 
u: u: 
rJJ rJJ 

& ~51 

~ 

~ 52 

~ S3 

~ 

-l & I 54 

II ~l 
VOO -5V -9V 

RLl 3 k!1 4,7 k!1 

RL2 3,3 k!1 3,3 k!1 

Clear 
Remise a zero 



SEF 31402 AK ,SEF 31403 A,SEF 31404 A 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TfONS TYP/QUES 

Multiplexed 4 bit M05 shift register 
Regist,." a dtlcal.ge 4 bits multiplflJC' 

1/>1 

Input 
Fntree 

Output 
SOrtie 

-

-

Bit 1 

U 

r-I--
E1 

Bit 2 Bit "' 

lJ 

~ 

"0" "0" 

E2 E3 

Bit4 

~ lJ W ~ J 

~ ~ U --.J W 
.-::!.:.. 

E4 

~ "0" "0" ,....::!:... 

51 52 53 54 

This figure is a simplified illustration of the timing of a 4 bit multiplexed register showing input·output relationships 
with respect to the clocks. If data enters the register at I/> 1 time, it exits at 1/>1 time (beginning on 1/>1' s negative going 
edge and ending on the succeeding 1/>2' s negative going edge). 
Certe figure iIIu.trfI de fst;On simple Ia configuration rIBs signaux d'un regiS". 4 birs multiplBxfl. Elle montrfl IB, positions r.'.tivtls entrH' 
sanie I/t sifJMUx d'horlogss. Si /'information est pr'.nts j rentr. pendant (/),_ "Uesort pendent., (elle appars1t sur I. front n4gBt;! de 
tP, tit di",.,..lr IIIr Ie front n.tif .uivant de tP~. 

OTLITTL to M05 to OTLITTL interface 
InterfoCtl OTLITTL a MOS a OTLITTL 

3,3 kf!~ 
Vee 

• I I I 5F.F 31402 A I 
VOO 

Vee 

RL31) 
Vee 

I I I 5F.F 31402 A I 

RL2 
VOO 

RL1 

& 

RL1 

Vee - 5 V Vee - 5 V 
VOO = -5 V VOO =-9 V 

3 kf! 4,7 kf! 

4,7 kf! 6,2 kH 

3,9 kf! 

13113 

261 

• 





Static registers 
Registres statiques 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Operating free-air 

Type Package temperature range 
Bairier Gamme de temperature 

3mbiante de fonctionnement 

SF.F 40032 K Mp·117 OOC, + 700C 

SF.F 40032 KM MP·117 -55°C, +125°C 

The SF.F 40032 is a monolithic 32 bit static shift 
register with a P channel enhancement mode M 0 S 
integrated circuit technology. 

The register exhibits two outputs: one fixed at 32 th 
bit and one electronically programmable from 1 st 
to 32 th bit according to the logic state of 5 
control inputs. 

The register cell is specifically designed to avoid race 
conditions. Operation to 1 MHz is achieved with a 
single phase clock. 

Clock 
Horloge 

Block diagram 
Schema logique 

SF.F 40032 

32 BIT PROGRAMMABLE STATIC REGISTERS 
REGISTRES STA TlOUES 32 BITS PROGRAMMABLES 

Power supply voltage range 
Clock input logic levels Gamme de tension d'alimentation 

VDD - VSS VGG - VSS Niveaux logiques de J'entree 

IV) IV) 
horloge 

"0" = VSS -1 V 
-10"-17,85 -16,15" -17,85 "1" = VSS -14,5 V 

"VSS -18V 

Le SF.F 40032 est un registre a decalage statique de longueur 
32 bits, monolithique, utilisant Is techn%gie M 0 S ca
nal P II enrichissement. 

La registre a deux sorties: rune fixe au 32eme bit, rautre 
programmable electroniquement du premier au 3211me bit 
suivant I'(itat logique de 5 signaux de commande. 

La cellule de base du registre est speciaJement com;uB pour 
dviter des conditions de course. Un fonctionnement jusqu'a 
1 MHz est obtenu avec une seule phase d'horloge. 

Principal features 
Donnees principales 

- Fixed output and electronically variable 
output 

- Fast access time to programmable output 
1< 1 ps) 

- Single phase clock required 
- High frequency operation: from dc to 

1 MHz 
- Low power consumption 
- Direct TTL compatibility 

Programmable output 
Sortie programmable 

- Sortie fixe et sortie variable par commande 
electronique 

The programmable output is connected to the bit: 
1 + A + 2B + 4C + 8D + 16E 

A,B,C,D,E= 1 or 0 following V A, VB ..... VE 
La sortie VSP correspond au bit: 

7 + A + 28 + 4C + 80 + 76£ 
A, B, C, 0, E=1 ou a suivant VA, VB· .... VE 

(Negative logic) 
(Logique Mgative) 

- Faible temps d'acces pour la sortie program· 
mabie «7",) 

- Une phase d'hor/oge 

- Fonctionnement a frequence elevee : du con· 

tinua 1 MHz 

- Faible consommation 

-Compatibilite directe avec circuits TTL 

APPLICATIONS 
- Variable length shift register 
- Binary sequences generators 
- M.S.B code to L.S.B code translation 
- Serial memory with random access output 
APPLICA TlONS 
- Registre de longueur non standard 

- GiJnerateur de sequences binaires 

- Transformation d'un code M.S.B en code L.S.B 

- Memoire serie avec sortie AI seds aleatoire 

74· 6 1/8 
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SF.F 40032 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: MP-117 (CB·79) 
BoFtier 

Top view 
Vue de deuul 

Thermal resistor : Junction tamb 80 0 C/W 
Rhimnce thtN'mique: Jonction ambiante BOOC/W 

N.C No oonnection 
Non connecttl 

Vss N.C. VI N.C. VA VB Vc Vo 

FUNCTIONNAL DIAGRAM 
DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT 

,st pulse nth pulse 32th pulse 

Clock inp~~" mnnr'~TimpUISion LnrLfni~e irPUISion ~32i~mf impulsion V", 

Entree hor/age '#' 

"'" I I I I I I 
I I I I I i 

~IIIIII 
Register input II I I I I I 
Entree rogistre • I I /. I I I 

c I I I 'C I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 

Fixed output ------------------r---t---r"l II V 

-- I I I ~ L~ 
I I I 
I I I 
I I I. 

Programmable~.;;t-------------LJL 
Sortie programmable 

,r--------------------

n = , + A + 2B +4C -I- 80 + '6E 

A, B, C, 0, E = , ::; q, !.?JJ~n~ing V A' VB' .... V E 

(A=' ~~ VA = ",", B= 'J! VB =",", .. ,,) 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Voltage at any pin 
Ten,ion lilT une broch. quelconque 

.Storage temperature 
rempl,..rure de 'tock. 

Power dissipation 
O;lIi~tion de puilSllnCfI 

(note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

VSS = OV 

t stg SF.F 40032 K 

SF.F 40032 KM 

Ptot 
. tamb = 125°C 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS at VSS = 0 V 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES pour VSS = 0 V 

(note 2) 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 
VALEURS 

PARAMETRES SYMBOLES MIN. TYP. 

Supply voltage VDD (note 3) VDD -17,85 -17 Tension d'slimentation VOO 

Supply voltage VGG VGG -17,85 -17 
Ten,ion d'a/imentstion V GG 

Registers inputs 
En,., regilt,., 

High level input voltage VIH -2 Ten.ion d'ent • • ".t.t hwt 

Low level input voltage VIL -10 Ten,ion d'en,,.. "~r.t 1M, 

Clock input 
EnttHh",/op 

High level clock voltage 
VHt/l -1,5 -1 r.".ion d'horl • • rIM, lIMIt 

Low level clock voltage 
VLt/l -18 -17 ren,ion d'horlOf/ll , "ifllt ".. 

Operating temperature 
Templrfltulfl de fonctionnement tamb + 25 SF.F 40032 K 0 

SF.F 40032 KM -55 + 25 

SEF 40032 

VALUES 
UNITS VA LEURS 

MIN. MAX. 
UNITES 

-22 +0,3 V 

-55 +125 °C 

-65 +150 °C 

400 mW 

UNITS 

MAX. UNITES 

-16,15 V 

-16,15 V 

0 " 
-4,2 V 

0 V 

-14,5 V 

+70 °C 
+ 125 ·C 

Notel: Stresses above these listed under "Absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. 
Fonctionnal operation at conditions above specified operating conditions is not implied. 
Tout tNpaJ,.",."t •• "V.leun limite. aolue," PINt IIIJtnlin(lf' I. dflltruction rotal. ou /»rtiellfl du circuit LII fonction'" 
",.", dMJ ••• condition, BUtlfl' que celle.l/JkifitJe. n'est". ..,.."t;. 

Note 2 : For VSS'" 0 V, all voltages must be changed according to the variations of VSS' 
Si V SS ¢ 0 V, Ie, Nn';on, doillflnt 'tnl rMcMHllNJ .:cord BvtIC Ie, YMi.tion, de V sS" 
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SF.F 40032 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STAT/OUES 

at specified operating conditions and VSS = 0 V (unless otherwise specified). 
auK condition,de fonctionnement l{J4cifiHl Sf ill VSS = 0 V (,euf indications contraires). 

SYMBOLS TEST CONOITIONS VALUES (4) 
PARAMETERS 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

Register input 
Ent""e registre 

Input leakage current 
IISB VI = -20 Vtamb =25°C 0,5 iJ.A Courant de fuite entree-substr.t 

I nput capacitance 
CIB VI = OV,f =1 MHz 2,5 pF 

CapacitiJ d'entree 

Adre" input' 
Entrlles d'ad,e,se 

Input leakage current 
IISB VI = -10 V tamb =25°C 0,5 iJ.A Courant de fuit. entr6e·substrat 

I nput capacitance 
CIB VI = OV f = 1 MHz 4 pF Capacite d'entree 

Register outputs 
Sorties registre 

High level output voltage 
VOH Output load: 10 Mn -1 VSS V Tension de sonie a I'lltat haut Charge en sortie: 10 Mil M.O.S-M.O.S 

Low level output voltage 
VOL 

Output load: 10 Mn Tension de sortie B rerat bas Charge en sortie: 10 Mil -8 V 
M.O.S_M.O.S 

High level output voltage 
VOH IL = -0,1 rnA VSS Tension de sortie a I'titat haut -1,6 V 

M.O.S_TTL 

Low level output voltage 
VOL IL = l,6mA Tension de sortie a I'etat bas -4,8 V 

M.O.S-TTL 

Clock input 
Entree horloge 

Clock input leakage current IS</>B V</> = -20 V tamb =25°C 1 iJ.A Courant de fuite horloge wbltret 

Clock input capacitance 
CB</> V</> =OV f = 1 MHz 25 pF c.p«ite dtl rentrH d'horl. 

Supply currents 
Courant' d'lIlimentation 

VOO power supply current per package 100 16 rnA 
Courant de r.lim""r.tion VOO 1M' bottier VI = VSS' f = 1 MHz 

V GG power supply current per package IGG 
lw</>L = 400 ns, tamb = 25°C 

5 rnA Courant de "aliment.tion VGG"" bott., 

Note 3: Power dissipation can be divided by two with VOO = VSS -10 V without modification of device performance. 
La pui"Bnctl diuip6e peut 'tl1l tWiuire de moitis IWBC V DD = V SS -10 V un. d~,lIdation del performances du circuit. 

Note 4 : Typical values at 25°C and nominal power supplies. 
Valeun typ;que, mew,", .. 25°C.t avec alinHIntation. nominales. 
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SEF 40032 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (note 5) for specified operating conditions (unless otherwise specified). 

.ux condition. de Ionction""",."r 111«/, .... (uuf indic.tion, contl1lim). 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Clock input 
EntrNhDrlogB 

Clock frequency f Friquence d'hDrlogB 

Clock rise and fall times 
Temp,. montN lit .dBlCflntll dB trq,' t,q, 
I'horlogB 

Clock pulse width at low level 
1wq,L Largeur dtJ l'impu/sion d'horlogtlB r,ltst bas 

Clock pulse width at low level twq,H LlIrgeur de /'impulsion tl'horloge iJ r,Hat haut 

Register input 
EntrN rtlgistre 

Input set·up time t set-up T.",,,.d. prHfllbl_nt 

Input hold time thold r"",,,..,,,,,lntlen 

Fixed output 
Sortie fixlI 

Propagation time lowtohigh level output 
TIIIfIPI de pl'OpIIfJIItion II I. croll$llnce du signal 

tpLH dB .ortis 
MOS_TTL 

Propagation time high to low level output 
r"",,,. de propsgstion .. /a decroismnce du ,i~ 

tpHL gnel.lDrtle 
MOS-TTL 

Note 5 : At Vss = 5 V ± 5%, VDD = VGG =-12 V ± 5 % 
A VSS=SV±Si¥, VOo= VGG =-12V±Si¥ 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONOITIONS OE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

DC 1 MHz 

5 I1S 

0,25 10 I1S 

500 ns 

See Timing diagram and 
Dynamical test conditions 

100 ns 

Voir 0,..,."",. del 111m". .. 
Condition, de re.t dy".",lque 

50 ns 

400 ns 

See Timing diagram and 
Dynamical test conditions 
Voir Dillgf.",mB des templet 
Condition,. twtdymunique 

400 ns 
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SF.F 40032 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Programmable output 
Sortie programmable 

Propagation time low to high level output 
Temps de propagation. ,. croil8llnce du signal 
de 6Orti. 

M.O.S_TTL 

Propagation time high to low level output 
Temps de propagation a ,. dkroil8llflCfl du $;. 
gnat de sortie 

M.O.S_TTL 

High level access time 
Temp. d'IICC4." l'~tJJt hsut 

M.O.S-TIL 

Low level access time 
Temps d'ecC.SB I'etat bas 

M.O.S-TIL 

DYNAMICAL TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE TEST DYNAMIOUE 

VSS = VCC 

(Note 5) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tpLH 

tpHL 

tAH 

tAL 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

350 500 

See Timing diagram and 
Dynam ical test conditions 250 500 
Voir Disgramme des temps tit 
Conditions dB test dyfUltnique 

0,7 1 

0,5 1 

Equivalent to 1 TTL input 
Equivalent a 1 entree TTL 

UNITS 
UNITES 

ns 

ns 

tJs 

tJs 

.-------- ----------------, 
I 
I 
I 
I 
I 

4 kn 

I 
I 
I 
I 
I 

SF.F 40032 
VSF' VSpl 

11.13~--~---+--~~--~1---~----~~--~t----I~---, 

I 
I 
I 
I 

16 10 15 

Vrp 
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I L _________________________ ~ 
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TIMING DIAGRAMS 
DIAGRAMMES DES TEMPS 

• tholdl" Non critical transition area 

~;;~;::~----10-9-:"'~·.""_";'jol_~.1!~"'~"'~"'~"'''~.1 
Vss ;-4,2 V--- ~~~ 

Zone de trllnlition non critique 

I i 
tset-up " 1 I t.....pH ,tq,W • , 

.,,'" "I '" - i , I~ _____ "",' I , 

V SS -""",,\ It \: if 
~~~!. 90%~ -Ii ~ ~l,: 
VSS -14,5V-----"---.,j , .... __ ..J._. 

, I 
.. I tpHL tpLH .. I 

VOH---------'" 
Register outputs (fixed and programmable) 
Sortln "'1/"'''' (fixe et programmllble' 

VOL--------------'------------J 

1. SHIFT REGISTER 
REGISTRE A OECALAGE 

SEF 40032 

Vss -2 V ,---------~ _----------------

~o 1 Control input 
EntrH de COtnmtlnde 
(V A' VB'···· VE,90 %.1.: ...... ____ _ 

1 -, I 1- VSS -4,2 V 
, I 1 I 

I I I I , I" tAL I ''''' .. f--_t.<OA.,.,H,---.jo 1 
, I 

VOH---~~~~~' 

Programmable output 
SortIepTOfIRIrI_ t'-.. " 

VOL----+':::.":: 

2. PROGRAMMABLE OUTPUT ACCESS TIME' 
TEMPS O'ACCES SORTIE PROGRAMMABLE 
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SFJ 40032 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TIONS TYPIQUES 

Clock 

- ONE SUPPLY M.O.s 
M.O.S UNE SOURCE 

HortOgB 0-'-------....., 

Inputs 
Ent", 

Inputs 
Entree, 

Clock 
Horlogo 

Any input 
EntrHqulllconqutl 

-17V 

"3,9 knl] 

TTL 

& 

~~ 

- TWO SUPPLIES M.O.S (LOW POWER) 
M.O.S DEUX SOURCES (FAIBLE CONSOMMA TIONJ 

Clock 
HorlOgB 

Outputs Inputs 
Sort/III Entm, 

- TTL/M.O.S INTERFACE 
INTERFACE TTLIM.O.S 

+5V 

Vss 

Any input 
Ent. quslcOnquB 

VDD Vrp VCiG 

Any input 
Enti'H qUlllconque 

-10V -17V 

TTL 
VSF 

& 
VSP 

~~ 
-5Vto-12V -12V 

" 

Outputs 
Sortis. 

Outputs 
Sortltn 

"Optional resistor: improves noise immunity at input high level 
R~I;'t8nce fscultJItiV6 : sugmBnttll'lmmunitiJ BU bruit de I'Bntrle II I'#ltat Mut. 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Operating free-air 
Package temperature range Type 
Boitier Gamme de temperature 

ambisnte de fonctionnement 

SF_F 42064 TO-99 O°C, +700C 

SEF 42064 

DUAL 64 BIT STATIC REGISTERS 
DOUBLES REGISTRES STA T/OUES 64 BITS 

Power supply voltage range 
Clock input logic levels Gamme de tension d'a/imentation 

VDD - VSS VGG - VSS 
Niveaux logiqU8S de rentr~e 
hor/age 

+ 
"0" = VSS -1 V 

I -16,15 
SF_F 42064 H TO-99 O°C, + 70°C -10+-17,85 -17,85 
SF_F 42064 V TO-99 -400C, + 85°C 
SF_F 42064 HV TO-99 -400C, + 85°C 

The SF _F 42064 dual 64 bit static shift register is a 
monolithic MOS integrated circuit utilizing P channel 
enhancement mode low threshold technology to 
achieve bipolar compatibility_ Operation to 1 MHz 
(SF_F 42064) or to 1,6 MHz (SF_F 42064 H) is 
achieved with a single phase clock_ 

Pin configuration 
Brochage 

Package TO-99 (CB-ll) 
Bortier 

A output 
$ortiflA 

Top view 
Vue de dllSSUs 

B output 
SortieS 

• 64 bit register 
Registre 64 bits 

Thermal resistor: junction - tamb = 150°C/W 
Resistance thBrmique : jonction smbianttJ = 1500CIW 

(V) (V) "I" = VSS -14,5 V 

-
+VSS -18V 

Le SF. F 42064, double registre sterique 64 bits, est un cir· 
cuit integre MOS monolithique urilisant Ie canal P IJ enrichis
sement. Les proprietAs de fsible seuit de certs techno/ogle Ie 
rendent compatible avec les circuits bipo/aires TTL Sf 0 TL. 
Une hor/age monopha~e perm(Jt Ie fonctionnement jusqu'a 
I MHz ISF_F 42064) ou 1,6 MHz ISF.F 42064 H). 

Principal features 
Donnees principales 

Direct TTL compatibility (clock input 
excepted) : + 5 V, -12 V supplies. No 
pull-up and pull-down resistors needed. . 
High frequency operation: dc to 1 MHz 
or 1,6 MHz 

Single phase clock 

Output drive capability: 1 TTL load. 

Compat;bili~ directe avec la logique TTL 

(entree horlage excepr:ee) : alimentation en 

+ 5 V, -12 V. Le circuit ne Mcessite pBS de 

resistance de rappel. 

Frequence de fonctionnementelevtJe: du conti· 

nUB 1MHzou 1,6MHz. 

Horlage monophasIJe. 

Charge en sortie: 1 entree TTL. 
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SF.F 42064 

ABSOLUTE MAXIMUr., RATINGS 
VA LEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Voltage at any pin 
Tension sur une broche quelconque 

Storage temperature 
TempArature de stockage 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

(note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

VSS= OV 

Ptot tamb = 85°C 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS at Vss = 0 V 
CQNDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES pour VSS = 0 V 

(note 2) 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 
VALEURS 

PARAMETRES SYMBDLES MIN. TYP. 

Supply voltage VDD (note 3) VDD -17,85 -17 Tension d'alimentation V DD 

Supply voltage VGG VGG -17,85 -17 
Tension d'al/mentation V GG 

Registers inputs 
Ent", registNJS 

High level input voltage VIH -2 Tension d'entnle a 1'4tst haut 

Low level input voltage VIL -10 Tension d'entrH IJ 1'4tst bas 

Clock input 
EntrH hor/ogtI 

High level clock voltage 
VHI/l -1,5 -1 

Ten,ion d'horlOflll" !"flIt hwt 

Low level clock voltage 
VLI/l -18 -17 Tension d'horlogea I"tat bill 

Operating temperature 
TemptJrature de fonctionnement 

SF.F 42064, SF.F 42064 H tamb 0 + 25 
SF.F 42064 V, SF.F 42064 HV -40 + 25 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. MAX. 
UNITES 

-22 +0,3 V 

-55 +125: °C 

500. mW 

UNITS 

MAX. UNITES 

-16,15 V 

-16,15 V 

0 V 

-4,2 V 

0 V 

-14,5 V 

+70 °C 
+85 °C 

Note1: Stresses above these listed under "Absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. 
Fonctionnal operation at conditions above specified operating conditions is not implied. 
Tout tMpssS8ment des "Valeurs Iimitfls sMa/uBs" peut entrainfIT Is destruction tot.le ou pam.lte du circuit. Le fonctionne
ment dans des conditions autrss que celles spkifiess n'est pas gsranti. 

Note 2 : For VSS '" 0 V, all voltages must be changed according to the variations of VSS' 
51 V S5 =1= 0 V,les tensions doiVflnt 'tre dtJcal4es en secord avec les lIar/ations de V SS' 
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SF.F 42064 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

at specified operating conditions and VSS = 0 V (unless otherwise specified). 
aux conditions de fonctionnementspecifieeset a Vss = a v (sauf indications contraires). 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES (4) 
UNITS 

CONDITIONS DE VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES MESURE 

UNITES 

Registers inputs VI =-20 V tamb=25°C 

Entrees registres VGG =VDD =-10 V 

Input leakage current 
IISB 

All other pins at VSS 0,5 pA 
Courant de fuite entree-substrat Toutes les autres broches a v ss 

I nput capacitance CIB VI = OV,f =1 MHz 2,5 pF 
Capacite d'entree 

Registers outputs 
Sorties registres 

High level output voltage 
VOH 

Output load: 10 Mn and 10 pF 
Tension de sortie a retat haut 

Charge en sortie: 10 Mn. et 10 pF 
-1 V 

MOS __ MOS 

Low level output voltage 
VOL 

Output load: 10 Mn and 10 pF Tension de sortie a retat bas -8 V 
MOS __ MOS Charge en sortie: 10 Mn et 10 pF 

High level output voltage 
VOH IL = 0,1 mA -1,6 V Tension de sortie a rerat haut 

M OS __ TTL 

Low level output voltage 
VOL IL = -1,6 mA -4,8 V Tension de sortie II retst bas 

MOS __ TTL 

Clock input 
Entree hor/age 

Clock input leakage current 
IS¢B Vr/J = -20 V tamb =25°C 1 pA 

Courant de fuite hor/age substrat 

Clock input capacitance CB¢ V¢ =OV f = 1 MHz 25 pF 
Cspacite de I'entree d'horloge 

Supply currents 
Courants d'alimentation 

VDD power supply current per package 
IDD VI = VSS' f = 1 MHz 25 30 mA 

Courant de I'alimentation VDD par boTtier 
tW¢L = 400 ns, t amb = 25°C 

VGG power supply current per package 
IGG 2 4 mA Courant de I'alimentation VGG par boitier 

Note 3 : Power dissipation can be divided by two with VDD = VSS -10 V without modification of device performance. 
La puissance dissipee peut etre n}duire de moitie avec VDO = VSS -10 V sans degradation des performances du circuit. 

Note 4 : Typical values at 25°C and nominal power supplies. 
Valeurs typiques mesurees a 25°C et avec alimentations nominales. 
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SF.F 42064 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES DYNAMIQUES (note 5) for specified operating conditions (unless otherwise specified). 

aux conditions de fonctionnement spAcifillflS (sauf indications contrairs,). 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE PARAMETRES SYMBOLES MESURE 

Clock input 
Entree horloge 

Clock frequency f SF.F 42064 ,SF.F 42064 V 
Fr{Jquence d'horloge SF.F 42064 H, SF.F 42064 HV 

Clock rise and fall times 
tr</J' tfl/) Temps de montee,ef de descente de 

I'hor/age 

Clock pulse width at low level 
tW</JL 

SF.F 42064 ,SF.F 42064 V 
Largeur de /'impulsion d'horloge a retat bas SF.F 42064 H, SF.F 42064 HV 

Clock pulse width at high level tw</JH 
SF.F 42064 ,SF.F 42064 V 

Largeur de /'impulsion d'horloge a retat haut SF.F 42064 H, SF.F 42064 HV 

Registers inputs 
Entrees regiltres 

Input set·up time tset·up Temps de preetablisseme'!t 

Input hold time t hold Temps de maint;en 

Registers outputs 
Sorties registres 

See Timing diagram and 
Propagation time low to high level output Dynamical test conditions 
Temps de propagation a /a croissance du signal Voir Diagramme des temps ef 

de sortie Conditions de test dynamique 
MOS_TTL tpLH 

SF.F 42064 ,SF.F 42064 V 
SF.F 42064 H, SF.F 42064 HV 

Propagation time high to low level output 
Temps de propagation B /8 decro;ssance du si· 
gnal de sortie 

MOS_TTL tpHL 

SF.F 42064 ,SF.F 42064 V 
SF.F 42064 H, SF.F 42064 HV 

Note 5; At VSS = 5 V ± 5 %, VDD = VGG = -12 V ± 5 % 
A VSS =5 V ± 5 %, VDD = VGG = -72 V ± 5 % 

4J6 
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VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNjTES 

DC 1 MHz 
DC 1,6 MHz 

5 I1S 

0,3 10 I1S 
0,20 10 I1S 

500 ns 
350 ns 

100 ns 

50 ns 

500 ns 
400 ns 

500 ns 
400 ns 



SFF 42064 

TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

Vss -1,5 V 

Clock input 
Entree hor/age 

\- 64th 65th 

i \ - J \11 65eme II 
~---'ll I 1'---J1 I 1 ___ oJ I 

, .. tset-up .11 i!hOlg l 1 ~</>l 1 1 tw</>H 1 1 
I" -, :"".>---'--~~I I 

Register input V I I 
VSS -2 V-----t-l 10% \1 : I 

Ent'" du regi"'. I 90 % I : 
VSS -4,2 V - ".-------11----------11----

I tplH I tpHl 
V t+----l ~ 

~~':,;;~~o----------------------j" V "V ~ 

Val------------------~- ~ 

DYNAMICAL TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE TEST DYNAMIQUE 

4 

1,7 64 bit register 
Registre 64 bits 

3 5 8 

( ( 

V</> VGG VOO 

2,6 Va 

;.o;;r 

Equivalent to 1 TTL inp ut 
Equivalent a 1 entree TTL 

r------- ----------

4kn 

I .. .1 

"'" .... .... .... 

~ 

i 

! ~ L _________________ _ 

All diodes 
Toutes diodes 

IN 914 
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SF.F 42064 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA nONS TYPIOUES 

- TTL/M a S INTERFACE 
INTERFACE TTLIM 0 S 

Two power supplies 
Deux sources d'alimentation 

VCC 3,9kn* r--
I 

I 3,9 kn* 
I 

Any DTL/TTL device 
Circuit DTL/TTL quelconque 

- TTL/M a S INTERFACE 
INTERFACE TTLIM 0 S 

Three power supplies (low consumption) 
Trois sources d'slimentation (faible consommation) 

__ , 3,9 kn* 
I 
I 

Any DTL/TTL device 
Circuit DTLffTL quelconque 

7 

7 

+5 V 

64 bit register 
Registre 64 bits 

64 bit register 
Registre 64 bits 

5 8 

VGG VDD 

-12V 

+5V 

VSS 4 

64 bit register 
Registre 64 bits 

64 bit register 
Registre 64 bits 

5 8 

VGG VDD 

-12V -5V 

(*) Optional resistors; Improve noise immunity at input high level 
Resistances facultatives : augmentent /'immunite au bruit de I'entree a retat haut. 
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VCC 
r-- --.., 
I I 

2 F-____ -+I~ »--+1-------

6 

2 

6 

I 
I 

I 
I 

Any DTL/TTL device 
Circuit DTLffTL quelconque 

VCC ---, 
I 
I 

Any DTL/TTL device 
Circuit DTLITTL quelconque 



General purpose 
Usage general 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES 

Type Package 
Type Bottler 

SF.F5002K TO-116 

SAJ 180 TO-116 

SF.F 5002 KT TO-116 

Operating free-air 
temperature range 

Gemme de temperaturs 
de fonctionnement 

DoC, + lOOC 

DoC, + lO°C 

-25°C, + 85°C 

Schematic 
Schtlma e/ectrique 

To next stage 
v.,., 4tIIfIB lUillllnt 

SF.F 5002 
(SAJ 180) 

FREQUENCY DIVIDERS WITH PUSH-PULL BUFFERS 
DIV/SEURS DE FREQUENCE A VEC SORTIES TYPE PUSH-PULL 

Storage temperature 
Temperature de stock. 

-55°C, 

-55°C, 

-65°C, 

+125°C 

+125°C 

+1500C 

Input f 
Entnlo f 

Drain voltage Gate voltage I nput voltage 
Tension de drain Tension de grille Tension d'entrh 

Vss - V DD VSS-VGG VSS - VI 

0,3 V, -30 V 0,3 V, -30 V 0,3 V, -30 V 

0,3 V, -30 V 0,3 V, -30 V 0,3 V, -30 V 

0,3 V,-30 V 0,3 V, -30 V 0,3 V, -30 V 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Low power dissipation typical: 10 mWlstage 
- Frequency operation: DC to 1 MHz 

- Low impedance output: typical 1 kn 

APPLICATIONS 

- General utilization 

- Delay a long temporization 

- Pui$SSnce dissipu fa/bl.: 10 mW14tBtJ6 typiqufI 

- FrequenCfl de fonctionnement : DC a 1 MHz 

- Fe/ble impedsnCB de sortie: typique 1 k n 

IlPPLICATlONS 

-U_~ner.' 

- TflmporilBtion longue duree 

74 - 5 1/6 
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SF.F 5002 
(SAJ 180) 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package: TO·116 (C8·2) 
Bortier 

Input 8 
EntrHB 

Input A 
EntiWA 

Output 81 
Sortie 8, 

Output Al 
SortleA, 

General description 

Top view 
Vue de dessus 

Output 82 
SortleB2 

Output A2 
SortieA2 

Input C 
EntiWC 

Output A3 
SortleA3 

Output C 
Sortie C 

Input 0 
EntiWD 

Description genera/e 

These circuits SF.F 5002 or SAJ 180 are frequency La circuits SF.F 5002 au SAJ 180 sont des di'lis6Uf'$ dB 

dividers. These devices are a monolithic integrated frequence. CBS circuits in~n§$ utilisent des transistors MOS 

circuit- with a pochannel enhancement mode MOS canal P IJ enrichissement. 

transistors technology. 

The SF.F 5002 or SAJ 1 80 is a 7 stages d iv ider Le SF.F 5002 au SAJ 180 est un divileur qp frequence 

organized in a 3 + 2 + 1 + 1 (see pin configuration). comprenant 7 ,jtages. La configuration choisie est 3 + 2 

+, +, (voir brochageJ. 

All SF.F 5002 or SAJ 180 signal inputs are protected Taus 'lIS circuits d'entrAe des SF.F 5002 au SAJ 180 sont 

from exc~sive static build up by built in zener diodes. prot~. contrll 161 surtensions et /61 charges Alectrosfstiques. 
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TIMING DIAGRAMS 
DIAGRAMMES DES TEMPS 

SF.F 5002 or SAJ 180 

Input A 
Entree A 

Output A1 
Sort/eAt 

Output A2 
SortieA2 

Output A3 
Sortie A3 

Input 6 
EntrfJe 8 

Output 81 
Sortie 8, 

Output 62 
Sortie 82 

Input C and D 
Entree Cet D 

Output C and D 
Sortie Cet D 

l 

l 

SF.F 5002 
(SAJ 180) 

L 
L 

L 
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SF.F 5002 
(SAJ 180) 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

I nput leakage current 
Coursnt de fulte entrBB-sub,trar 

High level input voltage 
Tension d'Bnt~B" I'tltst haut 

Low level input voltage 
Tension d'entnJlI" I'tltat bas 

Output ON resistance at high level 
Rtlsistancs de sortie .. I'tltat haut 

Output ON resistance at low level 
Res/stance de sortie IJ I'etst bas 

High level output voltage 
Tension de sortie iJ I'fJtst hBut 

Low level output voltage 
Tension de sortie a I'etst bas 

Supply currents 
Courants d'alimentation 

VGG power supply current 
per package 
Courant de ral/mentation V GG 
psrboltier 

VOO power supply current 
per package 
Courant de I'alimentation V DD 
parboltier 

I nput frequency 
FtiJquence de fonctionnement 

Input pulse width 
Largeur de {'impulsion d'entree 

tamb- +25°C 
(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

IISB 
VI =VSS -15V 
All other pins grounded 
routes IllS Butres brochtll" ,. rmlS8fI 

VIH 

V IL 

rOS(on)H 10H =-0,5 rnA 

rOS(on)L 10L =0,5 rnA 

10H =-0,5 rnA 
VOH See 10 =VS (VO) 

Voir 10 =f (VOl 

10L =0,5 rnA 

VOL See 10 =VS (VO) 
Voir 10 =f (VS) 

IGG VGG = VSS -27 V 

100 VOO = VSS -13 V RL = 10kn 

100 VOO = VSS -13 V RL =100 kn 

f 
RL =IMn 
CL = 10 pF 

~q, 

unless otherwise specified 
..uf indication, contra/fs. 

VALUES 
UNITS VAL EURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

0,5 10 IlA 

-2 0,3 V 

-g V 

0,8 2 kn 

1,2 2 kn 

-1 -0,5 V 

-11,5 -9 V 

2,4 5 rnA 

10 rnA 

1 rnA 

DC 1,5 1 MHz 

400 ns 

Notel:These specifications apply for VSS=O V and VOO=-12 V ± 5 % and VGG=-27 V ± 5 % (typical values at 25°C) 
Ces sp#Jcifications $Ont vslablespour vss=o v, VDO =-12 V ±5 % et VGG=-27 V ±5 % (IIS/eurs typlquesmtlSunJlIIB 25°C). 
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TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYP/QUES 

+5V 

VCC 
-' 
1& 

f '- SF.C 426 

~ ~ 

r-
J &, 

Input 
~ EntrH 

'- SF.C 8800 f 

+12V 

10 kn 

VSS 

Input SF.F 5002 Output 
Entree (SAJ 180) Sortie 

VOO 
-;-.n 

VGG 

~ ~ 
-15V 

VCC=+ 5 V 

VSS 

SF.F 5002 Output 
(SAJ 180) Sortie 

-;-.n 

.~1N 914 

~~ 
V OO=-7 V 

SEF 5002 
(SAJ 180) 

+5V 

·~lN914 

VCC 

& 

TTL 
fIn 

6,8kn 

! ~ 

• Any OTL and TTL 
DTL tit TTL quelc onques 

& 
fl n 

n~ 
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SF.F 5002 
(SAJ 180) 

TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTIC 
CARACTERISTIOUE DE SORTIE TYPIOUE 

10 
SF.F 5002 (SAJ 180) (rnA) 

VOO- -12V 
VGG= -27 V 

VSS = 0 V 

~------~------~--~~--+--------+--------r-------~ 10 

r-------+-------~------~------_+~~--_+------~5 

Spec limit 
Limitation de 
specificBtion 

o 

~------~------~----~~----~-------1-------1-5 

~------~-------1--------+-~~~~.-----~r-------~ -10 

-15 
-VOIV) -10 -5 0 

-VOO =-12V -VOO =-12 V -VOO =-12 V 

j 
RL RL 

4,7 kn 10 kn 

~I+ -.J .. RL 
~I+ 10kn 

vssl vssl vssl A 8 VSS C 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Type Package 
Bo;tier 

SF_F 5009 MP-117 

Operating free-air 
temperature range 

Gamme de temperature 
ambiante de fonctionmlment 

O"C, + 70°C 

General description 
Description generale 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

-55°C, + 125°C 

The SF.F 5009 is a digital master tone generator 
which produces, from a single input frequency a full 
octave of twelve frequencies on twelve separate low 
impedance output buffers. 

The master tone generator is a monolithic P channel 
silicon gate integrated circuit. 

This circuit may be used with SAJ 180 (SF.F 5002) 
frequency divider to generate all the desired octaves. 

Le circuit SF.F 5009 est destine II realiser la synth.se des 
douze demi-tons de /8 gsmms chromatique "bien temperee" 
a partir d'un oscillateur unique. 

/I se presente sous Is forme d'un circuit ;nregre monolithique. 
realise en techno/ogie MOS grille sllicium canal P. 

Les douze frequences pilotes sont disponibles au travers 
cramplificateulS Push-Pull lJ basse impfJdance, et par conse
quent directement exploitable$. Les frfJquences lJ roctave 
peuvent 'tre engendrfJes a raide de circuits SAJ 180 
(SF.F 5002). 

SF.F 5009 

MASTER TONE GENERATOR 
SYNTHETISEUR D'OCTA VE 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Drain voltage Gate voltage I nput voltage 
Tension de drain Tension de grille Tension d'entree 

VDD - VSS VGG - VSS VI - VSS 

-12V±5% -27 V ± 5 % +0,3V, -12 V 

Principal features 
Donnees principales 

- Monolithic circuit (12 frequencies in a 
single package) 

- Only one low level input command 
(no high level clocks) 

- Standard + 12, -15 V power supply 

- Low impedance push-pull buffers,simi-
lar to SAJ 180 outputs. 

- Very good accuracy (± 5.10'4 or 0,25 
Savart) 

- No random phase modulation 

- Circuit monolithique (12 tons issus d'un seul 
boitier) 

- Entree pilote unique a bas n;veau (pas 
d'horloges lJ haut niveau) 

- Alimentations + 12, -15 V standards 

- Sorties push-pull a basse impedance equiva-
lentes lJ celles des circuits SAJ 180 (SF.F 5002) 

- Excel/ente precision relative (±5.10-4 soit 
± 0,25 Savart) 

- Pas de modulation de phase alfJatoire 

74· 5 1/4 
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SF.F 5009 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: MP-117 (CB-79) 
BoTtier 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Gate power su pply with respect to V 55 
Tension d'a/imentation ,01. psr rapport A V ss 

Voltage at any other pin 
Tension surune brach. qu8lconque 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockBflB 

Fll FlO F8 F7 F4 F3 VOO VGG 

VSS FO F12 F9 F6 F5 F2 Fl 
Input 
Entnhl 

SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VA LEURS 

VGG VSS -30V, VSS +0,3 V 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

O"C .. 70°C 

-55°C .. 125°C 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf indication contraireJ 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 

UNITS VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MIN TYP MAX 
UNITES 

Drain power supply VOO 11,4 
Tension d'alimentBtion drain 

12 12,6 V 

Gate power supply 
VGG 25,6 

Tension d'alimentation grille 
27 28,4 V 

VSS power supply 
Tension d'slimentation V ss VSS 0 V 

Ambiant temperature tamb 25 °C TsmptJf8ture ambiante 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input leakage current 
Courant de fuite entreelsubstrat 

High level input voltage 
Tension d'entree a retat haut 

Low level input voltage 
Tension d'entree a /'etat bas 

Output On resistance at high level 
Resistance de sortie II retst haut 

Output On resistance at low level 
Resistance de sortie a rfitat bas 

High level output voltage 
Tension de sonie a retat haut 

Low level output voltage 
Tension de sortie a retat bas 

VGG power supply current per package 
Courant de I'alimentation V GG par baitier 

VDD power supply current per package 
Courant de I'alimentation VOD parboitier 

Input frequency 
Fnjquence d'entree 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

IISB 

V IH 

V IL 

rDS(on)H 

rDS(on)L 

V OH 

VOL 

IGG 

IDD 

fl 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

MESURE 

VI = VSS -15V 

All other pins grou nded 
Toutes les aurres broches a 
la masse 

10H = -a,s rnA 

10L = 0,5mA 

10H = -0,5 rnA 

10L = 0,5 rnA 

VGG = VSS -27V 

VDD = VSS -12 V 

VGG = VSS -27 V 

VDD = VSS -12 V 

SFJ 5009 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

MIN. TYP. ·MAX. 
UNITES 

0,5 10 J.1.A 

-2 0,3 V 

-9 V 

0,8 2 krl 

0,8 2 krl 

-1 -0,5 V 

-11,5 -9 V 

9 rnA 

13 rnA 

0,1 2,5 MHz 
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SF.F 5009 

TYPICAL APPLICATION 
APPLICA T/ON TYP/QUE 

FO = 
820,16 kHz - SF.F 5009 

# Note die see 

4/4 

')an 

I-- Fl 

I-- F2 

- F3 

I-- F4 

I-- F5 

I-- F6 

I-- F7 

I-- F8 

I-- F9 

I-- FlO 

I-- Fll 

I-- F12 

Note 

d07 C7 

si 6 86 

la#6 A#6 

la6 A6 

501#6 G#6 

5016 G6 

fa#6 F#6 

fa6 F6 

mi6 E6 

re#6 D#6 

re6 D6 

dO#6 C#6 

Frequency (Hz) Error (10A) 
Frequence Erreur 

4184,5 -3,7 

3952,5 +3,8 

3728 -3,5 

3520 o (reterence) 

3320,5 -5,8 

3 136,4 +1,3 

2960,9 +2 

2794,4 +2,1 

2637,2 +0,7 

2489,1 +0,3 

2350 +3 

2216,7 -3,6 



SFF 5100 

DECIMAL COUNTER/SEVEN-SEGMENT DISPLAY DRIVER 
COMPTEUR DECIMALICOMMANDE DE VISUALISA TlON SEPT SEGMENTS 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Operating free-air 

Type Package temperature range 
Baitier Gamme de temperature 

ambiante de fonctionnement 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Positive logic: 
Logique positive: 

SF.F 5100 E MP·186 O°C, + 70°C - "0" more negative voltage - "0" niveau Ie plus negatif 

SF.F 5100 K Mp·186 O°C, + 70°C - "1" more positive voltage - "1" niveau Ie plus positif 

General description 
Description generate 

The SF.F 5100 is a universal counter with display drivers 

utilizing M 0 S monolithic technology. It is TTL campa· 

tible and has been designed in positive true logiC. The sys· 

tem contains a decimal counter (BCD code) with up·down 

counting and presetting control, a four bit memory and a 

seven·segment decoder·driver. The BCD content of the 

memory is decoded to drive seven -30 V swit::hes for 

direct use with a low voltage 7·segment display. 

(Vaccum tube, liquid cristal, L.ED.) 

Le SF.F 5100 est un cornpteur universe! avec commande 

d'affichage realise en techn%gie M 0 S monolithique. /I a ete 

com;u en logique positive et est directement compatible avec la 

logique TTL. Le circuit comprend un compteur decimal (code 

BCD) avec commarrles de comptage-decomptage et de charge-

ment paralllJle. Le contenu du compteur peut ~tre transfere 

dans une memoire 4 bits qui ne perturbe pas son fonctionne-

ment. L 'etat logique de cette memo ire commande, apres 

decodage, 7 commutateurs specifies a -30 V utilisables direc-

u.ment avec un systeme d'affichage 7 segments basse tension. 

(tube phosphorescent, cristal liquide ou diode electrolumi· 

nescente LE.D.) 

Principal features 
Donnees principales 

- Up-down presettable counter 

- Internal memory with BCD oUtputs 

- 7·segment outputs rated at -30 V 

- Low power consumption 

- TTL compatibility 

- Asynchronous cascading 

- Outputs multiplexing capability 

- Compatible with common anode or 
common cathode L.ED. display 

- Compteur-decompteur prepositionnable 

- Memorisation interne avec sorties BCD 

- Sorties 7 segments specifiees a -30 v 

- Faible consommation 

- Compatibilite avec la logique TTL 

- Mise en cascade asynchrone 

- Possibilitt1 de multiplexage des sorties 

- Compatible avec diodes electroluminescentes 
a anode ou cathode communes 
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SEF 5100 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Power supplies with respect to Vss 
TlN7sion, d'alimentBtion psr Tappan ~ V 55 

I nput voltage (ali inputs) 
Ten,ion d'entrlle (ent,,,, quelconque) 

Voltage at segment outputs 
T"",ion Air ,., sortill. "segments" 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puillllflCfl mllJ(im.'. 

Operating temperature 
r"",plratu", de fonctionnemtlnt 

Storage temperature 
TempBratur. de nock. 

TIMING DIAGRAMS 
D/AGRAMMES DE TEMPS 

VEH 0 2 

Clock input 
EntrHho,l_ 

VS2 

VS4 

VS8 

4/10 
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3 4 5 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOO 
VGG 

VI 

Vo 

Ptot max 

toper 

tstg 

6 7 B 9 o 

I I I I I 
I I 
I I 
I I 
i I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

Hi 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

n 

2 

VALUES 
VALEURS 

VSS -25 V .. VSS +0,3 V 

o 

Vss -20 V" VSS +0,3 V 

VSS -35 V" VSS +0,3 V 

E 
K 

I 

600mW 

O"C, + 70"C 

: -55°C, + 125°C 
: -55°C, +125°C 

9 8 7 

Count down 
Dkomp_ 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

6 5 

H 
I 
I 
I 
I 

rl 

4 3 

I 
I 
I 
I 
I 

L-



SFF 5100 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Any input 
Entree que/canque 

High level input voltage 
Ten:-,'m d'entree a I'etat haut 

Low level input voltage 
Tension d'enmJe a I'etat bas 

Input cu rrent at V I H 
Courant d'entree a VfH 

I npm current at V I L 
Courant d'entree a v/L 

Dynamic input resistance at VIH 
Resistance dvnamique d'entree a VIH 

Dynamic input resistance at VIL 
Resistance dynamique d'entree a V/L 

Clock output 
Sortie hor/age 

High leve: output voltage 
Tension de sortie a /'etat haut 

Low level output voltage 
TenSion de sortie a "etat bas 

On resistance at high level 
Resistance de conduction a I'etat haut 

BCD outputs 
Sorties BCD 

High level output voltaye 
Tension de sortie a I'etat haut 

Low level output voltage 
Tension de sortie a /'etat bas 

On resistance at hIgh level 
Resistance de conduction a I'etat haut 

Segment outputs 
Sorties segment 

On resistance 
Resistance de conduction 

Output leakage current 
Courant de fuite sortie substrat 

Supply currents 
Courants d'alimentatiO'1 

VDD power supply current per package 
Courant de ratimentAtion VOO par boitier 

V GG power supply current per package 
Courant de I'alimentation VGG par boitier 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

SYMBOLES 
MESURE 

V IH 

V il 

IIH VI=VSS=-2V 

III VI=VSS=-4,2V 

'IH 

'Il 

V OH 10H = -0,1 mA 

VOL 10l = 1,6mA 

'DS(on)H 10H = -1 mA 

VOH 10H = -0,1 mA 

VOL 10l = 1,6 mA 

'DS(on)H 10H =-1 mA 

'DS(on) 

10SB 
VSS-30 V on output te,minal 
Sortie a v SS~30 V 

IDD 
I nputs at V SS 
Entrees a v ss 
Outputs with MOS load 

IGG 
Sorties sur charge MOS 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP MAX 
UNITES 

VSS VSS 

--2 +0,3 V 

VSS V 
-4,2 

40 200 400 iJA 

40 150 400 iJA 

50 k12 

5U k ~ ~ 

VSS 

-1 V 

+0,4 V 

0,8 2 k~~ 

VSS 

-1 V 

+0,4 V 

0,8 2 kll 

150 250 500 (2 

10 I1A 

9 15 mA 

1,5 3 mA 

Notel: All test with VSS = VCO = + 5 V ±5 %, VDD = -10 V ±5 % and VGG = -15 V ±5 % (typical values at 25'C) 
Conditions de test: VSS = VCO = +5 V ±5 %, VDO =-10 V ±5 % et VGG = -15 V ±5 % {va/eurs tvpiquesmesurees a 2fiOCJ 

This device can ope,ate with only two powe, supply VSS = VCO = +5 V, VDD = VGG = -12 V 
Ce circuit peut fonctionneravec seulementdeux alimentations VSS VCO = +5 V, VOO = VGG = -12 V 
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SFF 5100 

BCD INPUT SET-UP AND HOLD TIMES (PARALLEL LOADING) 
TEMPS DE PREPOSITIONNEMENT ET DE MAINTIEN OES ENTREES BCO (CHARGEMENT PARALLELE) 

Loading input VCH / 
Entrt!Je de chargement V CH 

------' 

v'" '"-v'" -ov 
-~VIL 

, tset-up 'thold .. .,.. ., 
----------------------, I I r--------

Parallel loading inputs X\ I X" 
Entrees de chargement parall~/e ' I I VSS -3 V 
VEl' ..... V E8 \~ _________________________ / "----CLOCK OUTPUT PROPAGATION DELAY TI~~E 

TEMPS DE RETARD DE LA SOR.TfE HORLOGE ~¢H tf¢ 
~I .. ~~~~~~~~~~~~~~·rl_r' .. .-~---

Clock input 
Entree hOT/age 

Clock output 
Sortie hor/oge 

:..4 i I 

VIH7 \i'VSs -3V 

VIL~! 1i ________ J. I' t I 

t. 1~14------~PL~H~~~1 ! 
rep .1 i.. i VOH I 

________________ ..J.I VOL :. tpHL 
\'SS-3V 

0\ 
BCD OUTPUTS PROPAGATION DELAY TIME (ON TTL LOAD) 
TEMPS DE RETARD DES SORTIES BCO (SUR C,H~A;,;,;,;R,;;G,;;E.;T~T~L~) ________ ~""'\ 

I ~II:\ Clock input 
Entree hOT/age 

BCD outputs 
Sorties BCD 

____ -.J ~~ _____ _ 

tpLH 

il
l," rlVOH VSS -3,5 V __________________________________ ~----V~O~L. 

i. 
COUNT CONTROL SET UP TIME AND HOLD TIME 
TEMPS DE PREPOSITIONNEMENT ET TEMPS OE MAINTIEN DE L 'ENTREE COMPTAGEIDECOMPTAGE 

Clock input VVllHLtl \: \I VSS -3 V 
Entree hor1age .. !\ ------------t --~ I ' -t -------------
Up-down counting 
control 
Commande de comp
tageld6comptage 

8110 
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set-up I ' hold JI VIH~" •. ,.. i 
Counting up V SS -3 V 

V I L Comptage 
I I 
I i 

V'HI1 Counting down \1 
D6c0mptage VSS -3 V 

VIL \ __ """;-.J '-__ _ 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TIONS TYPIOUES 

Memory content Output I -I Contenu memoire Sortie 

8 4 2 A B C D E F G I- I 
0 L L L L C C C C C C B 
1 L L L H B C C B B B B 
2 L L H L C C B C C B C I-3 L L H H C C C C B B C 
4 L H L L B C C B B C C _I 5 L H L H C B C C B C C 
6 L H H L C B C C C C C 
7 L H H H C C C B B B B 
8 H L L L C C C C C C C 

'-9 H L L H C C C C B C C 
F Other (autres) C B B B C C C 

C transistor On B transistor Off I 
transistor conducteur transistor bloque 

+5 V 

~} kl2 

Any input r-
Entree quelconque f--

>- SF.F 5100 
TTL 

VDD VGG 

-10 V -15 V 
(**) Optional resistor: increases noise immunity at logic "1" 

Resistance facultative :augmente "immunite au bruit au niveau "1" 

: 5 V 

~,~ krl 

Any input r-
~_ .... .::E"-nt::.re::.:-e,,q,-,u:.:e:.:/c.::.o.::.nq,-,u:..:e-<l-...J ~ 

SF.F 5100 

SF. F 5100 

/ -I -I / / 
I I -I -I 

I- -I I -I I -I 
I_I I I I _I 

Segment outputs 
Sorties segments 

A 

B 

(*) Vacuum tube 7-segment readout 
Tube a vide 7 segments 

Liquid cristal 7-segment display 
Visualisation 7 segments par cristalliquide 

Commoll 
Commun 

Multivibrator 
Multivibrateur Q 1 J1 F 

20 Hz ~o 100 Hz!-'Q"'---___ -=-Jlr+ ___ ----' 

-10 V ~o -25 V 

9/10 
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SEF 5110 

BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

V E3 
to ()----
VE9 

VTR (") 

Transfer control 
Commande de transfert 

(") V ="1"_ latch set 
T R bl.t1IblB preposirionne 

218 

302 

VH 
External multivibrator ("clock") 
Multivibr8teuf externe ("horfage") 

VTR ="0"- latch insulated 
bistable 180M 

VS3 

-----() to 
VS9 

High amplitude buffers 
Ampllficateun forte amplitude 

rEN IDENTICAL CHANNELS 
DIX CANAUX IDENT/OUES 



PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: MP-186 ICB-681 
Boitier 

Top view 
Vue de dessus 

Thermal resistor 
Resistance thermique 

Ju netion tamb 70 0 C/W 
Janet/on ambiante 70 oe/W 

SF.F5110 
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SFJ 5110 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES 

Voltage at any input 
Tension sur une BntmB quelconque 

......................... VSS -15V 

Voltage at any output and VGG .......................... VSS - 30 V 
Tension sur une sortie que/conque sf sur V GG 

to 
II 

to 
II 

Operating temperature .......•...............•.......................... 
Temperature de fonctionnement 

Vss + 0,3 V 

Vss + 0,3 V 

Storage temperature ......•.............•................................ _55 0 C, + 125 0 C 
Temperature de stockage 

TIMING DIAGRAM (") 
D/AGRAMME DES TEMPS 

Clock input 
Entree hor/age 71H 

VIL -_ .... 

O"W", ,.,""" w,. '"""" "'I Sortie canal avec entree 8 "1" I VOH 

VOL I 
I 
I 

I I tTLH 
.1 I-

\---1 

'\ I 
tTH!:, I I 

.1 I-

'TLH.I I_ 
I I 

Y 
_____ .... 1 I 

Output channel with input~~~O~ i VOL 
Sortie canal.vee entrllell "0" I" ~ .... _____ ...; \ 
418 

304 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Any input 
EntrH qU81conqufI 

High level input voltage 
Tension d'entrH II l't1tat haut 

Low level input voltage 
Tension d'entree B r~rat bas 

Input leakage current 
Courant de fuits entf'6e.$ubstrat 

I nput capacitance 
Cspacit4 d'entrfle 

Clock input 
Entree hOT/age 

Minimum clock frequency 
Frequence d'horloge minimale 

Maximum clock frequency 
Frtlquence d'horloge maximale 

Transfer input 
Entree de transfert 

Pulse width 
Largeur d';mpu/sion 

Any output 
Sortie que/conque 

High level output voltage 
Tension de sortie a retst haut 

Low level output voltage 
Tension de sortie II I'etsr bas 

On resistance at high level 
Re~istsnce de conduction II I'tltat haut 

On resistance at low level 
R4,i'taflCfl de conduction II retst bas 

Transition time low to high level 
Temps de transition ilia croiuance 

Transition time high to low level 
Temps de transition IJ ,. dlJcroissance 

VGG power supply current per package 
Coutant de I'allmtlfltat;on V GG par boTtier 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

V IH 

V IL 

IISB 

CIB 

f 

tw 

VOH 

VOL 

RonH 

RonL 

tTLH 

'THL 

IGG 

Notel: All test with Vss =0 V and VGG =-25 V ± 10 % 
Condltion,de to .. Vss =0 VBt VGG =-25 V± 10 1'6 

Note 2 : See typical characteristic curves 
Voir courblll CBl'BCtlristiqufII typlqUBS 

SEF 5110 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS OE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

-2 VSS V 

-15 -4,2 V 

VI = -10V tamb=25°C 0,5 /lA 

VI = OV f =1 MHz 1 5 pF 

t amb = 25°C (note 2) 5 Hz 

tamb = 55°C (note 2) 30 Hz 

104 Hz 

1 /lS 

10H = -100/lA -2,5 V 

10L = +10/lA 
VGG 

VGG V VGG = -25 V -2 

f =f min 20 k!1 

f =f min 40 k!1 

Output load: 20 pF (note 2) 5 /lS 
Charge en sortie: 20 pF 

Output load: 200 pF (note 2) 15 /ls 
Charge en sortie: 200 pF 

Output load: 20 pF (note 2) 15 /lS 
ChIIrge en sortie: 20 pF 

Output load: 200 pF (note 2) 25 /lS 
Chsrgs en sortie: 200 pF 

VGG= -25 V t amb=25°C 1,2 2,5 mA 

518 
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SF.F 5110 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TIONS TYPIQUES 

+5V -20 V 

Liquid crystal display 
SyltBmB de visualisation par crl,tIII liquid. 

Decoded signal 
to be displayed 
Si_ldIc_1I V 

D-__ +-__ ~ • ..:;f"'~ • ..:.II":'''''~ _____ -IVEl SS 

I 
I 

VS11----H 

0---;-1 -----------1V E2 VS2t----+-I 

L_-T-
I 
I 
I 
~---------------
I 
I 

SF.F 5110 E 

I +5VorOV_---IVE10 VS10 
_J VTR VH 

According to logic 
(positive or negative) 
Sufvllnt /a 1000;qutl 
(pDlltlve au nlgsti .. ) 

Common 
Commun 

, L-----~L~o-a-d~-------~ 

Chs",.".."t 
1 p.F (*) 

30· 100 Hz multivibrator 
(TTL level) 
Multlvibrereur 30. 100 Hz 
(nl_TTL) 

(*) Optional capacitance if multivibrator supplies square wave signal 
CondBnUttlur fscultlltif 81 Ie multlvlbTBtflUT dill",. un rig"", CBrm 

6/8 
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TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TIONS TYPIQUES 

-r- . 11 

15kn 

a 
b 

c 
d 

e 
f 

g 

(Continued) 
(Suite) 

FOUR DIGIT MULTIPLEXED DISPLAY 

SFF 5110 

VISUALISATION A QUATRE CHIFFRES AVEC MUL TlPLEXAGE 

50 Hz multivibrator 
11°"'T'" ow power 

Multivibrareur 50 Hz 

cp (TTL 'aible consommationl 

(TTL I ) 

ttl 
~VH 

SF.F 5110 

'--FH VTR+ 

SF.F 5110 

i-'PH VTRL--

SF.F 5110 

'--yVH VTR~ 
VEl VSI 

SF.F 5110 

0--- V ES Vss VGG VTR 
VSS 

VSlO 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
9 
P 

'" ~ 
S1 .... 
.... 

>-f!: 
«!2 
-'0: 
B;<.> 
-<{ 
0., 
-,," 
«0: 
f- .... 
"'~ 
~1S 
u," 
oi!: 
3:§ 
Qo 
-'., 
f-O 
-j:: 

~~ .... 
a:<{ 
::::J:;j 
o!2 
u.:> 

Co 
Co 

mmon 
mmun Jv Jov BCD/7·segment decoder 

~!;;tiona 
Dlcodeur BCO,'7-segments 

1 1 
1 2 4 8 

BCD outputs 
Sorties BCD 

Decimal point 
Virgule 

COMPUTING LOGIC UNIT 
UNITE LOGIQUE DE CALCUL 

'---

1 234 

Digit select lines 
~/ection (/f1$ chiffrtls 

Facultati 
I (") 

f 

7/S 



SF.F 5110 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

Ptot 
ImW) 

50 

40 

30 

20 

10 

/ 
V , 

20 

tamb =25 0 C 

V 

/V 

/ 

/ 

25 

'TLH and 'TH L 

I".) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

f 1Hz) 

j 

V 

30 -vGG IV) 

L 

./ ~ V 
./' 

./' / 
~ / 

IL 
,/ 

8 
6 

4 

6 

4 

6 

4 

/ 

V 

V 
25 

V GG =-25 V 
tamb=25 0 C 

~ 
~ 4.~ 

VGG - 25V 

/ 

/ 
/ 

50 75 

o 200 400 600 800 CL IpF) 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES PRINCIPALES 

~ 

Type 

5F.F 5201 

Operating free-air 
Package temperatu re range 
BoTtier Gamme de temperature 

ambiantede fonctionnement 

TO-99 -40°C, +80°C 

General description 
Description gentirale 

The 5F.F 5201 oscillator, frequency divider is a monolithic 

MOS integrated circuit utilizing N channel silicon gate 
technology. 

Its division factor and duty cycle are programmed on custom 
requirement. 

Thanks to there structure, the output amplifiers are able to 
drive almost of current stepping moters used for clocks. 

L 'oscillateur diviseur de frequence, SF.F 5201, est un circuit inttjgre 

monofithique realise dans la techn%gie grille silicium, canal N. 

Son facteur de division et son raux de rempfissage sont programmes 

ala demande du client. 

La structure des amplificareurs de sortie leur permetde commander 

la plupart des moteurs pas a pas courants. 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Top view 
Vue de dessus 

Package: TO-99 (CB-ll) 
Boilier Voo 

SEF 5201 

OSCILLATOR - FREQUENCY DIVIDER 
OSCILLATEUR - DIVISEUR DE FREOUENCE 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Drain voltage 
Tension de drain 

MIN. MAX. 

8V 16V 

Principal features 
Donnees principales 

- low power dissipation: 

75mWatVOO= 13V 
- Number of divider stages: 23 

- Mask programmed division factor 
and duty-cycle. (*) 

- High oscillation frequency: 

typical 4 MHz 
- Low output impedance: 10011 

Application: 

Clock circuits. 

- Puissance dissipee faible . 75 mW a 

VOo=13V 

- Nombre d'etages de division: 23 

- Facteur de division et taux de remplissage 

programmables par masque. (*) 

- Frequence d'osciffation elevee : 4 MHz 

tYpique. 

- F aible impedance de sortie: 100 n 

Application: 

Circuits d'horloge. 

I 

~~~'~~~o N.C I 7 

~~~,~!: 2 6 N.C 

3 5 
Output 51 4 Output 52 

N.C : No connection 
Non connecre 

Sortie S 1 V SS Sortie S2 

(*) See: Programming of division factor and duty cycle page 2 
Voir: Programmation du facteur de division et du taux de rempJissage page 2 

74 - 6 1/4 
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SFF 5201 

TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

A and B are the oscillator inputs to which must be connected quartz, biasing resistor and frequency trimming 
capacitor. 

Les entrees A et 8 sarlt les entrees de I'oscillateur au ron doit connecter Ie quartz pilote, une resistance de pOlarisation et une 
capacite d'ajusremen t de frequence. 

c:: is the pilot oscillator period 
'C' est la periode de I'oscillateur pilote 

n n-----+ IOL 

______ ----lj lOrnA 

Output 1 
Sortie 1 

Output 2 
Sortie 2 

! i n------l-------+ IOL 

I I i I T I OmA 
I.. I T ~!... I ~I 
~ ~ I 

PROGRAMMING OF DIVISION FACTOR AND DUTY CYCLE 
PROGRAMMA TlON DU FACTEUR DE DIVISION ET DU TAUX DE REMPLISSAGE 

Programming code SF.F 5201 NIP 
Code de programmation 

Division factor t =2N 19';; N';; 22 15';;N';;18 
Facteur de division 

Duty cycle t = 1/2P N·P >14 N·P>1O raux de remplissage 

Illustration of the electric diagram corresponding to the version: SF.F 5201 22/8 
Exemple de schema tHectriqutl correspondant a la version: SF.F 5201 2218 

11';;N';;14 

N· P >6 

Oscillator 
OscHiateur 

"0" flip·flop used as dividers by two 
23 bascules D utilisees en diviseurs par deux 

Decoder and output buffer 
Decodage + ampl; de sortie 

SF.F 5201 22/8 

Rosc 

A 

sL------l 

2/4 
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SFF 5201 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

---- ----

Operating free-air temperature range t 
Gamme de temperature de fonctionnement oper 

-------- - -----~----------

VALUES 
VALEURS 

Storage temperature t stg -550C, -;-1250C 
I Temperature destocka~ ___________ -+ ______ --l---- ______________ _ 

Power dissipation Ptot 400 mW@ tamb = 80°C 
,Puissance dissipee , 

----------- -------+-------f-----------------------1 
Voltage at inputs and VOO 
Tension sur les entrees et V DO VSS +20V ';;V';;VSS -0,3 V 

Voltage at "off" outputs VSS +20 V';; V';; VSS -0,3 V 

1 Tension su.r_~~~_~:~~_b~~~~ _____ _______ .L _______ J, ___ _ 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTR/OUES 

tamb = -40°C ~ + 80°C 
VOO = 12 V ± 4 V 

unless otherwise specified 
$Suf indications contraires 

----- ---- ---~- -----,---

SYMBOLS TEST CONOITIONS ~:L~~~~ UNITS
s
! PARAMETERS 

PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE UNITES 
_ MESURE __ __ MIN_ TYP. ~~t------j e---- ------------ --- ---

Oscillation frequency 
Frequence d'oscilfation f 

>--. ---- -
VOO power supply current 

100 Consommation sur V DO 

On resistance of the outputs 
rOSlon) Resistance de sortie a /'etat passant 

Leakage cu rrent of "fa Ise" output 
10SB Courant de fuite de sortie bloquee 

---'--

TYPICAL APPLICATION (*) 
APPLICA nON TYP/OUE 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Oscillation frequency 
Fniquence d'oscillation 

Oscillator resistance 
Resistance d'osci/Jateur 

Oscillator capacitances 
Capacites d'oscillateur 

Oscillator stability from VOO = 8 V to VOO = 16 V 

I 

Stabilite en tension de I'oscillateur de V DD = 8 Va v DO = 16 V 

* See electrical diagram 
Voir /e schema electrique ci-contre 

VOO = 8 V 5 MHz I 

VOO = 12 V 12 MHz 

VOO=12V 4,5 6 rnA 

VOO=8V , 
50 100 Q VOL =VSS +1V 

(a tamb = 25'C 
10 iJ.A 

Vo = 16V 

-------

SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VALEURS 

f 4,194.304 MHz 

._-- ---- ---

Tose 22 kQ 

--- ---. 

C 60 pF 

Cl 56 pF 

C2 68 pF 

'" TIT 0.510-6 

.--._--
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SF.F 5021 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TIONS TYPIOUES 

STEPPING-MOTOR CLOCK 
HORLOGE A MOTEUR PAS A PAS 

rose 

D 

C2 C 

B 

Bipolar monophase motor 
Moteur monophase bipolaire 

v+ 
rose 

0 
B 

C2 C 

Unipolar biphase motor 
Moteur diphase unipolaire 

o 
B 

C2 C 

SF.F 5201 

SF.F 5201 

VSS 

SF.F 5201 

- Unipolar monophase motor 
Moteur monophase unipo/aire 

18 kit.;: Rose';: 47 kH 
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Read only memories 
and standard codes 
Memoires a lecture seule 
et codes standards 
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General considerations on memories 
Generalttes sur /es memoires 

What is the place of read memories in the fam i Iy of 

semiconductors memories? The following paragraphs 

constitute an effort to answer this question. Several 

terms must be previously defined: 

THE MEMORY FUNCTION 

In any processing operation whatever, the raw 

materials must be stored at a time or another. In the 

special case of digital information processing, the 

processed data may be either initial values or inter

mediate values (for instance, carryover in an opera

tion, processing programs, etc. .). The various 

languages used in a data processing system require the 

use of converters which, here again, necessitate some 

storage capacity. 

THE DIFFERENT TYPES OF MEMORIES 

The so-called "read-write" memories (which means 

that the two "read" and "write" functions are 

possible) are used to store computation values 

(initial, intermediate, final values, etc 

instruction orders. 
.J and 

These applications differentiate such devices from 

the so-called "read only" memories (ROM) in which 

only the "read" function exists. The information 

stored in such memories is programmed at the time 

of their manufacture by means of a mask. Models 

are available which enable the user to select a 

program under certain conditions. Applications of 

such read only memories will therefore be found 

in code converters, function generators, etc ... 

The" content addressable memories", still scarcely 

developed in 1974, represent a new philosophy in 

this field, the circuit being addressed by a portion 

of the content (key) to retrieve the content in its 

whole (CAM = content addressable memories). 

THE OPERATING MODE 

The information to be memorized is stored either in a 

flip-flop (static operation) or in the structural capaci

tance existing on the gate of a MOS device (dynamic 

operation). This latter mode of operation requires a 

periodical regeneration of the information so as to 

compensate for the structural capacitance discharge. 

Comment se situent les memoires mortes MaS dans la 
famille des memoires a semiconducteurs ? Les 
paragraphes suivants essaient de repondre a cette 
question. Plusieurs termes doivent etre prealablement 
definis : 

LA FONCTION MEMO/RE 

Dans tout traitement quel qu'il soit, il est necessaire a 
un moment ou a un autre de stocker des materiaux 
bruts. Dans Ie cas particulier du traitement digital de 
!'information les donnees traitees sont auss; bien des 
valeurs initiales que des valeurs intermediaires (par 
exemple: retenue d'operation, programmes de traite
ment, etc . .. ). Les differents langages utilises dans un 
ensemble a traiter !'information exigent des convertis
seurs qui, /iJ egalement, necessitent une certaine capa
cite de memoire. 

LES D/FFERENTS TYPES DE MEMO/RES 

Les memo ires dites "vives" (c'est-a-dire dans 
lesquelles les deux fonctions : ecriture et lecture 
sont possibles) sont utilisees pour stocker des 
valeurs de calcul (valeurs initiale, intermediaire, 
finale, etc .) et des orc(res d'instruction. 

Ces applications les differencient des memoires 
dites "mortes" (ROM: read only memories) dans 
lesquelles seule /a fonction "Iecture" existe. Le 
contenu de telles memoires est inscrit par masque 
au cours de la fabrication du dispositif. Des modeles 
existent qui permettent une programmation par 
/'u tilisateur dans certaines conditions. Ces memo ires 

mortes trouveront donc des applications dans les 
convertisseurs de code, les generateurs de fonction, 
etc . .. 

Les memoires "associatives" encore peu develop
pees actuellement (1974) representent une philo
sophie nouvelle dans ce domaine : ce circuit est en 
effet adresse par une partie du contenu (cJe) pour 
retrouver lecontenu dans sa totalitti (CAM: content 
addressable memories). 

LE MODE DE FONCTIONNEMENT 

L'information a memoriser peut etre stockee soit 
dans une bascule (fonctionnement statique), soit dans 
la capacite de structure presente sur la grille d'un 
MOS (fonctionnement dynamique). Ce dernier mode 
de fonctionnement necessite une regeneration perio
dique de I'information pour compenser la dtkharge de 
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This applies to read·write memories. The problem is 
different in read only memories where the stored 
information (0 or 1) is defined by the absence or 
presence of a MOS transistor : operation is static in 

most applications. 

ADDRESSING 

Addressing can be either parallel (random accessl. 
such as in the case of all the read only memories and 
RAM (random access memories) or serial as in the 
case of registers. In this type of memory, the address 
of the information is then defined as the position of 
the bit in the serial storage point string which consti· 
tutes the register. The following combined serial· 
parallel addressing devices may be devised: multiple 
registers (4 x 256 dynamic or 2 x 64 static register), 
read only memory character generators are examples 

of such addressing. 
The following table sums up the different types of 
semiconductors memories. 

Type 
(function 
performed) r--
(fonction 
realiseeJ 

Read 
Write 
Lecture 
Ecriture 

la capacite de structure. Ceci s'applique aux memoires 
vives. Ce probleme est pose differemment dans les 
memoires martes oti c'est I'absence au la presence 
d'un transistor MOS qui definit !'information memo· 
risee (0 au 1) : Ie fonctionnement est statique dans 
la majoritti des utilisations. 

L'ADRESSAGE 

" peut se faire soit en paralli!ie (adressage aleatoire) : 
ce sera Ie cas de toutes les memoires mortes et de 
toutes les RAM (random access memories), soit en 
mode serie : ce sera alors Ie cas des registres. Dans ce 
type de memoire, I'adresse de !'information est alors 
definie comme la position du bit dans la chaine de 
points memoire en Slirie qui constitue Ie reg/stre. Des 

adressages mixtes serie-paralltlle sont concevables: 
registre multiple (4 x 256 dynamique ou 2 x 64 
statique), les generateurs de caractere a memoires 
mortes sont des exemples d'un tel adressage. 
Le tableau ci·joint resume les differents types de 
memoires a semiconducteurs. 

Associative 
memory 
Memoire 
associative 

Read 
only 
Lecture 
seule 

Operating 
mode 
Mode de 
fonctionnement 

Dynamic 
Dynamique 

Static 
Statique 

Dynamic 
Dynamique 

Family of 
products 
Famillede 
produits 

Sescosem 

RAM 
statique 

register 
Registre 
statique 

type products r-- SF. F 42064 
ProdUIt> type SF.F 80102 
Sescosem 

2/2 

316 

Dynamic 
RAM 
RAM 
dynamique 

Dynamic 
register 
Registr6 
dynamiqu6 

ROM 

SF.F 31402 SF.F 70611 

etc . .. 



Read only memories 
Memoires mortes 

INTRODUCTION 

Thisfamily uses low threshold p. channel technology. 
The information stored in a read only memory (ROM) 

is programmed at the time of its manufacture by. chan· 
ge in one mask. Once programmed the information 
cannot be changed. It can be read out in a static way 
without clocks and as often as desired. These circuits 
are a good substitute for diode matrix or core memo

ries as far as cost, size and capacity are concerned. 

MOS ROM STRUCTURE 

The three essential parts of a read only memory are: 
- Decoder 
The binary address is decoded and makes an XV 
selection in the matrix. (one pair of XV per bit in the 
word). 
- Memory matrix 

These matrix contain as many M 0 S transistor loca

tions as there are bit in the memory. The two states 
of information ("0" and "I") are realized in the 
matrix by making a M 0 S transistor with thin oxide 
or thick oxide. The programmation is made during 
device fabrication. 
- Buffer 
There are as many buffers as there are bit in one 

word. These buffers supply output level for external 
circuitry. 

For many circuits a fourth part allows a change in the 
number of bit per word and the number of words. For 
example the same circuit can give either 12B words of 
8 bit or 256 words of 4 bit. This change is made by a 
"control mode" pin. 

All these circuits have a chip select which permits 'the 
parallel utilization of several memories. 

The memories of the family are entirely static and 
don't require any clock. 
The information is available at the output after a 
typical access time and remains valid as long as the 
input address remains unchanged. Data may change 
during access time. The access time is defined as the 
time required for a valid output to appear after a 
valid input has been applied. 

INTRODUCTION 

Cette famille utilise la technologie M 0 S a canal P II 
faible seuil. L'information contenue dans une memoi· 
re morte (ROM) est elaboree a I'aide d'un masque de 
codage au cours du processus de fabrication. Une fois 
inscrite, !'information ne peut litre modifiee. Elle peut 
litre lue en permanence de maniere statique (aucune 
hor/oge de commande) et autant de fois que I'on desi· 
reo Ces circuits remplacent avantageusement les matrices 
de diodes ou les memoires a "tores" sur Ie plan du 
coOt, de I'encombrement et de la capacite. 

STRUCTURE D'UNE MEMOIRE MORTE 
MOS 

Les trois parties essentielles d'une memoire morte sont : 
- Le decodeur 
L 'adresse binaire est dtJcodee et donne lieu a une 
slHection XY dans la matrice (un couple XY par bit 
du mot). 
- La matrice de points memoires 
Cette matrice contient au tan t de positions de transistors 
M 0 S qu'it y a de bits dans la memoire. Les deux etats 
de !'information ("0" et "1") sont obtenusll I'interieur 
de cette matrice par realisation d'un M 0 S sur oxyde 
mince ou sur oxyde epais. Le codage est done fait duo 
rant Ie processus de fabrication. 
- Les amplificateurs de lecture et de sortie 
/I ya autant d'amplificateurs qu'it y a de bits dans un 
mot. Ces amplificateurs assurent les niveaux de sortie 
pour I'utilisation par des circuits exterieurs. 

Pour quelques circuits une quatrieme partie permet 
d'effectuer un changement du nombre de bitpar mot 
et du nombre de mots. Par exemple Ie m{}me circuit 
donne soit 128 mots de 8 bits soit 256 mots de 4 bits. 
Ce changement de format est effectue II raide de la 
commande "contrfJle de mode". 

Tous lescircuitspnt uhe entree d'inhibition qui permet 
I'utilisation en parallele de plusieurs memoires. 

Les memoires de la famille sont entierement statiques 
et ne necessitent aucune horloge de commande. 
L'information est disponible en sortie apres un temps 
d'acces typique et reste valide tant que radresse ne 
change pas. L'information peut changer durant Ie 
temps d'acces. Le temps d'acces est detini comme Ie 
temps necessaire pour obtenir une sortie valide apres~ 
application d'une adresse d'entree. 
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TYPICAL APPLICATIONS 

The most common areas of applications are: 
- Look·up tables 
In this case output generally is a digital expression of a 
mathematical function. For example : Y = sine x, x 
varying from 0 to ,,/2 with a ,,/512 step. 

8 address bit are the binary value of angle and output 
is the binary value of the corresponding sine. 

- Code conversion 

Code conversion is the translation of a same symbol 
between one code and another. For example : 
translation of alphanumeric characters between Holle· 
rith code and ASCII code. 
- Microprogramming 
In microprogramming a routine is directly programmed 
instead of being described. In this application ROM 
replace hard wired programs. 

- Character geneeator 
Alphanumeric characters can be visually reflresented 
by use of nixie tubes, a dot matrix,or segment displays. 
A ROM therefore can be used to generate a dot 
matrix for the binary address of corresponding 
character. Two types of presentation are possible: 
Row generation or column generation. 

-Random logic 
I n a general way memory output can be a boolean 
function of the input. Therefore it is possible to gene· 
rate any boolean function by coding the memory. 
The ROM code is the look·up table of the desired 
function. 

SESCOSEM ROM 

SF.F 70710 

SF.F 70611 

SF.F 70560 

SF.F 70660 

SF.F 70700 
and 70701 
SF.F 70612 

2/3 

318 

1024 bit read only memory (256 x 4) 
or (128 x 8) 
2048 bit read only memory (256 x 8) 
or (512 x 4) 
2560 bit read only memory (512 x 5) 
or (64 x 8 x 5) 
2560 bit read only memory (512 x 5) 
or (256 x 10) 
3072 bit read only memory (256 x 12) 

4096 bit read only memory (512 x 8) 
or (1024 x 4) 

APPLICA TlONS TYP/QUES 

Les applications typiques des memoires mortes sont : 
- Les tables de verite 
Dans ce cas la sortie est generalement rexpression 
digitale d'une fonetion mathtimatique. Par exemple : 
Y = sin x, x variant de 0 II ,,/2 avec un pas de ,,/512. 

Les 8 bits d'adresse representent la valeur binsire de 
rangle normalise et la sortie la valeur binaire du sinus 
correspondant 
- Le transcodage 
On entend par transcodage Ie passage d'une represen· 
tation d'une grandeur II une autre representation de 
la meme grandeur. Par exemple : passage des caracte· 
res alphanumeriques du code Hollerith au code ASCII. 
- La microprogrammation 
En microprogrammation un algorithme est programme 
directement et non dticrit Les memoires mortes rem . 
placent dans ce type d'application les programmes cB· 
bles. 

- Le generateur de caracteres 
Les caracteres alphanumeriques peuvent etre visuali· 
ses a raide de tubes nixie, d'une matrice de points 
au de tubes a segments. Une memoire morte peut 
done Itre utilisee pour engendrer les points d'une 
matrice en fonction de radresse binaire du caracte· 
re correspondant Deux types de presentation exis· 
tent : generation ligne par ligne au colonnes par 
colonnes. 
- La logique aleatoire 
D'une maniere generale les sorties d'une memoire 
morte peuvent etre une fonction booleenne de rentrt!e 
" est done possible d'engendrer n'importe quelle 
fonction par codage de fa memoire. Le code de fa 
memoire represente fa table de verite de la fonetion 
desirt!e. 

MEMO/RES MORTES SESCOSEM 

SF.F 70710 

SF.F 70611 

SF.F 70560 

SF.F 70660 

SF.F70700 
et 70701 

SF.F 70612 

Memoire morte 1024 bits (256 x 4) au 
(128 x 8) 
Memoire morte 2048 bits (256 x 8) au 
(512x 4) 
Memoire morte 2560 bits (512 x 5) au 
(64x8x5) 
Memoire morte 2560 bits (512 x 5) au 
(256 x 10) 
Memoire morte 3072 bits (256 x 12) 

Memoire morte 4096 bits (512 x 8) au 
(1024 x 4) 



CAPABILITIES 

Severel possibilities are offered corresponding for 

some type of circuits: 

SF.F 70710 

Outputs with bare drain or outputs with MOS load 
(from 20 kll to 100 HI on custom requirement). 

SF.F 70611, SF.F 70660 (256xl0) and SF.F 70612 
(1024x4) 

3 chip select may be coded on custom requirement 

and therefore allow the simultaneous use of 8 chips 

without external logic. 

SF.F 70660 (512x5) 

2 chip select may be coded on custom requirement 
and offer the same possibilities: simultaneous use of 

4 chips without external logic. 

SF.F 70701 

3 chip select coded on custom requirement for use of 

8 ch ips without external logic and two power suppl ies 

for low power application. 

SF.F 70700 

3 chip select coded on custom requirement for use of 

B chips without external logic and one power supply. 

SF.F 70612 (512xB) 

4 chip select coded on custom requirement for use of 

16 chips without external logic. 

POSS/B/LITES 

Plusieurs possibilites sont offertes suivant Ie type de 
circuits: 

SF.F 70710 

Sorties a drain ouvert au sorties avec MOS de charge 
(de 20 kll II 100 kll suivant Ie choix du client). 

SF.F 70611, SF.F 70660 (256xI0) et SF.F 70612 
(1024x4) 

3 entrees d'inhibition peuvent etre codees II la deman
de du client et permettent ains; Ie traitement simu/ta
ne de 8 boitiers sans logique exterieure. 

SF.F 70660 (512x5) 

2 entrees d'inhibition peuvent etre codees II la deman
de du client et offrent les memes possibilites de traite
ment simultane de 4 boitiers sans logique exterieure. 

SF.F 70701 

3 entrees d'inhibition codees a la demande du client 
permettant Ie traitement simultane de 8 boitiers sans 
logique exterieure et deux tensions d'alimentation 
pour application faible puissance. 

SF.F 70700 

3 entrees d'inhibition codees II la demande du client 
permettant Ie traitement simultane de 8 boWers sans 
logique exterieure et une tension d'alimentation. 

SF.F 70612 (512x8) 

4 entrees d'inhibition codees II la demande du client 
permettant Ie trairement simultane de 16 boWers 
sans logique exterieure. 
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ROM coding format 
Format de codage des ROM 

The customer can use four presentations: 
Written data sheet (see page 332) 

Punched cards 

Punched tape kind n° 1 
Punched tape kind nO 2 

DEFINITIONS 

1 - LOGIC DEFINITION 

The customer defines the kind of logic he wants. 

I Positive or negative I 

2 - INPUT· OUTPUT LSB DEFINITION 

For all circuits and for data writing: 

AD and 01 are always the least significant bit 

This definition is independent of the real logical signi· 
fication of input·output. It is forced by the coding 

format. 

The numbered output bit and the numbered address 

lines apply to Sescosem's signal labels and not to 

package pin numbers. 

WRITTEN DATA SHEET FORMAT 

This kind of presentation is illustrated by data sheets 

at the end of the present section and available in any 

Sescosem sales office. 

Upon receipt of data sheets, Sescosem will punch 

computer punched cards and return to the customer 

a copy of the computer generated truth table. 

If any errors are discovered notify Sescosem immedia

tely. Delivery starts after written customer agreement. 

PUNCHED CARDS FORMAT 

1 - COMMENT CARDS 

Any comment cards with a "*" in first column may 

be inserted. 

Le client a a sa disposition quatre presentations: 
Donnees manuscrites (voir page 332) 

Cartes perforees 

Ruban perfore type n° 

Ruban perfore type n° 2 

DEFINITIONS 

1 - DEFINITION DE LA LOGIOUE 

Le type de logique est laisse au choix du client. 

I Positive ou negative I 
2 - DEFINITION DES POIDS FAIBLES ENTREE· 

SORTIE 

Pour tous les circuits et pour I'ecriture des donnees. 

AD et 01 sont toujours les bits de poids 

Ie plus faible 

Cette definition est independante de la signification 

/ogique rdelle des entrees-sorties. E lie est imposee par 
les formats de codage. 

La numerotation des bits et celie des entrees d'adresse 
correspondent aux etiquettes Sescosem et non au 
numero de broche du boTtier. 

FORMA T DE DONNEES MANUSCRITES 

Ce type de presentation est illustre par les feuilles de 

codage situees en fin de la presente section et dispo
nibles aupres des differents services commerciaux 
Sescosem. 

Apres reception de ces feuilles Sescosem effectue la 

perforation de cartes et retourne au client une copie 

de la table de verite prise en compte par Ie calculateur. 

Si une erreur intervient, averti, Sescosem. Le de/aj 

de livraison est compte apres I'accord tierit du client. 

FORMA T DES CARTES PERFOREES 

1 - CARTES COMMENTAIRES 

Des cartes commentaires peuvent etre utilisees a I'aide 
d'un "*" en premiere co/anne. 
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These cards give informations upon customer (address

city ... ) and kind of ROM. 

2 - DATA CARDS 

2.1 - Three possibilities are offered: 

Decimal address and decimal output. I n this case 

the output must be equivalent to the binary output 

desired with 01 as least significant bit. 

Decimal address and binary output. 

Binary address and binary output. 

2.2 - Size and general rules: 

The 80 columns of punched card may be used. 

For all circuits AD and 01 are the least significant 

bit for writi ng code. 

I nput and output are considered as integers, with 

least significant bit on the right. Zero on the left 
may be omitted. 

Nul word may be omitted. 

All outputs must be in parenthesis, and if they 
follow one another they must be separate by a 

comma. 

Outputs into a same parenthesis necessarily corres· 

pond to consecutive addresses. 

An output cannot be separated in two parts on two 

different punched cards. 

Blanks are not interpreted. 

For decimal address-decimal output presentation, 
character D must be present in first column of the 

punched card. 

For binary address-binary output presentation chao 
racter B must be present in first column of the 

punched card. 

Comments may be introduced with a "*" in first 

column. 

The last character of a punched card must be a 

closed parenthesis. 
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Ces cartes donnent les informations concernant Ie 
client (adresse, ville ... J et Ie type de memoire. 

2 - CA RTES DE DONNEES 

2.1 - Trois possibilites sont offertes : 

Adresse decimate, sortie decima/e. Dans ce cas, /a 
sortie doit etre /'equivalent de la sortie binaire 
desiree avec 01 comme bit de poids Ie plus faible. 

- Adresse decimale, sortie binaire. 

- Adresse binaire, sortie binaire. 

2.2 - Format et regles generales 

- Les 80 colonnes de la carte peuvent etre utilisees. 

- Pour taus les circuits, AO et 01 sont les bits de 
poids Ie plus faible pour /'ecriture du code. 

Les entrees-sorties sont considerees comme des 
en tiers, avec Ie bit de poids Ie plus faible a droite. 
Les zeros a gauche peuvent etre omis. 

Une information nulle peut etre omise. 

Toutes les sorties doivent etre entre parentheses et 
si elles se suivent, elles doivent etre separees par 
une virgule. 

Les sorties situees a /'interieur d'une meme paren· 
these correspondent necessairement a des adresses 
consecutives. 

Une sortie ne peut etre repartie sur deux cartes 
differentes. 

Les blancs ne sont pas interpretes. 

Pour la presentation sous forme adresses et sorties 
declmales, Ie caractere D doit figurer en lere 
colonne de la carte. 

Pour la presentation sous forme adresses et sorties 
binaires, Ie caractere B doit figurer en 1 ere colonne 
de /a carte. 

Les commentaires peuvent etre introduits dans les 
donnees par un "*" en 1ere colonne. 

Le dernier caractere d'une carte doit etre une 
parenthese fermee. 



2.3 - Example 

Write this look·up table 

2.3 - Exemple 

Ecrire la table de verite suivante : 

Input Output 
Entree Sortie 

08 ......... 030201 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 1 1 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 1 0 0 
4 0 0 0 0 0 1 0 1 
5 0 1 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 1 1 1 1 0 0 

1st presentation : Decimal address and output 
Tere presentation: Adresse et sortie decimales 

D 0 (3,7) 3 (4, 5, 64) 7 (60, ....... ) 

-r 
Outputs for 
addresses: 
Sorties pour 

3,4,5 
' •• IId' ..... : • 

1st column decimal Address 7 
addresses and outputs Ad' .... 7 
1~ co/anne entrees ef 

sorties d#Jc;male, 

Addresses 2 and 6 
omitted outputs = 0 
AdreSSfls2et6 
omises sorties iJ r~tat "0" 
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2d presentation: Decimal address-binary output 
2eme presentation: Adresse decimale, sortie binaire 

r'"'' 
3 (100, 101, 1000000) 

-------r--
Outputs for addresses: 
Sorties pour 1ft adrllSlfi: 

3,4,5 

Address 0 
Adrtl8S80 

Addresses 2 and 6 
omitted outputs =0 
Adrellfls2et6 
omise. sorties IJ r~tBt "0" 

Address 7 
Adresse 7 

3d presentation : Binary address and output 
3tlme presentation: Adresse et sortie binaires 

B 0 (11,111) 

1st column binary addresses 
ana outputs 
1~colon". sdrea. et IOrria 

binairw 

11 (100,101,1000000) 111 (111100, ........ ) 

t:=C:s: 
SortiBS pour IBs adrtl88tll: 

3,4,5 

Binary equivalents 
of addresses 3 and 7 
Equilf.'tlfft, bins;"" 
de.sd_3.t7 

Addresses 2 and 6 
omitted outputs = 0 
Ad,.....2ot6 
omilflllOrt;'s .. 1'4t11t "0" 

Comments 
Commentaires 

SESCOSEM, 50 rue Jean-Pierre Timbaud - COURBEVOIE 

* 

* t 
1st column 
1 c%nne 

Phone: (1) 788 - 50 - 01 

Code: Y =sin X 



PUNCHED TAPE FORMAT N° 1 

1 - GENERAL RULES 

1.1 - Tapes are prepared using 8 levels AS C II 
code as prpduced by an ASR 33 teletype. Character 

perforation number must be even. 

1.2 - Tape must be black or very opaque. 

2 - FORMAT 

2.1 - The tape may contain a leader without carae-

ter number limitation. 

This leader must not contain character B immediately 

followed by a "N" or a "P". 

This leader may be comments upon customer and 

ROM or rubbed·out tape. 

2.2 - After the leader the tape contains data field 
for each word of ROM. 

These data fields correspond to the natural binary 

sequence of ROM addresses (0, 1, 2. . .... n). 

Address 0 = all address lines in the most negative level 

Address maximum = all address lines in the most 

positive level. 

No permutation are allowed. 

2.3 - The first character of a data field is the letter 
"8", the last character the letter "F". 

2.4 - The data in a data field is a train of characters 

"N" or "P" (one character for each output bit in the 
ROM). 

2.5 - No other character except 8, N, P or Fare 

allowed in a data field. 

2.6 - The first character P or N of a data 

corresponds to the most significant bit of the ROM, 
i.e. the highest numbered output bit. 

FORMA T DE RUBAN PERFORE N° 1 

1 - REGLES GENERALES 

1. 1 - Les rubans sont en format A SCI I a 8 
moments tel que celui produit par un teletvpe ASR 33. 
Le nombre de perforations par caractere doit etre 
pair. 

1.2 - Le ruban doit etre noir ou tres opaque. 

2- FORMAT 

2.1 - Le ruban peut contenir un en-tete sans limi-
tation du nombre de caracteres. 

Get en-tete ne doit pas contenir de caractere 8 suivi 
immediatement d'un "N" ou d'un "P". 

Get en-tete peut etre des commentaires concernant Ie 
client et la memo ire ou une serie de caracteres effaces 
(rubbed·out). 

2.2 - Apres I'en·tete, Ie ruban contient Ie champ 
de donnees pour chaque mot de la memo ire. 

Ges champs de donnees correspondent a la sequence 
binaire nature"e des adresses de la memoire (0, 1,2 .. 
n). 

Adresse 0 toutes les entrees d'adresse a I'tHat Ie 
plus negatif. 

Adresse maximum = toutes les entrees d'adresse a 
I'etat Ie plus positif. 
Aueune permutation n'est autorisee. 

2.3 - Le premier caractlke d'un champ de donnees 
est la lettre "8", Ie dernier caractere la lettre "F". 

2.4 - L'information dans un champ de donnees 
est une suite de lettres "N" ou "P" (un caractere par 
chaque bit de sonie de la memoire). 

2.5 - Aucun autre caractere hormis 8, N, P ou F 
n'est autorise dans un champ~de donnees. 

2.6 - Le premier caractere P ou N d'une donnee 
correspond au bit de sortie de poids Ie plus fort, c'est· 
a-dire, la sortie portant Ie numero Ie plus eleve. 
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The last character P o. N of a data corresponds 

to the least significant bit of the ROM, i.e. the lowest 

numbered output bit (01). 

Between the first and the last character of a data, 

other outputs are described in decreasing sequence. 

2.7 - P character corresponds to the most positive 

output level. 

N character corresponds to the most negative output 

level. 

2.8 - Between data fields comments may be inser-

ted. 

These comments must not contain 8 or F characters. 

Characters like "carriage return" and "line feed" may 

be used to facilitate tape listing. 

2.9 - If in preparing tape an error is made, the 
entire data field including Band F must be rubbed· 

out. 

2.10 - Following the last data field, a trailer of 

characters or rubbed-out tape may appear. 

Example 

ROM SF.F 70612 512x8 

Address 0 
Adresse 0 

Data field 0 

Address 1 
Adresse 1 

Data field 1 

Le dernier caractere P au N d'une donmie correspond 

au bit de sortie de poids Ie plus faible, c'est.a-dire, la 
sortie portant Ie numero Ie plus petit (01). 

Entre Ie premier et Ie dernier caractere d'une donmie, 
les autres sorties sont decrites dans I'ordre decroissant. 

2.7- Le caractere P correspond a un etat de sortie 
Ie plus positif. 

Le caractere N correspond a un etat de sortie Ie plus 
negatit. 

2.8 - Entre les champs de donnees des commentai
res peuvent etre places. 

Ces commentaires ne doivent contenir ni caractere B 
ni caractere F. 

Les caracteres "retour char;ot" et "avance Hgne" 
peuvent etre utUises pour faciHter la mise en page de 
la lecture du ruban. 

2.9 - Si au cours de I'elaboration du ruban une 
erreur est comm;se Ie champ de donnees au complet 
dOlOt etre efface y compris les caracteres Bet F. 

2. 10 - A la suite du dernier champ de donnees un 
.f;nal const;tue de caracteres au de caracteres effaces 
peut apparaitre. 

Exemple: 

ROM SF.F 10612 512x8 

Address 511 
Adresse 511 

Data field 511 
Champ de donnees a Champ de donnees 1 Champ de donnees 511 

Leader 
En-t§te 
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,. 
r "\ c L 
BNPNPNNNPF R F 

Start character 
Caractere de depart 

Stop character 
Charactere final 

" / "\ c " L / 
BNPNNNNPNF R 

08 

L:.:. :.~ "''' 
01 

Carriage return 
Retour chariot 

Avance ligne 

Trailer 
Final 



PUNCHED TAPE FORMAT N" 2 

1 - GENERAL RULES 

1.1 - Tapes are prepared using 8 level AS C II 

code as produced by an ASR 33 teletype. Character 

perforation number must be even. 

1.2 - Tape must be black or very opaque. 

2 - FORMAT 

2.1 - The tape may contain a leader without carae-

ter number limitation. 

This leader must not contain the following sequence: 

Line feed Aaaa or line feed Aaaaa. 

This leader may be comments upon customer and 

ROM or rubbed·out tape. 

2.2 - After the leader the tape contains fields for 

each word of ROM. 

These fields correspond to the natural binary sequence 

of ROM addresses (a. 1 . . . n) see later. 

No permutation are allowed. 

2.3 - A full field contains: 

the address field 

the data field 

the parity field 

2.4 - Address field 

2.4.1 - Address field is a train of 4 or 5 characters : 

4 characters if the total number of ROM addresses 

or words is less than 1000. 
5 characters if the total number of ROM addresses 

or words is more than, or equals 1000. 

All characters must be present. 

FORMA T DE RUBAN PERFORE N" 2 

1 - REGLES GENERALES 

1.1 - Les rubans sont en format AS C II a 8 

moments telqueceluiproduitparun teletype ASR 33. 

Le nombre de perforations par caractere doit etre 
pair. 

1.2 - Le ruban doft etre no;, au tres opaque. 

2- FORMAT 

2. 1 - Le ruban peut contenir un en-tete sans limi-
tation du nombre de caracteres. 

Get en-tete ne doit pas contenir la succession de 
caracteres suivante : 

A vance ligne AOOO ou Avance ligne A 0000. 

Get en-tete peut etre des commentaires concernant Ie 
client et la memoire ou une serie de caraCUJres effaces 
(Rubbed-out). 

2.2 - Apres ten-tete Ie ruban contient les champs 
de chaque mot de la memoire. 

Ges champs correspondent a la sequence binaire 
naturelledesadressesde la memoire (0,1 ........ n) 

voir plus loin. 

Aucune permutation n'est autorisee. 

2.3 - Un champ complet comprend: 
Ie champ d'adresse 
Ie champ de donnees 
Ie champ de parite 

2.4 - Champ d'adresse 

2.4.1 - Le champ d'adresse est une suite de 4 au 5 
caracteres : 
- 4 caracteres si !e nombre total d'adresses de la 
memoire ou de mots est inferieur a 1000. 
- 5 caracteres si Ie nombre total d'adresses de la 
memoire ou de mots est superieur au ega! a 1000. 

Taus les caracteres doivent etre presents. 
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2.4.2 - Characters of an address field are "A" 
followed by decimal expression of address. 
Ex : A023 words number < 1000 

A0154 words number;;' 1000 

2.5 - Data field 

2.5.1 - The data in the data field is a train of charac· 
ters "0" or "I" (one character for each output bit in 
the ROM). 

No other characters are allowed. 

2.5.2 - The first character "0" or "I" of a data 
corresponds to the most significant bit of the ROM, 
i.e. the highest numbered output bit. 

The last character "0" or "I" of a data corresponds 
to the least significant bit of the ROM, i.e. the lowest 
numbered output bit (01). 

Between the first and the last character of a data, 
other outputs are described in decreasing sequence. 

2.5.3 - For a positive logic 

"0" corresponds to the most negative output level. 

"I" corresponds to the most positive output level. 

Address 0 = all address lines in the most negative level 

Address maximum = all address lines in the most 
positive level. 

2.5.4 - For a negative logic 

"0" corresponds to the most positive output level. 

"I" corresponds to the most negative output level. 

Address 0 = all address lines in the most positive level. 

Address maximum = all address lines in the most 
negative level. 

In both case the numbering of addresses is made with 

AO = least significant bit and the highest numbered 
address line = most significant bit. 

2.5.5 - Between address field and data field one 
space is inserted. 
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2.4.2 - Les caracteres d'une adresse sont : "A" suivi 
de rexpression decimale de radresse. 
Ex: A023 nombre de mots < 1000 

A0154 nombre de mots;;' 1000 

2.5 - Champ de donnees 

25.1 - L'information dans Ie champ des donnees 
est une suite de "0" ou de "1" (un caractere par bit 
de sortie de la memoire). 
Aucun autre caractere n'est autonse. 

25.2- Le premier caractere "0" ou "1" d'une. 
donnee correspond au bit de sortie de poids Ie plus 
fort, c'est·tJ.cJire, la sortie portant Ie numero Ie plus 
eleve. 

Le dernier caractere "0" ou "1" d'une donnee corres· 
pond au bit de sortie de poids Ie plus faible, c'est·tJ.cJire 
la sortie portant Ie numtiro Ie plus petit (01). 

Entre Ie premier et Ie dernier caractere d'une donnee, 
les autres sorties sont dkrites dans I'ordre decroissant. 

25.3 - Pour une logique positive 

"0" correspond tJ retat de sortie Ie plus negatif. 

"1" correspond tJ retat de sortie Ie plus positif. 

Adresse a = toutes les entrees d'adresse tJ retat Ie 
plus negatif. 

Adresse maximum toutes les entrees d'adresse a 
retat Ie plus positif. 

2.5.4 - Pour une logique negative 

"0" correspond a I'etat de sortie Ie plus positif. 

"1" correspond a retat de sortie Ie plus negatif. 

Adresse a = toutes les entrees d'adresse tJ I'etat Ie plus 
positif. 

Adresse maximum = toutes les entrees d'adresse a 
I'etat Ie plus negatif. 

Dans les deux cas la numerotation des adresses est 
faite avec AO = bit de poids Ie plus faible et entree 
d'adresse portant Ie numero Ie plus tileve = bit de 
poids Ie plus fort. 

2.5.5 - Entre Ie champ d'adresse et Ie champ de 
don nee il y a un espace. 



2.6 - Parity field 

2.6.1 - The parity field give with one or two charac· 
ters the decimal expression of total number of" 1" of 

the previous data: 

One character if the total number of ROM outputs 

is less than 10. 

Two characters if the total number of ROM outputs 

is more than or equals 10. 

2.6.2 - Between data field and parity field one space 

must be inserted. 

2.6.3 - Between full field comments may be inserted. 

These comments must not contain A character. 

Characters like "carriage return" and "line feed" may 

be used to facilitate tape listing. 

2.6.4 - If in preparing tape an error is made the 

entire field including address field, data field and 

parity field must be rubbed·out. 

2.6.5 - Following the last field a check sum must 

appear. 

This check sum give for each output the decimal 

expression of the total number of "'" in the consi

dered output. 

2.6.6 - The first check sum corresponds to the 

highest numbered output bit. 

The last check sum corresponds to the lowest num· 
bered output bit (01). 

2.6.7- Each check sum consists of an output field 
and a parity field. 

2.6.8 - Output field corresponds to characters TB 
followed by a figure of one or two characters. 

This figure corresponds of the decimal number of the 

2.6 - Champ de parire 

2.6.1 - Le champ de parite donne sur un ou deux 
caracteres I'expression decimale du nombre total de 

"I" de la donnee precedente : 

Un caractere si Ie nombre total de sorties de la 
memoire est inferieur ala. 

Deux caracteres si Ie nombre total de sorties de /a 
memoire est superieur ou egal ala. 

2.6.2 - Entre Ie champ de donnee et Ie champ de 
parite il ya obligatoirement un espace. 

2.6.3 - Entre les champs complets des commentaires 
peuvent etre places. 

Ces commentaires ne doivent jamais contenir Ie car8C· 

tere A. 

Les caracttkes "retour chariot" et "avance ligne" 
peuvent etre utilises pour faciliter la mise en page de 
la lecture du ruban. 

2.6.4 - Si au cours de I'elaboration du ruban une 
erreur est commise, Ie champ camplet comprenant Ie 
champ d'adresse, Ie champ de donnees et Ie champ de 
parite doit etre efface. 

26.5- A 'a suite du dernier champ un contr61e doit 
apparaitre. 

Ce contr61e donne pour chaque sortie i'expression 
dfkimale du nombre total de "1" pour la sortie 
consideree. 

2.6.6 - Lepremiercontrole correspond a la sortie de 

poids Ie plus eleve. 

Le dernier controle correspond a la sortie de poids 
Ie plus faible (01). 

2.6.7 - Chaque contr61e est constitue d'un champ de 
sortie et d'un champ de parite. 

2.6.8- Le champ de sortie est constitue des carac
teres TB suivi d'un nombre a un ou deux chiffres. 

Ce nombre correspond au numero decimal de la sortie 
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considered output: 

One character if ROM has less than 10 outputs. 

Two characters if the ROM has more than 10 
outputs. 

All characters must be present. 

Ex: TBOB more than 10 outputs 
TB5 less than 10 outputs. 

2.6.9 - Parity field is the decimal expression with 
three a four characters of the total number of "1" 

in the considered output bit: 

Three characters if the total number of ROM 

addresses is less than 1000. 

Four characters if the total number of ROM 
addresses is more than 1000. 

All characters must be present. 

2.6.10 - Between the output field and the parity field 

one space must appear. 

2.6.11 - Between two check sum a "carriage return" 
and a "line feed" must appear. 

2.6.12 - After the last check sum a trailer of charac

ters or rubbed-out tape may appear. 
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consideree : 

Un chiffre si la memoire a moins de 10 sorties. 

Deux chiffres si la memoire a plus de 10 sorties. 

Tous les caracteres doivent t1tre presents. 

Ex: TB08 plus de 10 sorties 
TB5 moins de 10 sorties. 

2.6.9 - Le champ de parire est I'expression decimale 
sur tois ou quatrecaracteresdu nombre total de "1" 
sur Ie bit de sortie considere. : 

Trois caracteres si Ie nombre total d'adresses de la 
memoire est inferieur a 1000. 

Quatre caracteres si Ie nombre total d'adresses de 
la memoire est superieur ou egal a 1000. 

Tous les caracteres doivent etre presents. 

2.6.10 - Un espace doit .eparer Ie champ de sortie et 
Ie champ de parire. 

2.6.11 - Entre deux controles, un "retour chariot" et 
une "avance ligne" doivent etre places. 

2.6.12 - A la suite du dernier contrfJle un final 
constitue de caracteres ou de caracteres effaces peut 
appara7tre. 



Example: Exemple: 

ROM SF.F 70700 256x12 ROM SF.F 70700 256x12 

i:!~:: I g~:,:~~~~s 
Data field LLr---------ChamPdedonnees 

Address field Parity field 
Champ d'adresse-----l-, L Champ de paritl 

AQOO I....J 0100110101101....J06 t ~ Number of "1" in data field at address 0 
LSB 01--------------------' Nombre de "111 situtJs dans Ie champ de donm§es 

II I'Bdresse 0 

A001 I....J 0 111111111111....J 11 

MSB 012-----------'t 

~_0_2_1....J __ 0-;-0 o.0tO 000 0 0 0 I....J .2.Q 

A256 I....J 0 1 0 1 1 1 1 1 00 1 11....J 08 

TTB11I....J T01
L
2 ____ _ 

Output field ______ --' _ Parity field 
Champ de sortie Champ de parire 

Check sum 
ContrlJle Tj 

TB01 I....J 215 

Output 01 LSB _____ T-' 
Sortie 01 /.SB 

Trailer 
Final 

Comments 
Commentaires 

Full field 
Champ complet 
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Custom coding information 
Information sur Ie codage 

Important: Number (or weight) of inputs and outputs apply to Sescosem's label noted at "pin 
configuration" paragraph MOS Integrated Circuits data book. 
Le numero (ou Ie poids) des entrees-sorties correspond aux indices specifies par Sescosem 
dans la rubrique "brochage" des circuits de son catalogue Circuits Integres MOS. 

CUSTOM INFORMATION 
INFORMA TlON CLIENT 

Company : ___________ Date 
Compagnie Date 

Concerned engineer 
Ingeni9Ur concerrnj 

Address 
Adresse 

___________ Department 
DeparttNnent 

City 
Ville 

_______________ State : _________________ ___ 

Etat 

CODING INFORMATION 
INFORMA TlON SUR LE CODAGE 

(note 1) 

Device type 
Type de circuit 

_____________ Quantity: ________________ ___ 
Quanti~ 

Organization 
Organisation 

______________ words of ______ bit 
mors de bits 

Temperature range 
Gamme de tBfflperature 

D K (O°C. 70°C) D KT (-25°C. + 85°) D KM (-55°C. +125°C) 

Logic requirement 
LogiqUB demancJee 

D Positive i.e. 
Positive c.8.d. 

D Negative i.e. 
N6gative c.a.d. 

"1" 

"'" 
"1" 

"'" 

more positive voltage 
niveau Ie plus positif 

more negative voltage 
niveau Ie plus n4gatif 

Chip select code to enable the ROM: CS4 = ____ CS3 -· ___ ---'CS2 -· ____ CSl = ___ _ 
Combinaison de sfJlection pour valider la rrremo;re 

Output device (For SF.F 70710 only) 
Type de sortie (pourSF.F 70710sfJu/) D 8aredrain 

Drain oureTt 

D MOS load 
MOS de charge 

R = ______ k!1 

Code name for package identification: ___________________________ _ 
Appel/ation du code pour marquagfl du bo1tier 

Code presentation 
PtSsentation du code 

(with reference to Sescosem data book) 
(en reference au catalogue SescosemJ 

D Written truth table 
Table de ~ritf! manuscrite 

D Punched cards 
Cartes perforfHIS 

D Punched tape 
Ruban psrfom 

D Punched tape 
Ruban periortJ 

Format nO 1 
Format nO 1 

Format n° 2 
Formatn0 2 

r-------------------------i 
I Blanck truth table and custom coding information sheets are available I 
I from Sescosem Sales Offices. 

NOTE 1: Cross selected forms I Les formats cadre concernant Iss informations ci-dessus st la table de I 
I verite sp{Jcifique petJllent 'tre demandes aux Services de vente Sescosem. I Mettre une croix dans la rubriqus choisie L _________________________ J 
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~ ~o .. '"~, 0"""., __ """ •. """ " ... ~ .. "".,""~_.,,,. "'''' ... " _ """ Sescom 61 S60 F 

DIVISION SEMICONDUCTEURS" Service commerCial Region Sud-Est 38120 (StEgreve) Tel (76) 75 81 12 - Telex 25731 F 

~(:rLFLr Service commerCial Sud 15, Avenue Camille Pelletan 13602 AIX en Provence T(,>I (91127 98 15 Telex 41665 

-
1024 BIT READ ONLY MEMORY PATTER N SELECTION SF.F 70710 K 
MEMOIRE MaRTE 1024 BITS CODE 128 x 8 

Name: I nternal code: Internal signature: 
Nom Code interne Visa interne 

Address : Customer code: Customer signature: 
Adresse Code client Visa client 

- -.-----~----~ 
City: Phone: Date: 
Ville Telephone Date 

State: 
Etat 

CODE (Notes 1, 2) 

-- -----,--~ 
FUNCTION FUNCTION CODE (Notes 1, 2) 

Ul", FONCTION CODE Ul", FONCTION CODE 
UlV) UlV) 
wV) WV) 
0:", 

Input Output 
0:", 

Input Output Oct Oct 
DC Input Output Entree Sortie DC Input Output Entree Sortie 
"''' Entree Sortie "''' Entree Sortie 

"'.AS A,A A2A, AcO 0 o Os 040:1 0,0, A A A A, A2At Acp, 00 0504 0:10,01 
I 0 o 0 o 0 o 0 0 32 o 1 o 0 o 0 0 

1 o 0 o 0 o 0 1 33 o 1 o 0 o 0 1 
.. -

2 o 0 o 0 010 34 0 1 o 0 o 1 0 
3 o 0 o 0 o 1 1 35 0 1 o 0 o 1 1 

I 4 o 0 o 0 1 o 0 36 0 1 o 0 1 o 0 
5 o 0 o 0 1 o 1 37 0 1 o 0 1 o 1 
6 o 0 o 0 1 1 0 38 0 1 o 0 1 1 0 

I 

7 o 0 o 0 1 1 1 39 0 1 o 0 1 1 1 
8 o 0 0 1 0 o 0 40 0 1 0 1 0 o 0 
9 o 0 0 1 o 0 1 41 0 1 0 1 0 0 1 
10 o 0 o 1 010 42 0 1 0 1 o 1 0 
11 o 0 0 1 o 1 1 43 0 1 0 1 o 1 1 
12 o 0 0 1 100 44 0 1 0 1 1 o 0 
13 o 0 0 1 1 0 1 45 o 1 0 1 1 o 1 

f 
14 o 0 0 1 1 1 0 46 0 1 0 1 1 1 0 

I 

15 o 0 0 1 1 1 1 47 0 1 0 1 1 1 1 
16 o 0 1 0 o 0 0 48 0 1 1 0 o 0 0 

i 17 o 0 1 o 0 o 1 49 0 1 1 o 0 o 1 
18 o 0 1 o 0 1 0 50 0 1 1 o 0 1 0 

- 1--

19 o 0 1 001 1 51 0 1 1 o 0 1 1 
20 o 0 1 0 1 o 0 52 0 1 1 0 1 o 0 
21 o 0 1 0 1 o 1 53 0 1 1 0 1 o 1 
22 o 0 1 0 1 1 0 54 0 1 1 0 1 1 0 
23 o 0 1 o 1 1 1 55 o 1 1 o 1 1 1 
24 o 0 1 1 000 56 o 1 1 1 o 0 0 
25 o 0 1 1 001 57 0 1 1 1 o 0 1 
26 o 0 1 1 010 58 0 1 1 1 010 
27 o 0 1 1 o 1 1 59 0 1 1 1 o 1 1 
28 o 0 1 1 1 o 0 60 0 1 1 1 1 o 0 _. 
29 o 0 1 1 1 o 1 61 o 1 1 1 1 o 1 
30 o 0 1 1 1 1 0 62 0 1 1 1 1 1 0 
31 o 0 1 1 1 1 1 63 o 1 1 1 1 1 1 

Observations: Page 1/2 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2: "1" more negative output 
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"0" more positive output 
333 "0" sortie /a plus positive , 



1024 BIT READ ONLY MEMORY PATTERN SELECTION SF.F 70710 K 
MEMOIRE MORTE 1024 BITS CODE 12BxB 

Name: I nternal code: Internal signature: 

I 
Nom Code interne Visa interne 

Address : Customer code: Customer signature: 
Adresse Code client Visa client 

I 

City: Phone: Date: ! Ville Telephone Date 
I 

State: 
i Etat 

FUNCTION CODE INotes 1, 21 FUNCTION CODE (Notes 1. 2) 
Ul", FONCTION CODE Ul", FONCTION CODE 
~~ ~~ 
0:", 

Input Output 
0:", 

Input Output DO:: DO:: 
DQ Input ~(Jut~ut Ent~e Sortie DQ Input Output Entree Sortie 

"''' Entree ortle "''' Entree Sortie 
A.A, A A, ~2AI f"c o , P7 0• Osp. O'P,OI f",A A,f'" A'~I A,p< 07P· asp, OJO OJ 

64 1 0 o 0 000 96 11 o 0 000 
65 1 o 0 00 o 1 97 1 1 o 0 o 0 1 
66 1 o 0 o 0 1 0 98 1 1 o 0 010 
67 1 o 0 o 0 11 99 1 1 o 0 o 1 1 
68 1 o 0 o 1 o 0 100 1 1 001 o 0 
69 1 o 0 o 1 o 1 101 1 1 o 0 1 o 1 
70 1 00 o 1 1 0 102 1 1 o 0 1 1 0 

i 
71 1 o 0 o 1 11 103 1 1 o 0 1 11 
72 1 o 0 1 000 104 1 1 0 1 000 
73 1 001 001 105 1 1 0 1 001 
74 1 001 o 1 0 106 1 1 0 1 010 

I 75 1 001 011 107 1 1 0 1 o 1 1 
i 76 1 0 o 1 100 108 1 1 0 11 o 0 

77 100 1 1 o 1 109 1 1 o 1 1 0 1 
78 1 001 1 1 0 110 1 1 o 1 1 1 0 
79 1 001 111 111 1 1 0 11 11 

i- 80 1 0 1 00 o 0 112 1 11 o 0 o 0 
81 1 0 1 o 0 o 1 113 1 1 1 o 0 o 1 

I 82 1 0 1 o 0 1 0 114 1 1 1 o 0 1 0 
83 1 0 1 o 0 11 115 1 1 1 0 o 1 1 

! 
84 1 0 1 o 1 o 0 116 1 1 1 0 1 00 
85 1 o 1 0 1 o 1 117 1 1 1 0 1 0 1 
86 1 o 1 o 1 1 0 118 1 1 1 o 1 1 0 
87 1 0 1 01 11 119 1 1 1 o 1 11 
88 1 0 11 000 120 1 1 1 1 0 o 0 
89 1 0 1 1 001 121 1 1 1 1 001 
90 1 0 1 1 010 122 1 1 1 1 o 1 0 
91 1 0 1 1 o 1 1 123 1 1 1 1 o 1 1 
92 1 0 1 1 1 o 0 124 1 1 1 1 1 o 0 
93 1 0 1 1 1 o 1 125 1 1 1 1 1 0 1 
94 1 0 1 1 1 1 0 126 1 1 1 1 1 1 0 
95 1 0 1 1 1 11 127 1 1 1 1 111 

Observations: Page 2/2 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
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SF.F 70560 

2560 BIT READ ONLY MEMORIES (512 x 5) 
MEMOIRES MORTES 2560 BITS (512 x 5) 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES PRINCIPALES 

Operating free-air 
Package temperature range 

Power supplies 
Tensions d'alimentation 

Storage temperature Type 
Baitier Gamme de temperature Temperature de stockage VSS(V) VDD(V) VGG(V) 

SF.F 70560 KM 

SF.F 70560 KT 

ambiante de fonctionnement 

MP-186 -55°C, + 125°C 

MP-186 -25°C, + 85°C 

Functionnal diagram 
Schema synoptique 

Matrix 
Matrice 

-65°C, + 150°C 

-65°C, + 150°C 

1--_-oAO 

1--_-oAl 

1--_-oA2 

1--_-oA3 

1--_-oA4 

A5 

A6 
X selector 

~~ 
8~ StJlecteurX 

01 02 03 04 05 

~8 A7 .• 
Xc> 

A8 

1-----oCE 

CE="VIL" outputs enabled 
sorties va/idees 

CE="VIH" outputs disabled 
(3rd state) 

sorties ;nhibees (;]erne t§tat) 

min. max. min. max. min. 

4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 

4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 

Principal features 
Donnees principa/es 

- 512 X 5 configuration 

- Static operation. No clocks 

- Fully decoded 

- TTL - DTL direct compatibility 

- Three state outputs 

- Chip enable output control 

- 190 mW typical 

- 750 ns typical access time 

- +5 V, -5 V, -12 V power supplies 

(see note 1) 

- Configuration 512 x 5 

- Entiftrement statique. Aucune hor/age 

- Adresses decodees 

max. 

-11,4 

-11,4 

- Compatibilite directs avec circuit TTL - DTL 

- Sorties trois etsts 

- ContriJle des sorties par inhibition 

- 190 mW typique 

- Temps d'acc,}s typique 750 ns 

- Alimentations +5 V, -5 V, -12 V 

(voir note 1) 
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SF.F 70560 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: MP-186 (CB-68) 
Boitier 

Top views 
Vues de dessus 

Voo N.C. N.C. A3 A4 A5 A6 A7 A8 VGG CE N.C. 

Thermal resistor Junction tamb 70 0 C/W 
Resistance thermique: Jonction ambiante 7Doem 

A2 A 1 AO N.C. N.C. N.C. 01 02 03 04 05 VSS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Power supplies with respect to VSS 
Tensions d'alimentation par rapport a Vss 

Voltage on any pin 
Tension sur une broche quelconque 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

Lead temperature soldering (10 S) 
Temperature de soudure des broches (10 S) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOO 
VGG 

NC No connection 
Non connecte 

VALUES 
VA LEURS 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

KM -55°C .. +125°C 
KT -25°C .. + 85°C 

-65°C .. + 150°C 

300°C 

SPECI FlED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf specification contraire) 

! PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 
VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES 
MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

Drain power supply VOO -5,25 -5 -4,75 V 
Tension d'alimentation drain 

Gate power supply VGG -12,6 -12 -11.4 V Tension d'alimentation grille 

VSS power supply VSS 4,75 5 5,25 V 
Tension d'alimentation VSS 

Low level input voltage VIL VSS -4,2 V Tension d'entree a J'etat bas 

High level input voltage VIH VSS -2 VSS +0,3 V Tension d'entree a I'etat haut 

Ambient temperature SF.F 70560 KM tamb -55 + 25 +125 °C 
Tempe,.ature ambiante SF. F 70560 KT -25 + 25 + 85 °C 

Note1: The SF.F 70560 K may operate in + 5 V, -12 V, -12 V configuration with an increase of power dissipation 
and without loss of performance. 
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Le circuit SF.F 70560 K peut fonctionner en +5 V, -12 V, -12 V avec une augmentation de la puissance dissipee et sans 
degradation des performances. 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input leakage current 
Courant de fuite entree·substrat 

Dynamic input resistance at VI Lmax 
Resistance dynamique d'entree tJ VILrnax 

Dynamic input resistance at VI Hmin 
Resistance dynamique d'entree a VIHmin 

High level output voltage 
Tension de sortie a I'etat haul 

MOS---TTL 

High level output vol tage 
TensIon de sortie a refst haul 

MOS---MOS 

Low level output voltage 
Tension de sortie a retat bas 

MOS-TTL 

Low level output voltage 
Tension de sortie a retat bas 

MOS ___ MOS 

VDD power supply current 
Courant de I'slimentation VOD 

VGG power supply current 
Courant de I'alimentation VGG 

Power dissipation 
Puissance diss;pH 

(Note 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONOITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

VI =VSS -10V 

IISB tamb = 25°C 
All other pins at VSS 
Toutesles autres broches a v 55 

rDS(on)L .. 

rDS(on)H 

VOH IOH = -100jJ.A 

VOH 10 MH to ground 
10 Mna la masse 

VOL IOL = 1,6 mA 

VOL 
10 MH to ground 
10 Mna la masse 

IDD 
Outputs with 10 MH to ground 
Sorties chargees par 10 Mil a 's masse 

IGG 
Outputs with 10 MH to ground 
Sorties charg8es par 10 Mna Ia msBSe 

Ptot 
Outputs with 10 MH to ground 
Sorties chargfle. par 10 Mila la masse 

SF.F 70560 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1 jJ.A 

10 MH 

100 kH 

2,4 V 

VSS V 
-I 

0,4 V 

VSS V 
-8 

12,5 22 mA 

3,5 7 mA 

190 370 mW 

Note 2 : For third state configuration, output transistors are off and output impedance with respect to VSS or VDD is 
of several MH. 
Au 3erne 'tat les transistors de sortie sont b/oqutJs st l'imp«Jance de sortie par rapport 8 VSS au VDD est de p/usieurs Mn.. 
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SF.F 70560 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Access time 
Temps d'acces 

Chip inhibit and chip select time 
Temps d'etablissement et de levee d';nhibition 

Input capacitance (Note 3) 
Capacitti d'entree 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

tA 
tamb = 25°C 

See timing diagram and test 
conditions 

tcrtcs 
Voir Ie diagramme des temps et 
Ie! conditions de test 

CIB f = 1 MHz VI = VSS 

Note 3 : These parameters are penodlcally sampled and are not 100 % tested. 
Cesparametres sonr mesures par prellJvement et ne sont pas test. II 100 %. 

DYNAMIC WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIOUES 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

750 1200 ns 

450 850 ns 

5 8 pF 

VSS-2V--------------------~~,~r-----------------------------------------

" OV ~."'V 

Data valid 
Information valide 

DYNAMIC TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TESTS DYNAMIOUES 

I 
I 
I-

Data may change 
L'information peut changer 

+5Vo------.------.-------------~~--------------_, 

±5% 

TTL·DTL gate 
+3 V Operateur TTL-DTL 

Jl.-
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3,3kf! 

SF.F 70560 

-5V 
±5% 

-12V 
±5% 

Data valid 
Information valide 

TTL· DTL gate 
Operateur TTL· OTL 

p---~--OEO 



TYPICAL CURVES 
COURBES TYPIOUES 

'A 
(ns) 

850 

800 

750 

700 

650 

\ 
\ 

\ \ , \ 
\ 

\",~ 
<~ 

"" 
"-
::::.~:: "6VI 

........ , .... 17 V Vss 

18VI-

'arb =25 °c 

8 9 10 

I 

25 

20 

15 

'A 
Ins I 

1000 

800 

600 

400 

o 

SF.F 70560 

/ 

V 
V 

V 
V Vss =+5V 

// 
VDD =-5 V 

VGG =-12V 

'" 

-50 -25 0 25 50 75 100 'ambloCI 

18 V 

::::::::: 
I--

Vs 1---- -17V .... - _16V - ----
'arb =25 O C 

10 

5 
8 9 10 
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SF.F 70560 

TYPICAL CURVES 
COURBES TYPIQUES 

'DO 
ImAI 

40 

30 

20 

10 

o 

............ 
......... 

Vss -+SV 

........ VOO =-SV 

........ - VGG =-12V -
-50 -25 0 25 50 75 100 'ambloCI 

5 

" 
!" ......... 4 

3 

2 

I 

5 

4 
f-----

~ =2SoC amb 

3 ~---
~ VSS-VOO =IDV 

2 

1 
15 

r-.... i"-
Vss =+5V ............ 
VOO =-5 V 

VGG =-12V 

16 17 

-50 -25 0 25 50 75 100 'ambloCI 
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TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYP/QUES 

- TTL· DTL COMPATIBILITY 
COMPA TlBILITE TTL ·OTL 

R* 

+5V 

SF.F 70560 

TTL· DTL gate 
OtMfateur TTL . 0 TL 

SF.F 70560 

R * optional resistor (improved noise immunity) 

For an open collector driving gate (i.e. SF.C 401 ) 
use R values from 350 nto 10 kn,dependingfrom 
the power and speed requ irements. 

TTL·DTL gate 
o,»rateur TTL·D TL 

-5V -12 V 

R * resistance facultative (am~liore r;mmunit~ aux bruits) 

Dans Ie cas d'un operat8ur d' entree a col/ecteur ouvert (tel 

un SF.C 400 utiliser une valeur comprise entre 350net 
10 kOen fonction du crit.re vitesseconsommationrecher· 
eM. 

- M 0 S· M 0 S APPLICATION 
APPLICATION MOS ·MOS 

Level translators 
Translateurs de niveau 

Vss 

SF.F 70560 

</>1 TTL </>2 
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SEF 70560 

MEMORY EXPANSION 
EXTENSION DE CAPACITE 

- 512 x N WORDS OF 5 BIT 
612 x N MOTS OE 6 BITS 

CEI 

CE2 
CE3 
CEN 

-
I I i I I 

I I i II 
SF.F 70560 

r 

I I I I I I I I 

I I I 

SF.F 70560 SF.F 70560 

r 

Note: The maximum number of "and wired" outputs depends on speed requirement (C Load) 
Ls nombre max.ima' delOrties elblNI ensemble d'pend de ,. lIitesse desirfle (charge capacitive) 

- 512 WORDS OF 5 X N BIT 
512 MOTS OE 5 x N BITS 

I I I I 

I I I I 

SF.F 70560 

CE r 
I I I 

01 05 

818 

342 

r 

I I I I I I I I I 

SF.F 70560 SF.F 70560 

r 
I I I I I I 

06 010 011 015 

------
------
-----
-----

I ------
I 

---

----
----
----
----

I ----

---

AO 
Al 
A2 

AS 

01 
02 
03 
04 
05 

AO 
Al 
A2 

AS 



SFJ 70611 

2048 BIT READ ONLY MEMORIES (512 x 4 OR 256 x 8) 
MEMOIRES MORTES 204B BITS (512 x 4 OU 256 x B) 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Operating free-air 
Package temperature range 

Power supplies 
Tensions d'alimentation 

Storage temperature Type 
Bairier Gamme de temperature Temperature de stockage 

VSS(V) VDD(V) VGG(V) 
ambiante de fonctionnement 

min. max. min. max, min. max. 

SF.F 70611 KM MP-186 -55°C, + 125°C -65°C, + 150°C 4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 -11,4 

SF.F 70611 KT MP-186 -25°C, + 85°C -65°C, + 150°C 4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 -11,4 

- 3 chip select inputs coded on custom requirement - 3 entrees d'inhibit;on codees ;} la demande du client 

Functionnal diagram 
Schema synoptique 

f--1-0AO 

f--t-OAl 

f--t-OA2 

f--....oA3 

f--1-0A4 

'-r--...... -oA5 

01 02 03 04 05 06 07 08 

f---<K)A6 

f---<p--Q A 7 

f----oMC 
f---OCSl 
f----oCS2 
1---oCS3 
f---OA8 

Principal features 
Donnees princ;pales 

- 512 x 4 or 256 x 8 configuration 

- Static operation. No clocks 

- Fully decoded 

- TTL - DTL direct compatibility 

- Three state outputs 

- Chip enable output control 

- 3 chip select inputs 

- 250 mW typical 

- 700 ns typical access time 

- +5 V, -5 V, -12 V power supplies 

(see note 1) 

~ Configuration 512 x 4 ou 256 x 8 

- Enti(}rement sretique. Aucune hor/age 

- Adresses dfJcodees 

- Compatibilire directe BVec circuit TTL - DTL 

- Sorties trois etats 

- Contr~/e des sorties par inhibition 

- 3· entrees d'inhibition 

- 250 mW typique 

- Temps d'acc~s typique 700 ns 

- Alimentations +5 V, -5 V, -12 V 

(voir note 1) 
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SF.F 70611 

PIN CONFIGURAnON 
BROCHAGE 

Package: MP-186 (CB-as) 
BoTtier 

Topviaws 
V_dII-. 

Voo CS3 CS2 A3 A4 A5 A6 A7 VGG Me CS1 A8 

Thermal resistor : Junction tamb 70· e/w 
RBIi,tllnctI thermique: Jonet/on IImbiante 10 oC,w 

A2 A1 AO 01 02 03 04 05 06 07 08 Vss 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Power supplies with respect to VSS 
Ten.ion, d~allmflntst;on pM fBlJport. Vss 
Voltage on any pin 
Tension III' UtJII broche quelconque 

Operating temperature 
Templraturtl de fonctionMmtlnt 

Storage temperature 
Tsmp6roruffl ciflltOCkllflB 

Lead temperature soldering (10 S) 
Temp6,erure cifllIOuduro de, brae"", 170 SI 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOO 
VGG 

VALUES 
VALEURS 

VSS -20V, VSS +0,3 V 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

KM -55·C .. +125·e 
KT -25·e .. + 85·e 

-65·C .. + 150·C 

3OO·C 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (saut spkitication contraireJ 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 
VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES 
MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

Drain power supply VOO -5,25 -5 -4,75 V 
Ten,lon d1alimtlfltlltlon drsln 

Gate power supply VGG -12,6 -12 -11,4 V Tension d'slimentstion grille 

Vss power supply VSS 4,75 5 5,25 V 
TtIIIlion d'BlimtHltlltion Vss 

Low level input voltage VIL VSS -4,2 V Tem/on d'enne4 rltat bss 

High level input voltage VIH VSS -2 VSS +0,3 V 
Tllnlion d'.nne j rlt.t heut 

Ambient temperature SF.F 70611 KM tamb -55 + 25 +125 ·e 
Tsmpiwaturtl smbilllJtfI SF.F 70611 KT -25 + 25 + 85 ·e 

Note1: The SF.F 70611 K may operate in + 5 V, -12 V, -12 V configuration with an increase of power dissipation 
and without loss of performance. 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input leakage current 
Courant de fuire entree-sub",., 

Dynamic input resistance at VI Lmax 
Resistance dynamique d'enrree.t V, Lmsx 

Dynamic input resistance at VIHmin 
R~sistance dyl'llltniqu6 d'entrlJe B V,Hmin 

High level output voltage 
Tp.nsion de sortie a retat haut 

MOS-TTL 

High level output voltage 
TenSIon de sortie iJ ret.t haut 

MOS_MOS 

Low level output voltage 
Tension de .orrie. retat bas 

MOS-TTL 

Low level output voltage 
Tension de sortie B reta' bas 

MOS_MOS 

VDD power supply current 
Courant de rslimentBtion V DO 

VGG power supply current 
eoutWItde I'.'il1HJnt.tion VGG 

Power dissipation 
Puissanctl disJipft 

(Note 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBDLES 

MESURE 

VI =VSS -10V 

IISB tamb = 25°C 
All other pins at Vss 
route".' BUrrll' brochf18 a Vss 

rDS(on)L 

rDS(on)H 

VOH IOH = -100 JJ.A 

VOH 10 Mn to ground 
70MUsla",... 

VOL IOL = 1,6mA 

VOL 
10 MU to ground 
70Mnsl.",.... 

100 Outputs with 10 MU to ground 
Sorti .. chBrg4ft par 70 MUs" m."", 

IGG 
Outputs with 10 MU to ground 
Sorti .. cMrg4ft par 70 MU",, __ 

Ptot 
Outputs with 10 MU to ground 
Sortill. cMrg4ft par 70 MUs"_"" 

SF.F 70611 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1 iJA 

10 M!l 

100 kn 

2,4 V 

VSS V 
-1 

0,4 V 

Vss V 
-8 

16 27 rnA 

, 
5 9 rnA 

250 630 mW 

Note 2 : For third state configuration, output transistors are off and output impedance with respect to VSS or VDD is 
of several Mn. 
Au 3t}me etar les transistors de sortie ront bloqutis et /'impedance de sortie par rapport II VSS OU VOD Bst de plusieur. Mil. 

3/9 

345 



SEF 70611 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Access time 
Temps d'acces 

Chip inhibit and chip select time 
Temps d'etablissement et de levee d'inhibition 

Input capacitance (Note 3) 
Capacite d'entree 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

tA tamb = 25°C 

See timing diagram and test 
conditions 

tcrtcs 
Voir Ie diagramme des temps et 
les conditions de test 

CIB f = 1 MHz VI = VSS 

Note 3 These parameters are periodically sampled and are not 100 % tested. 
Ces parametres sont mes(Jres par pnllilvement Sf ne sont pas testes a 100 %. 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

700 1100 ns 

500 900 ns 

5 8 pF 

VSS-2V------------------i~,~r-----------------------------------

EI a V ll\!+1.5 V 

Data valid 
Information va/ide 

DYNAMIC TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TESTS DYNAMIOUES 

I 
I 
I 
I" 

Data may change 
L 'information peut chBnger 

Data valid 
Information lIalide 

+5Vo-----~----~~------------~~--------------, 
±5% 

3.3kQ 

TTL·DTL gate 
+3 V Operateur TTL·OTL 

J'L 
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SF.F70611 

-5V 
±5% 

-12 V 
±5% 

TTL· DTL gate 
Operateur TTL· DTL 

b--...... --oEO 

I

10PF 
I15PF 

, , , 



TYPICAL CURVES 
COURBES TYP/QUES 

'A 
(ns I 

800 

750 

700 

650 

, , , , , , , 
\",~ 
<~ 

" 
~ 
~" 

'16 V! ~~" _17V VSS ........ , 
18V'i-

'arb =25 OC 
600 

8 9 10 

I 

25 

20 

'A 
(ns) 

1000 

800 

600 

-VGG 

400 

{) 

SFF 70611 

/ 
V 

V 
v 

..... V 
VSS =+5V 

Voo =-5V 

.v VGG =-12V -

-50 -25 0 +25+50+75+100+125tamb 
( °C) 

18 V I-l.---------- l.-----1-17 V liS 

15 

10 

5 
8 

-
- ------~ 

9 10 

1-16V I-

tamb =25 OC 
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SEF70611 

TYPICAL CURVES 
COUR8ES TYPIOUES 

100 
(mAl 

40 

30 

20 

10 

o 

r-..... 
r--... 

Voo =-5V 

VGG =-12V 

r--... ......... :3 

IGG ~--"""T""--~--_~---' 
(mAl 

6\----\-----j1---+ -

tamb =25 0 C 
VSS-VOO =10V 

4\----+-----+---~ ----

3~--+---+----+-----

2~ ___ ~ ____ ~ ____ -L ____ ~ 

-50 -25 0 +25 +50 +75+100+125 tamb! °C) 15 16 17 
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IGG 
(rnA I 

6 

5 

4 

3 

2 

l"-
~ "'- i"""-.. 

t--..... r--.. t"-
Vss =+5V 

VOO =-5 V 

VGG =-12V 

-50-25 0 +25+50+75+100+125 tamb!OC) 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYP/QUES 

- TTL· OTL COMPATIBILITY 
COMPATIBILITE TTL • DTL 

R* 

+5V 

TTL· DTL gate 
Operateur TTL . D TL 

SF.F 70611 

SF.F 70611 R* optional resistor (improved noise immunity). 
For an open coli ector driving gate (Le. SF.C 401) 
use R values from 350 n to 10 kn. depending 
from the power and speed requirements. 

TTL·OTL gate 
Operateur TTL-OTL 

-5V 

- M 0 S· M 0 S APPLICATION 
APPLICATION MOS· M os 

91 

fvss 
SF.F 31404 

I 
r 

<P2 VOO 

Level translators 
Translateurs de niveau 

-12 V 

VSS 

SF.F 70611 

TOD 

I 
- 1-yy 

<PI TTL cP2 

R * rtJsistance facultative (amtHiofa l'immunite aux bruits). 
Dans Ie cas d'un operateur d'entree a co/lecteur ouvert tel 
un SF.C 401) utmser une valeur comprise entre 350 net 
10 knen fonction du cfirere vitesse consommation re
cherchtJ. 

Ivss 
I SF.F 31404 
I 

VOO <PI @2 

VGG 
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SF.F 70611 

512 x 4 OR 256 x 8 CONFIGURATION 
CONFIGURATION 512 x 4 OU 256 x 8 

256 x 8 A8 
MC 

512 x 4 A8 

MC 

VIL 
V IH 

9th address 
geme adresse 

VIL 

A8 = VI L Enables the even outputs (02, 04 .... 08) 
Va/ide les sorties paires (02, 04 .... 08) 

A8 = V IH Enables the odd outputs (01, 03 .... 07) 
Valide les SOrties impaires (0 " 03 . ... 07) 

In this configuration connect 01 to 02, 03 to 04, 05 to 06, 07 to 08 
Dans cette configuration relief 01 a 02, 038 04, 05 a 06, 07 a 08 

"Cs1, CS2, CS3" Selected: outputs enabled 
Selectionne : sorties validees 

"CS1, CS2, CS3" Un selected : outputs in third state 
Non sefectionne : sorties au 3eme etat 

-5 V 

~ AD VDD -
~ A1 A8 -
~ A2 .. A3 01 .. A4 02 

~ A5 
03 

~ A6 

~ A7 

04 

05 

06 .. CS1 
07 

~ CS2 
08 .. CS3 

r-- MC 

~ VSS VGG f---

+5 V -12V 
256 X 8 

8/9 

35D 

-5 V 

~ AD VDD 

~ A1 MC .. A2 .. A3 01 

~ A4 02 

~ A5 03 

~ A6 04 
~ A7 05 .. A8 06 
~ CS1 07 
~ CS2 08 
~ CS3 

VSS VGG 

+5 V -12V 
512 X 4 

B1 

B2 

B3 

B4 



SF.F 70611 

MEMORY EXPANSION 
EXTENSION DE CAPACITE 

- 256 x N WORD5 OF 8 BIT 
256 x N MOTS OE B BITS 

C51 
C52 
C53 

----
I I I 
I : I 

5F.F 70611 

I 
I 

--
I I I I I I I I 

5F.F 70611 5F.F 70611 

If : I IF : : : rr ! ! ! : 
I I I I I 

I I I 
I I I : I i I : 

I I I 
I I 

I I I I I I I I I I 

Note: The maximum number of "and wired"outputs depends on speed requirement (C Load) 
Le nombre maximal de sorties c/ibfees ensemble depend de la vitesse desiree (charge capacitive) 

I 
I 
I I 

I 
I I I 

-----

-----

-----
-----

----

--

-----
-----
-----
-----

AO 
Al 
A2 

A7 

01 
02 
03 

08 

Combinations "C51, C52, C53" per package must be all different. 50 it is possible to drive 8 packages without 
external logic. 

Les combinaisons "CS 1 ,CS2,CS3" des baitiers doivent etre differentes. Ainsi if est possible de travailfer sur 8 boUiers sans 
Jogique exterieure. 

- 256 WORD5 OF 8 X N BIT 
256 MOTS DE B x N BITS 

I I I 
I I 1 

5F.F 70611 

I 
I 

C51 
C52 
C53 

fPr I I ! : : 
I 

I 

I I I I I I 
I I I I I I 
I I I 1 I I 

01 08 

I 1 , I 

rFr 5F.F 70611 

I I : I ! ! 

I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 

09 016 

Note: Combinations :"C51,C52,C53" per package must be all identical 
Les combinaisons"CS1, CS2, CS3"des boitiers doivent Dtre identiques. 

-----
-----
-----

I I I I -----

rFr 5F.F 70611 
----

: I I I --
---

----
I I I I I I 

I I I I I I 
I I I I I 1 

017 024 

AO 
Al 
A2 

A7 
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SFJ 70612 

4096 BIT READ ONLY MEMORIES (1024 x 4 ')1 512 x 8) 
MEMOIRES MORTES 4096 BITS (1024 x' OU 512 x 8) 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES PRINCIPALES 

Operating free-air 
Power supplies 
Tensions d'allmentatlon 

Type Package temperature range Storage temperature 
VSSIVI VOO(VI VGG(VI Baitier Gamme de temperature Temperature de srockage 

ambiante de fonctionnement 

SF.F 70612 KM MP-1S6 -55°C, + 125°C -65°C, 

SF.F 70612 KT MP-186 -25°C, + 85°C -65°C, 

- 3 chip select inputs coded on custom requirement 
in 1024 x 4 configuration 

- 4 chip select inputs coded on custom requirement 
in 512 x 8 configuration 

Functionnal diagram 
Schema synoptique 

Matrix 
Matrice 

X selector 
5electeur X 

~). 

~s 
{l~ 
>-i'S 

min. max. min. max. min. max. 

+ 150°C 4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 -11,4 

+ 150°C 4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 -11,4 

- 3 entmes d'inhibition codlJes ~ la demands du client 

en configuration 1024 x 4 

- 4 ent~es d'inhibit;on codess II la demande du client 

en configuration 512 x 8 

AO 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

AS 

Principal features 
Donnees principales 

- 1024 x 4 or 512 x 8 configuration 

- Static operation. No clocks 

- Fully decoded 

- TTL - DTL direct compatibility 

- Three state outputs 

- Chip enable output control 

- 3 chip select inputs in 1024 x 4 configuration 

- 4 chip select inputs in 512 x 8 configuration 

- 340 mW typical 

- 1 IlS typical access time 

- +5 V, -5 V, -12 V power supplies 
(see note 11 

- Configuration 1024 x 4 ou 512 x 8 

- Ent/~rement stat/que. Aucune hOT/age 

- AdrssSBs c/Bcori4es 

- Compatibilite directs allec circuit TTL· DTL 

- Sorties trois etats 

rir---t-...... +---t ..... -t---HH----i _ ~ 1---0 CSI 
e.~ 

- ContrtJle des sonies par inhibition 

g ~ 1----0 CS2 
u.!! 
.~"g r----o CS3 

.38r----o 
CS4-A9 

- 3 entrees d'inhibition en configuration 1024 x 4 

- 4 enttWes d'inhibition en configuration 512 x 8 

- 340 mW typique 

- Temps d'sccBs typique 1 J1S 

01 02 03 04 05 06 07 08 
- Alimentations +5 V, -5 V, -12 V 

(lIOir note 1) 
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SF.F 70612 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: MP-186 (CB-6B) 
Boitier 

Top view 
Vue de dsssus 

Thermal resistor : Junction tamb 70 0 C/W 
R'sistancB thBrmiquB: Jonct;on ambiante 70 0 C;W 

CSI CS2 CS3 CS4 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 Vss 
A9 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Power supplies with respect to VSS 
Tensions d'alimentation par rapport a Vss 

Voltage on any pin 
Tension sur une broche quelconque 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de slockage 

Lead temperature soldering (10 S) 
Temperature de soudure des broches (10 S) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 
VGG 

VALUES 
VA LEURS 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

KM -55°C + + 125°C 
KT -25°C + + 85°C 

-65°C .. + 150°C 

300°C 

SPECI FlED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf specification contraire) 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 
VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES 
MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

VSS power supply VSS 4,75 5 5,25 V 
~~ d'alimentation VSS 

Drain power supply VDD -5,25 -5 -4,75 V Tension d'alimentation drain 

Gate power supply VGG -12,6 -12 -11.4 V 
Tension d'alimentation grille 

Low level input voltage VIL VSS -4,2 V Tension d'entree a retar bas 

High level input voltage VIH VSS -2 VSS +0,3 V 
Tension d'entree a I'efar haut 

Ambient temperature SF.F 70612 KM tamb -55 + 25 +125 °C 
Temperature ambian te SF.F 70612 KT -25 + 25 + 85 °C 

Notel: The SF.F 70612 K may operate in + 5 V, -12 V, -12 V configuration with an increase of power dissipation 
and without loss of performance. 
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Le circuit SF.F 70612 K peur fonctionner en + 5 V, -12 V, -12 V avec une augmentation de la puissance dissipee et sans 
degradation des performances. 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERlsnOVES STA nOVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input leakage current 
Courant de fuite entrtJe-substrat 

High level output voltage 
Tension de sortie a retat haut 

MOS~TTL 

High level output voltage 
Tension de sortie a !'t!!tat haut 

MOS~MOS 

Low level output voltage 
Tension de sortie II rtUat bas 

MOS~TTL 

Low level output voltage 
Tension de sortie B I'tUat bas 

MOS~MOS 

VDD power supply current per package 
Courant de I'alimentation V DO par boirier 

VGG power supply current per package 
Courant de I'alimentation V GG par bairier 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

IISB 

VOH 

VOH 

VOL 

VOL 

IDD 

IGG 

Ptot 

(Note 2) 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE 

MESURE 

V I =VSS -l0V tamb = 25°C 

All other pins at VSS 
Toutes lesautres broches a Vss 

IOH =-100IlA 

10 Mn to ground 
10 Mn. la masse 

IOL = 1,6 mA 

10 Mn to ground 
10 Mn a la masse 

Outputs with 10 Mn to ground 
Sorties chargees par 10 Mil a 18 masse 

Outputs with 10 Mn to ground 
Sorties char gees par 10 MUa Is masse 

Outputs with 10 Mn to ground 
Sorties chargees par 10 MU a la masse 

SFF 70612 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1 IlA 

2,4 V 

VSS V 
-1 

0,4 V 

VSS V 
-8 

7 13 mA 

16 28 mA 

1

340 

630 mW 

Note 2 : For third state configuration, output transistors are off and output impedance with respect to VSS or VOD is 
of several Mn. 
Au 3eme ,Uat les transistors de sortie sont bloques et !'impedance de sortie par rapport a Vss ou VOO est de plusieurs M!L 
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SF.F 70612 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Access time 
Temps d' acres 

Chip inhibit and chip select time 
Temps d'etablissement et de levee d'inhibition 

I nput capacitance (Note 3) 
Capacite d'entree 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

tA t amb = 25°C 

See timing diagram and test 
conditions 

tcrtcs 
Voir Ie diagramme des temps et 
les conditions de test 

CIB f = 1 MHz VI = VSS 

Note 3: These parameters are pertodlcally sampled and are not 100 % tested. 
ees paramiJtres sont mesur#§s par p:;4levement et ne sont pas tes~s S 100 %. 

DYNAMIC WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIOUES 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1000 1500 ns 

700 1000 ns 

5 8 pF 

~-V---------------------------------
________________ .J I 

VSS-2 V 

EI 

OV 

Data valid 
Information valide 

DYNAMIC TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TESTS DYNAMIQUES 

I 
I 
I" 

Data may change 
L 'information peut chan!;,er 

t~~o------,------~--------------~-----------------, 

TTL·DTL gate 
+ 3 V Operateur TTL·D TL 

JL 
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3,3 kr! 

SF.F 70612 

-5V 
±5% 

-12V 
±5% 

Data valid 
Information valide 

TTL· DTL gate 
Op(lrsteur TTL - DTL 



TYPICAL CURVES 
COURBES TYP/OUES 

tA 

Insl 

1200 

\ 

. 
\ 
\ 

\ \. 
,,~s: 
" 

1100 

1000 

"-
900 

800 

~ 
~. ' 
~>. 

'16V 

' ..... ...... 17 V Vs 

'18V 

t = 250 C amb 

8 9 10 

100 
ImAI 

9 

8 

7 

6 

5 

.. -

8 9 

tA 
(ns) 

1200 

1000 

800 

600 

400 

V 
V V 

SEF 70612 

Iii 
VII 

lAss =5V _ 
f--VOO=-5V 

VGG =-12V 

-50 -25 0 25 50 75 100125 tamblOCI 

1---- 1-_18 V 

.,------ ~-~_17V V 

.,---- -- ~16V --
r~'"' 

10 11 
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SEF 70612 

TYPICAL CURVES 
COUR8ES TYP/QUES 

'DO 
ImAI 

20 

15 

10 

5 

o 

r---.... 
...... 1"'--... 

Vss =5V 
VOO =-5V -

........ VGG =-12V 

r-r-_ 

-50 -25 0 25 50 75 100 125 lamb lOCI 

'GG 
lmAl 

20 

15 

10 

5 

o 

l"-I'. I"'-

I 

20 ---
---l--- -

lamb = 25°( 
1---............. Vss- VOO = 10 V 

15 

10 

5 

o 
15 16 17 

Vss =5V 

r-... VOO =-5V 

I"'-
VGG=-12V 

1'-", 

-50 -25 0 25 50 75 100 125 lambloCI 
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TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYPIOUES 

- TTL· OTL COMPATIBILITY 
COMPATIBILITE TTL· DTL 

R* 

+5V 

SF.F 70612 

TTL . OTL gate 
0/»,...." TTL ·DTL -5V 

- M 0 S· M 0 S APPLICATION 
APPLICATION M OS· M OS 

-12V 

Level translators 
Tl7lns/Ilff/Un de nlVfIIIU 

SF.F 70612 

TTL· OTL gate 
~"",TTL·DTL 

SF.F 70612 

~1 TTL ~2 

R* optional resistor (improved noise immunity) 

For an open collector driving gate (i.e. SF.C 401 ) 
use R values from 350 n to 10 kn,depending from 
the power and speed requ irements. 

R· ,..,I".nce ftlculr.tlWl f.m4llortl I'/mmunh'wx bruit,} 

Dans Ie cas d'un operateur d'entree a collecteur ouvert (tel 

un SF.C «J1J utili., une valeur comprl,. IIntre 350 Oft' 
10 kOlin foner/on du altire vir-... coMDmfNtJon new· 

0114. 
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SEF 70612 

- 1024 x 4 OR 512 x 8 CONFIGURATION 
CONFIGURATION 7024" 4 OU 572" 8 

512x8 

1024x4 

A9 . CS4 line operate like a chip select line CS4 
L 'ent'*' A9. CS4 elf UfHlllfltI'N d'lnhibitiDn CS4 

A9 . CS4 line is the 10th address A9 
L 'sn',*, A9. CS4 sst/'en',*, de Is 701me sd", ... A9 

A9 = VI L Enables the odd outputs (01,04 .... 08) 
Valids I. sorti •• ".irtls (01, 04 .... 08) 

A9 = VIH Enables the even outputs (01, 03 .... 07) 
Vslithl/e. IOrriss Impa;rss (07, 03. : •• 07) 

In this configuration connect 01 to 02, 03 to 04, 05 to 06, 07 to 08 
Dans .. ,re configuration ",,/tIr07 6 02, 036 04, 05 II 06, 07" 08 

"CS1 CS2 CS3 CS4". ~::':nI ;!::::~~!!/~,=Ied 

"CS1 CS2 CS3 CS4" Unselected: outputs in third state 
Non rlkJctlonnl : sortl. au 31m. 're, 

-5V 

AO VOO I--
A1 
A2 
A3 01 
A4 02 
A5 03 
A6 04 
A7 05 
A8 06 
CS1 07 
CS2 08 

CS3 
CS4 

r-- Vss VGG I--

AO 
A1 
A2 
A3 

A4 
A5 

A6 

A7 
A8 
A9 
CS1 
CS2 
CS3 

VSS 

VOO 
01 

02 
03 

04 
05 

06 
07 

08 

VGG 

+5V -12V +5V 
11024 X 41 
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61 

62 

63 

64 

-12V 



MEMORY EXPANSION 
EXTENSION DE CAPACITE 

- 512 WORDS OF 8 x N BIT 
572 MOTS DE B x N BITS 

I 
I 

I I I 
I I I 

CSI 
CS2 
CS3 
CS4 

SF.F 70612 

1T 
I 

I I I I 

I I I , 

rr SF.F 70612 rr 
I I 

I I I I 

Note: The maximum number of "and wired"outputsdepends on speed requirement (C Load) 
L8 nombre max.ims' de sortill$ db/ees enltlfTJblB dtlpend de's vitsSSB des;ree (charge capacitive) 

SF.F 70612 

I I I I 

SF.F 70612 

I I I I 

---
---
------
---

---
---
---
---

AO 
Al 
A2 

A8 

01 
02 
03 

08 

Combinations "CSI. CS2. CS3. CS4" per package must be all different. So it is possible to drive 16 packages 
without external logic 
Les combinaisons "CSt, CS2, CS3, CS4" des battiers doivent 'tre difftirentes. Ainsi if est possible de travsiller sur 16 bottiers 
sans logique ex~ri8Ure. 

512 X N WORDS OF 8 BIT 
572 x N MOTS DE B BITS 

I ' 
I I I I 

I I 

r;:::: SF.F 70612 

CSI 
CS2 
CS3 
CS4 

,.-

I 

01 

I I I I I 

I I I I 

~ SF.F 70612 ... 
I 

I I I I I I 

08 09 016 

Note: Combinations"CS1. CS2. CS3. CS4"per package must be all identical 
LIII combinsisons"CSI, CS2, CS3, CS4"des boltiers doivent 'tre identiques 

I I I 

r;:::=: SF.F 70612 ... 
I I I I , 

017 

I 

I 

024 

---
---
---
---
---

AO 
Al 
A2 

A8 
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SEF 70612 

- POWER SAVER 
ECONOMIE DE PUISSANCE 

1) - For small memory array 
Pour des ~moirlJ$ de faible capacire 

-12 V VGG 

R VSS +5V 

VOO 

* R Assume VOO # -5 V i.e. for typical values R # 1,5 kQ for one case. 
Assurer VDO # -5 V c'est-a-dire pour les valeurs rypiques R # 1,5 kn pour un bairier. 

2) - For large memory array 
Pour des memo ire! de forte capacite 

-12V VGG 

VZ #7V .~ VSS +5V 

VOO 

[ 

~ ~ 
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SFJ 70660 

<:060 BIT READ ONLY MEMORIES (512 x 5 OR 256 x 10) 
MEMOIRES MORTES 2560 BITS (512 x 5 OU 256 x 10) 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Operating free·air 

Type Package temperature range 
Baitier Gamme de temperature 

ambiance de fonctionnement 

SF.F 70660 KM Mp·186 -55°C, + 125°C 

SF.F 70660 KT MP·186 -25°C, + 85°C 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

-65°C, + 150°C 

-65°C, + 150°C 

Power suppl ies 
Tensions d'sJimentation 

VSSIV) VOOIV) VGGIV) 

min. max. min. max. min. max. 

4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 -11,4 

4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 -11,4 

- J chip select inputs coded on custom requirement 
in 256 x 10 configuration 

- 3 entrees d'inhibition codess ~ la demande du client dans /a 

configuration 256 x 10 

- 2 chip select inputs coded on custom requirement 
in 512 x 5 configuration 

Functionnal diagram 
Schtima svnoptique 

-

~).. 

~-Matrix - ~~ Matriee 
"00 

>-11> 

----• -
:;;'< 

"C -
X selector - g~ 
Slilecteur X '" 0 -c .~ 

Xc> 

I¥r T >r 
E8' 

I r I r 1 1.1 8i 

· f1tTtTrTTf Jl 
01 02 03 04 05 06 07 08 09010 

- 2 entrees d'inhibition codess ilIa demande du client dans la 
configuration 512 x 5 

Principal features 
Oonnees principales 

- 512 x 5 or 256 x10 configuration 

- Static operation. No clocks 

~ 
AO 

- Fully decoded 

A1 - TTL - DTL direct compatibility 

~ - Three state outputs 

A2 

~ 
- Chip enable output control 

A3 - 3 chip select inputs in 256 x 10 

~ 
- 2 chip select inputs in 512 x 5 

A4 - 280 mW typical 

~ - 750 ns typical access time 

- +5 V, -5 V, -12 V power supplies 

Isee note 1) 

-0-!. 
A5 

--m-! 
A6 - Configuration 512 x 5 ou 256 x 10 

A7 - Enti~rement stBtique. Aucune horloge 

-ffi-1 - Adresses decodees 

- Compatibilite directe avec circuit TTL - DTL 

- Sorties trois etats 
CS1 - Contr(Jle des sorties par inhibition 
CS2 
CS3 - 3 entrees d'inhibition en 256 x 10 
A8 - 2 entrees d'inhibition en 512 x 5 

- 280 mW typique 

- Temps d'acc~s typique 750 ns 

- AlimentBtions +5 V, -5 V, -12 V (ou +5 V, 

(voir note 1) 
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SFJ 70660 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: MP-186 (CB-681 
Boitier 

CS3 

Top views 
Vues de desSUI 

VSS AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 CS2 CSl 

Thermal resistor Junction tamb 70 ° C/W 
Resistance thermique: Jonction ambiante 70 oC/W 

VGG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 V DD 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Power supplies with respect to VSS 
Tensions d'alimenration par rapport a Vss 

Voltage on any pin 
Tension sur une broche quelconque 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

Lead temperature soldering (10 SI 
Temperature de soudure des broches (10 SJ 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

V DD 
VGG 

VALUES 
VALEURS 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

KM -55°C ~ +125°C 
KT -25°C ~ + 85°C 

-65°C ... + 150°C 

300°C 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf specification cont,ai,e) 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 
VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES 
'AIN. TYP. MAX. 

UNITES 

Drain power supply V DD -5,25 -5 -4,75 V 
Tension d'alimentation drain 

Gate power supply VGG -12,6 -12 -11.4 V Tension d'alimentation grille 

VSS power supply VSS 4,75 5 5,25 V 
Tension d'alimentation Vss 

Low level input voltage VIL VSS -4,2 V 
Tension d'entree a retat bas 

High level input voltage VIH VSS -2 Vss +0,3 V Tension d'entrea a retst haut 

Ambient temperature SF.F 70660 KM tamb -55 + 25 +125 °C 
Temperature ambiante SF.F 70660 KT -25 + 25 + 85 °C 

Notel: The SF.F 70660 K may operate in + 5 V, -12 V, -12 V configuration with an increase of power dissipation 
and without loss of performance. 
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Le circuit SF.F 70660 K peut fonctionner en + 5 V, -12 V, -12 V avec une augmentation de /a puissance dissipee et sans 
degradation des performances. 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input leakage current 
Courant de fuite entree-substrat 

Dynamic input resistance at V: Lmax 
Resistance dynamique d'entree a vlLmax 

Dynamic input resistance at VIHmin 
Resistance dynamique d'entree a VIHmin 

HIgh level output voltage 
Tp.nsion de sortie a ('erat haut 

M OS--TTL 

High level output voltage 
Tension de sortie a I'tHat haut 

MOS __ MOS 

Low level output voltage 
Tension de sortie a refat bas 

MOS-TTL 

Low level output voltage 
Tension de sortie a /'(!tat bas 

MOS_MOS 

VOO power supply current 
Courant de I'alimentation V DO 

VGG power supply current 
Coursnt de I'alimentation VGG 

Power dissipation 
Puissance diSlipb! 

(Note 2) 

TEST CONOITIONS SYMBOLS 
CONOITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

V I =VSS -l0V 

IIS8 tamb = 25°C 
All other pins at VSS 
Toutes les aurres broches a vss 

rOS(on)L 

rOS(on)H 

VOH IOH = -1001lA 

VOH 10 MQ to ground 
10 MQa la masse 

VOL IOL = 1,6 rnA 

VOL 
10 MQ to ground 
10 Mna 18 masse 

100 
Outputs with 10 MQ to ground 
Sorties chargees par 10 Mila Is masse 

IGG 
Outputs with 10 MQ to ground 
Sorties chargees par 10 Mn a la masse 

Ptot 
Outputs with 10 MQ to ground 
Sorties chargtJes par 10 Mnil la masse 

SFF 70660 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1 IlA 

10 M~1 

100 kQ 

I 
2,4 V 

VSS V 
-1 

0,4 V 

VSS V 
-8 

17 29 rnA 

6,5 11 rnA 

280 500 mW 

Note 2 : For third state configuration, output transistors are off and output impedance with respect to VSS or VOO is 
of several MQ. 
Au 38me etat les transistors de sortie sont bloques et J'implKiance de sortie par rapport a Vss ou VOD est de plusieurs MH. 
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SF.F 70660 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Access time 
Temps d'acces 

Chip inhibit and chip select time 
Temps d'etablissement et de levee d7nhibition 

I nput capacitance (Note 3) 
Capacite d'entr{Je 

SYMBOLS 
SYMBDLES 

tA 

tcrtcs 

CIS 

TEST CONDITIONS 
CONDITIDNS DE 

MESURE 

tamb = 25°C 

See timing diagram and test 
(:onditions 
Vo;r Ie diagramme des temps et 
les conditions de test 

f = 1 MHz VI = VSS 

Note 3 These parameters are periodically sampled and are not 100 % tested. 
Ces parametres sont mesures par prtJlevement ef ne sont pas testes a tOO %. 

DYNAMIC WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIOUES 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

750 1200 ns 

500 900 ns 

5 8 pF 

VSS-2V--------------------~~I~r-----------------------------------------

" " ~.,." 
I 
I tA 

-------------------------~I~.~~~~~~~~~~::~ +3 V 

D,ata valid 
Information valide 

Data may change 
L 'information peut changer 

+ 1 ,5 V Data valid 
Information va/ide 

O __________________ -+ ________________ J 

DYNAMIC TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TESTS DYNAMIOUES 

+5Vo-----~----~~------------~~--------------~ 

±5% 

3,3 kn 

TTL·DTL gate 
+3 V Operareur TTL·DTL 

-.JL 
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SF.F 70660 

-5V 
±5% 

-12V 
±5% 

TTL· DTL gate 
Opcrateur TTL· OTL 

P-----.---<> EO 

1

10PF 115PF 

" ~ \ 



TYPICAL CURVES 
COURSES TYP/QUES 

tA 
(ns) 

850 

800 

750 

700 

\ , 
\ , , , , 
,\\,~ 
<~ 

"" 
~ 

~~,': "6 VI 

'" 
.... 17V VSS 

18VI-

"jb ~25 °c 

9 10 

I 

25 

20 .,-------15 _ ... --

10 

tA 
Ins I 

1000 

800 

600 

400 

o 

~ 
~--
---

SF.F 70660 

/ 

V 
V 

V V VSS ~+5V 

V 
VDD ~-5 V 

VGG ~-12V 

... 

-50 -25 0 +25 +50 +75+100+125tamb 
\ °CI 

-18 V I-

.17 V V 

1-16 V 

tamb =25 O C 

5 
8 9 10 
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SEF 70660 

TYPICAL CURVES 
COURBES TYP/QUES 

100 
(rnA I 

40 

30 

20 

10 

o 

t-.... 

vss =+5V _ 

Voo =-5V 

vGG =-12V 

r--.. r-- r- r-- r-

-50 -25 0 +25 +50 +75+100+125 'amb(OCI 

IGG 
(mAl 

7 

6 

5 

4 

3 

f'-I'.. 
~ r"- r--.. 

I 

7 

6 

5 

4 

3 
15 

f".. I'-.. 

VSS =+5 V 

VOO =-5V 

VGG =-12V 

-
_ ... 

L.--" .,,'" 
t---

t =25 O C amb 
VSS-VOO =10V 

16 17 

-50 -25 0 +25+50+75+100+125 'amb(OCI 
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TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA nONS TYP/QUES 

- TTL· OTL COMPATIBILITY 
COMPA Tl81L1TE TTL . DTL 

R* 

5V 

SF.F 70660 

TTL· OTL gate 
Op4rBteur TTL • D TL 

SFJ 70660 

R* optional resistor (improved noise immunity) 

For an open collector driving gate (i.e. SF.C 401 ) 
use R values from 350 n to 10 kn,depending from 
the power and speed requirements. 

R * res/stance 'acultative (ameliors /'immuniteBux bruits J 

TTL . OTL gate 
Opefateuf TTL . DTL 

-5V -12V 

Dans Ie cas d'un operateur d'entree a collecteur ouvert (tel 

un SF.C 401) utililflf una valeur comprise entre 350 net 
10 knen fonctiondu crlt.s vitBSS8 consommstion recher

eM. 

- M 0 S· M 0 S APPLICATION 
APPLICATION MOS ·MOS 

Level translators 
Tran,/ateurs de nivINJ(' 

SF.F 70660 

(/>1 TTL ~ 
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SEF 70660 

-512 x 4 OR 256 x 8 CONFIGURATION 
CONFIGURATION 512 x 4 OU 256 x 8 

256 x 10 

512 x 5 

A8 • CS3 line operate like a chip select line CS3 
L'lInt" AS . CS3 .... una IIntrH d'lnhlbitlon CS3 

A8. CS3 line is the 9th address A8 
L 'enne A8. CS311,t rentrtJe de Js 91mB adl'tlllSB AS 

A8 = V Il Enables the even outputs (02, 04 •... 010) 
Vs/~ Is, IOrtiBl psi,., (02. 04 .. .. 010) 

A8 = VIH Enables the odd outputs (01,03 .... 09) 
V.,ids IeHorti •• impslre, (0 I. 03 . ... 09) 

In this configuration connect 01 to 02, 03 to 04, 05 to 06, 07 to 08, 09 to 010 
OsnsCtltteconfigurstion relie, 01 II 02. 0311 04. 05 II 06. 07 II 08. 09 II 010 

"CS1, CS2, CS3" Selected 
5electionntJ 

outputs enabled 
$Ort;II'tls/idees 

"CS1, CS2, CS3" Unselected: outputs in third state 
Non ./eet/anne : $Orr/lIS 8U 38m. 'tat 

-5V 

.- AO VOO -
~ Al 

01 
.. A2 

~ A3 

• A4 02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

• A5 

.- A6 

~ A7 

.- CSl 

.- CS2 

~ CS3 

010 - Vss VGG I--

+ V -12V 

819 

370 

-5V 

.- AO VOO 

.- A1 

.- A2 

.- A3 01 

.- A4 02 

.- A5 03 

~ A6 04 

.- A7 05 

.- A8 06 .- CSl 07 
~ CS2 08 

09 

010 
Vss VGG 

+5V 
512x5 

-12V 

81 

82 

83 

84 

85 



SF.F 70660 

MEMORY EXPANSION 
EXTENSION DE CAPACITE 

- 256 x N WORDS OF 10 BIT 
256 x N MOTS DE 10 BITS 

I I I 
I I I 

I 
I 

I I I I I I I 

CSl 
CS2 
CS3 

~ SF.F 70660 - SF.F 70660 rr SF.F 70660 

V ! ! ! Ir : : I : ! ! 
I I I I I 

I I I 
I I ! I i ! 

I I I 
I 

I I I I I I I I : 

Note: The maximum number of "and wired" outputs depends on speed requirement (C Load) 
Le nombre maximal de sorties cAb/ees en,emble depend de Is vitesse desiree (charge capacitive) 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

-----
-----
-----

I -----

----

: ---
I 

---: 
I 

I -----
----
-----
-----

AO 
Al 
A2 

A7 

01 
02 
03 

010 

Combinations "CS 1 ,CS2,CS3" per package must be all different. So it is possible to drive 8 packages without 
p.xternal logique. 

Les combinaisons "CS " CS2, CS3" des boitiers doivent 8trs difMrentes. Ains; if est possible de travailler sur 8 bottiers sans logique 
exterieure. 

- 256 WORDS OF 10 x N BIT 
256 MOTS DE 10 x N BITS 

I I I 
I I I 

I I I , I 
I 

CSl 
CS2 
CS3 

~ 
SF,F 70660 

! : ! ! ! 
I@ SF.F 70660 I@ 

I : I ! ! 
I 

I 

I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 

01 010 011 020 

rJote: Combinations :"CSl CS2,CS3"per package must be all identical 
Les combinaisons :"CS1,CS2,CS3" des boftiers do;vent Itrs identiques. 

021 

I I I I 

SF.F 70660 

! ! 

I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 

-----
-----
-----
-----

----

--
-----

030 

AO 
Al 
A2 

A7 
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SF.F 70700 

3072 BIT READ ONLY MEMORIES (256 x 12) 
MEMOIRES MORTES 3072 BITS (256 x 12) 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

Power supplies 
Tension d'alimentation 

Operati ng free-air 
Type Package temperature range Storage temperature 

VSS VGG Baitier Gamme de temperature Temperature de stackage 
ambian te de fonctionnement min. max. min. max. 

SF _F 70700 KT CB-132 -25°C, +85°C -65°C, + 1500C 4,75 V 5,25 V -16,5 V -13,5 \ 

SF.F 70700 K CB·132 O°C,' +70°C -65°C, +150°C 4,75 V 5,25 V -16,5 V -13,5 " 

- 3 chip select inputs coded on custom requirement - 3 entn§1I8 de .'ecrian corJHs .. ,. demand. du client 

- 1 chip enable input - 1 entrr!e d'inhibition 

Functionnal diagram Principal features 
Schema synoptique Donnees principales 

-
~ 

AO 

~ 
A1 - 256 x 12 configuration 

- Static operation. No clock 
1;;>-

f-WJ 
A2 - Fully decoded ""-Matrix f- ~~ - TTL· DTL direct compatibility 

Marrice A3 
~~ ~ - Bare drain outputs 

A4 - Chip enable output control 

~ - 3 chip select inputs 
A5 - 360 mW typical 

-H:BJ - 1 /1s typical access time 

! - +5 V, -15 V power supplies, 

~ 
"8 - -0-! A6 

X selector I-- d & A7 
S6lecteuf X 

~--<@l - Configuration 256 x 12 , - Enti~rem8nt statique. Aucune hor'. 
;---

- Adrs$S8S decodess 

Buffers 
CS1 

f- CS2 - CompatibiliM directs avec circuit TTL· OTL 
AmplificBteufs 

CS3 - Sorties" drain ouvert 

O~ ;2 
~ ~ T - Contr(}le des sorties psr inhibition 

I I I I I I I I 
- 3 entrees de s{Jlection CE 

012 - 360 mW typiquB 

- Temps d'acds typiqUB 1 J..lS 

CE = "V I L" outputs enabled 
- AlimBntBtions + 5 V, -15 v. 

sorties validees 

CE = "V IH" outputs disabled (open circuits) 
sorties inhibhs (circuits ouverts) 
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SF.F 70700 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: CB-132 
BoFtier 

Top view 
Vuededeau. 

01 N.C. Vss N.C. AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 CE CS3 

N.C : No connection 
Non confHICtr§ 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Power supplies with respect to VSS 
Tensions d'alimentation par rapport iJ VSS 

Voltage on any pin 
Tension sur une broche quelconqutl 

Operating temperature 
Temperature de fonctionfHIment 

Storage temperature 
Temp8rature de stockage 

Lead temperature soldering (10 SI 
Temperature de soudurtl des bracht" (10 S) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOO 
VGG 

VALUES 
VA LEURS 

VSS -22V VSS +0.3 V 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

KT -25°C .. + 85°C 
K O°C .. + 700C 

-65°C .. +150°C 

300°C 

SPECI FI ED OPERATI NG CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS OE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf specification contraire) 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 
VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES 
~~IN. TYP. MAX. 

UNITES 

VSS power supply VSS 4,75 5 5,25 V Tension d'alimentation VSS 

VGG power supply 
VGG -16,5 -15 -13,5 V Tension d'alimentation V GG 

Low level input voltage VIL VSS -4,2 V Tension d'entree II remt bas 

High level input voltage VIH VSS -2 VSS +0,3 V Tension d'entme II remt haut 

Ambient temperature SF.F 70700 KT tamb 
-25 +25 +85 °C 

Temperature ambiante SF.F 70700 K 0 +25 +70 °C 

217 

374 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input leakage current 
Courant de fuire tmtree-substrat 

High level output voltage 
Tension de sOftie a r~tat haut 

MOS_TTL 

High level output voltage 
Tension de sortie Ii retat haut 

MOS_MOS 

Low level output voltage 
Tension de sortie Ii retat bas 

MOS_TTL 

Low level output voltage 
Tension de sortie a reter bas 

MOS_MOS 

V GG power supply current per package 
Courant de I'alimentation VGG par bairier 

Power dissipation 
Puissance dissipAe 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

IISB 

VOH 

VOH 

VOL 

VOL 

IGG 

Ptot 

SFF 70700 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONOITIONS DE VAL EURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

VI =VSS -5,25 V tamb =25°C 

All other pins at Vss 
2 Jl.A 

Toutes les aurres broches Ii VSS 

IOH = 2,5 mA 2,5 V 
Vss = 4,75 V 

VSS Load 20 krl to -15 V V 
Charge d. 20 krl" -75 V -2 

See note 1 
Voir note 1 

Load 20 krl to -15 V VSS V 
Cherge d. 20 krl" - 75 V -8 

Outputs with 10 Mrl to ground 
Sorties chargees par 10 Mnli III masse 18 32 mA 

Outputs with 10 Mrl to ground 
Sorties chargees par 10 Mna la mBSSfl 360 700 

Note 1: For a low level output the output transistor is off and the impedance between VSS and output pin is of several 
Mrl 
Pour un nivtNIU de sortie B I'etat bas Ie transistor de sortie est bloqutJ et son impedance par rapport Ii VSS est de plUS;flUfS Mil 

3/7 

375 



SEF 70700 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONOITIONS OE VALEURS UNITS 

PARAMETRES. SYMBOLES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

Access time tA 
Temps d'acc8s tamb = 25°C 

See timing diagram and test 
conditions 

Chip inhibit and chip select time 
Voir Ie diagramme des temps et 

tcrtcs les conditions de test 
Temps d'etablissement et de levtle d'inhibition 

Input capacitance (Note 2) CIB f = 1 MHz VI = VSS Capacite d'entree 

Note 2 These parameters are periodically sampled and are not 100 % tested. 
ees paratMtres sont mewr. par preljvement et ne sont pas te5Ms II 100 %. 

DYNAMIC WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIQUES t r · t f 

1000 1500 ns 

700 1000 ns 

5 8 pF 

-, I" 
VSS-2V------------------~~,~r-------------------------------------

E, ll\!+1,5 V 

OV • I 

Data valid 
Information valide 

DYNAMIC TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TESTS DYNAMIOUES 

I 
I 
I" 

Data may change 
L 'informauon peut changer 

+5V o-~~----~--------------~~--------------__, 
±5% 

TTL·DTL gate 
+3 V Oper.,eur TTL·DTL 

J"L 
o 
IT =!t';;; 20 ns 

4/7 
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3,3 kn 

SF.F 70700 

Data valid 
Information valide 

TTL . DTL gate 
Oper • ...,r TTL . OTL 

p....--_---o EO 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYPIOUES 

- TTl· DTL COMPATIBILITY 
COMPA TlSILlTE TTL ·OTL 

+5 V 

SF.F 70700 

TTL· DTL gate 
Oi»f.tflUf TTL . DTL 

- M 0 S· M 0 S APPLICATION 
APPLICATION M OS· M OS 

617 

Level translators 
TrsnsiBtflUTS de nitllNNJ 

-15V 

Vss 

SF.F 70700 

<PI TTL <p2 

SF.F 70700 

R* optional resistor (improved noise immunity) 

For an open collector driving gate (Le. SF.C 401 ) 
use R values from 350 n to 10 kn,depending from 
the power and speed requirements. 

R· fW'mnCfl t.cultlltlllll (.~/ior. nmmunit~ .ux bruit.) 

Dans Ie cas d'un o"erateur d'entree a collecteur Duvert (tel 

un SF.C 401) utili., unfllfllJeur campri.entre 360 nSf 
10 kn.n fonction du alt ... vir ... con.ommatlon I'tICh.,.· 

chi. 

20 kn 

517 

377 
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SEF 70700 

TYPICAL CURVES 
COURBES TYP/QUES 

'A 
Insl 

1100 "-"-
~ ~mb=250C 1000 

6/7 
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900 

800 

700 

18 

100 
ImAI 

25 

20 

15 

10 

5 

18 

i'-

19 20 

/ 
~ 
~ -- tamb = 25°C_ 

19 20 

'A 
Insl 

1200 

1000 

800 

600 

400 

I 

40 

30 

20 

10 

o 

/" 
,/ Vss =5V ._ 

'/ VGG =-t5V 

,/ 

-50 -25 0 25 50 75 100 125 '.mbIOC) 

-\Iss =5 V 
VGG =-t5V 

I'-.... 
.......... r---.. --

-50 -25 0 25 50 75 100 125 'ambloCI 



SF.F 70700 

MEMORY EXPANSION 
EXTENSION OE CAPACITE 

- 256 x N WORDS OF 12 BIT 
256" N MOTS OE 12 BITS 

I I I 
I I I 

I 
I 

I I I I I I I 

CSI 
CS2 
CS3 

~ 

It..: 
SF.F 70700 r----. SF.F 70700 rr SF.F 70700 

Ir IT 
I I I 

I I 
I 

I I I 

I I I I I I I 

Note: The maximum number of "and wired" outputs depends on speed requirement (C load) 
Ls nombre tnIIXi",.' de IOnifl. clblM en..mbls tMpsnd dB I. IIim. tN,;,. (charge C/IIHICirillfl) 

I 

, I 

-----
-----
-----

I -----

----

I --

I -----
----
-----
-----

AO 
Al 
A2 

A7 

01 
02 
03 

012 

Combinations "CS I, CS2, CS3" per package must be all different. So it is possible to drive B packages without 
external logic 
LeI combina;sons uCS1. CS2. CS3" dfi boTtiers doiVtlnt 'tre difffmJntIJ8. Ainsi ilest pOlSible de tra"ailler IIlr 8 bottie,., 8lJtJ1 10. 
gique extfJrleure. 

- 256 WORDS OF 12 X N BIT 
256 MOTS OE 12" N BITS 

CSI 
CS2 
CS3 

ffr: 
I 
I 
I 

01 

I I I I 
I I I I 

SF.F 70700 

I 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I 

012 

I I , I 

rPr SF.F 70700 

II2 I 

I I I I I I 
I I I I I I 
I I I 

013 024 

Note: Combinations: "CS1,CS2,CS3" per package must be all identical 
LeI combi,y;,ons :"CS',CS2,CS3" des boirier. doivent Itre identiqulIs. 

I I I I 

SF.F 70700 

III '-IT 

I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 

025 

----
----
-----
----

----

--------
----

036 

AO 
Al 
A2 

A7 

717 

379 





SF.F 70701 

3072 BIT READ ONLY MEMORIES (256 x 12) 
MEMOIRES MORTES 3072 BITS (256 x 12) 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES PRINCIPALES 

Operating free-air 
Power supplies 
Tensions d'alimentation 

Type Package temperature range Storage temperature VSS(V) VDD(V) VGG(V) Boitier Gamme de temperature Te.mperature de stackage 
ambiante de fonctionnemen t 

min. max. min. max. min. max. 

SF.F 70701 KM CB·132 -55°C, + 125°C -65°C, + 150°C 4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 -11,4 

SF.F 70701 KT CB·132 -25°C, + 85°C -65°C, + 150°C 4,75 5,25 -5,25 -4,75 -12,6 -11,4 

- 3 chip select inputs coded on custom requirement - 3 entrees de ./eerion cod~es 8 ,. demBnde du client 

- 1 ch ip enable input - 1 entree d'inhibition 

Functionnal diagram Principal features 
Schema svnoptique Donnees principales 

r-- ·AO 
--{B-I 

Al - 256 x 12 configuration 
--@l - Static operation. No clock 

a;).. 

~ 
A2 - Fully decoded ,,-

Matrix I- U - TTL· DTL direct compatibility 
Merrice A3 

~~ -{B-l - Bare drain outputs 

A4 - Chip eQable output control 

~ - 3 chip select inputs 

A5 - 340 mW typical 

~-§1 -1 J..1S typical access time 

~ - +5 V, -5 V, -12 V power supplies 

~ A6 (see note 1) 

X selector --1l~ 5electBur X A7 

~~ - Configuration 256 x 12 

~ - Enti~rement stat;que. AucufHI horloge 
r--

- AdreSSlls fMcod/Jtls 

Buffers 
CSI -- CS2 - Comp8tibili~d;l1ICte8vBCc;rcuit TTL -DTL 

Amplificateurs 
CS3 - Sorties 8 drain ouvert 

Jl J2 ~ ot T - Contr61e des IOrties par inhibition 
I I I I I I I I 

- 3 entrees de _Iection CE 
_ 340 mW typ;que 

- Temps d'acces typique 1", 
- Alimentations +5 V, -5 V, -12 V 

CE="V IL" outputs enabled 
sorties validees 

(voir note 1) 

CE = "V IH" outputs disabled (open circuits) 
sorties inhibees (circuits ouverts) 
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SEF 70701 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: CB-132 
Baitier 

Top view 
Vue de deaUI 

01 NC Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 CE CS3 

02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 VGG CSl CS2 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

N.C : No connection 
Nonconnectfl 

VALUES 
VA LEURS 

Power supplies with respect to VSS VOO VSS -20 V, VSS +0,3 V Tension, d'alimentation psr rapport a Vss VGG 

Voltage on any pin VSS -20 V, VSS +0,3 V Tension sur une broche quelconque 

Operating temperature KM -55°C + +125°C 
Temperature de fonctiolmement KT -25°C + + 85°C 

Storage temperature -65°C . + 150°C 
Temperature de srockage 

Lead temperature soldering (10 SI 300°C Temperature de soudure des broche, (70 S) 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf specification contraire) 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 
VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES 
MIN. rip. MAX. 

UNITES 

.-
Drain power supply VOO -5,25 -5 -4,75 V 
Tension d'alimentation drain 

Gate power supply VGG -12,6 -12 -11,4 V Tension d'slimentation grUle 

VSS power supply VSS 4,75 5 5,25 V 
Tension d'slimentation Vss 
Low level input voltage VIL VSS -4,2 V Tension d'entree."I'(]tat bas 

High level input voltage VIH VSS -2 VSS +0,3 V Tension d'entree a rerat haut 

Ambient temperature SF.F 70701 KM tamb -55 + 25 +125 °C 
Temperature ambiante SF.F 70701 KT -25 + 25 + 85 °C 

Note1: The SF.F '70701 K may operate in + 5 V, -12 V, -12 V configuration with an increase of power dissipation 
and without loss of performance. 
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Le circuit SF.F 70701 K peut fonctionner en + 5 V, -12 V. -12 V avec une augmentation de la puissance dissipee et sans 
degradation des performances. 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input leakage current 
Courant de fuite entree-substrst 

High level output voltage 
Tension de sortie a I'tlrat haut 

MOS--TTL 

High level output voltage 
Tension de 60rtiflB I'tltst haut 

MOS __ MOS 

Low level output voltage 
Tension dB ,artie a r'tat b., 
MOS __ TTL 

Low level output voltage 
Tension de IOrti" /J I'tltst bas 
MOS __ MOS 

Von power supply current per package 
Courant de I'alimentation VDO par boltier 

VGG power supply current per package 
Courant de I'alimentation V GG par boltier 

Power dissipation 
Dissipation de pU;S$IInce 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

IISB 

VOH 

VOH 

VOL 

VOL 

100 

IGG 

Ptot 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

V I =VSS -10V tamb = 25°C 

All other pins at VSS 
Toute,'e, BUrrill broche. II Vss 

IOH =-2,5mA 

Load 20 kn to -12 V 
Chargede20kna -72 V 

See note 2 
Voir note 2 

Load 20 kn to -12 V 
Charge de 20 kn ~ -12 V 

Outputs with 10 Mn to ground 
Sortieschargltllpaf 70Mn,tlllmasse 

Outputs with 10 Mn to ground 
Sorties chBrgles par to MO. I. masse 

Outputs with 10 Mn to ground 
Sorties ChBrgBeS par 10 Mns Ie masse 

SEF 70701 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX. 

1 IlA 

2,4 V 

VSS V 
-2 

0,4 V 

VSS V -8 

7 13 rnA 

16 28 rnA 

340 630 mW 

Note 2 : For low level state, output transistor is off and output impedance with respect to VSS is of several Mn 
A retat bas, Ie transistor de sortie est bloque Bt I'imp(Jdance de sortie par rapport a v ss est de plus;eurs Mn 
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SF.F 70701 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Access time 
Temps d'scces 

Chip inhibit and chip select time 
Temps d'etablissement et de levee d'inhibition 

Input capacitance (Note 3) 
Capacite d'entree 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

tA 
tamb = 25°C 

See timing diagram and test 
conditions 

tcrtcs 
Voir Ie diagramme des temps et 
les conditions de test 

CIB f = 1 MHz VI = VSS 

Note 3: These parameters are periodically sampled and are not 100 % tested. 
ees parametres sont mesures par pr,ilevement et ne sont pas testes a 100 %. 

VALUES 
VAL EURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1000 1500 ns 

700 1000 ns 

5 8 pF 

DYNAMIC WAVEFORMS t r · t f 

FORMES D'ONDE DYNAMIOUES .. :tl-11--::~~:.._-----------------
VSS-2 V -----------{~,) 

EI OV ~+l'5V 

Data valid 
Information vaJide 

DYNAMIC TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TESTS DYNAMIOUES 

I 
I 
1--

Data may change 
L 'information peut changer 

+5Vo----1-----~--------------~----------------_, 
±5% 

3,3 kn 

TTL-DTL gate 
+3 V Operateur TTL-DTL 

.JL SF.F 70701 

-5V -12 V 
±5% ±5% 
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Data valid 
Information valide 

TTL - DTL gate 
Opcrateur TTL· D TL 



TYPICAL CURVES 
COURSES TYP/QUES 

'A 
(nsl 

1200 
. 

\ 
\ \ 

\ \. 
\\~~ 
" 

1100 

1000 

"-
900 

~ 
~:' '16V " 
~ '17V 

"18V 

Vs 

'A 
(nsl 

1200 

1000 

800 

600 

/ 

,,/ 
/' 

SF.F 70701 

V 
/ 

/ 
Vvss =5V _ -VOO =-5 V 

VGG =-12V 

t = 25°C amb 
800 

8 9 10 

100 
(mAl 

9 

8 

7 

6 

5 
8 

400 
-50 -25 0 25 50 75 100 125 'amb(OCI 

----1-,18 V 

1----- ---~_17V V 

... --
:~--... - -- r16V 

r~' 
9 10 11 
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SEF 70701 

TYPICAL CURVES 
COURSES TYP/QUES 

100 
lmAl 

20 

15 

10 

5 

o 

r---.... r-.... 
Vss =5V _ 
VOO =-5V 

......... VGG=-12V --
-50 -25 0 25. 50 75 100 125 'ambloCI 

20 

'" "'-15 

r--.... 
Vss =5V 
VOO =-5V 10 
VGG=-12V 

5 

o 

20 

---~--------- tamb = 26°C 
15 

Vss- VOO = 10 V 

10 

5 

o 
15 16 17 

r---.... r-

-50 -25 0 25 50 75 100 125 'ambloCI 
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TYPICAL APPLICATIONS 
APPL leA nONS TYPIOUES 

- TTL· DTL COMPATIBILITY 
COMPATI81L1TE TTL ·OTL 

R· 

+5 V 

Vss 

SF.F 70701 

TTL· OTL gate 
o,w",..." TTL • DTL 

SF.F 70701 

R· optional resistor (improved noise immunity) 

For an open collector driving gate (i.e. SF.C 401 ) 
use R values from 350 n to 10 kn,depending from 
the power and speed requirements. 

TTL . OTL gate 
O".,.,eu, TTL . D TL 

-5V -12V 

R· ,..,in.nctI '.culmt/.,. (.rM/ior. /'immunitl.ux bruits) 

Dans Ie cas d'un operateur d'entree a co/fecteur Guvert (tel 

un SF. C 401 J utili., un. vet.tlr campri. entr. 350 n.t 

- M 0 S· M 0 S APPLICATION 
APPLICATIONMOS· MOS 

Level translators 
Tnmll.tflUf'S de niv8BU 

SF.F 70701 

¢1 TTL ¢2 

10 kn.n fonctiondu air •• vir-a. COniomITMrion nchtlr

ch4. 

20 kn 
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SF.F 70701 

MEMORY EXPANSION 
EXTENSION DE CAPACITE 

- 256 x N WORDS OF 12 BIT 
256 K N MOTS DE 72 BITS 

I I I 
I I I 

I 
I 

I I I I I I I 

CSI 
CS2 
CS3 

r-
IT.: 

SF.F 70701 - SF.F 70701 'Fr 
SF.F 70701 

Ir I' ~ ~ I ~ 
I I I 

I I 

I I I : i 
I I 

I I I I .! I I I 

Note: The maximum number of "and wired" outputs depends on speed requirement (C Load) 
L. nombr. fnIIltim./ de ",nie. c6bIH,tln,.mbl. depend dill. "i,.,. d"irH (chflrge c~;tiv.) 

! ! 

! I 

, I , 

-----
-----
-----

I -----

----

~ ---I 

-

I -----
----
-----
-----

AO 
Al 
A2 

A7 

01 
02 
03 

012 

Combinations "CS 1, CS2, CS3" per package must be all different. So it is possible to drive 8 packages without 
external logic 
Les combinaisons "CST. CS2, CS3" des boTtiers doivent btre differentes. Ainsi if est possible de travailler sur 8 baitiers sans fa
gique exterieure 

- 256 WORDS OF 12 X N BIT 
256 MOTS OE 72 It N BITS 

I I I 
I I I 

I I I I I 
I 

CSI 
CS2 
CS3 

@ 
: 

SF.F 70701 

: ! ~ ~ 
Iff? SF.F 70701 In? i I ~ : ! I 

I 
I 

I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 

01 012 013 024 

Note: Combinations "CS1, CS2, CS3" per package must be all identical 
Les combinaisons "CST, CS2, CS3" des bairiers doivent Itre identiques 
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025 

I I I I 

SF.F 70701 

I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 

-----
-----
-----
-----

----

----
---

036 

AO 
AI 
A2 

A7 



SEF 70701 

- POWER SAVER 
ECDNDMIE DE PUISSANCE 

1) - For small memory array 
Pour des memoires de 'sible capacite 

-12 V 

R 

VGG 

VSS +5V 

VOD 

• R Assume VDO # -5 V i.e. for typical values R # 1,5 kQ for one case. 
Assurer VOD # -5 V c'est-a-dire pour les valeurs typiques R # 1,5 kn pour un boirier. 

2) - For large memory array 
Pour des memoires de forte capacite 

-12V VGG 

VZ #7V .~ VSS +5V 

VOO 

m ~ 
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SF.F 70710 

1024 BIT READ ONLY MEMORIES (256 x 4 OR 128 x 8) 
MEMOIRES MORTES 1024 BITS (256 x 4 au 128 x 8) 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES PRINCIPALES 

Operating free-air 

Type Package temperature range 
Baitier Gamme de temperarure 

ambiante de fonctionnement 

" 

SF.F 70710 KT Mp·186 -25°C, +85°C 

SF.F 70710 K Mp·186 OOC, +70°C 

Outputs possibilities: 
Bare drain for TTL compatibility 
MOS load (pu II down fro m 20 kn to 1 00 kn 
optional in low state) 

Functionnal diagram 
ScMma synopt;que 

X selector 
StJlecteurX 

Matrix 
Matrice 

Power supplies 
Tensions d'alimentarion 

Storage temperature VSS(V) VDD(V) VGG(V) 
Temperature de srackage 

min. max. min. max. 

-65°C, + 150°C 11,4 12,6 0 -12,6 -11,4 

-65°C, + 150°C 11,4 12,6 0 -12,6 -11,4 

Amplificateurs de sorries.. Deux options.-

1---1~A5 

t---1H)A6 

- Sortie a drain ouvert (adaptation au c;rcuit TTL) 

- Sortie avec MOS de charge fla valeur de la charge a 

retat bas peut Drre ajustee entre 20 kn et 100 kf2J 

Principal features 
Donnees pr;nc;pales 

- 256 x 4 or 128 x 8 configuration 

- Static operation. No clocks 

- Fully decoded 

- TTL - DTL compatibility with pull up 
and pull down resistors 

1---..... -oAO - Bare drain or M 0 S load 

- Common data bussing output wire AND 
i--..... -oA 1 capability 

- Chip enable output control 

1---1~A2 - 230 mW typical 

- 500 ns typical access time 
1----<H)A3 - +12 V, -12 V power supplies. 

1---1H)A4 
- Configuration 256 x 4 ou 128 x 8 

- EntifJrement statique . Aucune horJoge 

- Adres$es dkodees 

- ~ 
e.~ i---OCE 

_ Compatibm~ avec circuit TTL· DTL a /'aide de 
resistance de tirage r-+-t-+-'-~+--r~-r+--+~~ ~ ~ 8~ i----oMC 

,~~ 

01 02 03 04 05 06 07 08 

outputs enabled 
sorties validees 

.5 8 i----OA7 

CE = "VI H" outputs disabled 
sorties inhibees 

- Option: drain ouvert ou M 0 S de charge 

- Distribution de /'information par bus sur les 
sorties. Possibi/ites de ET cAble. 

- Contr61e des sorties par !'inhibition 

- 230 mW typique 

- Temps d'acces typique 500 ns 

- Alimentation + 12 V, -12 V. 

74 . 6 1/8 
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SEF 70710 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: MP-1S6 (CB·68) 
Boitier 

VDD N.C. N.C. A3 A4 A5 A6 

Top views 
VUft de dll$lU$ 

MC CE A7 N.C. 

Thermal resistor Junction tamb 70 ° C/W 
Resistance thermique: Joncrion ambianre 70 oC/w 

NC No connection 
Non connect#§ 

A2 Al AO 01 02 03 04 05 06 07 08 VSS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Power supplies with respect to VSS 
Tensions d'alimenration par 'apport B VSS 

Voltage on any pin 
Tension sur une broche quelconque 

Operating temperature 
Tem~rllture de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

Lead temperature soldering (10 S) 
Temperaturfl de ,oudure des broches (IDS) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 
VGG 

VALUES 
VALEURS 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 
VSS -30 V, VSS +0,3 V 

VSS -20 V, VSS +0,3 V 

KT -25°C .. +85°C 
K O°C .. +70°C 

-65°C .. + 150°C 

300 °C 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf specification contraire) 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 
VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES 
MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

Drain power supply VDD GND GND GND V 
Tension d'alimentation drain 

Gate power supply VGG -12,6 -12 -11,4 V Tension d'alimenrar;on grille 

VSS power supply VSS 11,4 12 12,6 V 
TBf1s;on d'slimentation Vss 
Low level input voltage VIL VSS -8 V Tension d'enrrH 8 r'tat bas 

High level input voltage VIH VSS -2 VSS +0,3 V 
Tension d'entrfllB rerat halt 

Ambient temperature SF.F 70710 KT tamb -25 + 25 +85 °C 
Temph-ature ambianUl SF.F 70710 K 0 + 25 +70 °C 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES STAT/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

I nput leakage current 
Courant de fuire entree-substr.t 

VDD power supply current 
Courant de rBI/mentation VOD 

VGG power supply current 
Courant de rBI/mentation VGG 

Power dissipation 
Oluipation de PU;$lillnce 

High level output voltage 
Tension de 6Ortie.t "'tat IuIut 

MOS--.MOS 

High level output voltage 
Ten,ion de 6Ortie" ".t.t haut 

MOS-TTL 

Low level output voltage 
Tension de lortiell r't.t bIIS 

MOS ___ MOS 

Low level output voltage 
Tension de lOTtie" I"tat bas 

MOS_TTL 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES DYNAM/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Access time 
TIIm,.d'_ 

Chip inhibit and chip select time 
Tfltnps cretllbliutlmtlntet dB 1MB de 
I'inhlbltion 

I nput capacitance (Note 1) 
C8p«:itl d'Bn'nIe 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

IISB 

100 

IGG 

Ptot 

VOH 

VOH 

VOL 

VOL 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tA 

tcl-tcs 

CIB 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

VI -VSS -l0V 

tamb = 25Q C 
All other pins at VSS 
Toutes/IIS autre. broches .. V ss 

With 20 kG MOS load option 
on each output 
Avec option MOS de ChB'IJII20 kO 
BUr chaque sortie 

Without external pull down 
resistor 
s'n, ~';Itllnt:fl de tlr. flxtl,leurtl 

With 20 kG MOS load option 
on each output 
Avec option MOS dB charge 20 kG 
wr chsque sortie 

Chip disabled 
Inhibition 

With M 0 S pull down 20 kG 
AvecM OSdBcMrgede20 kG 

Bare drain 
Drain ouvert 

With 6,B kG, to VGG and one 
standard series TTL· DTL gate 
A..., 6,B kn. .. VGG" un ope, •. 
""', de I •• ,ie TTL • DTL 

With M 0 5 pull down 20 kG 
A""" M OSdecMrgede20 kG 

Bare drain 
Orsin OUWlrt 

With 6,B kG, to VGG plus on 
standard series TTL . DTL gate 
A...,6,Bkn. .. VGGB'unopel'/Jo 
""', d. iii .,ie TTL • DTL 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

tamb = 25Q C 
See timing diagram and test 
conditions 
Voir Ie dillgremme dtll temp. tit 
,., condltlom de IWt 

f - 1 MHz VI =VSS 

Note 1. These parameters are peroodlcally sampled and are not 100 % tested. 
eft paramlnrtlllOnt mllWre. psT prl't1vtmH1nt lit nS60nt"., ttl,"', ~ 100 l¥. 

SF.F7071O 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX 

1 p.A 

19 34 rnA 

100 p.A 

230 430 mW 

VSS 
-2 

V 

2,4 V 

VSS V 
-B 

0,4 V 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

500 1000 ns 

500 1000 ns 

5 B pF 
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SF.F 70710 

DYNAMIC WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE DYNAMIOUES 

vSS------------------~ 

~ VSS -9V 
V DO - - - - ---- - - - -- ---Jl\-..;.;..----------------------------

V ~VDD ____________________ _' 

Data valid 
Information valide 

DYNAMIC TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TESTS DYNAMIOUES 

+5 V 

3,3 krl 

SF.C 401 B 

4/8 
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,------------------
Data may change \£1 5 V Data valid 
L 'information peut changer /'\" Information val/de 

____________________ J 

+12 V 
± 5 % 

SF.F 70710 

Bare drain configuration 
Configuration drain ouvert 

6,8 krl 

-12V 
± 5% 

+5 V 

& 

TTL· DTL gate 
Operateur TTL· DTL 



TYPICAL CURVES 
COURBES TYPIOUES 

'A 
(ns) 

600 \, , 
\ 
\ 

t~ 
1------, 

\ 

~" 
~ '" -22 V 

550 

500 

450 

400 
10 

IDD 
ImAI 

25 

! 

11 

"'" ~.'~ - 24 V 

~ .... 
26 V 

tami =25°C 

12 

V 

............... .--- ~:+ 
.... ------::._ -22V 

:----
20 

15 

10 

5 
10 

tamb =25°C 

11 12 

ss - V GG 

'A 
(ns) 

800 

600 

400 

200 

0 

IDD 
(mA) 

40 

30 

20 

10 

o 

SFJ 70710 

I 
I 

Y 
V 

I 
I 
, 

, 

~!·I ~ . VSS =+12V I 

./ . VGG =-1~~ 

V 
-I lv I =OV 

i I D~ i 

~ 1---
, 

I 

! 

I I I 
-50 -25 0 +25 +50 + 75+100 tamblOCI 

"', VSS =+12V 

......... VGG=-12 V 

~~D=OV 

1'--1--

-50 -25 0 +25 +50 +75+100 'ambloCI 
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SEF 70710 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYP/QUES 

- TTL· DTL COMPATIBILITY 
COMPATIBILITE TTL· OTL 

+12 V 

R' 

SF.C 401 B 

- M 0 S· M 0 S APPLICATION 
APPLICATION M OS· M OS 

VSS 

- SF.F 31404 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ( 

6/8 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

TTL· DTL gate 
Operateur TTL . D TL 

VSS 

SF.F 70710 

~ 

SF.F 70710 { in bare drain configuration 
En configuration drain ouvert 

R" minimum value 730 n with SF.C 401 B gate. 
This R value depends on power dissipation and 
speed requirement, and the kind of driving gate. 

Valeur minimale 730 f2avec un op(usteur SF.C 401 B. 
La va/eurds R depend de /a puissance dissipee autorisee, 
des conditions de v;tesse dlJsiree,. et du type d'opera
feur d'entree utUise. 

VSS 

SF.F 31404 
I : I 
I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ~ I 



128 x 8 OR 256 x 4 CON FIGURATION 
CONFIGURATION 128 x 8 au 256 x 4 

128 x 8 A7 = VIL 
MC = VIH 

256 x 4 MC VIL 

A7 8th address 
Berne adresse 

A7 VI L Enables the even (02,04 .... 08) outputs 
Va/ide les sorties paires (02, 04 . ... 08) 

A7 VI H Enables the odd (01,03 .... 07) outputs 
Va/ide les sorties impaires (01,03 . .. . 07) 

In this configuration connect 01 to 02,03 to 04, 05 to 06, 07 to 08 
Dans cette configuration relief 01 a 02, 03 a 04, 05 a 06, 07 a 08 

DV 

AD VOO f----< AD VOO 

A1 A7 r----- A1 MC 

A2 
01 

A2 
01 

A3 02 A3 02 

A4 03 A4 03 

A5 
04 

A5 
04 

05 05 
A6 06 A6 06 

CE 07 A7 07 

,--.. 08 
MC 

08 CE 

~ VSS VGG r-- VSS VGG 

+12 V 128 x 8 -12 V +12V 256 x 4 

SEF 70710 

DV 

81 

82 

83 

84 

-12V 

71B 
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SFJ 70710 

MEMORY EXPANSION 
EXTENSION DE CAPACITE 

- 128 x N WORDS OF 8 81T 
128 x N MOTS DE 8 BITS 

CEl 

CE2 

CE3 

-
I I 
I I 

SF.F 70710 

I I I 
I I I 

I I I I 
I : : : 

,.. SF.F 70710 

I I I I 
I I I I 

I I 

,.. SF.F 70710 

I I I I 
I I I I 

I 

T 

I 
I 

---
---
---

--

AD 
Al 
A2 

A6 

01 
02 

CEN 03 

---
[ ---

---
---

V ~ -12 08 

Note: The maximum number of "and wired" outputs depends on speed requirement (C Load) and output configu
ration. For this type of expansion, take bare drain configuration. 
Le nombre maximal de sorties cablees ensemble depend de la vitesse desiree et de la configuration de sortie. Pour ce type 
d'extension, prendre la configuration drain ouvert. 

- 128 WORDS OF 8 X N 81T 
128 MOTS DE 8 x N BITS 

I I 
I I 

,. SF.F 70710 

CE 

01 

8/8 
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I 
I 

I I I 

I : I : I 

,...- SF.F 70710 

08 09 016 

I I I 
I I I 

r SF.F 70710 

017 

---
---
---

I 

---

---

024 

AD 
Al 
A2 

A6 

I 
I 
I 



Standard codes of 
read only memoires 
Codes standards des 
memoires a lecture seule 
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SF.F 70560 K 
S002 

IIIIIIII 
o 1 2 3 4 5 6 7 

1111111111 
8 9 10 11 12 13 14 15 

:,~- III1IIII 
I~'O'~:~~IIII II III 
lH 1IIIilii 

32 33 34 35 36 37 38 39 

IIIIIIII 
40 41 42 43 44 45 46 47 

III1IIII 
48 49 50 51 52 53 54 55 

IIIIIIII 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Character input addresses are in six bit ASCII code and are shown in the sequence AS ..... A3. The decimal equivalent is 
also shown for reference. 
Les adresses de caracteres sont codees sur six bits su;vant Ie code ASCII et sont representees dans la sequence AB ..... A3. L'equillalent 
decimal est AgaJement represente pour memo ire. 

72 -2 
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I~ THOMSON - CSF Direction commerciale: 50, Rue J.P. Timbaud - BP 120-92403 Courbevoie· Tel :(1) 788·50-01 - Telex: Sescom61 560 F 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS41 Service commercial R~gion Sud-E~t: 38120 (St Egreve) . l"ll! : (76) 75 - 81 - 12 - Telex: 25 731 F 

~ Service commercial Sud : 15. Avenue Camille Pellet¥! . 13602 Ail( en Provence - Tel: (91) 27 ·98 - 15 - Telex : 41665 

2560 BIT READ ONLY MEMORY 8002 ROW OUTPUT CHARACTER GENERATOR SF.F 70560 K 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS S002 GENERATEUR DE CARACTERE LlGNE PAR LlGNE 512x 5 

The SF.F 70560 K 5002 has been programmed to generate La memolre SF.F 70560 K $002 II ~t' programmes pour engendrer 
alphanumeric ASCII code characters. Three row address Ie$ csl'llCtAres 8lphanum~riques du code ASCII. Trois entrees d'sdreue 
(AO. A1. A2) and six character address (A3cto A8) input de /ignes tAo, At, A2) st six entrees d'adresse de caracreres (A3 B 
lines provide access to 64 characters. Each character is AS) donnent acclf BUX 64 cafactjres. Chaque carBctjre est 
represented in 8 standard 8 x 5 matrix. the first row being rsprell8nte psr une matr;ce de 8 x 5, la prem/iJre /igne etant toujours 
always null. blBnche. 

FUNCTION CODE INot.s 1, 2) FUNCTION CODE INotes 1, 2) 

"'''' FONCTION CODE 
~~ 

FONCTlDN CODE 

"'''' w'" 
0:'" 

Output 
0:", 

Output 00: Input 00: Input 
DC> Input Output Entree Sortie DC> Input Output Entree Sortie <tq: Entree Sortie <cq: Entree Sortie 

ABA A6A, A4AJ A2Al AcO, P·03 0201 lAs'" A6A, A4IAJ A2Al A,p, 040, 0201 
0 oo! 00 o 0 o 0 000 32 Do o 0 o 1 o 0 000 
1 01 o 0 o 0 o 0 001 111 33 01 o 0 o 1 o 0 00 1 11 1 1 
2 02 o 0 00 o 0 010 1 1 34 02 o 0 o 1 o 0 o 1 0 1 1 
3 03 00 o 0 o 0 o 1 1 1 35 03 o 0 01 o 0 o 1 1 1 1 
4 a4 00 00 00 100 1 1 1 36 04 o 0 o 1 o 0 1 o 0 1 1 
5 05 o 0 o 0 001 o 1 1 1 1 37 05 o 0 o 1 o 0 101 1 1 

6 as 00 o 0 001 1 0 1 1 1 38 OS o 0 o 1 o 0 1 1 0 1 1 
7 07 o 0 o 0 o 0 111 1 1 1 39 07 000 1 o 0 111 1 1 1 1 
8 Ao 00 000 1 000 40 Eo 000 1 0 1 000 
9 Al o 0 000 1 001 1 41 El 000 1 0 1 001 1 1 1 1 1 
10 A2 00 o 0 o 1 010 1 1 42 E2 000 1 0 1 010 1 
11 A3 00 o 0 o 1 o 1 1 1 1 43 E3 000 1 o 1 o 1 1 1 
12 A4 00 000 1 1 o 0 1 1 44 E4 o 0 o 1 o 1 100 11 1 
13 A5 00 000 1 1 o 1 111 1 1 45 E5 o 0 o 1 o 1 1 o 1 1 
14 As 00 o 0 o 1 1 1 0 1 1 46 Es o 0 o 1 o 1 1 1 0 1 
15 A7 o 0 00 o 1 111 1 1 47 E7 o 0 o 1 o 1 111 1 1 1 1 1 
16 Bo, 00 o 0 1 00 o 0 48 Fo 000 1 1 00 o 0 
17 B'l 00 o 0 1 0 001 1 J 1 1 49 Fl o 0 o 1 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 
18 B21 00 001 o 0 1 0 1 1 50 F2 000 1 1 o 0 1 0 1 
19 63 o 0 o 0 1 0 o 1 1 1 1 51 F3 o 0 o 1 1 o 0 11 1 
20 B4' 00 00 1 0 100 1 1 1 52 F4 o 0 o 1 1 o 1 00 11 1 
21 B51 o 0 001 o 1 o 1 1 1 53 F6 000 1 1 0 1 o 1 1 
22 B6' o 0 00 1 o 1 1 0 1 1 54 Fs 000 1 1 01 1 0 1 
23 B71 o 0 001 o 1 11 1 1 11 55 F7 o 0 o 1 1 0 111 1 
24 Co 00 001 1 000 56 Go 00 o 1 11 000 
25 Cll o 0 001 1 001 1 1 1 57 Gl 00 01 11 001 11 11 
26 C2 00 001 1 o 1 o 1 1 58 G2 o 0 o 1 1 1 010 1 
27 C3 o 0 001 1 o 1 1 1 59 G3 o 0 o 1 1 1 o 1 1 1 
28 C4' 00 001 1 100 1 60 G4 o 0 o 1 1 1 100 1 1 1 
29 C~' 00 o 0 1 1 1 01 1 61 G5 00 o 1 1 1 1 0 1 1 1 
30 C6 o 0 00 1 1 1 1 0 1 1 62 Gs 00 o 1 1 1 1 1 0 1 1 
31 C7 o 0 001 1 111 111 63 G7 o 0 01 1 1 111 11 1 

Page 118 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2: "1" more negative output 
AO 0, biu de paids Ie plu. 'Bible "t" sortie III plus n4gative 

"0" more positive output 
403 "0" sortie III plus pcnitive 



2560 BIT READ ONLY MEMORY 5002 ROW OUTPUT CHARACTER GENERATOR SF.F 70560 K 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS S002 GENERATEUR DE CARACTERE LlGNE PAR LlGNE 512x 6 

I 

FUNCTION CODE INotes '. 2) FUNCTION CODE (Notes 1, 2) 

"'''' FONCTION COOE "'''' FONCTION COOE 
"'to "'to "'to "'to 

"'''' Input Output "'''' Input Output 00:: 00:: 
DC) Input &,utl~ut Entree Sortie DC) Input Output Entree Sortie 
«<0; Entree artie «<0; Entree Sortie 

Ask! "'As IA,;", A2AI \A,o 10.0 OlD, IAI k! "'~s lAo AJ A A, lA, " 10,0 OlD, 

64 HO o 0 1 0 o 0 000 96 Lo o 0 1 1 o 0 000 
65 H1 00 1 o 0 o 0 o 1 1 1 97 L1 o 0 1 1 o 0 001 1 
66 H2 00 1 o 0 o 0 1 0 1 1 98 L2 00 1 1 00 010 1 
67 H3 o 0 1 o 0 o 0 1 1 1 1 99 L3 001 1 o 0 o 1 1 1 
68 H4 o 0 1 000 1 00 1 1 1 1 1 100 L4 001 1 o 0 1 o 0 1 
69 H5 o 0 1 000 1 o 1 1 1 101 L5 o 0 1 100 1 o 1 1 
70 H6 00 1 000 1 1 0 1 1 102 L6 o 0 1 1 o 0 1 1 0 1 
71 H7 00 1 o 0 o 1 1 1 1 1 103 L7 001 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 10 00 1 o 0 1 o 0 0 104 Mo 001 1 0 1 000 
73 11 00 1 001 001 1 1 1 105 M1 001 1 0 1 001 1 1 
74 12 00 1 001 010 1 106 M2 o 0 1 1 0 1 010 1 1 1 1 

I! 
75 13 o 0 1 o 0 1 o 1 1 1 

I 
107 M3 o 0 1 1 0 1 o 1 1 1 1 1 

76 14 001 o 0 1 1 o 0 1 108 M4 001 1 0 1 1 o 0 1 1 
77 15 o 0 1 o 0 1 1 o 1 1 109 M5 001 1 0 1 1 o 1 1 1 
78 16 o 0 1 o 0 1 1 1 0 1 110 M6 001 1 0 1 1 1 0 1 1 
79 17 o 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 111 M7 001 1 0 1 1 1 1 1 1 
80 Jo o 0 1 0 1 o 0 o 0 112 NO o 0 1 1 1 o 0 00 
81 J1 o 0 1 0 1 o 0 o 1 1 113 N1 o 0 1 1 1 o 0 o 1 1 1 
82 J2 o 0 1 0 1 o 0 1 0 1 114 N2 o 0 1 1 1 o 0 1 0 1 1 1 
83 J3 001 0 1 o 0 1 1 1 115 1113 001 1 1 00 1 1 1 1 1 
64 J4 o 0 1 0 1 0 1 o 0 1 116 N4 001 1 1 o 1 00 1 1 1 
85 J5 o 0 1 0 1 0 1 o 1 1 117 N5 001 1 1 0 1 o 1 1 1 
86 J6 o 0 1 0 1 o 1 1 0 1 1 118 .N6 001 1 1 o 1 1 01 1 
87 J7 o 0 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 119 N7 001 1 1 o 1 1 11 1 
88 Ko o 0 1 0 1 1 000 120 00 o 0 1 1 1 1 000 
89 K1 00 1 0 1 1 o 0 1 1 1 121 01 o 0 1 1 1 1 o 0 11 1 1 1 1 
90 K2 001 o 1 1 010 1 1 122 02 o 0 1 1 1 1 o 1 01 1 I 

I 
91 K3 o 0 1 o 1 1 o 1 1 1 1 123 03 001 1 1 1 o 1 1 1 1 

11 92 K4 o 0 1 o 1 1 100 1 1 124 04 001 1 1 1 1 001 1 
93 K5 001 o 1 1 1 o 1 1 1 125 05 001 1 1 1 1 o 1 1 1 
94 K6 001 o 1 1 1 1 0 1, 1, 126 06 001 1 1 1 1 110 1 1 
95 K7 001 o 1 1 1 1 1 1 1 171 07 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Note 1 : AO 0, least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
AO 0, bits de paids Ie plus 'aible "1" sortie Ie plus n6gstive 

404 
"0" more positive output 
"0" sortie Ie plus positive 

I 



2560 BIT READ ONLY MEMORY S002 ROW OUTPUT CHARACTER GENERATOR SF.F 70560 K 
512x 5 MEMOIRE MaRTE 2560 BITS S002 GENERATEUR DE CARACTERE LlGNE PAR LlGNE 

FUNCTION COOE (Notes 1, 21 FUNCTION CODE (Notes 1, 21 
til", FONCTION COOE til", FONCTION COOE 
~~ ffJ~ 
a:", 

Input Output 
a:", 

Input Output 00: 00: 
00 Input ~(ut~ut Entree Sortie 00 Input Output Entfi!e Sortie 
«'" Entree ortle «'" Entree Sortie 

As"" [II; AS JA.[A; A AI A,iQ: 0;[03 0201 iN"" 1"< As IA. A A AI f'>-' Os ~,O 0,01 

128 Po o 1 o 0 o 0 000 160 To o 1 o 1 o 0 000 
129 P1 0 1 o 0 o 0 o 0 1 111 1 161 T1 0 1 o 1 o 0 o 0 1 11 1 11 
130 P2 0 1 o 0 o 0 010 1 1 162 T2 0 1 0 1 o 0 010 1 
131 P3 0 1 o 0 o 0 o 1 1 1 1 163 T3 0 1 o 1 o 0 o 1 1 1 
132 P4 0 1 o 0 o 0 1 o 0 1 1 1 1 164 T4 o 1 o 1 o 0 100 1 
133 PS 0 1 o 0 o 0 1 01 1 165 Ts 0 1 0 1 o 0 1 o 1 1 
134 P6 0 1 o 0 o 0 1 1 0 1 166 T6 0 1 0 1 o 0 1 1 0 1 
135 P7 0 1 o 0 o 0 1 11 1 167 T7 0 1 o 1 o 0 111 1 
136 Qo 0 1 000 1 000 168 Uo o 1 0 1 0 1 o 0 0 
137 Q1 0 1 000 1 o 0 1 11 1 169 U1 o 1 0 1 0 1 o 0 11 1 
138 Q2 0 1 000 1 o 1 0 1 1 170 U2 0 1 0 1 0 1 o 1 o 1 1 
139 Q3 o 1 o 0 0 1 o 1 1 1 1 171 U3 0 1 0 1 0 1 o 1 11 1 
140 Q4 0 1 000 1 1 o 0 1 1 172 U4 0 1 0 1 o 1 1 o 0 1 1 
141 Qs 0 1 000 1 1 o 1 1 1 1 173 Us 0 1 0 1 o 1 1 o 1 1 1 
142 Q6 0 1 000 1 1 1 0 1 1 174 U6 010 1 o 1 1 1 01 1 
143 Q7 0 1 o 0 o 1 1 111 1 1 175 U7 010 1 o 1 1 11 111 
144 Ro 0 1 o 0 1 o 0 o 0 176 VO o 1 0 1 1 o 0 o 0 
145 R1 0 1 o 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 177 V1 o 1 o 1 1 o 0 o 1 1 1 
146 R2 0 1 o 0 1 o 0 1 0 1 1 178 V2 o 1 o 1 1 o 0 1 0 1 1 
147 R3 o 1 001 o 0 111 1 179 V3 o 1 0 1 1 o 0 111 1 
148 R4 o 1 o 0 1 0 1 o 0 1 1 1 1 180 V4 0 1 o 1 1 0 100 1 1 
149 Rs 0 1 o 0 1 o 1 o 1 1 1 181 Vs 01 0 1 110 Ii 10 1 1 1 
150 R6 0 1 o 0 1 o 1 1 0 1 1 182 V6 o 1 0 1 1 o 1 1 0 1 
151 R7 0 1 o 0 1 o 1 111 1 183 V7 0 1 0 1 1 o 1 11 1 
152 50 o 1 001 1 000 184 WO 0 1 0 1 1 1 0100 
153 51 0 1 001 1 0 o 1 1 1 1 185 W1 0 1 o 1 1 1 o 0 11 1 
154 52 0 1 001 1 0 1 0 1 1 186 W2 0 1 o 1 1 1 o 1 o 1 1 
155 53 0 1 001 1 o 1 1 1 187 W3 0 1 0 1 1 1 o 1 11 1 
156 54 o 1 001 1 100 1 188 W4 o 1 0 1 1 1 1 001 1 1 
157 5s o 1 o 0 1 1 1 o 1 1 189 Ws o 1 0 1 1 1 1 o 1 1 1 1 
158 56 o 1 001 1 1 1 o 1 1 190 W6 o 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
159 57 o 1 001 1 1 11 1 11 191 W7 o 1 0 1 1 1 1 11 1 1 
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Note 1 : Ao 01 least significant bit Note 2 : "I" more negative output 
AO 0, bits de paids Ie plus faible "1" $Ortle Is plus negative 

"0" more positive output 
405 "0" sortie la plus positive 

I 



2560 BIT READ ONLY MEMORY 8002 ROW OUTPUT CHARACTER GENERATOR SF.F 70560 K 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS S002 GENERATEUR DE CARACTERE LlGNE PAR LlGNE 512 x 5 

I FUNCTION CODE (Notes 1, 2) FUNCTION CODE (Notes 1, 2) 

"'''' FONCTION CODE "'''' FONCTION CODE 
"'v) t3~ wv) 

"'''' Input Output "'''' Input Output 00: 00: 
OCl Input Output Entree Sortie OCl Input Output Entree Sortie «" Entree Sortie «" Entree Sortie 

AB A7 A(, As f4 A3 A2Al fOO 0403 0201 ABA7 ",As A4A3 A2AI Ae"'s 04"'3 0, 0, 

192 Xo o 1 1 0 o 0 000 224 \0 o 1 1 1 0 o 0 o 0 

I 193 Xl 0 1 1 o 0 o 0 o 1 1 1 225 \ 1 0 1 1 1 o 0 001 1 
194 X2 0 1 1 o 0 o 0 1 0 1 1 226 \ 2 0 1 1 1 o 0 010 1 
195 X3 0 1 1 o 0 o 0 1 1 1 1 227 \3 o 1 1 1 o 0 o 1 1 1 
196 X4 0 1 1 000 1 o 0 1 228 \4 0 1 1 1 o 0 1 o 0 1 

I 197 X5 0 1 1 000 1 o 1 1 1 229 \5 0 1 1 1 001 o 1 1 
I 198 X6 0 1 1 000 1 1 0 1 1 230 \6 o 1 1 1 o 0 1 1 0 1 
I 199 X7 0 1 1 o 0 0 1 1 1 1 1 231 \ 7 0 1 1 1 o 0 1 1 1 1 

200 Yo 0 1 1 o 0 1 000 232 JO o 1 1 1 o 1 000 
201 Yl 0 1 1 o 0 1 o 0 1 1 1 233 Jl o 1 1 1 o 1 001 1 1 1 
202 Y2 0 1 1 o 0 1 010 ; 1 234 J2 0 1 1 1 0 1 o 1 0 1 
203 Y3 0 1 1 o 0 1 o 1 1 1 1 235 J3 0 1 1 1 0 1 o 1 1 1 
204 Y4 0 1 1 o 0 1 100 1 236 J4 0 1 1 1 0 1 1 o 0 1 
205 Y5 o 1 1 o 0 1 1 o 1 1 237 J5 0 1 1 1 o 1 1 o 1 1 
206 Y6 o 1 1 o 0 1 1 1 0 1 238 J6 0 1 1 1 o 1 1 1 0 1 
207 Y7 0 1 1 o 0 1 1 1 1 1 239 J7 0 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 
208 ZO 0 1 1 0 1 o 0 o 0 240 1\0 0 1 1 1 1 o 0 o 0 
209 Zl 0 1 1 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 241 1\1 0 1 1 1 1 o 0 o 1 1 
210 Z2 0 1 1 0 1 o 0 1 0 1 242 1\2 0 1 1 1 1 o 0 1 0 1 1 

, 211 Z3 0 1 1 0 1 o 0 1 1 1 243 1\3 o 1 1 1 1 o 0 1 1 1 1 
212 Z4 '0 1 1 0 1 0 1 o 0 1 244 1\4 o 1 1 1 1 0 1 o 0 
213 Z5 0 1 1 0 1 0 1 o 1 1 245 1\5 o 1 1 1 1 0 1 o 1 

, 214 Z6 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 246 1\6 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
215 Z7 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 247 1\7 o 1 1 1 1 o 1 1 1 

, 
216 10' 0 1 1 0 1 1 000 248 ·0 0 1 1 1 1 1 000 

I 217 11 0 1 1 0 1 1 o 0 1 1 1 1 249 ·1 0 1 1 1 1 1 o 0 1 . 
218 12 0 1 1 0 1 1 010 1 250 ·2 0 1 1 1 1 1 o 1 0 I 

219 13 0 1 1 0 1 1 o 1 1 1 251 ·3 0 1 1 1 1 1 o 1 1 I 
220 14 0 1 1 0 1 1 1 o 0 1 252 ·4 0 1 1 1 1 1 100 
221 15 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 253 ·5 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
222 16 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 254 ·6 o 1 1 1 1 1 1 1 0 
223 17 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 255 ·7 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Note 1 : AO 0, least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
AO 0, bits de paids Ie plus faible nl n sortie 18 plus negative J 

406 
"0" more positive output 

I 
" 0 " sortie la plus positive 

~ 



2560 BIT READ ONLY MEMORY 8002 ROW OUTPUT CHARACTER GENERATOR 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS S002 GENERATEUR DE CARACTERE LlGNE PAR LlGNE 

SF.F 70560 K 
512 x 5 

FUNCTION CODE INotes 1, 2) FUNCTION CODE INotes 1, 2) 
en ... FONCTION COOE en ... FONCTION CODE 
en", 

~~ w'" 0:'" Input Output Input Output 00: 00: 
00 Input gut~ut Entree Sortie 00 Input Output Entree Sortie 
<l:q: EntrlJe ortle <l:q: Entree Sortie 

f'A7 f'6 As MAJ A AI 1'<0 0,0, ",01 f"oA7 AoAs f"4AJ A AI f<>'o p,o "'01 

256 BlankO , a a a a a a a a 288 $0 , a a , a a a a a 
257 Blank1 , a a a a a a a , 289 $1 , a a , a a a a , , 
258 Blank2 , a a a a a a , a 290 $2 , a a , a a a , 0' , , , 
259 Blank3 , a a a a a a , , 29' $3 , a a , a a a , , , , 
260 Blank4 , a a a a a , a a 292 $4 , a a , a a , a a , , , 
26' Blank5 , a a a a a , a , 293 $5 , a a , a a , a , , , 
262 Blank6 , a a a a a , , a 294 $6 , a a 1 a a , , a , , , , 
263 Blank7 , a a a a a , , , 295 $7 , a a , a a , , , , 
264 10 

, a a a a , a a a 296 %0 , a a , a , a a a 
265 11 

, a a a a , a a , 1 297 %1 , a a , a , a a , , , 
266 12 , a a a a , a , a 1 298 %2 , a a , a , a , a , , , 
267 ! 3 

, a a a a , a , , 1 299 %3 , a a , a , 0' , , 
268 14 , a a a a , , a a 1 300 %4 , a a , a , , a a , 
269 ! 5 

, a a a a , , 0' 1 30' %5 
, a a 1 a , , a , , 

270 16 , a a a a , , , a 302 %6 
, a a , a , , , a , , , 

27' I 7 , a a a a , , , , 1 303 %7 
, a a , a , , , , , , 

272 "0 , a a a , a a a a 304 &0 , a a , , a a a a 
273 "1 , a a a , a a a , 1 1 305 &1 , a a , , a a a , , 
274 "2 , a a a , a a , a 1 1 306 &2 , a a , , a a 1 a , , 
275 "3 , a a a , a a , , 1 1 307 &3 , a a , , a 0' , , , 
276 "4 , a 0 a , a , a a 308 &4 , 0 a , , a , a a , 
277 "5 

, a a a , a , a , 309 &5 , a a , , a , a , , 1 , 
278 "6 1 a a a , a , , a 3'0 &6 , a a , 1 a , , a , , 
279 "7 , a a a , a , , 1 3" &7 , a a , , a , , , , , , 
280 #0 , a a a , , a a a 3'2 '0 , a a , , , a a a 
28' #1 , a a a , , a a , 1 1 3'3 '1 , a a , , , a a , , 
282 #2 , a a a , , a , a 1 1 3'4 '2 , a a , , , a T a T 
283 #3 T a a a , T a T T 1 1 , , , 3'5 ' 3 , a a , , , a , , , 
284 #4 , a a a , , , a a , , 3'6 '4 T a a , , , , a a 
285 #5 , 0 001 1 10' , , , , , 3'7 '5 , 0 o , , 1 10' 
286 #6 1 0 001 1 1 1 0 , , 318 '6 , 0 o , , , , 1 0 
287 #7 , 0 00 , , 1 , , , , 319 ' 7 , 0 o , 1 , 1 , , 
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Note 1 : Ao 0, least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
Ao 0, bits de poids Ie plus falble "1" $On/tlls plus nt1getive 

"0" more positive output 407 "0" IOrtiels plus positive 



~------------------------------------------------------------------------------------~ 

2560 BIT READ ONLY MEMORY S002 ROW OUTPUT CHARACTER GENERATOR SF.F 70560 K 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS 5002 GENERA TEUR DE CARACTERE L1GNE PAR L1GNE 5'2 x 5 

FUNCTION 
FONCTION 

CODE INotes 1. 21 
CODE II,," 

:z!:! I,,," 
Oil: 
OQ 
«« 

FUNCTION 
FONCTION 

CODE INotes 1. 21 
CODE 

320 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 352.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
321 11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 353.1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
322 I 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 354.2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
323 13101000011 1 355 .3101100011 
324 I 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 356 .4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
325 I 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 357 .5 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
326 I 6 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 358.6 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
327 17 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 359.7 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
328 10101001000 360 -0101101000 
329 11 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 361 - 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
330 121010010101 362 2101101010 
331 13 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 363 3 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
332 14,0,00,,00, 364 410110110011111 
333 151010011011 365 -5101101101 
334 16 1 01 001 1 1 0 1 366 -6 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
335 17101001111 1 367 7101101111 
336 *0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 368.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
337 '1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 369.1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
338 *2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 370 .2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 
339 *3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 371.3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
340 *4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 372 .4 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
341 *5101010101111 373.51101,1,1,101,101, 
342 *6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 374 .6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
343 *7 1 0 1 0 1 0 1 1 1 375.7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
344 +0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 376 10 1 0 1 1 1 1 00 0 
345 +'1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 317 I 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
346 +2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 378 12 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
347 .+ 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 379 13 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
348 +4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 380 I 4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
349 +5 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 381 15 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
350 :+-'6 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 382 I 6 It 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
~35~1~L-__ ~+~7-Ll~0~1~0~1~1~1~1~1J-~-L-LJ-_____ Li~ 383L-L-__ ~/~7~~1~0~1~1~1~1~1~1~1J-~-L~1L-__ --1 
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j 

Notel: Ao 0, least significant bit 
AO 0, bit, de poid. Ie plul 'sible 

Note 2 : "1" more negative output 1 
"1" $Ortie ,. plu, ~tiv8 1 
"0" more positive output 

L-4_0_8 _____________________________________ '_~_H_m_rt_~_m_p_I_W_P_N_ft_i~ __ ------------------------------~1 



2560 BIT READ ONLY MEMORY 8002 ROW OUTPUT CHARACTER GENERATOR SF.F 70560 K 
512 x 5 MEMOIRE MORTE 2560 BITS S002 GENERATEUR DE CARACTERE LlGNE PAR LlGNE 

FUNCTION CODE INotes 1, 21 FUNCTION CODE INotes 1, 21 
til", FONCTION CODE 

"'''' FONCTION CODE 

"'''' f:3~ w'" a:", 
Input Output 

a:", 
Input Output 00: 00: 

OQ Input Output Entree Sortie OQ Input Output Entree Sortie 
«<>: Entree artie «<>: Entree Sortie 

I", '" A<; AS AAJ ~2AI ~(OS 003 0201 "."" At; As iA41A3 A AI 00. o <>lOI 

384 00 1 1 o 0 o 0 000 416 40 1 1 o 1 o 0 000 
385 01 1 1 o 0 00 001 1 1 1 417 41 1 1 o 1 o 0 001 1 
386 02 1 1 o 0 o 0 010 1 1 418 42 1 1 0 1 o 0 010 1 1 
387 03 1 1 o 0 o 0 o 1 1 1 1 419 43 1 1 0 1 o 0 o 1 1 1 1 
388 04 1 1 o 0 o 0 1 001 1 420 44 1 1 0 1 00 1 00 1 1 
389 05 1 1 o 0 o 0 1 o 1 1 1 421 45 1 1 o 1 o 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
390 06 1 1 o 0 o 0 1 1 0 1 1 422 46 1 1 0 1 00 1 1 0 1 
391 07 1 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 423 47 1 1 0 1 o 0 1 1 1 1 
392 10 1 1 000 1 000 424 50 1 1 0 1 o 1 000 
393 11 1 1 000 1 001 1 425 51 1 1 0 1 o 1 001 1 1 1 1 1 
394 12 1 1 000 1 010 1 1 426 52 1 1 0 1 o 1 010 1 
395 13 1 1 000 1 o 1 1 1 427 53 1 1 0 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 
396 14 1 1 000 1 1 00 1 428 54 1 1 o 1 0 1 1 o 0 1 
397 15 1 1 000 1 1 o 1 1 429 55 1 1 0 1 0 1 1 o 1 1 
398 16 1 1 000 1 1 1 0 1 430 56 1 1 o 1 0 1 1 1 0 1 1 
399 17 1 1 000 1 1 1 1 1 1 1 431 57 1 1 o 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
400 20 1 1 o 0 1 o 0 o 0 432 60 1 1 o 1 1 o 0 o 0 

, 401 21 1 1 o 0 1 o 0 o 1 1 1 1 433 61 1 1 0 1 1 o 0 o 1 1 1 
402 22 1 1 o 0 1 o 0 1 0 1 434 62 1 1 0 1 1 o 0 1 0 1 
403 23 1 1 o 0 1 o 0 1 1 1 435 63 1 1 0 1 1 o 0 1 1 1 
404 24 1 1 o 0 1 o 1 o 0 1 1 1 436 64 1 1 0 1 1 o 1 o 0 1 1 1 1 
405 25 1 1 o 0 1 o 1 o 1 1 437 65 1 1 0 1 1 o 1 o 1 1 1 
406 26 1 1 o 0 1 o 1 1 0 1 438 66 1 1 0 1 1 o 1 1 0 1 1 
407 27 1 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 439 67 1 1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
408 30 1 1 o 0 1 1 000 440 70 1 1 0 1 1 1 000 
409 31 1 1 001 1 001 1 1 1 441 71 1 1 o 1 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 
410 32 1 1 001 1 010 1 1 442 72 1 1 o 1 1 1 010 1 
411 33 1 1 00 1 1 o 1 1 1 443 73 1 1 0 1 1 1 o 1 1 1 
412 34 1 1 o 0 1 1 1 o 0 1 1 444 74 1 1 0 1 1 1 1 o 0 1 
413 35 1 1 00 1 1 1 o 1 1 445 75 1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 
414 36 1 1 001 1 1 1 0 1 1 446 76 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
415 37 1 1 001 1 1 1 1 1 1 1 447 77 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 
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Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
AO 0, bits de paids Ie plus faible "," sortie /a plus negative 

"0" more positive output 
409 "0" sortie /a plus positive 



2560 BIT READ ONLY MEMORY 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS 

8002 ROW OUTPUT CHARACTER GENERATOR 
S002 GENERA TEUR DE CARACTERE LlGNE PAR LlGNE 

SF.F 70560 K 
512x 5 

FUNCTION CODE INotes 1, 2) FUNCTION CODE INotes 1, 2) 
<Il", FONCTION CODE 

ill~ 
FONCTION CODE 

[fH~ 
a:", 

Input Output 
a:", 

Input Output 00: 00: 
00 Input ~(ut~ut Entree Sortie 00 Input Output Entree Sortie 
<{q: Entree ortle <{q: EntrH Sortie 

As"" lAo ... AAs AlAI Ao Os 0410, 020, ~"" AoAs ~As AlAI 0, 

448 80 11 1 0 o 0 000 480 <0 11 11 o 0 000 
449 81 1 1 1 o 0 o 0 o 1 111 481 <1 11 11 o 0 001 1 
450 82 1 1 1 o 0 o 0 1 0 1 1 482 <2 1 1 1 1 o 0 010 1 
451 83 1 1 1 0 o 0 o 1 1 1 1 483 <3 1 1 1 1 0 00 11 1 
452 84 1 1 1 00 o 1 o 0 111 484 <4 1 1 1 1 0 o 1 00 1 
453 85 1 1 1 o 0 o 1 o 1 1 1 485 <5 1 1 1 1 o 0 1 0 1 1 
454 86 1 1 1 0 001 1 0 1 1 486 <6 1 1 1 1 o 0 1 1 0 1 
455 87 1 1 1 00 o 1 11 1 1 1 487 <7 1 1 1 1 00 111 1 
456 90 1 1 1 o 0 1 000 488 =0 1 1 1 1 o 1 000 
457 91 1 1 1 o 0 1 001 1 1 1 489 -1 1 1 1 1 o 1 00 1 
458 90 1 1 1 o 0 1 010 1 1 490 =2 1 1 1 1 0 1 010 
459 93 1 1 1 o 0 1 0 11 1 1 491 =3 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 
460 94 1 1 1 o 0 11 00 1 1 11 492 =4 1 1 1 1 o 1 100 
461 95 1 1 1 0 o 1 1 o 1 1 493 =5 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

, 462 96 1 1 1 00 11 1 0 1 494 =6 1 1 1 1 o 1 1 1 0 
463 97 1 1 1 0 o 1 111 11 495 =7 1 1 1 1 o 1 11 1 
464 :0 1 1 1 o 1 o 0 00 496 >0 1 1 1 1 1 0 000 
465 :1 1 1 1 o 1 o 0 o 1 497 >1 1 1 1 1 1 0 001 1 
466 :2 1 1 1 o 1 o 0 1 0 11 498 >2 1 1 1 1 1 0 010 1 
467 :3 1 1 1 o 1 o 0 11 499 >3 1 1 1 1 1 0 o 1 1 1 
468 :4 1 1 1 010 1 o 0 500 >4 1 1 1 1 1 0 100 1 
469 :5 1 1 1 0 1 o 1 01 501 >5 1 1 1 1 1 0 101 1 
470 :6 1 1 1 o 1 01 1 0 1 502 >6 1 1 1 1 1 o 1 1 0 1 
471 :7 1 1 1 o 1 o 1 11 503 >7 1 1 1 1 1 o 1 11 1 
472 ; 0 1 1 1 0 1 1 000 504 7 0' 1 1 1 1 1 1 0 o 0 
473 ;1 1 1 1 o 1 1 001 505 71 1 1 1 1 1 1 001 11 
474 ; 2 1 1 1 o 1 1 010 1 506 7 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
475 ; 3 1 1 1 0 1 1 011 507 7 3 1 1 1 1 1 1 0 11 1 
476 ; 4 1 1 1 0 1 1 1 o 0 508 7 4 1 1 1 1 1 11 o 0 1 
477 ; 5 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 509 7 5 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 
478 ;6 1 1 101 1 1 1 0 1 510 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
479 ; 7 1 1 1 0 1 1 1 11 1 511 7 7 1 1 1 1 1 1 111 1 
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Note 1 : Ao 01 least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
AO 0, bits de paid./e plus faible "t" .ortie Ia plu. nBgstllfB 

410 
"0" more positive output 
"0" IOrtie I. p/u. poIitillfl 

1 

I 

I 

I 

I 
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2048 BIT READ ONLY MEMORY 5001 SINE LOOK·UP TABLE SF.F70611 K 
MEMOIRE MaRTE 2048 BITS SOOI CODE SINUS 256 x 8 

The SF.F 70611 K SOOI has been programmed to obtain the La memoire SF.F 70611 K S001 a efe programmfJe pour resoudre 
solution to the equation Y = sin 8 with 0 ..;;; 8 < 90 0 and l'«iu8tion Y =sin (}avec 0 ~e <90 0 et O:S;;; Y < 1. L'arc 0.90° a ere 
o ..;;; Y < 1. The 0 . 90 0 arc is divided into 256 equal parts. divise en 256 va/eurs ega/es. Pour obtenir radresse de /a memo ire AO 
Thus the appropriate address is 256 x 8 to the nearest whole etant /e bit de paids Ie plus faible, effectuer Ie produit 2§9 x () et 

90 90 
integer for obtaining the appropriate ROM address, with AO choisir rentier /e plus proche. Les sorties 0" 02 ..... 0S ont /e5 poids 

I 
being the least significant bit. The output lines 01, 02 ..... 08 respectif, 7/2, 114 ..... 11256. La valeur sur 8 bits de la sortie est "au plus 
are binary place values 1/2, 1/4 ..... 1/256. The 8 bit output juste". Pour Ie cosinus comptementer les bits d'ent~e et ajouter "1". 

, code has been rounded off. For cosine complement all input 
bits and add "1". 

FUNCTION CODE (Notes 1, 2) FUNCTION CODE (Notes 1, 21 

"'''' FONCTION COOE "'''' FONCTION COOE 

"'''' ~~ w'" 
"'''' Output "'''' Output 00: Input 00: Input 
00 Input ~cut~ut Ent~e Sortie 00 Input Output Entrt§e Sortie «<{ Entrt§e artie «<{ Entrt§e Sortie 

"" .... AsiA_ AJ A2 AliA· Po 0, 06 as po 0, 0201 "" .... AS A, A3 A 2 AlAe cao, 1060 p,o, 001 

0 00 o 0 o 0 o 0 32 o 0 1 0 o 0 o 0 1 1 1 
1 00 o 0 o 0 o 1 1 33 o 0 1 o 0 001 1 1 1 1 
2 o 0 o 0 o 0 1 0 1 1 34 o 0 1 o 0 o 1 o 1 1 1 1 
3 00 o 0 001 1 1 1 35 o 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 
4 o 0 000 1 o 0 1 1 36 001 001 o 0 1 1 1 
5 o 0 000 1 o 1 1 37 001 o 0 1 o 1 1 1 1 1 
6 00 o 0 o 1 1 0 1 1 38 001 001 1 0 1 1 1 1 1 
7 00 o 0 o 1 1 1 1 1 1 39 001 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 o 0 o 0 1 o 0 o 1 1 1 40 o 0 1 0 1 000 1 1 1 1 1 
9 o 0 o 0 1 o 0 1 1 1 1 41 o 0 1 o 1 001 1 
10 o 0 o 0 1 010 1 42 o 0 1 o 1 o 1 o 1 1 
11 o 0 o 0 1 o 1 1 1 1 43 o 0 1 0 1 o 1 1 1 1 1 
12 o 0 o 0 1 1 o 0 1 1 1 44 o 0 1 0 1 100 1 1 
13 o 0 o 0 1 1 o 1 1 1 45 o 0 1 o 1 1 o 1 1 1 1 
14 o 0 o 0 1 1 1 0 1 1 1 46 o 0 1 o 1 1 1 0 1 1 1 1 
15 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 47 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 
16 o 0 0 1 0 000 1 1 1 48 o 0 1 1 o 0 o 0 1 1 1 
17 o 0 o 1 o 0 o 1 1 1 1 1 49 o 0 1 1 o 0 o 1 1 1 1 
18 o 0 0 1 o 0 1 0 1 1 1 50 001 1 o 0 1 01 1 1 1 
19 o 0 0 1 001 1 1 1 1 1 51 001 1 001 1 1 1 1 1 1 
20 000 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 52 0 0 1 1 o 1 00 1 1 
21 000 1 0 1 o 1 1 1 53 001 1 0 1 o 1 1 11 11 
22 000 1 0 1 1 0 1 1 54 o 0 1 1 o 1 1 01 1 1 1 
23 000 1 0 1 1 1 1 1 55 o 0 1 1 o 1 1 11 1 1 1 
24 000 1 1 000 1 1 1 56 o 0 1 1 1 000 1 1 1 1 
25 000 1 1 001 1 1 1 1 57 o 0 1 1 1 001 1 1 1 
26 000 1 1 010 1 1 1 58 001 1 1 o 1 01 1 1 1 
27 o 0 o 1 1 o 1 1 1 1 1 59 001 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 
28 o 0 o 1 1 100 1 1 1 60 o 0 1 1 1 1 o 0 1 1 1 1 
29 o 0 o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 61 001 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
30 000 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 62 001 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
31 000 1 1 1 1 1 1 1 63 001 1 1 1 1 1 1 1 1 

~-- ----~-

Chip select configuration Configuration de st§lectian du boitier Page 1/4 

GEl = "I" outputs enabled CET ="1" sorties vaJidees 

GEl = "0" outputs disabled (3rd state) CET ="0" sorties inhibees (3e etat) 

GE2 GE3 = Unconnected CE2CE3 =Non connectes 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "I" more negative output 
AO 0, bits de poids Ie plus 'aible "1" sortie la plus negative 

"0" more positive output 
411 "0" sortie la Ius ositive p p ___ ~_J 
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2048 BIT READ ONLY MEMORY 
MEMOIRE MORTE 2048 BITS 

S001 SINE LOOK·UP TABLE 
SOOI CODE SINUS 

FUNCTION COOE INotes I, 21 FUNCTION 

"'''' FONCTION COOE "'''' FONCTION 
~~ ~H~ 
"'''' Input Output "'''' Oct Oct 
0C> Input ~cut~ut Entree Sortie 0C> Input Output 
<t<>: Entree ortle <t<>: Ent"u Sortie 

A7Ao f'>SA' A3 A2 AI!'C 'o,Pl a.; as 0.,0, 0,01 

64 o 1 o 0 o 0 o 0 1 1 1 96 
65 o 1 o 0 o 0 o 1 1 1 1 1 97 
66 o 1 o 0 o 0 1 0 1 1 1 1 98 
67 0 1 o 0 o 0 11 1 1 1 1 99 
68 0 1 000 1 o 0 1 1 1 100 
69 0 1 00 o 1 o 1 1 1 1 1 101 
70 0 1 o 0 o 1 1 0 1 1 1 1 1 102 
71 0 1 o 0 o 1 11 1 1 1 1 103 
72 0 1 o 0 1 000 1 1 1 1 1 104 
73 o 1 o 0 1 001 1 1 1 1 1 1 Hi5 
74 0 1 00 1 010 1 1 1 106 
75 o 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 107 
76 0 1 00 1 1 o 0 1 1 1 1 1 108 
77 0 1 001 1 o 1 1 1 1 1 1 109 
78 o 1 001 1 1 0 1 1 1 1 1 110 
79 o 1 001 1 11 1 1 1 1 1 1 111 
80 0 1 o 1 o 0 00 1 1 1 1 1 112 
81 0 1 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 113 
82 o 1 o 1 o 0 1 0 1 1 1 1 1 1 114 
83 o 1 o 1 00 11 1 1 1 1 1 1 115 
84 0 1 010 1 o 0 1 1 1 1 1 1 116 
85 0 1 010 1 o 1 1 117 
86 0 1 0 1 o 1 1 0 1 1 118 
87 0 1 0 1 o 1 11 1 1 119 
88 0 1 0 1 1 000 1 1 120 
89 o 1 0 1 1 o 0 1 1 1 1 121 
90 0 1 0 1 1 010 1 1 1 122 
91 0 1 0 1 1 o 1 1 1 1 123 
92 o 1 0 1 1 1 o 0 1 1 1 124 
93 o 1 0 1 1 1 o 1 1 1 1 125 
94 0 1 o 1 1 1 1 0 1 1 1 126 
95 o 1 o 1 1 1 11 1 1 1 1 127 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
AO 0, bits de paids Ie plus fsible u1" sortie la plus nt1gst;ve 

412 "0" more positive output 
"0" sortie la plus positive 

A7Ao 

o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
0 1 
0 1 
o 1 
01 
0 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
01 
o 1 
o 1 
0 1 
o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
0 1 
o 1 
o 1 
o 1 

SF.F 70611 K 
256 xB 

ggg~ INotes I, 21 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

AlA< AJA2 AIf'>C 10,0, a.; aS 0.,0, io, at 

1 0 o 0 o 0 111 1 
1 0 o 0 o 1 1 1 
1 o 0 010 1 1 1 
1 0 o 0 11 1 1 j. 

100 1 o 0 1 1 1 1 
1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 
1 o 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 o 0 1 11 1 1 1 1 1 
1 o 1 000 1 1 1 
1 0 1 001 1 1 1 1 
101 010 1 1 1 1 1 
1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 00 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 11 111 1 1 
1 1 o 0 o 0 1 1 1 
1 1 00 o 1 1 1 1 
1 1 0 010 1 1 1 1 
1 1 0 011 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 01 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 101 1 0 1 1 1 1 
1 1 0 11 11 1 1 1 1 
1 11 000 1 1 1 1 
1 1 1 00 11 1 1 1 1 
1 1 1 o 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 o 1 11 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 01 1 1 1 
1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 11 1 1 1 1 
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2048 BIT READ ONLY MEMORY 
MEMOIRE MORTE 2048 BITS 

S001 SINE LOOK-UP TABLE 
SOOI CODE SINUS 

i 
FUNCTION CODE (Notes 1, 2) FUNCTION 

"'''' FDNCTlDN CODE "'''' FDNCTlDN 
"'", v>'" 

j w'" w'" 
"'''' 0:", 
Oct Input Output Oct 

I 
OQ Input Output Entree Sortie OQ Input Output 

"'''' Entree Sortie "'''' Entree Sortie 

A7"<, As A4 A3 A Alf>O 080 060, P. 0 3 0:2 0, 

128 1 0 o 0 o 0 001 1 1 1 1 160 

I 129 1 o 0 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 161 
I 130 1 o 0 000 1 0 1 1 1 1 1 i 162 

131 1 o 0 o 0 o 1 1 1 1 1 1 163 

132 1 o 0 o 0 1 o 0 1 1 1 1 1 164 
133 1 o 0 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 165 
134 1 o 0 o 0 1 1 0 1 1 1 1 1 166 
135 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 167 
136 1 000 1 0 o 0 1 1 1 1 1 1 168 
137 1 000 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 169 
138 1 000 1 010 1 1 170 
139 1 000 1 o 1 1 1 1 1 171 
140 1 000 1 1 o 0 1 1 1 172 
141 1 000 1 1 o 1 1 1 1 1 173 

: 142 1 o 0 0 1 1 1 0 1 1 1 174 

I·l#- 1 o 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 175 
144 1 o 0 1 0 000 1 1 1 1 176 
145 1 o 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 177 
146 1 o 0 1 o 0 1 0 1 1 1 178 
147 1 o 0 1 001 1 1 1 1 1 179 

I 148 1 001 0 1 o 0 1 1 1 1 180 
149 1 o 0 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 181 
150 1 o 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 182 
151 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 183 
152 1 o 0 1 1 0 o 0 1 1 1 1 1 184 
153 1 o 0 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 185 
154 1 o 0 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 186 
155 1 o 0 1 1 o 1 1 1 1 1 187 
156 1 001 1 1 o 0 1 1 1 1 188 
157 1 o 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 189 
158 1 o 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 190 
159 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 191 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
Ao 0, bits de paids Ie plus faible "1" sortie la plus negative 

"0" more positive output 
"0" sortie /8 plus positive 

SF_F 70611 K 
256 x 8 

CODE (Notes 1, 2) 
CODE 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

A7'~ Asf'. AJA, AlAe Og07 06 0, 0.03 0:2 01 

1 0 1 0 o 0 001 1 1 1 1 
1 0 1 o 0 001 1 1 1 1 1 
1 0 1 o 0 o 1 o 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 o 1 o 0 1 o 0 1 1 1 1 

1 o 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 o 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 o 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 010 1 1 1 1 1 1 
1 o 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 o 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 000 1 1 1 1 
1 0 1 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 o 0 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 o 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 001 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 010 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

11 Q 1 1 1 1 o 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2048 BIT READ ONLY MEMORY SOOl SINE LOOK·UP TABLE SF.F 70611 K 
MEMOIRE MaRTE 2048 BITS sao 1 CODE SINUS 256 xB 

I 

I FUNCTION CODE (Notes 1, 2) FUNCTION CODE INotes 1, 21 
Ul", FONCTION CODE Ul", FONCTlDN CODE 
~~ ~~ 
0:", 

Input Output 
0:", 

00; 00; Input Output 
DC) Input Output Entree Sortie DC) Input Output Entree Sortie <:-0: Entree Sortie <:-0: Entree Sortie 

A7A AsA AlA2 A'~o 080 0,;05 0.,0, 0,0, A7A AS ",,4 AlA2A so., 0,10: 0, 

192 1 1 o 0 o 0 001 1 1 1 1 1 224 1 1 1 0 00 o 0 1 1 1 1 1 1 1 
193 1 1 o 0 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 225 1 1 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
194 1 1 o 0 o 0 1 0 1 1 1 1 1 1 226 1 1 1 o 0 010 1 1 1 1 1 1 I 
195 1 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 227 1 1 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
196 1 1 o 0 o 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 228 1 1 1 o 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 
197 1 1 o 0 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 229 1 1 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 i 
i98 1 1 o 0 o 1 1 0 1 1 1 1 230 1 1 1 o 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

I 199 1 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 231 1 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 200 1 1 o 0 1 000 1 1 1 1 1 232 1 1 1 a 1 000 1 1 1 1 1 1 1 I 

201 1 1 o 0 1 001 1 1 1 1 1 233 1 1 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
202 1 1 o 0 1 010 1 1 1 1 1 234 1 1 1 0 1 010 1 1 1 1 1 1 1 · 

I 

203 1 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 235 1 1 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
204 1 1 o 0 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 236 1 1 1 0 1 100 1 1 1 1 1 1 1 

o 1 237 1 1 1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 .1 • ,-.lQL 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 j c-, 206 1 1 o 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 238 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
207 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 239 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

, 
208 1 1 0 1 o a o 0 1 1 1 1 1 1 240 1 1 1 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

i 209 1 1 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 241 1 1 1 1 00 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 210 1 1 0 1 o 0 1 0 1 1 1 1 1 1 242 1 1 1 1 00 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

211 1 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 243 1 1 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
o 0 1 1 1 1 1 1 1 244 1 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

, 
I 212 1 1 0 1 0 1 1 1 

213 1 1 0 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 245 1 1 1 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
214 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 246 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 · 215 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 247 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
216 1 1 0 1 1 000 1 1 1 1 1 248 1 1 1 1 1 0 00 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
217 1 1 0 1 1 o 0 11 1 1 1 1 1 249 1 1 1 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
218 1 1 0 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 250 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
219 1 1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 251 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
220 1 1 0 1 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 252 1 1 1 1 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

221 1 1 0 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 253 1 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1 1~ 
I 222 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 254 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

I 223 1 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 255 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
AO 01 bits de po ids Ie plus faible "1" sortie /a plus negative 

414 
"0" more positive output 
"0" sortie la plus positive 



GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

The SF.F 70612 is a monolithic read only memory 
utilizing P·channel MOS technology and storing 4096 
bit. 
Three patterns SAEI, SAEJ, SAEK have been compu· 
ted to obtain the solution to the equation Y = sin e, 
e exprimed as a binary fraction of right angle. These 
three patterns may be combined to provide a solution 
of varying resolution and accuracy. 

TYPICAL APPLICATION 
Figures 1 through 4 show the four ways that these 
parts may be combined in relation with the following 
performance specifications. 

PERFORMANCES - SPECIFICATIONS 
PERFORMANCES· SPECIFICA TlONS 

Pattern 

Figure used 
Code 

utilise 

1 SAEI 

2 {SAEI +} 
SAEJ 

lSAEI +~ 3 SAEJ + 
SAEK 

rAE I +( 4 SAEJ + 
SAEK+ 
SAEK 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Input 
resolution 
Flesolution 

d'entree 

9 bit 

9 bit 

12 bit 

15 bit 

SF.F 70612 KM, KT 
SAEI, SAEJ, SAEK 

SINE LOOK UP TABLE 
CODE SINUS 

Le SF.F 70612 est une memoirs morte monolith/que fealisee 
en techno/ogle MOS a canal P st con tenant 4096 bits. 

Trois codes SAEI, SAEJ, SAEK ont eM realislJs pour rlJsoudre 
/'equBtion Y = sin 8, () etant exprime SOUS forme de fraction 
bina/fS de rang/e droit. Ces trois codss peuvent §tre assembles 
de man/ere a obtenir una resolution erune precision variables. 

APPLICA TION TYPIQUE 

Les figures '" 4 ind/quant les quatfs montages typiques en 
(onet/on des performances donn.s par Ie tableau ci-dessous. 

Output Output Adder packages 
resolution accuracy required 
ReSOlution Pr6cision de Additionneurs 
de sortis sortie necessaires 

8 bit If I < 2.10'3 0 

16 bit If I <7,7.10'6 0 

16 bit If I < 3,8. 10.5 4 

16 bit If I < 4,7.10'5 6 

Package: MP-186 (CB·68) 
BoTtier 

Top views 
Vues dB dBuu, 

08 07 06 05 04 03 02 01 A8 A7 

CSI CS2 CS3 CS4 AO Al A2 A3 A4 A5 A6 VSS 

73·8 114 

415 



SF.F 70612 KM, KT 
SAEI, SAEJ, SAEK 

Figure 1 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

Figure 2 8 2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

e 

2-1 AS 

2-2 A7 

2-3 A6 

2-4 A5 

2-5 A4 

2-6 A3 

2-7 A2 

2-8 Al 

2-9 AO 

AS 

A7 

A6 

A5 

A4 

A3 

A2 

-AI 

- AO 

AS 

A7 

A6 

A5 

M 

A3 

A2 

Al 

AO 

SAEI OS 

07 

06 
CSI =1 
CS2=O 05 

CS3=O 
CS4=O 04 

03 

02 

01 

SAEI OS -
07 -
06 -

CSI =1 
CS2=O 05 -
CS3=O 04 -CS4=O 

03 -
02 -
01 t-

SAEJ 
08 ~ 

07 ~ 

06 t-
CSI =1 
CS2=O 

05 t-

CS3=1 
CS4=O 

04 ~ 

03 ~ 

02 t-

01 t-

Note: 8 is expressed as binary fraction of a right angle_ 
8 est une f,action binainl de rang/e droit. 

Positive logic for all SF_F 70612_ 
Logique positive pour toutes 18. mtJmoires. 

VSS =5V=VCC 
VDD= -5 V 

VGG=-12 V 

2/4 

416 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 
sin 0 

2-6 

2-7 

2-8 

2-1 

2-2 

2-3 

2-' 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

sin 8 

2-9 

2.10 

2"11 

1 



A8 
SAEI 08 

A7 
07 

A6 
06 

05 
A5 CSI 1 

A4 
CS2=0 
CS3=0 

A3 CS4 =0 04 

r--- A2 03 

..---- Al 02 

r- AO 01 

A8 SAEJ OB 

A7 
07 

A6 
06 

CSI 1 05 
A5 

CS2 0 
A4 CS3=1 

CS4 =0 
A3 04 

A2 03 

Al 02 

AO 01 

AS SAEK 081-

A7 
071--

A6 
061---

05 
A5 CSI =1 

A4 CS2=1 
CS3=1 

A3 CS4 =0 
04 

A2 
03 

Al 
02 

AO 01 

~~ 

~~ 

SF. F 70612 KM, KT 
SAEI, SAEJ, SAEK 

SF C483 
84 I:4~ A4 
83 I:31--: A3 
82 I:21--A2 
Bl I:ll--Al CO 

I 
B4 C4 I:41--: A4 
B3 I:31--: A3 
B2 I: 21--A2 
Bl 

I:ll--Al CO 

I sin O. 

B4 C4 I:41--A4 
B3 I:31--A3 
B2 I:2~ A2 
Bl I:ll--Al CO 

I 
B4 C4 I:41--A4 
B3 

I:31--,...--- A3 
B2 

I: 21--..---- A2 
Bl 

I:l~ r- Al CO 

~ 

Note: 0 is expressed as binary fraction of a right angle. 
() est une fraction binaire de rangle droit. 

Positive logic for all SF.F 70612. 
Logique positive pour routes les mflmoires. 

VSS =5V=VCC 
VOO= -5 V 
VGG= -12 V 

Figure 3 

3/4 
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SF. F 70612 KM, KT 
SEAl, SAEJ, SAEK 

...l A8 SAEI 

- A7 

- A6 
>--.., A5 CSI 1 

- A4 
CS2-0 
CS3=O 

..... A3 CS4=O 

~ 
A2 

Al 

AO 

A8 SAEJ 

I A7 

>-
A6 

A5 CSI 1 

A4 CS2-0 
CS3=1 

A3 CS4=O 

1 \ A2 

1Al J AO 

o 
A8 SAEK 

A7 

A6 
~ CSI =1 A5 CS2=1 

A4 CS3=1 
CS4=O 

A3 

A2 

Al 

AO 

AS 
SAEK 

I A7 

L....- A6 

A5 CSI =1 

A4 
CS2=1 
CS3=1 

A3 CS4=O 

A2 

Al 

AO 

4/4 

418 

08 

07 

06 

05 

04 

03 

02 

01 

08 

07 

06 

05 

04 

03 

02 

01 

08 84 
r-- A4 

07 
~ 

83 
A3 

06 
~ 

82 
A2 

05 81 
AI 

!!!~ 
04 84 

r-- A4 
03 83 

r-- A3 
02 

r- ~~ 
01 81 

Al 

08 

07 I-
06 I--
05 f---

04 

03 

02-

01-

84 
A4 
83 
A3 
82 
A2 
81 
Al 

I!~ 
84 
A4 
83 
A3 
82 
A2 
81 
Al 

!L! 
84 
A4 
83 
A3 
82 
A2 
81 
Al 

84 
r----- A4 

83 .---- A3 
82 

,-- A2 
81 

r- Al 

SF.C483 

1:4 

1:31--

1:2f--

CO 
1:1 f---

C4 
1:4 

1:3 

I: 

CO 1:1 

SF C483 

CO 

I 
C4 

CO 

I 
C4 

CO 

I 
C4 

CO • 

1:4-

1:3-

1:2-

1:1-

1:41-

1:31-

1:21-

I:lf-

1:41-

1:1-

I:f-

I:lf-

1:41-

1:1-

1:1-

1:11-

2"5 

.6 
7:7 

.8 

.'3 

.'4 
7:'5 

.'6 

sin (J 

Note: 0 is expressed as binary fraction of a right angle. 
(J Bst une fraction binaire de rang/e droit. 

Positive logic for all SF.F 70612. 

"' .. Logique positivs pour toutes/es rrmmoi 

VSS =5V=VCC 
VOO =-5V 

VGG =-12V 

Figure 4 
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DIVISION SEMJCONDUCTEURS .... Service commercial Region Sud·E~t: 38120 (St Egreve) . lei : (76) 75·81·12 - Telex: 25731 F 

~ Service commercial Sud : 15, Avenue Camille Pelletan 13602 AI>( en Provence, Tel: (91) 27 ·98· 15 - Telex : 41665 

4096 BIT READ ONLY MEMORY SAEI SINE LOOK·UP TABLE SF.F 70612 K 
MEMO/RE MORTE 4096 B/TS SAE/ CODES/NUS 512x8 

SAE I code has been computed to be used with SAEJ Le ccxJe SAEI a et8 cs/cute pourbtre utilise avec les codes SAEJ 
and SAEK codes. Output value corresponds to the first et SAEK. La valeur de sortie correspond aux 8 premiers bits de la 
eigh bit of the exact value of sine. valeur exacte du sinus. 

Chip selocted for: CS4 = CS3 = CS2 = 0 CSI = 1 Circuit lIa/ide pour: CS4 = CS3 = CS2 = a CSt =0 

FUNCTION CODe (No,.s 1, 21 FUNCTION CODe (No,es 1, 2) 

~~ 
FONCTION CODE :g'" FONCTION CODE 

a:", 
Input Output 

::!~ 
Input Output 00: 00: 

00 Input ~Gut~t Enrm. Sortie 00 Input Output Entre Sortie ..:-.: Entree ortlll ..:-.: Entree Sortie 

..... A> A,A. Io,p,a.s 0, lAo A, ~As ~'" 1A2A, 0, 

0 o 0 00 00 000 32 o 0 o 1 o 0 000 1 1 1 
1 00 o 0 00 00 I' 33 00 01 o 0 001 1 1 1 

2 o 0 o 0 00 010 1 34 00 01 o 0 010 1 1 1 
3 o 0 00 o 0 o 1 1 1 35 00 o 1 00 o 1 1 1 1 11 
4 o 0 o 0 o 0 100 1 1 36 00 o 1 o 0 1 o 0 1 1 1 
5 00 o 0 o 0 1 o 1 1 1 37 o 0 o 1 00 101 1 1 1 
6 00 o 0 o 0 1 1 0 1 38 00 o 1 001 1 0 1 1 1 1 
7 o 0 o 0 o 0 111 1 1 

I 
39 o 0 o 1 001 1 1 1 1 1 1 

8 o 0 000 1 000 1 1 40 00 o 1 0 1 000 1 1 1 11 
9 00 000 1 001 1 1 1 41 000 1 0 1 001 1 
10 o 0 o 0 o 1 010 1 1 1 42 00 o 1 o 1 010 1 
11 00 00 o 1 o 1 1 1 43 00 o 1 0 1 o 1 1 1 1 
12 o 0 000 1 100 1 1 44 o 0 o 1 0 1 1 o 0 1 1 
13 00 000 1 1 01 1 1 45 00 01 o 1 1 o 1 1 1 1 
14 o 0 o 0 01 1 1 0 1 1 46 o 0 o 1 01 1 1 0 1 1 
15 o 0 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 47 00 o 1 o 1 1 1 1 1 1 
16 o 0 001 00 o 0 1 1 48 o 0 01 1 0 000 1 1 1 
17 o 0 001 o 0 o 1 1 1 1 49 o 0 o 1 1 00 o 1 1 1 1 
18 o 0 o 0 1 0 010 1 1 1 50 o 0 o 1 1 o 0 1 0 1 1 1 1 
19 o 0 00 1 0 o 1 1 1 1 1 51 o 0 o 1 1 001 1 1 1 1 1 
20 00 001 o 1 o 0 1 1 1 1 52 000 1 1 0 1 o 0 1 1 
21 o 0 o 0 1 0 1 01 1 53 00 o 1 1 0 1 o 1 1 1 1 
22 00 o 0 1 01 1 0 1 1 54 00 o 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
23 00 o 0 1 o 1 1 1 1 1 55 00 o 1 1 0 11 1 1 1 1 
24 o 0 00 1 1 000 1 1 56 00 01 1 1 0 o 0 1 1 1 1 
25 o 0 001 1 001 1 1 1 57 00 o 1 1 1 0 o 1 1 1 1 
26 o 0 00 1 1 010 1 1 58 00 o 1 1 1 010 1 1 1 1 
27 00 001 1 o 1 1 1 1 1 59 000 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

28 o 0 001 1 100 1 1 1 60 o 0 01 1 1 100 1 1 1 1 

29 o 0 001 1 1 0 1 1 1 1 61 00 o 1 1 11 o 1 1 1 1 1 1 

30 00 001 1 1 1 0 1 1 1 1 62 o 0 o 1 1 1 1 1 0 1 1 
31 o 0 001 1 1 11 1 1 63 o 0 o 1 1 111 1 1 1 1 
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Note 1 : AD 01 least significant bit Note 2: "1" more positive output 
AO 0, bits de poids Ie plus 'sible nt" IDrtill" plus positive 

"0" more negative output 419 "0" IOrtis ,. plus negative 



4096 BIT READ ONLY MEMORY SAEI SINE LOOK·UP TABLE SF.F 70612 K 
MEMOIRE MORTE 4096 BITS SAE/ CODES/NUS 512xB 

I 

FUNCTION CODE (Notes 1, 2) FUNCTION CODE (Notes 1, 2) 
eno.u FONCT/ON CODE ~~ FDNCTION CODE en", w'" w'" a:o.u 

Output 
a:o.u 

Input Output 00: Input 00: 
OC> Input gut~ut Entree Sortie oc> Input Output EntrH Sortl. <:..: Entree artie <:..: Ent" Sortie 

As 1', Aol's A4 A3 A,AI ~D8 ole. 0sCl4 03O,Ot lAs A, lAo As 1A41A, A,AI 0sCl4 103P2 01 

64 o 0 1 0 o 0 000 11 1 96 00 11 o 0 000 1 1 1 
65 o 0 1 0 o 0 00 1 1 1 1 97 o 0 11 00 001 1 1 1 1 

I 66 00 1 0 00 010 1 1 1 1 98 o 0 11 o 0 010 1 1 1 1 
67 o 0 1 o 0 o 0 11 1 1 1 99 00 1 1 0 o 0 11 1 1 1 
68 o 0 1 000 1 o 0 1 1 1 1 100 001 1 0 o 1 00 1 1 1 1 
69 001 000 1 o 1 1 1 1 1 101 001 1 0 o 1 o 1 1 1 1 1 
70 o 0 1 000 1 1 0 1 1 1 1 102 o 0 1 1 0 o 1 1 0 1 1 1 1 
71 00 1 o 0 o 1 11 1 1 1 1 1 103 o 0 1 1 o 0 111 1 1 1 1 1 I 

72 001 001 000 1 1 1 104 o 0 1 1 0 1 000 1 1, 
I 73 o 0 1 00 1 001 1 1 1 105 001 1 0 1 001 1 1 1 

74 o 0 1 o 0 1 010 1 1 1 1 106 001 1 o 1 010 1 1 1 , 

75 o 0 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 107 o 0 1 1 0 1 o 1 1 1 1 1 I 

76 o 0 1 o 0 1 1 o 0 1 1 1 1 1 108 001 1 o 1 100 1 1 1 1 I 

77 00 1 o 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 109 001 1 o 1 1 o 1 1 1 1 
78 001 o 0 1 1 1 0 1 1 1 1 110 00 1 1 01 1 1 0 1 1 1 
79 o 0 1 o 0 11 11 1 1 11 1 111 001 1 0 11 11 1 1 1 1 
80 00 1 0 1 o 0 o 0 1 1 11 1 . 112 00 1 1 1 0 000 1 1 1 1 
81 o 0 1 0 1 00 01 1 1 11 1 113 001 1 1 0 001 1 1 1 1 
82 o 0 1 0 1 o 0 1 0 1 1 11 1 1 114 001 1 1 o 0 1 0 1 1 1 1 1 
83 001 0 1 00 11 1 115 001 1 1 00 11 1 1 1 
84 001 0 1 o 1 o 0 1 1 116 001 1 1 o 1 o 0 1 1 1 1 
85 o 0 1 0 1 0 1 o 1 1 1 117 00 1 1 1 0 101 1 1 1 1 
86 001 0 1 o 1 1 0 1 1 118 001 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
87 001 0 1 o 1 11 1 1 1 119 001 1 1 01 11 1 1 1 1 1 
88 001 0 1 1 0 00 1 1 120 001 1 1 1 0 o 0 1 1 1 1 
89 o 0 1 0 1 1 001 1 1 1 121 001 1 1 1 0 o 1 1 1 1 1 
90 o 0 1 0 1 1 010 1 1 122 001 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
91 o 0 1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 123 001 1 1 1 0 11 1 1 1 1 1 
92 o 0 1 0 1 1 1 00 1 1 11 124 00 1 1 1 11 o 0 1 1 1 1 1 1 
93 00 1 0 1 1 1 o 1 1 1 125 o 0 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 
94 o 0 1 o 1 1 1 1 0 1 1 126 001 1 1 1 1 1 0 1 1 -
95 001 o 1 1 1 11 1 1 1 127 00 1 1 1 1 111 1 1 1 
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Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more positive outPut 
AO 07 bits de poids/e plus 'sible "t" $On;' 's plus positive 

420 
"0" more negative output 
"0" IOrtie ,. plus nfJgative 

1 



---
4096 BIT READ ONLY MEMORY SAEI SINE LOOK-UP TABLE SF.F 70612 K 
MEMOIRE MaRTE 4096 BITS SAEI CODE SINUS 512xB 

FUNCTION COOE INotes I, 2) FUNCTION CODE (Notes 1. 2) 

~'" 
FONCTION COOE "'''' FONCTION CODE 

wl:! ffil:! 
"'''' Input Output "'''' Input Output 00: 00: 
OCl Input ~It~ut Entree Sortie OCl Input Output Ent" Sortie «<{ Entree ortl8 «<{ Entree Sortie 

Ae~; A A, JA;~ AlA, A,1o. 00., 0",. 0310: 0, f<I,!A, !A, As !A< A A A, f.., Os 10J" 0,04 03 en 0, 
128 o 1 o 0 o 0 000 1 1 1 160 o 1 o 1 o 0 000 111 1 
129 o 1 o 0 o 0 001 1 1 1 161 o 1 o 1 o 0 o 0 1 1 11 1 1 
130 o 1 o 0 o 0 o 1 0 1 1 1 1 162 o 1 o 1 o 0 010 1 1 1 1 1 
131 0 1 o 0 o 0 o 1 1 1 1 1 163 o 1 0 1 0 o 0 1 1 1 11 1 1 
132 o 1 o 0 001 o 0 1 1 1 164 o 1 o 1 o 0 1 o 0 1 11 1 1 1 
133 01 o 0 o 0 1 o 1 1 1 1 1 165 o 1 o 1 o 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
134 0 1 o 0 001 1 0 1 1 1 1 166 010 1 o 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
135 o 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 167 o 1 o 1 o 0 1 1 1 1 11 1 1 1 
136 o 1 o 0 o 1 000 1 1 1 1 1 168 o 1 o 1 o 1 000 1 11 1 1 1 
137 0 1 o 0 o f 001 1 1 1 169 0 1 o 1 0 1 001 1 1 1 1 1 1 
138 0 1 o 0 o 1 010 1 1 1 1 170 o 1 o 1 o 1 o 1 0 1 11 1 1 1 1 
139 0 1 o 0 o 1 o 1 1 1 1 1 1 171 o 1 0 1 o 1 o 1 1 1 
140 0 1 o 0 o 1 1 o 0 1 1 1 1 172 o 1 0 1 0 1 1 001 
141 0 1 000 1 1 o 1 1 1 1 1 1 173 0 1 0 1 0 1 1 o 1 1 1 
142 0 1 o 0 o 1 1 1 0 1 1 1 1 174 010 1 0 1 1 1 0 1 1 
143 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 175 0 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 
144 0 1 001 o 0 o 0 1 1 1 1 1 176 o 1 0 1 1 0 000 1 1 1 
145 o 1 001 o 0 o 1 1 1 1 1 1 177 010 1 1 0 00 1 1 1 
146 0 1 o 0 1 o 0 1 0 1 1 1 11 178 0 1 0 1 1 o 0 1 0 1 1 
147 0 1 o 0 1 o 0 1 1 1 1 1 11 1 179 o 1 0 1 1 o 0 1 1 1 1 1 
148 o 1 o 0 1 o 1 o 0 1 1 1 180 0 1 0 1 1 0 1 00 1 1 1 
149 o 1 o 0 1 0 1 o 1 1 1 1 181 o 1 0 1 1 0 1 o 1 1 1 1 
150 0 1 o 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 182 010 1 1 o 1 1 0 1 1 1 1 
151 0 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 183 010 1 1 o 1 1 1 1 1 
152 o 1 001 1 000 1 1 1 1 1 184 010 1 1 1 000 1 1 
153 o 1 001 1 001 1 1 1 1 1 185 o 1 o 1 1 1 001 1 1 1 
154 o 1 o 0 1 1 010 1 1 1 1 186 o 1 o 1 1 1 010 1 1 1 
155 o 1 001 1 o 1 1 1 1 1 1 1 187 o 1 0 1 1 1 011 1 1 1 
156 0 1 00 1 1 1 o 0 1 1 1 1 1 188 0 1 0 1 1 1 1 o 0 1 1 1 1 
157 o 1 001 1 1 o 1 1 1 1 1 1 189 0 1 0 1 1 1 1 o 1 1 1 1 
158 o 1 001 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 190 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
159 o 1 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 191 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more positive output 
AO 0, bits de poids /ep/us (sible "1 u sortie /a plus positive 

"0" more negative output 
421 "0" sortie Is plus negative 
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4096 BIT READ ONLY MEMORY SAEI SINE LOOK·UP TABLE SF.F 70612 K 
MEMOIRE MORTE 4096 BITS SAEI CODE SINUS 512x8 

FUNCTION CODE (Notes 1. 2) FUNCTION CODE (Note. 1, 2) 

Ill'" FONCTION CODE "'''' FONCTION CODE 
w!:l ffi~ ! 
a:", 

Input Output 
a:", 

Input Output ect: ect: 
eC) Input gut~ut Entree Sortie OC) Input Output Ent" Sortie 
«00; Ent~e ortle «00; Entru Sortie 

I'" A, f".oAS f"-oA, A, Al A~~ 06 asjo.,[o,(o, 0, AaA, A AS 1"'1\, A2At Os 00 1030,0, 

192 o 1 1 0 o 0 o 0 o 1 1.11 224 o 1 11 o 0 000 1 1 1 
193 o 1 1 0 o 0 001 1 111 1 225 o 1 11 o 0 001 1 1 1 1 
194 o 1 1 o 0 o 0 1 0 1 11 1 1 226 o 1 1 1 o 0 010 1 1 1 1 

195 o 1 1 o 0 00 11 1 1 227 o 1 1 1 0 00 11 1 1 1 

196 0 1 1 00 o 1 00 1 1 228 o 1 1 1 0 o 1 o 0 1 1 1 
197 0 1 1 o 0 o 1 o 1 1 1 1 229 0 1 1 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 

198 o 1 1 o 0 o 1 1 0 1 1 1 230 0 1 1 1 001 1 0 1 1 1 1 

199 0 1 1 o 0 o 1 11 1 1 1 231 0 1 1 1 o 0 11 1 1 1 1 1 
200 0 1 1 001 000 1 1 1 1 232 0 1 1 1 0 1 000 1 1 1 1 1 

201 0 1 1 00 1 001 1 1 1 233 0 1 1 1 0 1 001 1 1 1 1 1 
202 0 1 1 o 0 1 010 1 1 1 234 o 1 1 1 0 1 010 1 1 1 
203 0 1 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 235 0 1 1 1 0 1 o 1 1 1 1 1 
204 0 1 1 o 0 1 1 00 1 1 1 1 236 0 1 1 1 0 1 100 1 1 1 1 
205 0 1 1 001 1 o 1.1 1 1 1 237 0 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 

206 0 1 1 001 1 1 0 1 1 1 1 1 238 0 1 1 1 o 1 1 1 0 1 1 1 1 
207 0 1 1 001 1 11 1 1 1 1 1 239 o 1 1 1 o 1 1 11 1 1 1 1 1 
208 0 1 1 0 1 o 0 o 0 1 1 1 240 0 1 1 1 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 
209 0 1 1 0 1 00 o 1 1 1 1 1 241 o 1 1 1 1 o 0 o 1 1 1 1 1 
210 0 1 1 0 1 o 0 1 0 1 1 1 1 242 0 1 1 1 1 o 0 1 0 1 1 1 1 1 

211 o 1 1 0 1 o 0 11 1 1 1 1 243 0 1 1 1 1 o 0 11 1 1 1 1 1 

212 o 1 1 o 1 0 1 o 0 1 11 1 1 244 0 1 1 1 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 

213 o 1 1 o 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 245 0 1 1 1 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 
214 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 246 o 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
215 0 1 1 0 1 0 1 11 1 1 1 1 247 o 1 1 1 1 0 1 11 1 1 1 1 1 1 
216 0 1 1 0 1 1 000 1 1 1 1 1 248 0 1 1 1 1 1 000 1 1 1 
217 0 1 1 0 1 1 001 1 1 1 1 1 249 0 1 1 1 1 1 001 1 1 1 1 
218 o 1 1 0 1 1 010 1 1 1 1 1 250 0 1 1 1 1 1 010 1 1 1 1 
219 0 1 1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 251 0 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
220 o 1 1 o 1 1 100 1 1 1 1 1 1 252 0 1 1 1 1 1 1 o 0 1 1 1 1 
221 0 1 1 0 1 1 1 o 1 11 1 253 0 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

, 222 0 1 1 0 1 1 1 1 0 11 1 1 254 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
I 

223 o 1 1 0 1 1 1 11 11 1 1 255 0 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 , 
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I 
Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2: "1" more positive output I 

AO 0, bits de poids Ie plus 'aible "'" sortie /s plus positive 

I 422 "0" more negative output 
"0" sortie Is plus negative , 

I 



4096 BIT READ ONLY MEMORY SAEI SINE LOOK-UP TABLE SF_F 70612 K 
MEMOIRE MORTE 4096 BITS SAEI CODES/NUS 512x8 

FUNCTION CODE (Notes 1, 2) FUNCTION CODE (Notes 1,2) 

~'" FONCTION CODE "'''' FONCTION CODE 
wl;l "''' w., 
"'''' Input Output "'''' • Input Output 00: 00: 
DC> Input Output Entree Sortie DC> Input Output Entrh Sortie 
<{", EntrtJe Sortie <{", Entree Sortie 

IAliA7 A,As A< A, A.A! ",,00 0,,," Os 0., 030201 Aei"7 iA, As lA<iA' 1'2 AI A'~ 0,," 050., 0,0,01 

256 1 0 o 0 o 0 o 0 o 1 1 1 1 1 288 1 0 o 1 o 0 o 0 o 1 1 1 1 
257 1 o 0 o 0 o 0 o 1 1 1 1 1 1 289 100 1 00 001 1 1 1 1 
258 1 o 0 o 0 o 0 1 0 1 1 1 1 1 290 1 0 o 1 o 0 010 1 1 1 1 
259 1 o 0 o 0 o 0 11 1 1 1 1 1 291 1 o 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 
260 1 o 0 000 1 o 0 1 1 1 1 1 1 292 1 001 o 0 1 o 0 1 1 1 1 1 
261 1 o 0 000 1 o 1 1 1 1 1 1 1 293 1 001 o 0 1 o 1 1 1 1 
262 1 o 0 000 1 1 0 1 1 1 1 294 1 00 1 o 0 1 1 0 1 1 1 

I 263 1 o 0 000 1 11 1 1 1 1 295 100 1 o 0 111 1 1 1 1 
264 1 o 0 00 1 000 1 1 1 1 1 296 1 o 0 1 o 1 000 1 1 1 1 
265 1 o 0 001 001 1 1 1 1 1 297 1 o 0 1 0 1 o 0 11 1 1 1 
266 1 o 0 o 0 1 010 1 1 1 1 1 298 1 o 0 1 0 1 010 1 1 1 1 
267 1 o 0 00 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 299 1 o 0 1 0 1 o 1 11 1 1 1 1 
268 1 o 0 00 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 300 1 001 0 1 1 00 1 1 1 1 1 
269 1 o 0 001 1 o 1 1 1 1 1 1 301 1 o 0 1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 
270 1 o 0 001 1 1 0 1 1 1 1 1 302 1 001 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

I 
271 1 o 0 001 1 11 1 1 1 1 1 1 303 1 001 0 1 1 11 1 1 1 1 1 
272 1 0 o 0 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 304 1 o 0 1 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 
273 1 0 o 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 305 1 o 0 1 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 
274 1 o 0 0 1 o 0 1 0 1 1 1 '1 1 1 306 1 001 1 o 0 1 0 1 1 1 1 1 
275 1 000 1 o 0 11 1 1 1 1 1 1 1 307 1 o 0 1 1 o 0 111 1 1 1 1 1 
276 1 000 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 308 1 o 0 1 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 
277 1 000 1 0 1 o 1 1 1 309 1 001 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 
278 1 000 1 0 1 1 0 1 1 310 1 001 1 0 1 1 0 1 1 1 
279 1 o 0 o 1 o 1 11 1 1 1 311 1 o 0 1 1 o 1 111 1 1 
280 1 o 0 o 1 1 000 1 1 1 312 1 0 o 1 1 1 00 o 1 1 1 1 
281 1 000 1 1 001 1 1 1 313 1 0 o 1 1 1 o 0 11 1 1 1 
282 1 000 1 1 010 1 1 1 314 1 001 1 1 o 1 o 1 1 1 1 
283 1 000 1 1 o 1 1 1 1 1 1 315 1 00 1 1 1 o 1 11 1 1 1 
284 1 000 1 1 1 o 0 1 1 1 1 316 100 1 1 1 1 0 01 1 1 1 1 
285 1 000 1 1 1 o 1 1 1 1 317 1 001 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
286 1 000 1 1 1 1 0 1 1 1 318 1 001 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
287 1 000 1 1 1 11 1 1 1 1 319 1 001 1 1 1 11 1 1 1 1 
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Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more positive output 
AO 0, bits de paids Ie plus faible "1" sortie III plus positive 

"0" more negative output 
423 "0" sortie I. plus negative 



4096 BIT READ ONLY MEMORY SAEI SINE LOOK·UP TABLE SF.F 70612 K 
MEMOIRE MORTE 4096 BITS SAEI CODE SINUS 512x8 

I I 

\ 

FUNCTION CODE INotes 1, 2) FUNCTION CODE INotes 1, 2) 

"'''' FONCT{ON CODE "'''' FONCTION CODE 

"'''' 11)", 
UJ", UJ", 
0:", 

Output 
0:", 

Input Output 00:: Input 00:: 
Dc::. Input gut~ut EntrtJe Sortie Dc::. Input Output Entree Sortie 
«q: Entree ortle «q: Entree Sortie 

AsA 6f"s A4f"3 AlAl AO~ 006 Os 04 OJ 0201 AsA7 f6 As f4 A, f2A' fOP. 0706105 040, 020, 

320 1 0 1 0 o 0 o 0 o 1 1 1 1 352 1 0 11 00 o 0 o 1 1 11 1 
321 1 o 1 o 0 o 0 o 1 11 1 1 1 353 1 o 1 1 o 0 001 1 1 1 1 
322 1 o 1 o 0 o 0 1 0 1 1 1 1 1 354 1 0 1 1 o 0 010 1 1 1 1 
323 1 0 1 o 0 o 0 111 1 1 1 1 355 1 0 1 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 

324 1 0 1 000 1 00 1 1 1 1 1 356 1 0 1 1 o 0 1 o 0 1 1 1 1 1 

325 1 0 1 000 1 o 1 1 1 1 1 1 1 357 1 o 1 1 00 1 o 1 1 1 1 1 1 

l 326 1 0 1 o 0 o 1 1 0 1 1 1 1 1 1 358 1 o 1 1 001 1 0 1 1 1 1 1 

t 327 1 0 1 o 0 o 1 111 1 1 1 1 1 359 1 o 1 1 001 11 1 1 1 1 

328 1 0 1 o 0 1 o 0 o 1 1 1 1 360 1 o 1 1 0 1 000 1 1 1 1 
I 329 1 0 1 001 o 0 11 1 1 1 361 1 o 1 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 

330 1 o 1 001 010 1 1 1 1 1 362 1 0 1 1 0 1 010 1 1 1 1 1 
331 1 o 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 363 1 0 1 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 
332 1 o 1 o 0 1 1 o 0 1 1 1 1 1 364 1 o 1 1 0 1 1 00 1 1 1 1 1 
333 1 0 1 o 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 365 1 o 1 1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

i 334 1 0 1 o 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 366 1 o 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
I 335 1 0 1 o 0 1 1 11 1 1 1 1 1 1 367 1 0 1 1 0 1 1 11 1 1 1 1 1 1 
1-336 1 0 1 0 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 368 1 o 1 1 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 

337 1 0 1 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 369 1 0 1 1 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 
338 1 0 1 0 1 00 1 0 1 1 1 1 1 370 1 o 1 1 1 o 0 1 0 1 1 1 1 
339 1 0 1 0 1 o 0 11 "1 1 1 1 1 371 1 0 1 1 1 o 0 11 1 1 1 1 
340 1 0 1 0 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 372 1 0 1 1 1 o 1 o 0 1 1 1 1 
341 1 0 1 0 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 1 373 1 o 1 1 1 0 1 o 1 1 1 1 1 1 
342 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 374 1 o 1 1 1 o 1 1 0 1 1 1 1 1 
343 1 o 1 0 1 o 1 11 1 1 1 1 11 375 1 o 1 1 1 o 1 11 1 1 1 1 1 

344 1 0 1 0 1 1 000 1 1 1 1 11 376 1 01 1 1 1 0 o 0 1 1 1 1 1 
345 1 0 1 0 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 377 1 o 1 1 1 1 001 1 1 1 1 1 
346 1 0 1 0 1 1 010 1 1 1 1 11 1 378 1 o 1 1 1 1 010 1 1 1 1 1 
347 1 0 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 11 1 379 1 0 1 1 1 1 0 11 1 1 1 1 1 

348 1 0 1 0 1 1 1 o 0 1 1 1 380 1 0 1 1 1 1 1 o 0 1 1 1 1 1 1 
349 1 0 1 0 1 1 1 o 1 1 1 1 381 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 

1 
1-350 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 382 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

351 1 o 1 0 1 1 1 11 1 1 1 1 383 1 o 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 
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Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more positive output 1 
AO 0, bits de paids Ie plus 'aible "1" lortie /8 plus positive I 

424 
"0" more negative output 
"0" sortie la plus oogative , 



4096 BIT REAl) ONLY MEMORY 
MEMOIRE MORTE 4096 BITS 

SAEI SINE LOOK·UPTABLE SF.F 70612 K 
512x8 

384 
385 
386 
381 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
391 
398 
399 
400 
401 
402 

, 403 
404 
405 
406 
401 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 

FUNCTION 
FONCTION 

SAEI CODE SINUS 

COOE (Notes 1. 21 
COOE 

110000000111 1'1:= 
110000001111 11 
110000010111 11 1 
11000001111111 1 
11000010011111 1 
11000010111111 1 
110000110111111 
1 1 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
110001000111111 
1100010011111111 
1100010101111111 
1 1 000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1100011001111111 
1 1 000 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 000 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 000 1 1 1 1 1 1 1 1 
1100100001111 1 
1100100011111 1 
1100100101111 1 
1 1 00 1 00 1 1 1 1 1 1 1 
1100101001111 1 
1100101011111 1 
1 1 00 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1001 01 1 1 1 1 1 1 1 
1100110001111 11 
1100110011111 11 
1100110101111 11 
1100110111111 11 
11001110011111 
11001110111111 
1 1 00 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

416 
411 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
431 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
441 

FUNCTION 
FONCTION 

Notel: Ao 01 least significant bit 
AO 0, biU de poidr Ie plu. '#lible 

Note 2 : "1" more positive output 
"tH IDnifI Ie plu, positive 

"0" more negative output 
"0" lOTtie Ie plul nAgative 

COOE (Notes I, 21 
CODE 

Input 
En,,," 

Output 
$ortie 

1 101 000 0 0 1 1 1 1 1 
11010000111111 1 
110100010111111 
1 1 0 1 000 1 1 1 1 1 1 1 1 
110100100111111 
1 1 0 1 00 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 00 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
110101000111111 
1 1 0 1 0 1 00 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 001 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11011000011111 
1 1 0 1 1 000 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 00 110 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 00 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 000 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Page 718 

425 



, 
_. 

4096 BIT READ ONLY MEMORY SAEI SINE LOOK·UP TABLE SF.F 70612 K 
MEMOIRE MORTE 4096 BITS SAE/ CODES/NUS 512xB 

FUNCTION CODe (No,es 1. 2) FUNCTION CODe (No,e, I, 2) 

"'''' FONCT/ON CODE 
~~ 

FONCTION CODE 

~~ 
Output "'''' 

I 
Oil: Input Oil: Input Output 
OCl Input ~(ut~ut Ent. Sortw OCl Input Output Ent'" Sortie 
«~ Entree ortlll «~ Ent .. Sortie 

f-!A, A ~I O! ,AI 504 030:20, 1 

448 11 1 o 0 o 0 001 1 1 1 1 11 480 1 1 1 1 0 o 0 o 0 1 1 1 11 11 1 

449 1 1 1 o 0 00 011 1 1 1 1 1 1 481 1 1 1 1 0 o 0 01 1 1 1 1 1 1 1 
450 1 1 1 o 0 o 0 101 1 1 1 1 1 1 482 1 1 1 1 0 00 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
451 1 1 1 0 o 0 o 1 11 1 1 1 1 1 1 483 1 1 1 1 0 o 0 11 1 1 1 1 1 1 1 
452 1 1 1 0 o 0 1 0 o 1 1 1 1 1 1 1 484 1 1 1 1 0 o 1 001 1 1 1 1 1 1 1 
453 1 1 1 0 o 0 1 0 11 1 1 1 1 1 1 485 1 1 1 1 0 01 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
454 1 1 1 0 o 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 486 1 1 1 1 o 0 11 01 1 1 1 1 1 1 1 
455 1 1 1 o 0 01 111 1 1 1 1 1 487 1 1 1 1 00 11 11 1 1 1 1 1 1 1 
456 1 1 1 o 0 1 0 001 1 1 1 1 1 488 1 1 1 1 01 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
457 1 1 1 o 0 1 0 01 1 1 1 1 1 1 489 1 1 1 1 01 o 0 11 1 1 1 1 1 1 1 
458 1 1 1 o 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 490 1 1 1 1 01 01 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
459 1 1 1 001 01 11 1 1 1 1 1 491 1 1 1 1 0 1 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
460 1 1 1 001 1 001 1 1 1 1 1 492 1 1 1 1 0 11 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
461 1 1 1 001 1 o 1 1 1 1 1 1 1 493 1 1 1 1 0 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 
462 1 1 1 001 1 1 0 1 1 1 1 1 1 494 1 1 1 1 o 1 11 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
463 1 1 1 o 0 11 11 1 1 1 1 1 1 1 495 1 1 1 1 0 11 111 1 1 1 1 1 1 1 
464 1 1 1 o 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 1 1 496 1 1 1 1 1 0 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
465 1 1 1 01 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 497 1 1 1 1 1 0 o 0 11 1 1 1 1 1 1 1 
466 1 1 1 o 1 o 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 498 1 1 1 1 1 0 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
467 1 1 1 o 1 o 0 11 1 1 1 1 1 1 1 499 1 1 1 1 1 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
468 1 1 1 01 o 1 o 0 1 1 1 1 1 1 1 500 1 1 1 1 1 0 1 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
469 1 1 1 01 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 501 1 1 1 1 101 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
470 1 1 1 o 1 o 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 502 1 1 1 1 101 101 1 1 1 1 1 1 1 
471 1 1 1 01 o 1 11 1 1 1 1 1 1 1 503 1 1 1 1 1 0 111 1 1 1 1 1 1 1 1 
472 1 1 1 01 1 0 00 1 1 1 1 1 1 1 504 1 1 1 1 11 000 1 1 1 1 1 1 1 1 
473 1 1 1 01 1 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 505 1 1 1 1 1 1 0 o 1 11 1 1 1 1 1 1 
474 1 1 1 o 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 506 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
475 1 1 1 o 1 1 0 11 1 1 1 1 1 1 1 507 1 1 1 1 1 1 01 11 1 1 1 1 1 1 1 
476 1 1 1 o 1 1 100 1 1 1 1 1 1 1 508 1 1 1 1 1 11 001 1 1 1 1 1 1 1 
477 1 1 1 01 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 509 1 1 1 1 1 11 01 1 1 1 1 1 1 1 1 
478 1 1 1 0 1 1 110 1 1 1 1 1 1 1 510 1 1 1 1 1 11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

479 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 511 1 1 1 1 1 11 11 1 1 , , , , , 1 

Page 8/8 

Note 1 : A() 0, least significant bit Note 2 : "I" more positive output 
AO 0, bltl de poid. Ie plus ftJibl. III H lOTtie ,. plu, positive 

426 
"0" more negative output 
UON $Ortis III plu. ntlgatiVil 
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2560 BIT READ ONLY MEMORY 8004 ARCTANGENT LOOK UP TABLE 8F.F 70660 K 
MEMOIRE MaRTE 2560 BITS S004 CODE ARCTANGENTE 256 x 10 

The SF.F 70660 K S004 has been programmed to obtain the La memo;re SF. F 70660 K 5004 a ere programmee pour resoudre 

solution to the equation: e = arctan x with 0 < X < 1/2. The I'equation : () = arctg x avec 0 ~ X < 112. L 'entree X est divisee en 

input is divided into 256 equal parts for X. Thus the appropria' 256 valeurs egales. Pour obtenir I'adresse de la memoire, Aoetant Ie bit 
te input address is 512. X to the nearest whole integer for de poids Ie plus faible, effectuer Ie produit 512 X. et choisir /'entjer 

obtaining the appropriate ROM address. with AO being the Ie plus proche. La sortie a ete normalisee a 45°. Pourobtenir la valeur 
least significant bit. The output has been normalized for 45 0 • vraie, multiplier I'expression decimale equivalente de rangle par 45°. 
To obtain the true angular reading, multiply the output by Les sorties 0" 02 ..... 0,0 ont les poids respecti's 1/2, 1/4 ... 1/1024. 
45 0 i.e e = e out x 45 0 • e out is the decimal equivalent of the La valeur sur 10 bits de la sortie est "au plus juste". Les valeurs 

I 
angle e expressed in binary. The output lines 01. 02 ..... 010 correspondanta!.... ~X< 1 sontdonneespar Ie code SF. F 70660 K S005. 
are binary place values 1/2, 1/4 ..... 1/1024. The 10 bit output 2 
code has been rounded off. For values..l< X < 1 take account 
of SF.F 70660 K S005. 2 

FUNCTION CODE (Notes', 21 FUNCTION CODE (Notes 1,2) 

"'''' FONCTION CODE "'''' FONCTION CODE 

~~ "'e., We., 
0:'" 0:", 

Output 00: Input Output 00: Input 
0", Input ~Gut~ut Entree Sortie 0", Input Output Entree Sortie 
..:'" Entree ortle ..:'" Entree Sortie 

A 0, 0,0, A, ODE OEP' o io,o, 

0 32 1 1 1 1, 
1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 i 
2 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 I 
3 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 

" 
8 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1 1 

1 

13 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 ~_\ 
14 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1/ 
15 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; 

16 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 49 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 51 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 52 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 53 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 54 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 56 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 57 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 58 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 60 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 1 1 1 1 1 1 1 1 

Example : Find the angle whose tangent is 0.112. The input Exemple: Trouver rangle dont la tangente est 0,112. L'adressed'entrtJe 
address is 512 x 0.112 = 57.264. The nearest integer is 57 est 512 x 0,112 =57,264. L 'entier Ie plus proche est 57 et sera la va· 
and will be the input code (00111001). The ROM generates leur d'entr{Je (00111001). Le circuit donne la sortie: 0010010001 
the output : 0010010001 whose decimal equivalent is : dont /'equivalence decimale est: 0,141602. 
0.141602. D'o,) ¢ =0,1416 x 45° =6,37°, 
Thus </J= 0.1416 x 45 0 = 6.37°. 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "0" more negative output Page 4/4 

AO 0, bits de poids Ie plus faible "0" sortie Is plus negative 

Chip enabled 
"1" more positive output 
"0" sortie Is plus positive 427 

Circuit valide 



2560 BIT READ ONLY MEMORY S004 ARCTANGENT LOOK UP TABLE .. SF.F 70660 K 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS S004 CODE ARCTANGENTE 256 x 10 

I 
! 

i 

I , 

i 
I 

I 

I 

FUNCTION CODE INotes I, 2) FUNCTION CODE INotes 1. 2) 
~ .... FONCTION CODE "' .... FONCTION CODE 
w~ ~~ 
0: .... 0: .... 
DO: Input Output DO: Input Output 

I 
DOl Input gutl~ut Entree SOftie DOl Input Output Entree Sortie 
<t« Entrlle artie <t« Entree Sortie 

Al!,>a DK.i09 DaD] 0, 1 4p:. ""PI 
64 1 1 1 1 96 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 97 1 1 1 1 1 1 1 1 , 

66 1 1 1 1 1 1 1 98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I' 
67 1 1 1 1 1 1 1 99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

" 68 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 103 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 1 1 1 1 1 1 1 104 1 1 1 1 1 1 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 105 1 1 1 1 1 1 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 106 1 1 1 1 1 1 1 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 1 1 1 1 1 108 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 109 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 110 1 1 1 1 1 1 1 1 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 1 1 1 1 1 1 112 1 1 1 1 1 1 1 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 115 1 1 1 1 1 1 

I 
1 

84 1 1 1 1 1 1 1 116 1 1 1 1 1 1 1 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 1 1 1 1 1 1 1 1 
89 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observations: Page 2/4 

Note 1 : AD 0, least significant bit Note 2 : "0" more negative output 
AO 0, bits de poids Ie plus 'sible "0" sortie ,. plus ~t;"e 

428 
"1" more positive output 
", "Sortie '8 plus positive I 



2560 BIT READ ONLY MEMORY SOO4 ARCTANGENT LOOK UP TABLE SF.F70660 K 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS SOO4 CODE ARCTANGENTE 256x 70 

FUNCTION ggg~ INotes I, 2) FUNCTION CODE INotes I, 2) 

~~ 
FONCTION 

~~ 
FONCTION COOE 

a::1oj 
Input 

a::1oj 
00: 

Input 
Output 00: Input Output 

OQ ~Ft Entnltl Sortis OQ Input Output Entnlil Sort;' 
<<( Entnltl tiB <<( EntrH Sortie 

01 1 01 

128 1 1 1 1 1 1 11 160 1 1 1 1 1 1 1 
129 1 1 1 1 1 161 1 1 1 1 1 1 1 1 
130 1 1 1 1 1 162 1 1 1 1 1 1 
131 1 1 1 1 1 1 1 1 163 1 1 1 1 1 1 1 1 
132 1 1 1 1 1 1 164 1 1 1 1 1 1 1 
133 1 1 1 1 1 1 1 1 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
134 1 1 1 1 1 1 1 1 166 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
135 1 1 1 1 1 1 1 167 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
136 1 1 1 1 1 1 1 168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
137 1 1 1 1 1 1 1 1 169 1 1 1 1 1 1 1 
138 1 1 1 1 1 1 111 170 1 1 1 1 1 1 1 1 
139 1 1 1 1 1 1 11 1 171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
140 1 1 1 1 1 11 1 172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
141 1 1 1 1 1 1 11 1 1 173 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
142 1 1 1 1 1 1 1 1 174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 175 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
144 1 1 1 1 1 1 1 176 1 1 1 1 1 1 1 
145 1 1 1 1 1 1 1 177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
146 1 1 1 1 1 1 1 1 178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 179 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
149 1 1 1 1 1 1 1 1 1 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 183 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
152 1 1 1 1 1 1 1 1 184 1 1 1 1 1 1 1 1 
153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 185 1 1 11 1 1 1 1 1 
154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 186 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 187 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 
156 1 1 1 1 1 1 1 188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
157 1 1 1 1 1 1 1 1 189 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

)bservations : Page 314 

~ote 1 : Ao 01 least significant bit Note 2 : "0" more negative output 
AO 0, bib de pold. III plu. f.ibl. "0" ""niB III plu. nlg8ti .. 

"1" more positive output 
"'t" lOI'titll. plus ptnItlllll 429 



2560 BIT READ ONLY MEMORY 8004 ARCTANGENT LOOK UP TABLE SF.F 70660 K 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS SOO4 CODE ARCTANGENTE 256 x 10 

FUNCTION CODe INotes 1. 2) FUNCTION CODe INotes I, 2) 

~~ 
FONCTION COOE "'''' FONCTION CODE 

:iltl 
0:", 0:", 
CO:: 

Input.lputput 
Input Output co:: Input Output 

CQ Entr6e Sortie CQ Input Output Entrh Sortie 
«<{ Entre.. Sortie «<{ EntM6 Sortie 

A Ot A Ot 

192 1 1 1 1 1 1 1 224 1 1 1 1 1 1 1 
193 1 1 1 1 1 1 1 1 1 225 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
194 1 1 1 1 1 1 1 1 226 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
195 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 227 1 1 1 1 1 1 1 
196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 228 1 1 1 1 1 1 1 
197 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 229 1 1 1 1 1 1 1 1 
198 1 1 1 1 1 1 1 1 -I 230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 233 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 234 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
203 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 235 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
204 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 236 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
205 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 237 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
206 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 238 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
207 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 239 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
208 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
209 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 241 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 242 1 1 1 1 1 1 1 
211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 243 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
212 1 1 1 1 1 244 1 1 1 1 1 1 1 1 
213 1 1 1 1 1 1 1 245 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
214 1 1 1 1 1 1 1 246 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
215 1 1 1 1 1 1 1 1 1 247 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
216 1 1 1 1 1 1 1 248 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
217 1 1 1 1 1 1 1 1 1 249 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
218 1 1 1 1 1 1 1 1 1 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
219 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 251 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
220 1 1 1 1 1 1 1 1 252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 253 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 254 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
223 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 255 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observations: Page 4/4 

Note 1 : Ao 01 least significant bit Note 2 : "'0" more negative output 
AO 0, bits dB poids Ie plul '.ible "{y'sortie I. plul "."tive 

430 
"1" more positive output 
"1" IOrtie Ie plul POlititl. 
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DIVISION SEMICONDUCTEUAS .. Service commercial Region Sud-E~I: 38120 (St Egreve) ·1 el : (76) 75·81 . 12 - Hlex 25731 F 
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2560 BIT READ DNL Y MEMORY 8005 ARCTANGENT LOOK UP TABLE 8F.F 70660 K I 
MEMO IRE MORTE 2560 BITS SOO5 CODE ARCTANGENTE 256 X 10 ; 

The SF.F 70660 K S005 has been programmed to obtain the La memoirs SF. F 70660 K 5005 a ere programmes pour resoudre 

solution of equation : 8 = arctan x with 1/2 .;;; X < 1. The in- I'Bquation : (J = .rerg x avec 112 ~ X < 1. L 'enrr6e X est divisee 

put is divided into 256 equal parts for X. Thus the appropriate en 256 valeurs egales. Pour obtenir l'adres$6 de la ~moire AO 

input address is 512. X - 256 to the nearest whole integer etant Ie bit de paid, Ie plus 'aible, effectuer Ie produit 512. X - 256 

for obtaining the appropriate ROM address, with AO being ef choisir rentier Ie plus proche. La sortie a eti§ normalisee ~ 45 0. 

the least significant bit. The output has been normalized for Pour obtenir /8 valeur vraie, multiplier "expression decimale equiva-

45°. To obtain the true angular reading, multiply the out- lents de rangle par 45°. Les sorties 0" 02 ..... 070 ont les poids 

put by 45° i. e 8 = 8 out x 45°.8 out is the decimal equi· respectifs 112, 114 ..... 7/7024. La valeur sur 10 bits de la sortie est 

valent of the angle 8 expressed in binary. The output lines "au plus juste". Les valeurs correspondant ~ 0 :s;;;: X < 1. sont donnees 

01,02 ..... 010 are binary place values 1/2,1/4 .... 1/1024. par Ie code SF. F 70660 K SOO4. 2 
The 10 bit output code has been rounded off. For values 
0';;; X <.!. take account of SF.F 70660 K SOO4. 

2 

FUNCTION CODE INotes " 21 FUNCTION CODE INotes " 21 

!:l'" FONCTION COOE "'''' FONCTION CODE 

~~ ~~ 
Output ClQ: Input Output ClQ: Input 

ClC) Input ~~r'::~t Entree Sortie ClC) Input Output Entree Sortie 
«'{ EntrAe «'{ Entree Sortie 

A f"e "0 A.! A3f<'> A,f"o :>x~ "so, 0, A fa "of".! AaA:2 A, 0, 

0 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 I 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
6 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 I 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1· 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 I·' 

10 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 51 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 52 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 53 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 56 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Example : Find the angle whose tangent is 0.654. The input Exemple " Trouver rangle dont la tangents est 0,654. L 'adresss d'entr8e 
address is 512 x 0.654 - 256=78.848.The nearest integer is 79 est 572 x 0,654 - 256 =78,848. L 'entier Ie plus proche est 79 et sera 
and will be the input code (01001111). The ROM generates la valeur d'entree (01001771). Le circuit donne la sortie: 1071710071 
the output: 1011110011 whose decimal equivalent is 0.737304. dont I'equivalent decimal est 0,737304. 
Thus 0 =0.73730 x 45° =33.18°. O'ou 8 =0.73730 x 45 ° =33,78°. 

iIIote 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "0" more negative output Page 1/4 

AO 0, bits de paids Ie plus faible "0" sortie la plus negative 

Chip enabled CS3=CS2=0 
"1" more positive output 
"7" sortie la plus positive 431 

Circuit valide CS1=1 



2560 BIT READ ONLY MEMORY 8005 ARCTANGENT LOOK UP TABLE SF.F70660 K 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS SOO5 CODE ARCTANGENTE 256x 10 

-

FUNCTION CODe (Notes I, 21 FUNCTION CODe (No.es I, 2) 

~'" 
FONCTION CODE Ill'" FDNCTlDN CODE 

w~ w~ 
0:", 

Output 
0:", 

Output 00: Input 00: 
Output 

Input 
0", Input ~ut~ut En,,. Sortie 0", Input Ent'" Sortie «« EntrtJe orr,e «« En'" Sortis 

• • 0 • .... 1 1 1 1 1 1 96 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 97 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 98 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 105 1 1 1 1 1 1 1 1 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 106 1 1 1 1 1 1 1 1 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
82 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 1 1 1 1 1 1 1 1 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 1 1 1 1 1 118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 1 1 1 1 1 1 1 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 124 1 1 1 1 1 1 1 1 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observations: Page 2/4 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "0" more negative output 
AO 0, bits de paids Ie plus '.ible "0" IOrtie I. plus neg.tivtl 

"I" more positive output 
432 "1" lOTtie ,. plul positivB 



2560 BIT READ ONLY MEMORY 8005 ARCTANGENT LOOK UP TABLE 8F.F 70660 K 
MEMOIRE MORTE 2560 BITS SOO5 CODE ARCTANGENTE 256x 70 

FUNCTION ggg~ (Not .. '. 2) FUNCTION ggg~ (Notes'. 2) 

!Ij'" FONCTION 
~~ 

FONCTION 

~~ 0:", 
Input ~:lJ~t 0" Input ~~ir; 

Input 2ut~ut 0" OQ EntIN art,. OQ Input Output EntIN 
<<I: EntIN <<I: EntIN Sortie 

t 0, "'1"6 .. '" t 

128 1 1 1 1 1 1 1 160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
129 1 1 1 1 1 1 1 161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
130 1 1 1 1 1 1 1 162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131 1 1 1 1 1 1 1 1 163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132 1 1 1 1 1 1 1 1 164 1 1 1 1 1 1 
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 165 1 1 1 1 1 1 1 1 
134 1 1 1 1 1 1 1 1 166 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 167 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
136 1 1 1 1 1 1 1 168 1 1 1 1 1 1 1 1 
137 1 1 1 1 1 1 1 1 1 169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 173 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 175 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
144 1 1 1 1 1 1 1 176 1 1 1 1 1 1 1 1 
145 1 1 1 1 1 1 1 1 177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
146 1 1 1 1 1 1 1 1 178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 179 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
149 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , 
150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·1 1 1 
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 183 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 
152 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 184 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 
153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 185 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 186 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 187 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
156 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
157 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 189 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observations: Page 3/4 

Note 1 : Ao 01 least significant bit Note 2 : ".0" more negative output 
AO 0, biU <hi pold.,. plu. f.lbl. ND': IOrtie III plul ""'til/tl 

"1" more positive output 
"t" lIDnie I. plul pa.itlw 433 



2560 BIT READ ONLY MEMORY s005 ARCTANGENT LOOK UP TABLE SF.F 70660 K 
MEMO IRE MORTE 2560 BITS SOO5 CODE A RCTANGENTE 256x 10 

FUNCTION COOE (Notes '. 21 FUNCTION CODE (Notes', 21 

1Ji'" FONCT/ON CODE 1Ji'" FONCTION COOE 

~~ ~~ 
CQ: 

Input ~:/ll~t 
Input Ou~ut CQ: 

Output 
Input Output 

CQ Entnle Sortie CQ Input EntrN Sortie «« Entre «« Entnle Sortie 
A 0, 0, 

192 1 1 1 1 1 1 1 1 224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
193 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 226 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
195 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 227 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 228 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
197 1 1 1 1 1 1 1 1 1 229 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 233 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 234 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
203 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 235 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
204 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 236 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
205 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 237 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
206 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 238 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
207 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 239 1 1 1 1 1 1 1 111 11 1 1 
208 1 1 1 1 1 1 1 240 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 
209 1 1 1 1 1 1 1 1 1 241 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 242 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 243 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
213 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 245 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
214 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 246 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
215 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 247 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 248 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
217 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 249 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
218 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
219 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 251 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
220 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 253 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 254 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
223 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 255 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observations: Page 4/4 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "0" more negative output 
AO 0, birr de poid.l. plus 'sibl. "0" $Onie III plus n4gBtivo 

"1" more positive output 
434 "1" .on;. I. plu. pOIltlve 
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3072 BIT READ ONLY MEMORIES 
MEMOIRES MORTES 3072 BITS 

S006 

Chip selected for 
Circuit valide pour 

: CS3 = CS2 = CSI = 0 

!jj~ """ w'" ~~ 0:: ... 
Oil: Input Output Oil: Input 0"" In pu 'Entree Sortie 0"" In Ou Entree 
<1:<1; <1:<1; 

A, .. O o"On o,cOg 08°7 °6 05 °4°3 °2°1 A "e Ati .... A:l1A:2 
0 1 32 1 
1 1 1 33 1 
2 1 11 34 1 
3 1 1 1 35 1 
4 1 1 1 36 1 1 
5 1 1 1 1 37 1 1 
6 1 1 1 1 1 38 1 1 
7 1 1 1 1 39 1 1 
8 1 1 1 40 1 1 
9 1 1 1 1 41 1 1 
10 1 1 1 1 1 42 1 1 
11 1 1 1 1 1 43 1 1 
12 1 1 1 1 1 44 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 47 1 1 1 
16 1 1 1 48 1 1 
17 1 1 1 1 49 1 1 
18 1 1 1 1 1 50 1 1 
19 1 1 1 1 1 51 1 1 
20 1 1 1 1 1 52 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 53 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 54 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 55 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 56 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 57 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 58 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 59 1 1 1 
28 1 11 1 1 1 1 60 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 62 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 63 1 1 1 1 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
AO 07 bits de paids Ie plus faible "1" sortie I. plul Mgative 

"0" more positive output 
"0" 6Ort;e I. plus positive 

A,"O 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

SF.F 70700 K, 70701 K 
256x 12 

I 

I 

Output 
Sonie I 

",,0, o,~og Os 07 °eOsO 03°2 0 , 

1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 I 
1 1 11 
1 1 1 'J 
1 1 1 11 
1 1 , I 

1 1 1~1 1 1 
1 1 111 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1: 1 

1 
11 

Page 1/4 

435 



3072 BIT READ ONLY MEMORIES S006 SF.F 70700 K. 70701 K 
MEMOIRES MORTES 3072 BITS 256 x 12 

Vl", Vl", 

~~ t3~ 
cx:'" cx:'" Output 00: Input Output 00: Input 
DC> In Out Entree Sortie DC> In Out Entn1e Sortie 0:-.: 0:-.: 

A7f' 1"<fA- A A2 A,fc f'12<>1, f'1( 09 oa 07 06 0 5 °4 0 3 °2 0 1 A"" lAs"" AA:l A,!', 0,,0, 0,,09 Oa 0 7 061<>5 0 03°2 0 1 

64 1 1 1 96 1 1 1 1 1 

65 1 1 1 1 97 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 98 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 99 1 1 1 1 1 1 1 

68 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 1 1 

69 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 

70 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
71 1 1 1 1 1 1 103 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 1 1 1 1 1 104 1 1 1 1 1 1 1 

73 1 1 1 1 1 1 105 1 1 1 1 1 1 1 1 

74 1 1 1 1 1 1 1 106 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 
75 1 1 1 1 1 1 1 107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

76 1 1 1 1 1 1 1 108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

77 1 1 1 1 1 1 1 1 109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

79 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 1 1 1 1 1 112 1 1 1 1 1 1 1 
81 1 1 1 1 1 1 113 1 1 1 1 1 1 1 1 
82 1. 1 1 1 1 1 1 114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83 l' 1 1 1 1 1 1 115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

84 1 1 1 1 1 1 1 116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
, 85 1 1 1 1 1 1 1 1 117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 1 1 1 1 1 1 1 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I 92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
95 1 1 1 1 1 1 1 1 127 1 1 1 1 1 1 1 1 

! Page 2/4 

, 

I Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more negative output 
AO 0, bits de poids Ie plus 'aible "1" sortie ,. plus Mptive 

436 
"0" more positive output 
"0" sorfie ,. plus positive 

I 



3072 BIT READ ONLY MEMORIES 
MEMOIRES MORTES 3072 BITS 

Ul>.u Ul", w'" o:>.u 
0", Input 
DC) 

In Out Entree 
..:" 

A71'" AoA.o A3 A2 AlAe p"o" p,cOg 

128 1 1 1 
129 1 1 1 1 
130 1 1 1 1 

131 1 1 1 1 1 
132 1 1 1 1 
133 1 1 1 1 1 
134 1 1 1 1 1 
135 1 1 1 1 1 1 
136 1 1 1 1 
137 1 1 1 1 1 
138 1 1 1 1 1 
139 1 1 1 1 1 1 
140 1 1 1 1 1 
141 1 1 1 1 1 1 
142 1 1 1 1 1 1 
143 1 1 1 1 1 1 1 
144 1 1 1 1 
145 I 1 1 1 1 1 
146 1 1 1 1 1 
147 1 1 1 1 1 1 
148 1 1 1 1 1 
149 1 1 1 1 1 1 
150 1 1 1 1 1 1 
151 I 1 1 1 1 1 1 1 
152 1 1 1 1 1 
153 1 1 1 1 1 1 
154 1 I 1 1 1 1 1 
155 1 1 1 1 1 1 1 
156 1 1 1 1 1 1 
157 1 1 1 1 1 1 1 
158 1 1 1 1 1 1 1 
159 1 1 1 1 1 1 1 1 

Note 1 : AO 01 least significant bit 
AO 0, bits de paids Ie plus !aible 

5006 

Ul>.u 
t3~ 

Output 
O:>.u 
0", Input 

Sortie dc) 
In Out Entree ..:" 

pa 0 7 06 0 5 °4°3 °2°1 A7(" AoA.o A A, 

1 1 160 1 1 
1 1 161 1 1 
1 1 1 162 1 1 
1 1 163 1 1 
1 1 1 164 1 1 1 
1 1 1 165 1 1 1 
1 1 1 1 166 1 1 1 
1 1 167 1 1 1 --
1 1 1 168 1 1 1 
1 1 1 169 1 1 1 
1 1 1 1 170 1 1 1 
1 1 1 171 1 1 1 
1 1 1 1 172 1 1 1 1 
1 1 1 1 173 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 174 1 1 1 1 
1 1 175 1 1 1 1 
1 1 1 176 1 1 1 
1 1 1 177 1 1 1 
1 1 1 1 178 1 1 1 
1 1 1 179 1 1 1 
1 1 1 1 180 1 1 1 1 
1 1 1 1 181 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 182 1 1 1 1 
1 1 1 183 1 1 1 1 
1 1 1 1 184 1 1 1 1 
1 1 1 1 185 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 186 1 1 1 1 
1 1 1 1 187 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 188 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 189 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 190 1 1 1 1 1 
1 1 191 1 1 1 1 1 

Note 2 : "1" more negative output 
"1" sortie /8 plus negative 

"0" more positive output 
"0" sortie I. plus positive 

A,~O 

1 
1 
1 1 

,. 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 

SF.F 70700 K, 70701 K 
256x 12 

Output 
Sortie 

o"Pl, o,e OglOa °7 06 °5 0 4 03 0 0, 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 i 
1 1 1 1 1 1 I 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

Page 3/4 

437 



3072 BIT READ ONLY MEMORIES 
MEMOIRES MORTES 3072 BITS 

~ ... 
UJ~ 
0: ... 
D", Input 
DC) 

In Out Entree 
<0:..; 

A lA, iA<jA.o A~ A, AC ~o, 
192 1 1 1 1 
193 1 1 1 1 1 

194 1 1 1 1 1 

195 1 1 1 1 1 1 
196 1 1 1 1 1 
197 1 1 1 1 1 1 
198 1 1 1 1 1 1 
199 1 1 1 1 1 1 1 
200 1 1 1 1 1 
201 1 1 1 1 1 1 
202 1 1 1 1 1 1 
203 1 1 1 1 1 1 1 
204 1 1 1 1 1 1 
205 1 1 1 1 1 1 1 
206 1 1 1 1 1 1 1 
207 1 1 1 1 1 1 1 1 
208 1 1 1 1 1 
209 1 1 1 1 1 1 
210 1 1 1 1 1 1 
211 1 1 . 1 1 1 1 1 
212 1 1 1 1 1 1 
213 1 1 1 1 1 1 1 
214 1 1 1 1 1 1 1 
215 1 1 1 1 1 1 1 1 
216 1 1 1 1 1 1 
217 1 1 1 1 1 1 1 
218 1 1 1 1 1 1 1 
219 1 1 1 1 1 1 1 1 
220 1 1 1 1 1 1 1 
221 1 1 1 1 1 1 1 1 
222 1 1 1 1 1 1 1 1 
223 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Notel: AO 0, least significant bit 
AO 0, bits de paid, Ie plus fsible 

438 

PIoOg 

S006 

"'''' [{J~ 
Output 

0:'" 
Input D'" 

Sortie DC) In Out Entnle 
<0:..; 

°8 07 0,05 04103 °2 0 , A71" ~"" A~iA:> 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 

1 224 1 1 1 
1 225 1 1 1 
1 1 226 1 1 1 

1 227 1 1 1 
1 1 228 1 1 1 
1 1 229 1 1 1 
1 1 1 230 1 1 1 

1 231 1 1 1 
1 1 232 1 1 1 
1 1 233 1 1 1 
1 1 1 234 1 1 1 
1 1 235 1 1 1 
1 1 1 236 1 1 1 
1 1 1 237 1 1 1 
1 1 1 1 238 1 1 1 

1 239 1 1 1 
1 1 240 1 1 1 
1 1 241 1 1 1 
1 1 1 242 1 1 1 
1 1 243 1 1 1 
1 1 1 244 1 1 1 
1 1 1 245 1 1 1 
1 1 1 1 246 1 1 1 
1 1 247 1 1 1 
1 1 1 248 1 1 1 
1 1 1 249 1 1 1 
1 1 1 1 250 1 1 1 
1 1 1 251 1 1 1 
1 1 1 1 252 1 1 1 
1 1 1 1 253 1 1 1 
1 1 1 1 1 254 1 1 1 

255 1 1 1 

Note 2 : "1" more negative output 
"1" sortie la plus nflgative 

"0" more positive output 
"0" sortie /8 plus positive 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

I 
I 

SF.F 70700 K, 70701 K 
256 x 12 

Output 
Sortie 

A, AC Pt:o" Pte Og Oa 07 06 0 5 °4°3 °2°, 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 ! 

1 1 1 1 1 1 1 1 1, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 I· 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
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1024 BIT READ ONLY MEMORY 
MEMOIRE MaRTE 1024 BITS 

S003 ARCTANGENT LOOK-UP TAB·LE 
S003 CODE ARCTANGENTE 

SF.F 70710 K 
128 x8 

The 5F.F 70710 K 5003 has been programmed to obtain the 
solution to the equation : 8 = arctan x with 0 ~ x < 1 and 
0 0 ,,;; 0 < 45 0 . The input is divided into 128 equal parts for 
x. Thus the appropriate input address is 128. x to the nearest 
whole integer for obtaining the appropriate ROM address, 
with AO being the least significant bit. The output has been 
normalized for 45°. To obtain the true ,angular reading, 
multiply the output by 45 0 i.e. 0 = Oout x 45 0 • Oout is the 
decimal equivalent of the angle 0 expressed in binary. The out· 
put lines 01, 02 ..... 08 are binary place values 1/2, 1/4 ... 1/256. 
The 8 bit output code has been rounded off. For values x ;;, 1 
enter l/x and complement the resultant angular value (Le : sub
stract from 90 0 ) 

i FUNCTION CODE (Notes 1, 21 

"'''' FONCTION CODE 

"'''' w'" 0:", 
Input Output 00: 

DC Input Output Entree Sortie 

"'" Entree Sortie 

A lAs A4A3 A2 A l 1A<0 0706 05 a. 0,0,0, 

0 o 0 o 0 000 
1 o 0 o 0 001 1 

"-
2 o 0 000 1 0 1 1 

3 o 0 o 0 o 1 1 1 1 1 

4 o 0 o 0 1 o 0 1 1 
5 o 0 o 0 1 o 1 1 1 
6 o 0 o 0 1 1 0 1 1 1 1 

7 o 0 o 0 1 1 1 1 1 

8 o 0 0 1 000 1 1 
9 o 0 0 1 0 o 1 1 1 1 1 
10 000 1 010 1 1 1 
11 000 1 o 1 1 1 1 1 

12 000 1 1 o 0 1 1 1 1 
13 000 1 1 o 1 1 1 
14 000 1 1 1 0 1 1 1 
15 000 1 1 1 1 1 1 1 
16 o 0 1 o 0 o 0 1 1 
17 o 0 1 0 o 0 11 1 1 1 
18 o 0 1 0 o 1 01 1 1 1 
19 o 0 1 001 1 1 1 
20 o 0 1 0 1 o 0 1 1 1 
21 o 0 1 0 1 o 1 1 1 1 1 
22 o 0 1 0 1 1 01 1 1 1 1 
23 o 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
24 o 0 1 1 0 o 0 1 1 1 1 
25 001 100 11 1 1 1 1 1 
26 001 1 o 1 o 1 1 

27 o 0 1 1 o 1 1 1 1 

28 001 1 100 1 1 1 

29 001 1 1 o 1 1 1 

30 o 0 1 1 1 1 01 1 1 1 
31 o 0 1 1 1 1 11 1 1 1 

E.xample : Find the angle whose tangent is 0.112. The input ad-
dress is 128 x 0.112 = 14.316. The nearest integer is 14 and will 
be the input code (0001110). The ROM generates the output : 
11000100 whose decimal equivalent is 0.1367187. 
Thus 0 =0.1367 x 45 0 =6.15 0 

La memojre SF.F 70110 K S003 a ete programmee pour resoudre 
I'equation : () =arctg x avec as;,;, x < 1 et 0° < () < 45°. L 'entree x 
est divisee en 128 valeurs egales. Pour obtenir I'adresse de fa memoire,AO 
etant Ie bit de poids Ie plus faible, effectuer Ie produit 128. x .et choisir 
I'entier Ie plus proche. La sortie a ete normalisee a 45 0, Pour obtenir la 
valeur vraie, multiplier J'expression decimale equivalente de, I'angle par 
45°, Les sorties 0" 02 ...... 08 ont les poids respectifs 112, 114 ..... 11256. 
La valeur sur 8 bits de la sortie est "au plus juste". Pour x;;; 1 entrer 1 Ix 
et complementer la valeur obtenue de /'angle (c.a.d : soustraire a 90 oJ. 

--"-
FUNCTION CD DE (Notes 1, 2) 

"'''' FONCTION COOE 

"'''' W'" 0:", 
Input Output 00: 

DC Input Output Entree Sortie 

"'" Entree Sortie 
A A A A3 A2AI A(Og 00 Os!'" 0,0,0, 

32 o 1 o 0 000 1 1 
33 o 1 o 0 o 0 1 1 1 1 

34 0 1 o 0 010 1 1 1 
35 0 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 
36 0 1 o 0 1 o 0 1 1 1 1 
37 0 1 o 0 1 o 1 1 1 1 1 1 
38 0 1 o 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
39 0 1 o 0 1 1 1 1 1 
40 0 1 0 1 0 o 0 1 1 1 
41 I 0 1 0 1 o 0 11 1 1 1 
42 0 1 0 1 o 1 o 1 1 1 1 1 
43 o 1 0 1 o 1 11 1 1 1 
44 0 1 0 1 1 o 0 1 1 1 1 
45 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
46 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
47 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 0 1 1 0 o 0 01 1 1 1 1 
49 0 1 1 0 o 0 11 1 1 1 1 1 
50 0 1 1 o 0 1 01 1 1 1 1 
51 0 1 1 o 0 1 11 1 1 1 1 1 
52 o 1 1 0 1 o 0 1 1 1 1 1 1 
53 0 1 1 0 1 o 1 1 
54 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
55 0 1 1 o 1 1 1 1 1 
56 0 1 1 1 0 00 1 1 1 
57 0 1 1 1 o 0 1 1 1 
58 0 1 1 1 010 1 1 1 
59 0 1 1 1 0 1 11 1 1 1 
60 0 1 1 1 1 o 01 1 1 1 1 
61 0 1 1 1 1 0 11 1 1 
62 0 1 1 1 1 1 01 1 1 1 
63 0 1 1 1 1 1 11 1 1 1 

Exemple: Trouver J'angle dont la tangente = 0,172. L 'adresse d'entree 
est 128 x 0,712 = 14,376. L 'entier Ie plus proche est 14 et sera la valeur 
d'entree (0001110). Le circuit, donne la sortie: 11000100 dont J'equi· 
valence d#lcimale est 0, 136187. 
D'ou: () =0,1367 x 45° = 6,15°. 

Note 1 : AO 01 least significant bit Note 2 : "1" more negative output Page 1/';.. 

AO 0, bits de poids Ie plus faible "1" sortie la plus n#lgative 

"0" more positive output 
439 "0" sortie la plus positille 
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1024 BIT READ ONLY MEMORY s003 ARCTANGENT LOOK·UP TABLE SF.F 70710 K 
MEMOIRE MORTE 1024 BITS 5003 CODE ARCTANGENTE 12BxB 

FUNCTION CODE (Notes I, 2) FUNCTION ggg} (Notes " 2) 
gj ... FONCTION COOE gj'" FONCTION 

~~ wtl 
Input Output 

a: ... 
Input Output o~ O~ 

0<:1 Input li!:utJ:!ut EntrfHI Soni. 0<:1 Input Output EntrfHI Sortis <t« EntrH ortlfl <t« EntrH Sortie 

• 0,10. 10,10,0 IA,A iA-iA, IA,IA. 0 
64 1 0 o 0 00 o 1 1 1 1 1 96 1 1 00 o 0 01 1 1 1 
65 1 0 00 00 1 1 1 1 1 97 1 1 o 0 00 1 1 1 1 1 1 I 

66 1 o 0 o 0 1 0 1 1 1 1 1 98 1 1 00 o 1 01 1 1 1 1 
67 1 0 o 0 o 1 1 1 1 1 1 1 99 1 1 0 o 0 1 1 1 1 1 1 1 

I 
68 1 0 00 1 0 01 1 1 1 1 1 100 1 1 0 o 1 00 1 1 1 1 
69 1 0 o 0 1 0 1 1 t 1 101 1 1 0 o 1 o 1 1 1 1 1 1 
70 1 0 00 1 1 o 1 1 1 1 102 1 1 0 o 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
71 1 0 o 0 1 1 1 1 1 1 1 103 1 1 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 1 0 o 1 o 0 o 1 1 1 1 1 104 1 1 0 1 0 00 1 1 1 1 1 1 
73 1 0 o 1 o 0 1 1 1 1 1 105 1 1 0 1 001 1 1 1 
74 1 0 o 1 o 1 o 1 1 1 1 1 106 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 
75 1 0 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 107 1 101 o 1 1 1 1 1 1 1 
76 1 0 o 1 1 00 1 1 1 1 1 108 1 1 0 1 100 1 1 1 1 
77 1 0 o 1 1 o 1 1 1 1 109 1 101 101 1 1 1 1 1 
78 1 0 o 1 1 1 0 1 1 1 1 110 1 1 0 1 1 1 01 1 1 1 1 1 
79 1 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 1 0 1 0 000 1 1 1 1 1 112 1 1 1 o 0 o 0 1 1 1 1 1 
81 1 0 1 0 001 1 1 1 1 113 1 1 1 0 00 1 1 1 1 1 1 1 
82 1 0 1 0 o 1 01 1 1 1 1 114 1 1 1 0 o 1 o 1 1 1 1 1 1 
83 101 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 115 1 1 1 0 011 1 1 1 1 1 1 
84 101 o 1 001 1 1 1 1 1 116 1 1 101 00 1 1 1 1 
85 101 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 117 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
86 1 0 1 0 1 1 o 1 1 1 118 1 1 1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
87 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 119 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 0 1 1 000 1 1 1 120 1 1 1 1 o 0 o 1 1 1 1 1 1 
89 1 0 1 1 00 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 0 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 1 0 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 122 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
91 1 0 1 1 o 1 1 1 1 1 1 123 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
92 101 1 1 o 0 1 1 1 1 1 124 1 1 1 1 1 001 1 1 1 1 1 1 
93 1 0,1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 125 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 
94 1 o 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 126 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 

95 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 127 11, 1 1 11 , I , 1 1 1 1 1 1 1 

Page 2/2 

Note 1 : Ao 01 least significant bit Note 2: "I" more negative output 
AO 0, bitl de paid". plu. '.ibl. "'" IOrtHl ,. plul nlptlv. 

440 
"0" more positive output 
"0" lOTtie I. plu. poI/tlve 



Random acces memoires 
Memoires a lecture-ecriture 
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SFF 80102 

1024 BIT STATIC RANDOM ACCESS MEMORY 
MEMO IRE STA T/OVE A ACCES ALEA TOIRE 1024 BITS 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OVES PRINCIPALES 

Operating free-air 

TENTATIVE DATA 
CARACTERIST/OVES PROVISOIRES 

Power supply High level input 
Tension voltage 
d'alimentation Niveau d'entree a 

Type Package temperature range Storage temperature 
I'etat haut 

Baitier Gamme de temperature Temperature de stackage 
Vee VIH 

SF.F 80102 K 

ambiante de fonctionnement 

Mp·117 oDe, +70o e 

General description 
Description generate 

-65°C, 

The SF.F 80102 is a 1024 words by one bit random 
access memory fabricated with N-channel silicon gate 
technology. 

Fully static it requires no clock or refreshing to opera
te. Read out operation is non destructive and output 
has the same polarity as the input data. 

It is directly TTL compatible including the + 5 Volt 
power supply. 

Le circuit SF.F 80102 est une memo;re a acces aleatoire de 
1024 mots de 1 bit, realisee en technologie grille silicium 
canal N. 

Entierement statique, cette memoire ne necessite ni hor/oge 
ni operation de rafraichissement. La lecture est non destruc
tive et Ie signal de sortie a la meme polarire que Ie signal 
d'entree. 

Le circuit est directement compatible TTL y compris la ten
sion d'alimentation +5 Volts. 

~ THOMSON - CSf 

(lMSIO" SEM'CO,.OUCTEUI>S. 

®~]~l~'®1Lnr 

+150o e 

min. max. min. 

4,75 V 5,25 V 2,2 V 

Principal features 
Donnees principa/es 

- 1024 x 1 configuration 
- Directly TTL compatible 

max. 

Vee 

- Static operation: no clocks or refresh 
- Fully decoded 
- Chip enable output control 
- Three state output 
- 150 mW typical 
- 500 ns typical access time 
- + 5 V single power supply 

- Organisation 1024 x 1 

- Entierement compatible TTL 

- Fonctionnement statique .- ni horloges, ni 

rafraichissement 

- Entierement cJ(jcodee 

- Contrlile des sortie par inhibition 

- Sortie trois etats 

- 150 mW typique 

- Temps d'acces typique .- 500 ns 

- Une seule tension d'alimentation .- + 5 V. 

74·4 tl7 

443 



SEF 80102 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Pin names Package: MP-117 (CB-79) 
BoTtier 

Top view 
Vue dll dl1$$US Appellation des grandeurs 

A7 AS A9 er DO 

A6 A5 R/W A3 A2 Al AO A4 

Thermal resistor : Junction tamb SO"C/W 
R~sistBnce thermique: Jonction ambients 800CIW 

AO-A9 

R/W 

CE 

FUNCTIONNAL DIAGRAM 
SCHEMA SYNOPT/QUE 

AO 

Al 

A2 

A3 

A4 

2/7 

444 

Input 
logic 
Logique 
d'entrH 

Cell array 
Plan rrmmoirtl 

Input/output circuits 
Circuit. tlntr_lsorti. 

Column decoder 
DtJcodeur de colonnfls, 

A5 A6 A7 AS A9 

Data input 
Entr6e d'informstion 

Address inputs 
EntrHs d'adrl1$$ll{Je 

Read/write input 
Entrfle lecturelkrituTfI 

Chip enable input 
EntrH d';nhibition 

Data output 
Sortie d'information 

Power supply (+ 5 V) 
Tension d'alimentation ( +5 V) 

..... ------<0 V CC 

-----<OGND 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEURS LlMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Power supply 
Tension d'aJimentation 

Voltage on any pin 
Tension sur une broche quelconque 

Power dissipation (Package) 
Puissance dissipee (Boitier) 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

MIN. 

VCC -0,5 V 

-0,5 V 

Ptot 

O"C 

-65°C 

SPECIFIED OPERATING CONDIJIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf specification contraire) 

VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MIN. TYP. 

Power supply Vec 4,75 5 Tension d'alimentation 

Low level input voltage VIL -0,5 Tension d'entree II retat bas 

High level input voltage VIH 2,2 Tension d'entree a retst haut 

Ambient temperature 
tamb ° 25 Temperature ambiante 

SFF 80102 

VALUES 
VALEURS 

MAX. 

7V 

7V 

lW 

70"C 

150"C 

UNITS 
UNITES 

MAX. 

5,25 V 

0,65 V 

Vec V 

70 °c 

311 
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SEF 80102 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

I nput leakage current 
Courant de fuite entree-5ubstrat 

High level output leakage current 
Courant de fuite de sortie a f'etat haut 

Low level output leakage current 
Courant de fuite de sortie a I'etat bas 

VCC power supply current 
Courantde/'aliment8tion Vee 

VCC power supply current 
Courant de I'alimentation Vee 

Low level output voltage 
Tension de sortie a I'etat bas 

High level output voltage 
Tension de sortie a retat haut 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Read cycle 
Cycle de lecture 

Read cycle time 
Temps de cycle de lecture 

Access time 
Temps d'acc8S 

417 

446 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

IISB 

ILOH 

ILOL 

ICC1 

ICC2 

VOL 

VOH 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

t RC 

tA 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN . TYP. MAX 
UNITES 

VI = 0 + 5,25 V 10 JlA 

CE =2,2V 

Vo =4V 10 JlA 

CE = 2,2 V 

Vo = 0,45 V 
-100 JlA 

All inputs = 5,25 V 
routes entrees 

DO open (en rair) 
30 60 mA 

tamb = 25°C 

All inputs = 5,25 V 
Toutes entrees 

DO open (en rairJ 70 mA 

tamb = ODC 

10L = 1,9 mA 0,45 V 

10H = -100JlA 2,2 V 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1000 ns 

500 1000 ns 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CA RA CTER IST/QVES D YNAMIQVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Chip enable to output time 
Temps de levee d';nhibition 

Prev ious read data valid with respect to 
address 
Temps de validite de !'information pnkedente 
par rapport aux adresses 

Previous read data valid with respect to 
chip enable 
Temps de validite de !'information precedente 
par rapport a !'inhibition 

Write cycle 
Cycle d'tJcriture 

Write cycle time 
Temps de cycle d'(jcriture 

Address to write set-up time 
Temps de prtMtablissement dB I'adresse 
par rapport a I'ecriture 

Write pulse width 
Largeur de J'impulsion d'ecriture 

I Read set·up time 

I 
Temps de prlretablissement de la lecture 

Data set-up time 
Temps de prMtablissement de !'information 

Data hold time 
Temps de maintien de !'information 

Chip enable to write set·up time 
Temps de preerablissement de I'inhibition 
par rapport a I'ecriture 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

teo 

tOHl 

tOH2 

twe 

t(A·W)S 

tww 

t RS 

tDS 

tDH 

tws 

SEF 80102 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESJJRE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

500 ns 

50 ns 

0 ns 

1000 ns 

200 ns 

750 ns 

50 ns 

800 ns 

100 ns • 
900 ns 

5/7 
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SF.F 80102 

DYNAMIC CONDITIONS OF TEST 
CONOITIONS OE TEST OYNAMIQUE 

Input pulse levels 
Niveaux des impulsions d'entrfJe 

Input pulse rise and fall times 
Temps de montee et de descente de, impulsions d'entree 

Timing measurement reference level 
Ni,/SBU de reference de mesure des temps 

0,65 V .. 2,2 V 

20 ns 

1,5 V 

Output load 1 standard TTL gate and CL = 100 pF 
Charge de sortie 1 operatflUr TTL _;6 standard sf CL = 100 pF 

DYNAMIC WAVEFORMS 
FORMES O'ONDE DYNAMIOUE 

READ CYCLE 
CYCLE DE LECTURE 

RIW 

r---------------------------------------~ , \ , \ , \ 

,/ _____________________________________________ J 

6/7 
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SEF 80102 

DYNAMIC WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE D YNAM/QUES 

WRITE CYCLE 
CYCLE D'ECRITURE 

!wc 
,------------------------------------------------------~ I , 

R/W 

I , 
I , 

t(A.W)S 

tDS 

~-----------------------------------~ I , 
I , 

I , 

~ Data can charge 
~ L'information peut changer 

CAPACITANCE 
CAPAC/TES 

(Note 1) f = 1 MHz 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

All inputs =OV 
Input capacitance CIB 

Toutes entrees 
3 5 Capacite d'entree 

VI =OV 

Output capacitance COB Vo Cspacite de sortie = OV 7 10 

Notel: These parameters are periodically sampled and are not 100 Yo tested. 
Ces parametres sont mesures par prelevement et ne sont pas testes ~ 100 %. 

UNITS 
UNITES 

pF 

pF 

717 
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MOS circuit clock driver 
Commande d'horloge de circuit MOS 
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SFC 50026 

DUAL MOS CLOCK DRIVER 
DOUBLE CIRCUIT DE COMMANDE DE L'ENTREE HORLOGE DE CIRCUITS MOS 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Operating free-air 
Storage temperature VCC (VI ICC (mAl 10 {mAl 

Type Package temperature range 
Baitier Gamme de temperature Temperature de stack age 

ambiante de fonctionnemenr Min. Max. Typ. Max. 

SF.C 50026 TO·99 O°C, + 70°C -55°C, + 125°C 

- Output voltages swing : 20 V - Amplitude des tensions delivrees en sortie : 20 V 

- 1,5 A output current - Courant de sortie : 1,5 A 

- Fast switching times : 20 ns with 1000 pF load - Faibles temps de commutation: 20 ns sous une charge 
capacitive de 1000 pF 

- Very low power consumption in "0" state: 2 mW - Tres faible puissance consommee dans I'erar "0" : 2 mW 

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE 

The SF.C 50026 is a dual high speed MOS CLOCK 
DRIVER. The device can also be used as voltage level 
translator in a wide variety of Bipolar-ta-MOS inter
face circuits. It accepts TTL and DTL input signals 
and provides high output current and voltage suitable 
for driving MOS circuits. It is able to drive large capa
citive loads (1000 pFI. The SF.C 50026 is particulary 
suitable for driving the 1103 memory chip. 

Le SF.C 50026 est un double circuit de commande d'entree 

Horloge de circuit MOS de grande rapidite. 1/ peutegalemenr 
etre utilise comme translateur de niveau de tension dans les 
divers damaines d'empfoi des circuits d';nterface Bipolaire
MOS. Le circuit SF.C 50026 peut recevoir sur ses entrees des 
signaux fournis par des portes appartenant aux. families TTL 

et D TL. /I est capable d'assurer en sortie un courant important 
dans route 18 gamme des tensions communement employees 
dans les circuits de la famille MOS : if convient pour fa com

mande de fortes charges capacirives (1000 pF). If est tout 
particulierement adapt{! a la commande des memoires de type 
1103. 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Top views 
Vues de dessus 

Package TO·99 (CB·lll 
Boitier 

Output 
Sortie A 

V+ 

V-

Can be del ivred in plastic 
case 8 leads "MP·48" 
Peur etre livre en boitier 
plasrique 8 passages "MP·48" 

74· 1/4 
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SF.C 50026 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES 

V+ - V- differential voltage ... : ........... : ..... -1- ...........•......... 
Difference de porentfeJ entre allmentatlons positIVe et negative V - v-

Input current . ..................... . 
Courant d'enrree 

Input voltage (VIN _. VI) .................... . 
Tension d'entree 

Peak output current. 
Valeur de crete du courant de sortie 

Power dissipation. 
Puissance dissipee 

TEST CIRCUITS 
MONTAGE OE TESTS 

Entree 

CIN 

50 ~ 1000 pF 

InputT 

214 

454 

SIGNAL WAVEFORMS 
FORME DES SIGNAUX 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

, 

~ 
/ 

td(on) 

90% 

\ 
10% 

V+ = OV 

"">---.... ----0 Output 
Sortie 

V- = -20V 

\ 
5V 

tTHL td(off) tTLH 

V 

22 V 

100mA 

5,5 V 

1,5 A 

600 mW a 25°C 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Minimum high level input ~oltage 
TenSion mimmale d'entree permise a rerat haur 

Maximum input current at VOHmin 
Courant maximal d'entree a VOHmin 

Maximum low level input voltage 
Tension maximale d'entree permise a f'erat bas 

_.-

Maximum input current at VOLmax 
Courant maximal d'entree a VOL max 

Minimum high level output voltage 
Tension minimale garanrie en sortie a I'tHat haut 

Maximum low level output voltage 
Tension maximale garantie en sortie a I'etat bas 

Maximal ON suppl,/ current 
Courant ma){imal consomme pour un etat bas 
de tension en sortie 

Maximal OFF supply current 
Courant ma){imal consomme pour un etat haut 
de tension en sortie 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

--
Propagation delay time, high to low 
level output 
Temps de propagation a la decroissance 

I 
du signal de sortie 

I 
--

Propagation delay time, low to high 

I 
level output 
Temps de propagation a la croissance du 

I 
signal de sortie 

I 

--

I Output rise time 
~mps de mon'ee du "9: de so",e _ 

(Note 1) 

-- -

I 
Output fall time (Note 1) 
Temps de descente du signal de sortie 

- ---- --- -------- ------ -

SEC 50026 

Over operating free-air temperature range (unless otherwise specified). 
Dans route la gammede temperatureambiante de fonctionnement(sauf Indications 
contraires). 

SYMBOLS VALUES TEST CONDITIONS 
SYMBOLES VALEURS CONDITIONS DE FIG. 

VERIFICATION 

VIHmin 2,5 V Vo = V- +1 V 

:IHmin 15mA 
VI - V- = 2,5 V 

I (Hmin) Vo = V- +1 V 

.--

VILmax 0,4 V Vo = V+ -1 V 

:ILmax 
I (Lmax) 

-10J.1A 
VI - V- = 0 ~ 

Vo = V - 1 V 

VOHmin V+-1 V VI - V- = 0,4 V 

VOLmax V- + 1 V VI - V- = 2,5 V 

ICC on 40mA 
V+-V-=20V 

VI - V-= 2,5 V 

ICC off 100pA 
V+ - V- = 20 V 

VIN-V-=OV 

tamb = 25°C v+ - V- = 20 V 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 

SYMBOLES CONDITIONS DE MIN. TYP. MAX. FIG. 
MESURE 

------- - -

td(on) 12 ns 

----- -

td(off) 15 ns 

V-t. V-= 17 V, CL = 500 pF 
tTLH 

18 ns 

CL = 1000 pF 35 ns 
-- -_.-

tTHL 
V+..V-= 17 V, CL = 500pF 16 ns 

CL = 1000 pF 25 ns 
.---~----

NOTE 1: Rise and fall time are given for MOS logic levels. (See waveforms on page 2) 
Les temps de mantee et de descente sant de fin is avec la convention de logique des circuits MOS. (Voir la forme des 
signau){ page 2) 
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SEC 50026 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYP/QUES 

414 

458. 

TWO PHASE MOS CLOCK DRIYER (capacitive couplage) 
COMMANDE DES DEUX PHASES D'ENTREES HORLOGE D'UN CIRCUIT MOS 

1000 pF 

o-----C)----1l------l 

o-----C)----1l------l 
1000 pF 

y+ = 5Y 

SF,C 50026 

Y-=-12Y 

q,1 

Two phase clock to shift registers 
Oeux phases d'horloge vers registres a 
dt!calage . 

MEMORY ADDRESS OR PRECHARGE DRIYER (directcouplage) 
COMMANDE DES ENTREES D'ADRESSE OU PRECHARGE DE MEMDIRES (couplage direct! 

100 pF 

lkn 

lkn 

100 pF 

SF.C 50026 
To 1103 memory system 
Vers bloc memoire a base 
d'elements 7103 



Encapsulation 
Encapsulation 
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~i=:;::~1 
19,9 

TO-116 

p" 
8rochoge 

l~ 
12.70m,n 

18 A4 
41876 
O'N 

80ilo,,' (-7 TO-72 
Embo~e. 8-12 

CfI DATA 

-l 

Packages 
Bortiers 

a"5: 051 moo -~ 1 
-t - ,---t 
I \ 

02 \ 
63 762 

~ 

lAPin. 
148roche. 

Pi" 
8rochoge 

5 J 10 
A1873 

12.70m,n 

I 
i __ 

8<>" .. , ( -23 TO -100 
fmbose B -33 

CfI 

04.53 
4,95 

00,.407 
0.508 

"Pins 
48roches 

.0775 
8.50 

• 

0.26 
1,01 

_ 00.4 7 
0508 

lOP,", 
108,oc"'. 

All dimensions are in mm. 
Toutes Ie, dimensions sant en mm. 
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Pm 
B'QChoQI! 

Bo,"'" (-23 TO-99 
Embo~e 

CEO 

4]:::;::] 
22.44 

2/3 
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0.74 
1.14 

¢ 8,51 
9.39 

1.27 mgx 

0.26 
101 

Packages 
Bafflers 

8P,,., 
88'0<"', 

16Pin$ 
1611roc:hes 

I---~ 

DON 

01N 

-----%~:~ - --------:1 

MP-186 

•• 2,54 • 57mox. 

.2 
1.524 

35,. 

D.A.T."". 

24 Pons 
24B,och", , 

(B-68 

SESCOSEM 

28 Pin!; 
288roches , 

(B-132 
SESCOSEM 



•• 1.27 

eEl D.A.T ..... 

Packages 
Bortiers 

160utput1 
165or1;' 

Pin 
BrCKhoge 

DIN 

eEl 

................................................................................................ ~313 
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GENERAL INFORMATIONS 
GENERA LITES 

CHARACTERIZATION OF MOS CIRCUITS 
CARACTERISA TlON DES CIRCUITS MOS 

INSTRUCTION FOR USE OF MOS CIRCUITS 
REGLES D'EMPLOI DES CIRCUITS MOS 

DATA SHEETS 
NOTICES CARACTERISTIOUES 

ANALOG SWITCHES 
COMMUTATEURS ANALOGIOUES 

COMPLEMENTARY MOS 
MOS COMPLEMENTAIRES 

DYNAMIC REGISTERS 
REGISTRES DYNAMIOUES 

STATIC REGISTERS 
REGISTRES STA TIOUES 

GENeRAL PURPOSE 
USAGE GENERAL 

READ ONLY MEMORIES AND STANDARD CODES 
MEMO IRES A LECTURE SEULE ET CODES STANDARDS 

RANDOM ACCESS MEMORIES 
MEMOIRES A LECTURE-ECRITURE 

MOS CIRCUIT CLOCK DRIVER 
COMMANDE D'HORLOGE DE CIRCUITS MOS 

ENCAPSULATION 
ENCAPSULA TlON 

Imp. GIROTYPO - 92220 Bagoeux - tel. 253 21·05 
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